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Anode

Bestrahlungsempfindliche Flache (Empfanger)

Aktive Chipflache (Sender)

Basis

Kollektor

Kapazitat

Kollektor-Basis-Kapagzitat

Kollektor-Emitter-Kapagzitat

Emitter-Basis-Kapazitat

Gleichtaktstorfestigkeit (Common Mode Transient Immunity)
Gleichtaktstorfestigkeit, Ausgang auf ,High“-Pegel
Gleichtaktstorfestigkeit, Ausgang auf ,Low“-Pegel
Kriechstromfestigkeit

Stromibertragungsverhéltnis 2 I./ I in %; (Current Transfer Ratio)
Koppelkapazitat

Kapazitat bei Vg = xV

Tastgrad = £,/T = Impulsdauer/Periodendauer
Nachweisgrenze

Abstand

Emitter

Bestrahlungsstirke (mW/cm?)

Beleuchtungsstarke (Lux)

Frequenz

Grenzfrequenz

Stromverstérkung

Normiertes Stromibertragungsverhéltnis

Strom

Basisstrom

Basisspitzenstrom

Kollektorstrom

Kollektor-Basis-Reststrom (bei offenem Emitter, Iz = 0)
Stromaufnahme, Versorgungsstrom
Kollektor-Emitter-Strom

Kollektor-Emitter-Reststrom (bei offener Basis, Iz = 0)
Stromibertragungsverhéltnis in % = CTR (Koppelfaktor)
Kollektorspitzenstrom

DurchlaBstrom

Strahlstarke (W/sr oder mW/sr)

Eingangsstrom (Enable)

Emitter-Basis-Reststrom (bei offenem Kollektor, I, = 0)
DurchlaBstrom, Vorwartsgleichstrom, Diodenstrom
VorwartsstoBstrom, SpitzendurchlaBstrom
Einschaltstrom

Isolations-Leckstrom

Basisziindstrom

Haltestrom

KurzschluBstrom

KurzschluBstrom bei 7, = x °C
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TKo

T
1ivg

TKu.

teln

Relative Spektralemission

Fotostrom

Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode bei Transistoren
Kollektor-Emitter-Fotostrom des Fototransistors
Sperrstrom, Dunkelstrom

Relative Emission

Sicherheitsgrenzwert fur Vorwartsgleichstrom
Lichtstarke (cd oder mcd)

Ausgangsstrom

Ausgangsstrom (Ausgang High)

Grenzeffektivstrom

StoBstromgrenzwert

Stromsteilheit

Spannungssteilheit

Ausgangsstrom (Ausgang Low)

Kathode

Rauschaquivalente Strahlungsleistung (Noise Equivalent Power)
Ausgangsleistung

Sicherheitsgrenzwert fir Gesamtverlustleistung
Gesamtverlustleistung/Verlustleistung
Isolationswiderstand

Lastwiderstand

Warmewiderstand zwischen Sperrschicht (Warmequelle) und ruhender umgebender
Luft

Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehause
Fotoempfindlichkeit

Nullpunktsteilheit

Maximum der spektralen Fotoempfindlichkeit

Relative spektrale Fotoempfindlichkeit

Spektrale Fotoempfindlichkeit

Periodendauer

Temperatur

Umgebungstemperatur, Betriebstemperatur
Gehausetemperatur

Sperrschichttemperatur

Temperaturkoeffizient von I,

Temperaturkoeffizient von HFE

Temperaturkoeffizient von ®,,

Tamnaratiirkanffiziant fiir T
TCOHIPCTatui RUTTIZITTIL TUT 1

Temperaturkoeffizient fur I
Temperaturkoeffizient fur V¢
Temperaturkoeffizient fur ¥
Temperaturkoeffizient flr A
Betriebstemperatur
Lottemperatur
Sicherheitsgrenzwert fir Gehdusetemperatur
Lagertemperatur
Zeit
Ausschaltzeit
Einschaltzeit
Abfalizeit
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VCBO
Vee
VCE
VCEO
VCEsat
VDM
VEB
Veao
Vec
Vi

Anstiegszeit

Verzdgerungszeit (High — Low)

Verzdégerungszeit (Low — High)

Spannung

Basis-Emitter-Spannung

Durchbruchspannung

Kollektor-Basis-Spannung

Kollektor-Basis-Sperrspannung (bei offenem Emitter, Iz = 0)
Betriebsspannung, Versorgungsspannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (bei offener Basis, Iz = 0)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Vorwartssperrspannung

Emitter-Basis-Spannung

Emitter-Basis-Sperrspannung (bei offenem Kollektor, I, = 0)
Emitter-Kollektor-Spannung

DurchlaBspannung, Vorwartsspannung

Vorm Viam Spitzensperrspannung

Vor
Vi
Vio
VIO RM
VISOL
v
ix
W
VPr
Wa
Vi
Vin
V(A)
Vo
Vo
VoL

@

<

3833

g»

eak

P

max

s D~

Basiszundspannung

Fensterspannung

Isolationsspannung Eingang/Ausgang
Max. Betriebsisolationsspannung
Isolationsprifspannung
Leerlaufspannung

Leerlaufspannung bei 7, = x°C
Bezugswechsel-/Bezugsgleichspannung
Prufspannung fur Teilentladungsmessung
Sperrspannung

Einschaltspannung

Transiente Uberspannung

spektrale Empfindlichkeitscharakteristik des menschlichen Auges
Ausgangsspannung

Ausgangsspannung (Ausgang High)
Ausgangsspannung (Ausgang Low)

Quantenausbeute

Energetischer Wirkungsgrad n, = @,/ I (W/A)
Visueller Wirkungsgrad 1, = ®,/®, (cd/W)
Wellenlange (nm)

Spektrale Bandbreite bei 50 % von |,
Dominantwellenlange

Wellenlange der Strahlung bei I,
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit
Schwerpunktwellenlange

Raumwinkel

Halbwinkel (Offnungskegel = 2¢)
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GesamtstrahlungsfluB (mWw)
Einkoppelleistung in Lichtwellenleiter
Auskoppelleistung

GesamtlichtfluB (mim)
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5
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Anwendungsorientierte Typeniibersicht
(siehe auch Optionen 1...7)

Typ Prufzertifikat Isolations- Stromibertra- | Kollektor- | Seite
Beschreibung prUfspannung | gungsverhaltnis | Emitter-
TRIOS® = nach I/ Ie (%) Sperr-
Transparenter DIN 50014 spannung
lonenschirm VisoL (kV) Veeo (V)
Optokoppler fiir hohe Anforderungen
CNY 17 -1TRIOS |ULR 53 40... 80 70 59
-2TRIOS |VDE 0883 & 53 63...125 70 59
-3 TRIOS | Transistorausgang | 5,3 100...200 70 59
-4 TRIOS 53 160...320 70 59
BCNY17F -1TRIOS |ULW 53 40... 80 70 68
a -2TRIOS |VDE 0883 & 53 63...125 70 68
S] -3 TRIOS | Transistorausgang | 5,3 100...200 70 68
a8 -4 TRIOS |ohne Basis- 53 160...320 70 68
anschluB
B CNY 17 GF -1TRIOS |ULW 53 40... 80 70 78
] -2TRIOS |VDE 0883 & 53 63...125 70 78
] -3 TRIOS |VDE 0805/0806 |5,3 100...200 70 78
] -4 TRIOS |Transistorausgang | 5,3 160...320 70 78
ohne Basis-
anschluB
BSFH600 -0TRIOS |ULW 53 40... 80 70 199
S] -1TRIOS |VDE 0883 & 53 63...125 70 199
S| -2TRIOS |Transistorausgang | 5,3 100...200 70 199
-3 TRIOS 53 160...320 70 199
BSFH601 -1TRIOS [ULW 53 40... 80 100 208
S| -2TRIOS |VDE 0883 & 53 63...125 100 208
a8 -3 TRIOS | CECC 20004 53 100...200 100 208
-4 TRIOS |Transistorausgang | 5,3 160...320 100 208
HMSFH601G —-1TRIOS [ULW 53 40... 80 100 217
] -2TRIOS |VDE 0883 & 53 63...125 100 217
] -3 TRIOS |VDE 0805/0806 |5,3 100...200 100 217
] -4 TRIOS |Transistorausgang | 5,3 160...320 100 217
V¥ SFH608 -2 TRIOS |Niedrigstrom- 53 100...200 50 219
v -3 TRIOS |Koppler 53 160...320 50 219
v -4 TRIOS | Transistorausgang | 5,3 250...500 50 219

WV Neues Produkt

B SBS-Typen siehe Preis- und Lagerliste
W Nicht fur Neuentwicklung, wird ersetzt durch Optionen

Siemens Aktiengesellschaft
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Anwendungsorientierte Typeniibersicht
(siehe auch Optionen 1...7)

Typ Prifzertifikat Isolations- Stromubertra- Kollektor- Seite
Beschreibung priufspannung | gungsverhaltnis | Emitter-
TRIOS® = nach Ic/ Ie (%) Sperr-
Transparenter DIN 50014 spannung
lonenschirm VisovL (kV) Veeo (V)
WM SFH 609 -1 TRIOS |ULW 53 40... 80 90 222
n -2TRIOS |VDE 0883 & 53 63...125 90 222
n ~3TRIOS | Transistorausgang | 5,3 100...200 90 222
BSFH 610 -1 TRIOS |ULR 2,8 40... 80 70 223
s] ~2TRIOS |VDE 0883 & 28 63...125 70 223
S| -3 TRIOS | Transistorausgang (2,8 100...200 70 223
-4 TRIOS 2,8 160...320 70 223
BSFH611 -1 TRIOS |ULW 28 40... 80 70 223
S| ~2TRIOS |VDE 0883 & 28 63...125 70 223
S| -3 TRIOS | Transistorausgang (2,8 100...200 70 223
-4 TRIOS 2,8 160...320 70 223
SFH 615 -1 TRIOS |UL W 28 40... 80 70 223
-2TRIOS |VDE 0883 & 28 63...125 70 223
-3 TRIOS | Transistorausgang (2,8 100...200 70 223
-4 TRIOS 28 160...320 70 223
BSFH 617 G-1TRIOS |UL R 53 40... 80 70 230
S| G-2TRIOS |VDE 0883 & 53 63...125 70 230
a G-3TRIOS | Transistorausgang | 5,3 100...200 70 230
G -4 TRIOS 53 160...320 70 230
V SFH 618 -2 TRIOS | Niedrigstrom- 53 100...200 50 236
v -3 TRIOS | Koppler 53 160...320 50 236
v -4 TRIOS |Transistorausgang | 5,3 250...500 50 236
B SFH 620 -1 TRIOS |UL W 53 40...125 70 239
S] -2TRIOS |VDE 0883 & 53 63...200 70 239
g -3TRIOS |Wechselstrom- (53 100...320 70 239
Eingang
B SFH 630 TRIOS |ULR 53 63...200 70 245
VDE 0883 &
Transistorausgang
M SFH 631 TRIOS |ULR 2,8 63...200 70 246
VDE 0883 &
Transistorausgang
Optokoppler fiir hchste Anforderungen’)
UL
BMSFH 6011 TRIOS |VDE 0883 & 53 63...200 70 256
VDE 0805/0806
B SFH 6011 G TRIOS | Transistorausgang | 5,3 63...200 70 256

') Bis zu 1000 Betriebsstunden mit einer Ausfallrate <100 fit. Nach 1000 Stunden mit einer Ausfallrate <10 fit
(1 fit2 1 Ausfall in 10° Bauelementestunden). fit = Failures in time

Siemens Aktiengesellschaft 15



Anwendungsorientierte Typeniibersicht

Typ Prifzertifikat Isolations- Stromibertra- Kollektor- Seite
TRIOS® = Beschreibung prifspannung | gungsverhaltnis | Emitter-
Transparenter nach I/ Ie (%) Sperr-
lonenschirm DIN 50014 spannung
VisoL (kV) Voo (V)
Optokoppler fiir Standardanwendungen
B4N25 ULR 25 =20 30 272
B4N26 Transistorausgang | 1,5 >20 30 272
B4N27 15 =10 30 272
H4N28 05 =10 30 272
B4N35 UL 35 >100 30 281
B4 N36 Transistorausgang | 2,5 =100 30 281
B4N37 1,5 =100 30 281
giL1 UL R 53 35 (=20) 30 79
gIL5 Transistorausgang | 5,3 70 (=50) 70 79
HBIL74 53 35 (=12,5) 20 79
giL10 UL 10 =50 =30 85
IL 11 VDE 0883 & 10 =50 =30 85
VDE 0805, 0806,
0700, 0750, 0860
8IL 30 UL 53 400 (=100) 30 88
BIL 55 Darlington- 53 400 (=100) 55 88
4N32 Fototransistor- 7 5 >500 30 277
4N33 ausgang 75 2500 30 277
gIL 250 UL 53 =50 30 113
H11AA1 VDE 0883 & 53 =20 30 113
Wechselstrom-
Eingang und
Transistorausgang
B IL 400 ULYR 75 - 400 124
Fotothyristor-
ausgang

B SBS-Typen siehe Preis- und Lagerliste
B Nicht fir Neuentwicklung, wird ersetzt durch Optionen

Siemens Aktiengesellschaft
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Anwendungsorientierte Typeniibersicht

Typ Prifzertifikat Isolations- Stromubertra- Kollektor- Seite
TRIOS® = Beschreibung prufspannung | gungsverhdltnis | Emitter-
Transparenter nach I/ Ig (%) Sperr-
lonenschirm DIN 50014 spannung
VisoL (kV) Veeo (V)
Mehrfach-Optokoppler
BILCT6 UL 6,0 =20 30 135
gILD 1 VDE 0883 & 53 35 (>20) 30 141
gILD 2 Zweifach- 53 >100 70 141
8ILD5 Optokoppler, 53 70 (2 50) 30 141
8ILD74 Transistorausgang | 5 3 35 (=12)5) 20 141
gILD 30 UL 53 400 (=100) 30 147
BILD 55 VDE 0883 & 53 400 (=100) 55 147
Zweifach-
Optokoppler,
Darlington-
Fototransistor-
ausgang
ILD 250 UL 75 =50 30 151
ILD 251 Zweifach- 75 =20 30 151
ILD 252 Optokoppler, 75 =100 30 151
Wechselstrom-
Eingang,
Transistorausgang
ILD 610-1 TRIOS UL R 28 40... 80 70 156
8ILD 610-2 TRIOS Zweifach- 2,8 63...125 70 156
8ILD 610-3 TRIOS Optokoppler, 2,8 100...200 70 156
ILD 610-4 TRIOS Transistorausgang | 2,8 160...320 70 156
ILD 615 -1 TRIOS UL 75 40... 80 70 162
-2 TRIOS Zweifach- 75 63...125 70 162
-3 TRIOS Optokoppler, 75 100...200 70 162
-4 TRIOS |Transistorausgang | 7,5 160...320 70 162
ILD 620 TRIOS |ULW 75 50...600 70 171
ILD 620 GB TRIOS | Zweifach- 75 100...600 70 171
Optokoppler,
Wechselstrom-
Eingang,
Transistorausgang
ILD 621 TRIOS |[ULW 75 50...600 70 180
ILD 621 GB TRIOS | Zweifach- 75 100...600 70 180
Optokoppler,
Transistorausgang
Siemens Aktiengeselischaft 17



Anwendungsorientierte Typeniibersicht

Typ Prifzertifikat Isolations- StromUbertra- Kollektor- Seite
TRIOS® = Beschreibung prifspannung | gungsverhaltnis | Emitter-
Transparenter nach Ic/ I (%) Sperr-
lonenschirm DIN 50014 spannung
Visou (kV) Veeo (V)
Mehrfach-Optokoppler
giLa1 UL 53 35 (=20) 30 189
aiLQ2 VDE 0883 & 53 =100 70 189
giLas Vierfach- 53 70 (=50) 30 189
8i1LQ 74 Optokoppler, 53 35 (=125) 20 189
Transistorausgang
g1LQ 30 UL 53 400 (=100) 30 195
81ILQ 55 VDE 0883 & 53 400 (=100) 55 195
Vierfach-
Optokoppler,
Darlington
Fototransistor-
ausgang
ILQ 615-1 TRIOS UL 75 40... 80 70 162
-2 TRIOS Vierfach- 75 63...125 70 162
-3 TRIOS Optokoppler, 75 100...200 70 162
-4 TRIOS Transistorausgang | 7,5 160...320 70 162
ILQ 620 TRIOS (ULWA 75 50...600 70 171
ILQ 620 GB TRIOS | Vierfach- 75 100...600 70 171
Optokoppler,
Wechselstrom-
Eingang,
Transistorausgang
ILQ 621 TRIOS [ULW 75 50...600 70 180
ILQ 621 GB TRIOS | Vierfach- 75 100...600 70 180
Optokoppler,

Transistorausgang

V In Entwicklung

B Nicht fur Neuentwicklung, wird ersetzt durch Optionen
B SBS-Typen siehe Preis- und Lagerliste

Siemens Aktiengesellschaft
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Anwendungsorientierte Typeniibersicht
(siehe auch Optionen 1...7)

Typ Prufzertifikat Isolations- Stromubertra- Kollektor- Seite
TRIOS® = Beschreibung prifspannung | gungsverhéltnis | Emitter-
Transparenter nach Ic/ It (%) Sperr-
lonenschirm DIN 50014 spannung
VisoL (kV) Veeo (V)
Schnelle Optokoppler
W8 SFH 606 TRIOS ULYW 53 63...125 70 218
VDE 0883 &
Transistorausgang
86 N 135 TRIOS UL 25 16 (=7) 15 287
86 N 136 TRIOS 25 24 (=19) 15 287
V 6N137 UL R 25 - 7 295
6 N 138 TRIOS UL R 25 > 300 18 299
6 N 139 TRIOS Split-Darlington | 2,5 =400 18 299
B SFH 6135 TRIOS ULR 53 16 (=7) 15 264
B SFH 6136 TRIOS VDE 0883 & 53 24 (=19) 15 264
Siemens Aktiengesellschaft 19



Anwendungsorientierte Typeniibersicht

Typ Prifzertifikat Isolations- | Strom- Kollektor- Seite
TRIOS®= Beschreibung praf- Ubertragungs- Emitter-
Transparenter spannung | verhaltnis Sperr-
lonenschirm spannung
VisoL (k) | I/ Iz (%) ] Is (mA) | Vogo (V)
SMD-Optokoppler (DIP-6-Gehause)
HSFH 6016 —1TRIOS |ULW 53 40...80 |10 70 257
] -2TRIOS |VDE 0883& (5,3 63...125 {10 70 257
] -3 TRIOS |Transistor- 53 100...200 |10 70 257
|| -4 TRIOS |ausgang 53 160...320 |10 70 257
SMD-Optokoppler (DIP-4-Gehause)
SFH 6106 -1 TRIOS |ULW 2,8 40... 80 |10 70 258
-2 TRIOS |VDE beantragt| 2,8 63...125 |10 70 258
-3 TRIOS | Transistor- 2,8 100...200 | 10 70 258
-4 TRIOS |ausgang 2,8 160...320 | 10 70 258
SMD-Optokoppler (SOIC-8-Gehause)
8IL 205 (T)") UL 25 40... 80 |10 =70 92
HIL 206 (T)') Transistor- 25 63...125 (10 =70 92
8IL 207 (T)") ausgang 25 100...200 |10 =70 92
giL211 (T)") UL R 25 50 (=20) |10 =30 97
giL212 (T)") Transistor- 25 80 (=50) [10 =30 97
gIL 213 (T)") ausgang 25 130 10 =30 97
(=110)
giL 215 (T)") ULR 25 50 (=20) | 1 >30 102
BIL 216 (T)) Transistor- 25 80 (=50) | 1 =30 102
giL 217 (1)) ausgang 25 130 1 >30 102
(=100)
gIL 221 (T)") ULR\ 25 >100 1 >30 107
gIL 222 (T)") Darlington- 25 >200 1 >30 107
gIL 223 (T)") Fototransistor-| 2,5 >500 1 >30 107
ausgang
8IL 256 (T)') UL 25 =20 10 >30 118
Wechsel-
strom-
Eingang;
Transistor-
ausgang

') .T“-Version gegurtet, 12-mm-Film, 33-cm-Spule, 2000 Stick/Spule

V In Entwicklung

B SBS-Typen siehe Preis- und Lagerliste (nur T-Version)
B Nicht fur Neuentwicklung, wird ersetzt durch Optionen

Siemens Aktiengesellschaft
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Anwendungsorientierte Typeniibersicht

Typ Beschreibung Isolations- | Spitzen- Zindstrom |Spannungs- | Sperrstrom| Seite
prif- sperr- steilheit
spannung | spannung
VisoL (KV) | Vorm: Yaam (V) | Ier (MA)  [dwv/dt (kV/ps) | Ig (LA)
TRIAC-Optokoppler (SITAC-Koppler)
BRT 11 H | ohne Nullpunkt- | 5,3 400 2 10 100 51
BRT 11 M | schaltung 53 400 5 10 100 51
BRT 12H | ohne Nullpunkt- | 5,3 600 2 10 100 53
BRT 12M |schaltung 53 600 5 10 100 53
BRT 21 H |mit Nullpunkt- [5,3 400 2 10 100 55
BRT 21 M | schaltung 53 400 5 10 100 55
BRT 22 H | mit Nullpunkt- |5,3 600 2 10 100 57
BRT22M | schaltung 53 600 5 10 100 57
IL 410 mit Nullpunkt- | 7,5 600 2 10 0,1 127
schaltung
IL 420 ohne Nullpunkt- [ 7,5 600 1 10 0,1 130
schaltung
IL 428 mit Nullpunkt- | 7,5 600 - 10 - 133
schaltung
Fotovoltaik-Optokoppler
Typ Beschreibung Isolations- Leerlauf- KurzschluB- | Seite
prifspannung spannung strom
Visou (kV) ww I (pA)
V SFH 650 Array-Ausgang 2,8 5 4(=1) 247
Optokoppler als Ansteuerbausteine fiir MOS-Transistoren
Typ Beschreibung Isolations- Ausgangs- Ausgangs- Seite
prifspannung spannung strom
VisoL (kV) Ve (V) Is 4 (nA)
V SFH 651 Elektronik- 2,8 5 4(=1) 250
V' SFH 652 Ausgang 2,8 5 4(=1) 253
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Technische Erlduterungen

1 Aligemeines

Optokoppler dienen zur Signallbertragung zwischen Stromkreisen bei gleichzeitiger galvani-
scher Trennung. Die Signalibertragung erfolgt optisch mit einer Strahlung im Wellenlangenbe-
reich 650-950 nm. Als Sender dienen lll/V-Halbleiter. Der FluBstrom (I;) liegt Ublicherweise bei
1-30 mA. Ein Silizium-Detektor (Fotodiode, Fototransistor, IC mit integrierter Fotodiode) wan-
delt die Strahlung zuriick in ein elektrisches Signal. Je nach Optokopplertyp sind Ubertragungs-
frequenzen von DC bis 20 MHz realisierbar.

Grundschaltung:

Eingangsstrom /¢ strahlung Ausgangsstrom /¢

= S — Bild 1

Y"’» l\/. B Funktionsbild

Wie aus dem Funktionsbild ersichtlich, gentgt fir die Stromlbertragung ausgangsseitig der
AnschiuB an Emitter und Kollektor des Transistors.

2 Aufbau

Optokoppler sind in Dual-In-Line-Plastic (DIP)-Gehausen mit 4 bis 16 Anschllssen erhaltlich.
Sender und Empfanger sind Uber einen lichtleitenden, elektrisch isolierenden Kunststoff mitein-
ander gekoppelt. Damit die Funktion nicht durch &uBere Einflisse (Licht, Staub bzw. Umwelt-
einflisse) gestort wird, ist das ganze System von einer lichtdichten, elektrisch isolierenden
PreBmasse umhiilit.

Zwei verschiedene Aufbau-Varianten werden bei Siemens-Optokopplern angewandt:

- Sender und Empfénger liegen sich gegeniiber (face to face)

lichtun- Sender Lichtletter
durchldssige- (Kunstharz)
Umhillung

N
\ 2\ %

Sender- Empfdnger-

leiterband Empfdnger leiterband Bild 2

Optokoppler in
DIP-6-Kunststoffgehause

Hier handelt es sich um die heute gebrauchlichste Aufbauvariante. Die inneren Abstande zwi-
schen elektrisch leitenden Teilen betragen = 0,4 mm.

Siemens Aktiengesellschaft 32



Technische Erlauterungen

- Sender und Empféinger liegen nebeneinander (koplanar)

lichtundurchlassige Lichtleiter

Umhiillung " (Kunstharz)
Sender- — | \ Reflexions-
leiterband Sender Empfanger schicht
T~_Empfdnger- Blid 3
leiterband Optokoppler in
Ll DIP-4-Kunststoffgehiuse

Bei dieser Konstruktion ergeben sich definierte innere Abstédnde von = 0,6 mm oder sogar
> 0,8 mm (SFH 617 G) und somit sehr gute Isolationseigenschaften. Aufgrund der geringen
Koppelkapazitat (ca. 0,2 pF) ergibt sich auch eine hohe Gleichtaktstorfestigkeit (Common mo-
de transient immunity).

3 Wichtigste Eigenschaften von Optokopplern und ihre Messung
3.1 Koppelfaktor (Current Transfer Ratio = CTR)

Diese GroBe ist von ihrer Anwendung her vergleichbar mit der Stromverstarkung bei normalen
Transistoren. Sie gibt das Verhaltnis von I/ Iz in % von Iz an (CTR = I5/I: X 100%).

Zur Messung des Koppelfaktors wird ein Strom durch die Sendediode (I, je nach Koppler 0,5
bis 16 mA) eingepragt und der Kollektorstrom (1) gemessen. Die Kollektor-Emitter-Spannung
(Vee) betragt Gblicherweise 5 V.

I
o—_ —~
SZ ::k Vee
o— o Bild 4

Bei digitalen Optokopplern mit einer integrierten Schaltung als Empféanger ist eine CTR-Angabe
nicht sinnvoll. Hier werden die Eingangsstrome angegeben, die fur einen sicheren High- bzw.
Low-Ausgangszustand erforderlich sind.
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Wichtig ist, daB der Koppelfaktor Uber einen méglichst groBen Temperaturbereich konstant ist.
Dies wird dadurch erreicht, daB die Temperaturkoeffizienten (7) der Sendediode (@, fallt mit
steigender Temperatur) und des Empfangers (Empfindlichkeit steigt mit steigender Tempera-
tur) gegenlaufig sind.

Temperaturverhalten eines Transistor-Optokopplers
CTR;e = f(Ta)

12 I [

10 =

CTRg

0.8

e

04—

02

oL—— — . Bild 5
-25 0 25 50 75°C

A

3.2 Koppelkapazitat (Cy), Gleichtaktstorfestigkeit (Common mode transient immunity)

Als Koppelkapazitat bezeichnet man die Kapazitat eines Optokopplers zwischen Eingangs- und
Ausgangsseite. Bei der Messung sind sowohl die Eingangs- als auch die Ausgangsanschliisse
kurzgeschlossen. Bestimmt wird G durch die GréBe von Sender, Empfanger und Systemtrager
sowie die inneren Abstande und die Eigenschaften des Isolationsmaterials. G betrégt in der
Regel 0,2-1 pF. Schnelle Potentialanderungen (z. B. Netziiberspannungsspitzen) zwischen Ein-

kopplers zu Stérsignalen fuhren. Schnelle IC-Koppler sind dabei besonders geféhrdet. Die Si-
cherheit eines Optokopplers gegeniiber solchen Stérungen wird als Gleichtaktstorfestigkeit
(Common mode transient immunity) bezeichnet. Eine Verringerung der Koppelkapazitat fuhrt
zu besserer Gleichtaktstorfestigkeit.
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3.3 Isolationspriifspannung (Vso)

Sie gibt an, welche maximale Spannung zwischen Ein- und Ausgang des Optokopplers kurzzei-
tig auftreten darf, ohne daB ein Hochspannungsuberschlag erfolgt. Die meBtechnische Absi-
cherung erfolgt durch eine entsprechende 100 %-Priifung (Isolationspriifspannung). Die zulassi-
ge Dauerbetriebsisolationsspannung (Bezugsspannung nach VDE 0110b) ist mit einigen 100 V
wesentlich geringer (z. B. SFH 601: Vjgo, = 5,3 kV¢, Bezugsspannung 600 V).

3.4 Isolationswiderstand (R,so,)

Dies ist der Gleichstromwiderstand zwischen Eingang und Ausgang des Optokopplers. Er be-
tragt mindestens 10" Q und ist somit gréBer als in den meisten Anwendungen (z. B. Montage
auf einer Druckplatte) erreicht werden kann. Bei der Auswahl sowie beim HerstellungsprozeB
von Druckplatten sollte unbedingt darauf geachtet werden, daB bereits Stréme im nA-Bereich,
die besonders bei der Trennung von groBen Potentialunterschieden auftreten kénnen, u. U. die
Funktion der Schaltung beeinflussen. Abhilfe kann ein Schlitz in der Leiterplatte oder eine auf
Massepotential liegende Leiterbahn zwischen Ein- und Ausgang bringen. Durch Betauung und/
oder Verschmutzung kann Rg_ stark reduziert werden.

3.5 Teilentladung (TE), VDE 0884 (siehe auch Option 1)

Teilentladung in Isolatoren wird z. B. durch Lufteinschllisse oder Verunreinigungen verursacht.
An diesen Inhomogenitaten des Dielektrikums treten sehr hohe Feldstarken auf, so da es im
Isolator zu Hochspannungsdurchbriichen kommt. Tritt eine Teilentladung Uber einen langeren
Zeitraum auf, so kann dies zur Zerstérung der Isolation und zum Hochspannungsdurchbruch
fuhren. Kritisch ist, daB Isolatoren sehr wohl eine hohe Isolationsfestigkeit aufweisen kénnen,
jedoch bei Dauerbetrieb mit der Bezugsspannung und somit bei wesentlich geringeren Span-
nungen Teilentladung auftreten kann. Aus diesem Grund ist die VDE 0884 so ausgelegt, daB bei
hohen Spannungen Teilentladung auftreten darf, die jedoch bei Betrieb mit der Bezugsspan-
nung mit einem entsprechenden Sicherheitsfaktor wieder aussetzen muB.

Bei Verwendung eines entsprechenden MeBverfahrens (siehe auch Option 1) ist eine sichere
Aussage Uber die Langzeitstabilitat bzw. Qualitdt der Hochspannungsfestigkeit méglich. Im Ide-
alfall solite keine Teilentladung auftreten; meBtechnisch ist es jedoch nur méglich, ca. 5 pC si-
cher nachzuweisen. Aus diesem Grund wurde dieser Wert in die VDE 0884 aufgenommen.

3.6 Degradation (siehe auch Option 2)

Bei Optokopplern versteht man unter Degradation die Anderung, im allgemeinen Reduzierung,
des Koppelfaktors wéhrend der Betriebszeit. Ursache ist die Abnahme der Strahlungsleistung
der Sendediode. Die Abnahme erfolgt nicht linear zur Betriebszeit, sondern ist wahrend der er-
sten Stunden deutlich starker ausgepragt. Aus diesem Grund wurden in der Vergangenheit die
Koppler zu 100% einem 24stindigem Burn-In unterzogen. Durch Verbesserungen in der Chip-
Technologie ist es gelungen, das Degradationsverhalten deutlich zu verbessern, so daB auf die-
sen Burn-In verzichtet werden konnte. Andererseits wurde die Méglichkeit geschaffen, fir An-
wendungen, die sehr hohe Anforderungen beziglich der Langzeitstabilitdt des Koppelfaktors
haben, entsprechende Koppler zu selektieren. Eine Kurzzeit-StreBalterung jedes Kopplers gibt
AufschluB Uber seine Langzeitstabilitat (siehe auch Option 2), wodurch eine Selektion der sta-
bilsten Koppler erméglicht wird.
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3.7 Feldeffektstabilitéat

Hochspannung, zwischen Ein- und Ausgang des Optokopplers angelegt, erzeugt im Inneren
des Kopplers ein elektrisches Feld. Dieses Feld bewirkt, daB lonen an der Oberflache des Tran-
sistors wandern und sich an bestimmten Stellen anreichern. Werden diese lonen nicht abgelei-
tet, so kann es durch Inversionen an der Oberflache zu Veranderungen der elektrischen Para-
meter des Empfangers (Ie0,HFE) kommen. Besonders kritisch ist dieses Verhalten bei Opto-
kopplern mit face-to-face-Aufbau, da hier die Feldstarken hoher sind. Aus diesem Grund sind
die bei Siemens verwendeten Empfanger durch einen TRIOS-Schirm geschiitzt (TRansparenter
lonen-Schirm). Diese Schutzschicht leitet die lonen zum Emitter ab, so daB auch bei hohen
Feldstarken keine Anderungen der Transistoreigenschaften auftreten.

3.8 Bandbreite, Ubertragungsfrequenz

Mit den heute gebrauchlichen Optokopplern sind folgende Ubertragungsfrequenzen realisier-

bar:

@ Transistorkoppler bis 250 kHz

@ Optokoppler mit einfachem integriertem Empfanger bis 2 MHz (Fotodiode + schneller Tran-
sistor)

@ Optokoppler mit IC-Empfanger bis 20 MHz

3.9 Schaltzeitmessung bei Transistor-Optokopplern

I Eingangsimpuls

Ausgangsimpuls|

1017,

— -

4*[(4>i

|
I
!
|
|
|
I
I
1
|
1
1
|

[P R B
fo P Bild 6

C
l«—— 09 I, —=

Nach Bild 6 definiert man folgende Zeiten:
Einschaltzeitt,

ein

Die Einschaltzeit t,, ist die Zeit, in der der Ausgangsstrom (Kollektorstrom) I, nach Einschalten
des Steuerstromes I auf 90% seines Maximalwertes ansteigt.

Die Anstiegszeit t, ist jene Zeit, in der der Kollektorstrom I, von 10% auf 90% seines Endwertes

ansteigt.
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Ausschaltzeitt,,,

Die Ausschaltzeit t,  ist die Zeit, in der nach Abschalten des Steuerstroms I der Ausgangs-
strom (Kollektorstrom) I, auf 10% seines Maximalwertes absinkt.

Die Abfallzeit # ist die Zeit, in der der Kollektorstrom I, (Ausgangsstrom) von 90% auf 10% sei-
nes Maximalwertes absinkt.

Bei Optokopplern mit einem Fototransistor als Empfanger ergeben sich Schaltzeiten von ca.
3 us (% tys) im Linearbetrieb (R. = 75 Q).

Bei Sittigung des Transistors durch Ubersteuerung ergibt sich durch starkes Ansteigen der
Speicherzeit und der Abfallzeit eine wesentlich langere Ausschaltzeit (Viggy = 0,4 V).

R 5V R. 5V
47Q 1kQ 47Q 75Q
L { L1

Bild 7 Bild 8
Sattigungsbetrieb (Vo < 0,4 V) Linearbetrieb (Ve Z 1V)

Die Schaltzeiten werden Uberwiegend durch die Kollektor-Basis-Kapazitat C.z des Foto-
transistors (Millereffekt) und durch R_ bestimmt.

3.10 Eigensicherheit (siehe auch Option 1 bzw. VDE 0884)

Kénnen Eigenschaften von Bauteilen als unverlierbar angenommen werden, so wird dies als
.eigensicher* bezeichnet. Unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (Sicherheitsgrenz-
werte z. B. fir Verlustleistung, Temperatur) bleiben diese Eigenschaften erhalten.

Bei Optokopplern, die nach VDE 0884 freigegeben und gepruft sind, ist die Hochspannungs-
festigkeit eigensicher. Die im Datenblatt angegebenen Sicherheitsgrenzwerte dirfen jedoch
auch im Storfall nicht Uberschritten werden. Dies ist durch eine entsprechende Beschaltung
des Optokopplers sicherzustellen. Die Sicherheitsgrenzwerte sind héher (z.B. Tg; = 175°C))
als die im allgemeinen Betrieb zulassigen max. Grenzwerte (z. B. 7, = 100 °C). Werden die
Koppler im Storfall in dem Bereich zwischen max. Grenzwert und Sicherheitsgrenzwert betrie-
ben, so ist nur die sichere Potentialtrennung sichergestellt. Alle anderen Eigenschaften des
Bauteils kdnnen sich andern.
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4 Priifzeichen

4.1 VDE-Priifzeichen
.TRIOS*“-Optokoppler in der DIP-6- und der DIP-4-Linie entsprechen den Bestimmungen nach
VDE 0883. &

Mit den zusatzlichen meBtechnischen MaBnahmen der Option 1 erflllen diese Koppler die
VDE 0884.

4.2 Weitere Priifzertifikate
siehe Tabelle Seite 39/40

4.3 UL-Liste

AuBerdem sind alle genannten Optokoppler im Bauelemente-Verzeichnis von Underwriters
Lab. Inc. aufgefuhrt (File No. E 52744; Guide FPQU2).

Priifzeichen: W

GemaB dieser UL-Liste missen die Bauelemente folgende Beschriftung aufweisen:
@® Typenbezeichnung (z. B. CNY 17)

@ § oder Firmenname SIEMENS bei Siemens-Produkten

@ L oder Firmenname LITRONIX bei Litronix-Produkten

@ Code-Buchstaben rechts neben dem Wochencode je nach Typ bzw. Technologiestand: A,
B,C...P
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5 Optokoppler nach Spezifikation
(Daten auf Anfrage)

Spezifikation nach British Telecom: Spezifikation nach CNET (Franz. Post):
Typ Bestelinummer Typ Bestellnummer

PO40A Q68000-A7199 SL 5500 Q68000-A5141

PO41A Q68000-A6141 SL 5501 Q68000-A5133

PO 42 A Q68000-A6142

PO 43 A Q68000-A6143

PO 44 A Q68000-A7416

6 Optokoppler-Optionen
Optionsbeschreibung

Option 1: Geprift nach VDE 0884

Option 2: Sehr hohe Langzeitstabilitat des Koppelfaktors (kontrollierter burn-in)
Option 3: Garantierte Kenndaten von 0° C bis 70° C

Option 4: Kirzere, garantierte Schaltzeiten

Option 5: Erhohte Stabilitait gegen Umwelteinflisse (Feuchte)

Option 6: Anschliisse im 10,16-mm-Raster (VDE 0805/0806 wird erfullt)

Option 7. Anschiisse gebogen fir SMD-Montage (VDE 0805/0806 wird erfulit)

Die oben genannten Optionen sind von Seite 43 bis 50 zu finden.
Nachfolgende Kopplertypen kénnen mit folgenden Optionen geliefert werden:

Typ Gehéuse |(Besonderheit Option

1 2 |1 3|4|5)6]7
CNY 17 DIP-6 X X
CNY 17 F DIP-6 ohne Basis X | X X | X | X
SFH 600 DIP-6 kurze Schaltzeit X[ X | X]|X X
SFH 601 DIP-6 Vego = 100V, CECC X | X|[X X | X | X
SFH 610/611/615  [DIP-4 X | X | X
SFH 617 G DIP-4 10,16-mm-Raster X | X | X
SFH 620 DIP-4 AC-Eingang X

Der Koppelfaktor dieser Optokoppler betragt 40-320%; die Lieferung erfolgt gruppiert mit
Matchingfaktor 1:2 innerhalb der Gruppe. Die Isolationsprifspannung betrégt bei allen Opto-
kopplern 5,3 kV; ausgenommen SFH 610/611/615 mit 2,8 kV.

Bis zu drei Optionen konnen miteinander verknlpft werden, Mindestmenge pro Auftrag
4000 Stiick; nur auftragsgebundene Lieferungen.
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Bei den nachfolgend aufgefiihrten Optokopplern handelt es sich um Auslauftypen. Diese Opto-
koppler werden durch Standardkoppler-Optionen ersetzt.

Alt: Gehéuse: Neu: Option:
CNY 17 GF DIP-6 CNY 17 F 6
SFH 601 G DIP-6 SFH 601 6
SFH 6016 DiP-6 SFH 601 7
SFH 6011 DiP-6 SFH 601-2/3 3
SFH 6011 G DIP-6 SFH 601-2/3 3+6
SFH 606 DIP-6 SFH 600-1 4
SFH 609 DIP-6 SFH 601 -
SFH 630 DIP-6 SFH 600-1/2 2
SFH 631 DIP-4 SFH 610-1/2

Typ Bestellnummer

Option 1 Qxxxxx-Xxxxx-X001
Option 2 QXXXXX-XXXXX-X002
Option 3 QxxxxX-Xxxxxx-X003
Option 4 QXXXXX-XXXXX-X004
Option 5 QxxxXX-XXXxX-X005
Option 6 Qxxxxx-xxxxx-X006
Option 7 QXXXXX-XXXXX-X007

Bestellbeispiel:

Die Optionen werden im dritten Bestelinummernblock nach einem X numerisch nacheinander
aufgefihrt.

z. B.: Q 68000-A7319-X157
EOption 7
Option 5
Option 1
SFH 601-2 Option
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Option 1

Optokoppler
fur sichere elektrische Trennung nach VDE 0884

Dieses Koppelelement ist fir sichere elektrische Trennung nur innerhalb der Sicherheitsgrenz-
daten geeignet. Die Einhaltung der Sicherheitsgrenzdaten muB durch Schutzschaltungen
sichergestellt sein.

Die Teilentladungsmessung stellt sicher, daB wéhrend des Betriebs mit der maximal zulassigen
Betriebsisolationspannung (Vosm) keine Teilentladung auftritt. Fortwéhrende Teilentladung
schadigt die Isolationsmaterialien und kann zum Hochspannungsdurchschlag fihren.

Von Priifungen mit der Isolationspriifspannung (V;so ) ist abzuraten. Dabei kénnten Teilent-
ladungen auftreten, die die Isolationseigenschaften so verschlechtern, daB dann auch bei
Betrieb mit der maximal zuléssigen Betriebsisolationsspannung Teillentladungen auftreten
koénnen.

Die Isolationspriifung nach VDE 0884 ist allen anderen Hochspannungspriifungen nachge-
schaltet.

Isoliereigenschaften

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Einsatzklasse (DIN VDE 0109, Dez. 83, Tab. ") -
far Nenn-Netzspannungen < 300 V4 -1V

fur Nenn-Netzspannungen < 600 V -1
Kiimatische Prifkiasse (DIN IEC 68 Teil 1/09.80) 55/150/21 -
Verschmutzungsgrad (DIN VDE 0109 Dez. 83) 2 -
max. Betriebsisolationsspannung Viorm 630 \
Prufspannung Eingang/Ausgang, Verfahren b) ') Ve, 1000

Vor = 1,6 X Viopm, Stlickprifung mit . =1s

TE <5pC

Prufspannung Eingang/Ausgang, Verfahren a) ') Vor 720

Vo, = 1,2 X Viopm, TYp- und Stichprobenprifung
mit 4, =60s, TE <5pC

Héchste zuldssige Uberspannung ') Vir 6000
(Transiente Uberspannung, t, = 10's,
Verfahren a)
Sicherheitsgrenzwerte DIP- | DIP-
(Im Fehlerfall maximal zulassige Werte, 4/6 |8
siehe auch Diagramm)
® Gehausetemperatur °
T, 17.
® Strom  (Eingangsstrom I, P, = 0) Is-l 408 ;gg m(/i
® | eistung (Ausgangs- bzw. Gesamtverlustleistung /;‘_ 700 500 | mw
Si
Isolationswiderstand bei T RisoL > 10° Q
V|/o - 500 V

Alle angegebenen Spannungen sind Scheitelwerte.
') siehe Zeit-Priifspannungs-Diagramm
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Zeit-Prufspannungs-Diagramm nach VDE 0884

Verfahren a) 4 Vinriad (6kV)

(fir Typ- und Stichproben-
prifung, zerstérende Prifung)

I I
| |
t, b = 1bis10s | | Voo (T20V)  Vigpu(630V)
t3, &y =1s | |
to (MeBzeit fur TE) = 60's | |
t =625 | [
tni =10s _1__——+—-LL— ————— 44+L—
! Lo !
b |
0 | Y H -
! | PR R
b J_3.! (S
}-‘t|->$~_f;m_.I fZ "* ,biq-,:
Verfahren b) 4 }/p,HkV) Viorm (630V)
[ T
(far Stickprufung, zerstérungs- | |
freie Prifung) I J N A
| |
t3, 1y =01s | |
to (MeBzeit fur TE) = 1s | |
t =12s [ |
! |
| :
[ ! t
=i f; | f, - f, b
e £ -
[ 3 -

Abhéngigkeit der Sicherheitsgrenzdaten von der Umgebungstemperatur

DIP-4; DIP-6 DIP-8
500 — T—11000 71000
mA - — — mW —_ - - +—— mW
Li 400 . {800 ’s;r """ L5 oo 1 — a0 3
| 300 600 | | 300 600 |
200 400 — 400
100 1200 :
0 . flso B 1 R 0
0 25 50 75 100 125 150°C175 0 25 S0 75 100 125 150°C17S
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Option 2

Optokoppler mit sehr hoher Koppelfaktor-
Langzeitstabilitét fiir h6chste Anforderungen

Jeder Optokoppler wird individuell auf sein Degradationsverhalten (Anderung des Strom-
iibertragungsverhéltnisses) gepriift. Das Degradationsverhalten der Optokoppler in einem
Kurzzeit-Burn-in gibt AufschiuB iiber das Langzeitverhalten. Nur Optokoppler, die wéhrend
des Burn-in eine minimale Anderung des Stromiibertragungsverhiltnisses aufweisen, wer-
den ausgeliefert. Diese Optokoppler zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Langzeitsta-
bilitat aus.

Ablauf der Priifungen:

@ Erste MeBwertaufnahme:
Der Koppelfaktor (CTR,) bei I = 1 mA, Ve = 5V wird protokolliert.

@ Belastung:
Kurzzeit-Burn-in: Die Sendediode wird 30 Minuten mit einem FluBstrom von I = 200 mA bei
Raumtemperatur (25 °C) belastet.

@ Zweite MeBwertaufnah;ne:
Der Koppelfaktor (CTR:) bei Ir = 1 mA, Ve = 5V wird protokolliert.

@ Auswertung:
Ermittlung der relativen Anderung des Koppelfaktors:
ACTR (%) = 100 x (1-CTR./CTR:)
Die Koppelfaktoranderung ACTR darf durch den Burn-in nicht mehr als +2% betragen. Da-
durch ist die in dem Diagramm unten gezeigte, hohe Langzeitstabilitat des Koppelfaktors ge-
wabhrleistet. Alle Koppler weisen ahnliches Degradationsverhalten auf, so daB sich auch nach
langerer Betriebszeit keine groBeren Streuungen im Koppelfaktor ergeben.

Lebensdauer = f(7,), I = Parameter

10°} 100 -
h | Jahre =5
5 NS /= 1mA
A mA —
~N
\\
10° 10—\ N
Jahre N SmA—]
5
AN
10" 1 60mA
_J h Mittlere zu erwartende Lebensdauer,
5 anr extrapolliert aus Laborversuchen.
Ende der Lebensdauer definiert als
Absinken des CTR auf 50% des
Anfangswertes.
10 300mA @ Aussagesicherheit 90%.

0 25 50 75 100 °C 150
———= Umgebungstemperatur T,
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Option 3

Optokoppler mit spezifizierten Kenndaten

von 0°C bis 70°C

Die Kenndaten gelten im Temperaturbereich 0°C bis 70°C. Zur Absicherung werden die Bautei-
le zu 100% bezuglich dieser Parameter gepruft.

Bezeichnung Symbol Werte —l Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (I = 60 mA) Ve 1,25 (<1,65) \
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Var >6

Sperrstrom (Vy =6V) I 0,01 (<10) LA
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo =70 \"
(Ie = 10 uA)

Emitter-Basis-Sperrspannung (g = 10 uA) Veso >7

Optokoppler

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ve sat 0,25 (<0,4) \"
(I =10mA, I, = 2,5 mA)

Die Optokoppler werden nach dem Stromubertragungsverhéltnis I/l bei Ve = 5 V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet. Die Gruppe in der Klammer gilt nur fir SFH 600.

Bezeichnung Symbol | Werte Einheit
Gruppe: 1 2 3 4

Gruppe SFH 600: 0) (1) (2) (3)
Stromiibertragungs- I/ I %
verhéltnis

(I = 10 mA) 35...85 55...135 |80...210 | 140...340

(Ir= 1mA) 30(>10) (45(>17) |70(>28) |90 (>45)
Kollektor-Emitter- Ioeo <500 <500 <1000 <1000 nA
Reststrom

(Vee =10V)
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Option 4

Optokoppler mit kurzer Schaltzeit
(nur fiir SFH 600)

Es werden die in der Tabelle angegebenen Schaltzeiten eingehalten. Die Absicherung der Wer-
te erfolgt Uber eine zusatzliche 100%-Prifung der Bauteile.

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2
Ir=20 mA I=10mA I=10mA

Einschaltzeit toin < 45 < 45 < 45 us

Anstiegszeit t < 3 < 3 <3

Ausschaltzeit las <12 <14 <20

Abfallzeit 1 <7 <10 <12

Definition:

IF

Eingangsimpuls:

I

100%
Ausgangsimpuls:  90%

0%

MeBschaltung:
(mit Sattigung, Vee <04 V)

I R =1kQ

—

V=5V

—
—— 1(

479 ov

47



SIEMENS

Option 5

Optokoppler mit erhéhter
Stabilitat gegen Umwelteinfliisse

Die Zuverléssigkeit eines Bauelementes wird u. a. gepréagt von seiner Stabilitdt gegentiber Um-
welteinflissen. Plastikumhilite Bauelemente sind naturgemaB im Vergleich zu hermetisch dich-
ten Metall- oder Keramikgehéusen im Nachteil. Trotzdem werden sie einfach aus wirtschaftli-
chen Grinden eingesetzt. Beim Optokoppler gelten noch zusétzliche Uberlegungen. Hier ha-
ben Plastikbauelemente den groBen Vorzug der besseren Isolationsfestigkeit wegen ihrer gro-
Ben auBeren Kriechstrecken. Bei Double-Mould-Kopplern, die aus einem lichtleitenden Innen-
mould und einem lichtdichten AuBenmould bestehen, sind fir Langlebensdauerbetrachtungen
spezielle Verhaltnisse zu berlcksichtigen.

Weiche

Senderabdeckung  Senderchip Irine/v\ould

Auflenmould

7777 .

’ Z
5 Empfdngerchip
Da der zweite, lichtdichte Mould verhaltnismaBig diinn ist, kann er bei extremer Belastung
durch feuchte Warme im LangzeitstreB durchdrungen werden und die Isolationsfahigkeit beein-
flussen. Man wird deshalb uberall dort, wo hohe Feuchtefestigkeit besonders spezifiziert ist, ei-
ne wirksame ZusatzmaBnahme anwenden, die eine entscheidende Verbesserung der Langzeit-

stabilitdt zur Folge hat. Diese MaBnahme erfolgt unter Verwendung von Silicon. Die Kenntnis
dieser Tatsache ist ggf. fir den Anwender wichtig.

Ein praktisches Beispiel ist die Stabilitat bei hoher Feuchte (gréBer 90% rel.F) und dabei wech-
selnden Temperaturen (z. B. 25° bis 55 °). Hier werden bei Double-Mould-Kopplern stabile Ver-
héltnisse bis zu Belastungszeiten von 2000 Stunden zu erwarten sein. Fir Forderungen, die
darlber hinausgehen, z. B. bis zu 5000 Stunden, ist eine zusatzliche Stabilisierung sinnvoll. Die-
se ZusatzmaBnahme wird, da mit Kosten verbunden, nur nach Vereinbarung getroffen. Bei Be-
stellung ist hier die Option 5 heranzuziehen.
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Option 6
Optokoppler mit
Anschlissen im 10,16-mm-Raster

Die Anschlisse der Optokoppler sind aufgebogen auf 10,16 mm Raster.
Vom Standardtyp abweichende Abmessungen:

Rastermai 10,16 mm
Kriechstrecke >8,0 mm
Luftstrecke >8,0 mm

Mit dieser Version werden zusitzlich folgende Normen erfullt:
- DIN IEC 380/VDE 0806/8.81
Verstarkte Isolierung bis zu einer Betriebsspannung von 250 V¢ ¢«

— DIN IEC 435/VDE 0805 Entwurf Nov. 84.
Verstarkte Isolierung bis zu einer Betriebsspannung von 250 V¢ o«

05min.

i
3
3

.35 .
A5E o
101612 .l LZE*

1 F36
22-D 15

3£ i =g
L =]

——-— Luft-Kriechstrecke 8,0min

AnschluBbelegung siehe Grundversion
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Option 7

Optokoppler mit
Anschliissen fiir SMD Montage

Diese Optokoppler sind fir SMD Montage geeignet.
Vom Standardtyp abweichende Abmessungen:

Kriechstrecke >8,0 mm
Luftstrecke >8,0mm
Mit dieser Version werden zusétzlich folgende Normen erfilit:
— DIN IEC 380/VDE 0806/8.81
Verstarkte Isolierung bis zu einer Betriebsspannung von 250 V¢
— DIN IEC 435/VDE 0805 Entwurf Nov. 84
Verstarkte Isolierung bis zu einer Betriebsspannung von 250 V¢ ¢

Um die Isolationseigenschaften nicht zu beeintrachtigen, darf das Gehause wahrend des Lot-
vorgangs nicht durch das Létzinn benetzt werden.

Zulassig sind (auBer Kolbenl6tung) nur Reflowlétverfahren: (Vaporphase, Infrarot- und Heiz-
gas-Lotung).

Zuléassige Loétbedingungen: 260°C 10s

215°C 30s
Der Lotvorgang darf max. zweimal wiederholt werden. Dabei ist jedoch zu beachten, daB das
Bauteil zwischen den Loétungen auf 25°C abkuhlit.
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1) Luft-Kriechstrecke ist beim Lotpaddesign zu beachten
————— Luft-Kriechstrecke 8,0min

AnschluBbelegung siehe Grundversion
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SIEMENS

TRIAC-Optokoppler 5,3 kV BRT 11
ohne Nullpunktschaltung (SITAC-Koppler)

@ Universell einsetzbarer Lastschalter fur Wechselstrom mit galvanischer Trennung zwischen
Steuer- und Lastkreis

@ SIPMOS-AC-Schalter mit IR-GaAs-Diode und monolithisch integriertem IC

@ Kunststoffgehause 20A6 nach DIN 41866 bzw. DIP-6 nach JEDEC,
Gewichtca.06g

b 8,79, — ] e 7,620,2 —= Typ | Bestellnummer
A
j w gl % BRT 11 H C67079-A1000-A6
g & | ) BRT11 M C67079-A1000-A10
045x0,25 : |
! ' ‘ 18° {=—
—] 2,5:.4 254 | 6k
e 76" )
Lastkreis:
A62 5 AJ 4: Anode 1
s las s Al1O o 5: undefiniert, Potential A1/A2
: J - 6: Anode 2
\
(P 7] 23% °" Zindkreis:
——— ZiN 1: LED, Anode (+)
balsaliey A2 0 oA  2:LED, Kathode (—)
A K 3: nicht belegt
AC-Schalter
(Werte bei 7;=25°C, wenn nicht anders angegeben)
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte
Betriebstemperaturbereich T —40... +100°C
Lagertemperaturbereich Tyo —40... +150°C
Max. Verlustleistung Piot 525 mwW
Isolationsprifspannung (= 1 min) Visol 5300 Vpe
Kriechstrecke (Last-/Steuerkreis) - >8,2mm
Feuchteklasse (nach DIN 40040) - F
Kennwert
Kapazitat: Ein-/Ausgang | C | max. 2 pF

51



BRT 11

Lastkreis
(Werte bei 7,=25°C, wenn nicht anders angegeben)
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte
Spitzensperrspannung Vorm: Vaam 400V
Grenzeffektivstrom (7, =25°C) Liaus 300 mA
StoBstromgrenzwert (1 Sinushalbwelle 50 Hz) Lsu 3A
Max. Verlustleistung Piot 500 mw
Kennwerte
(in beiden Richtungen, wenn nicht anders angegeben)
Bezeichnung Symbol | min typ | max | Ein- | Bedingungen
heit
Spannungssteilheit | dv/df, | 10000 | - - Vips | T;=25°C }
- 2000 |- | V/us | T=80°C [ Voaw: Vaam=267V

Stromsteilheit di/dt, | 10 - - Alus
DurchlaBspannung | V; - - 23 |V I, =300 mA
Sperrstrom I - - 100 | pA T,=100°C;

Vorm, Veam =400V
Oberer Haltestrom | I - 0,1 10 | mA
Warmewiderstand R ua - - 150 | K/W
Ziindkreis
(Werte bei T;=25°C, wenn nicht anders angegeben)
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte
Sperrspannung A 6V
DurchlaBstrom I 20 mA
StoBstromgrenzwert (£, <10 ps) Iegm 15A
Max. Verlustleistung Piot 25 mwW
Kennwerte
Bezeichnung Symbol min typ max Ein- | Bedingungen

hait
Zindspannungsbereich Va2 10 - - \" Ir= I
Zundstrom I+
Typ H - - 2,0 mA
Typ M - - 5,0 mA

DurchlaBspannung Ve - - 1,5 v I=10mA
Sperrstrom I - - 10 HA V=6V
Warmewiderstand R a - - 3000 | K/W
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SIEMENS

TRIAC-Optokoppler 5,3 kV BRT 12
ohne Nullpunktschaltung (SITAC-Koppler)

@ Universell einsetzbarer Lastschalter fur Wechselstrom mit galvanischer Trennung zwischen
Steuer- und Lastkreis

@ SIPMOS-AC-Schalter mit IR-GaAs-Diode und monolithisch integriertem IC

@ Kunststoffgehause 20A6 nach DIN 41866 bzw. DIP-6 nach JEDEC,
Gewicht ca. 0,6 g

Typ | Bestellnummer
BRT 12H C67079-A1001-A6
BRT 12M C67079-A1001-A10
Lastkreis:
Aﬁz 5 AJ 4: Anode 1
sz Mz A1 O < 5. undefiniert, Potential A1/A2
: ; 1 6: Anode 2
] @ﬁ - i RY/A Ziindkreis:
A AV .
— 1: LED, Anode (+)
Lﬁ Li—" "—1;5 A2 o- oA 2: LED, Kathode (—)
A K 3: nicht belegt
AC-Schalter
(Werte bei 7;=25°C, wenn nicht anders angegeben)
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte
Betriebstemperaturbereich T —40... +100°C
Lagertemperaturbereich Teg —40... +150°C
Max. Verlustleistung Piot 526 mW
Isolationsprifspannung (= 1 min) Visol 5300 Vpe
Kriechstrecke (Last-/Steuerkreis) - >8,2mm
Feuchteklasse (nach DIN 40040) - F
Kennwert
Kapazitat: Ein-/Ausgang | C | max. 2 pF
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BRT 12

Lastkreis

(Werte bei 7,=25°C, wenn nicht anders angegeben)

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte
Spitzensperrspannung Vorm, Viam 600 V
Grenzeffektivstrom (T, = 25°C) j S, 300 mA
StoBstromgrenzwert (1 Sinushalbwelle 50 Hz) y - 3A
Max. Verlustleistung P 500 mw
Kennwerte

(in beiden Richtungen, wenn nicht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | min typ | max | Ein- | Bedingungen
heit
Spannungssteilheit | dv/df, | 10000 |- - Vips | T=25°C }
- 2000 [~ | V/ps | T;=80°C [ Voaw Veam=400V
Stromsteilheit di/dt, | 10 - - Alus
DurchlaBspannung | V; - - 23 |V I; =300 mA
Sperrstrom Iy - - 100 | pA 7;=100°C;
Vorms Varm =600V
Oberer Haltestrom | I, - 0,1 1,0 mA
Warmewiderstand R oa - - 150 | K/W
Ziindkreis
(Werte bei 7;=25°C, wenn nicht anders angegeben)
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte
Sperrspannung Vq 6V
DurchlaBstrom I 20 mA
StoBstromgrenzwert (£, <10 ps) Ieom 1,5A
Max. Verlustleistung Piot 25 mW
Kennwerte
Bezeichnung Symbol min typ max Ein- | Bedingungen
heit
Zundspannungsbereich Vanz 10 - - \" I=Ix
Zandstrom It
Typ H - - 2,0 mA
TypM - - 50 mA
DurchlaBspannung Ve - - 1,5 \" I.=10mA
Sperrstrom I - - 10 A =6V
Warmewiderstand Rin oa - - 3000 | K/W
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SIEMENS

TRIAC-Optokoppler 5,3 kV BRT 21
mit Nullpunktschaltung (SITAC-Koppler)

Vorléufige Daten

@ Universell einsetzbarer Lastschalter fir Wechselstrom mit galvanischer Trennung zwischen
Steuer- und Lastkreis

@ SIPMOS-AC-Schalter mit IR-GaAs-Diode und monolithisch integriertem IC sowie Nullpunkt-
schalter

@ Kunststoffgehause 20A6 nach DIN 41866 bzw. DIP-6 nach JEDEC,
Gewichtca.06g

- 8,7, ; —* i f— 7,602 Typ | Bestelinummer
- T o x ’l BRT 21 H C67079-A1020-A6
ﬂ & | ) BRT 21 M C67079-A1020-A10
045x0,25 i 1
18° fm—
2,54 254 l—— 6
7,6 —e]
Lastkreis:
A2 A: 4: Anode 1
o iy e At o] | o 5: undefiniert, Potential A1/A2
’ ! ' 6: Anode 2
|
T+ = — — o oK Ziindkreis:
{19 T AV 1: LED, Anode (+)
=gy s gy =) A20 2: L.ED, Kathode (—)
1 2 3 3: nicht belegt
A K
AC-Schalter
(Werte bei T,=25°C, wenn nicht anders angegeben)
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte
Betriebstemperaturbereich T —40... +100°C
Lagertemperaturbereich Tyq —40... +150°C
Max. Verlustleistung Pt 525 mW
Isolationsprifspannung (= 1 min) Vil 5300 Vpe
Kriechstrecke (Last-/Steuerkreis) - >8,2mm
Feuchteklasse (nach DIN 40040) - F
Kennwert
Kapazitat: Ein-/Ausgang | C | max. 2 pF
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BRT 21

Lastkreis
(Werte bei 7,=25°C, wenn nicht anders angegeben)
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte
Spitzensperrspannung Vorm: Vaam 400V
Grenzeffektivstrom (T, =25°C) Liaus 300 mA
StoBstromgrenzwert (1 Sinushalbwelle 50 Hz) Loy 3A
Max. Verlustleistung Piot 500 mW
Kennwerte
(in beiden Richtungen, wenn nicht anders angegeben)
Bezeichnung Symbol | min typ | max | Ein- | Bedingungen
. heit
Spannungssteilheit | dv/df, | 10000 | - - V/us | T=25°C }
- 2000 |- | V/us | ,=80°C [ Vorw Varu=267V

Stromsteilheit di/dt,, | 10 - - Alus
DurchlaBspannung | V; - - 23 |V I; =300 mA
Sperrstrom I - - 100 |[pA T,=100°C

VDF!Mv VRRM =400V
Oberer Haltestrom | I - 0,1 1,0 mA
Warmewiderstand | Apua | - - 150 | K/IW
Zindkreis
(Werte bei 7,=25°C, wenn nicht anders angegeben)
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte
Sperrspannung /A 6V
DurchlaBstrom Ik 20 mA
StoBstromgrenzwert (£, <10 pus) Iesn 15A
Max. Verlustleistung Prot 25 mW
Kennwerte
Bezeichnung Symbol min typ max Ein- | Bedingungen

hait
Zundspannungsbereich Var/ne - 10 - \ Ik=I+
Zindstrom I+
Typ H - - 2,0 mA
Typ M - - 5,0 mA

DurchlaBspannung Ve - - 1,5 \ =10 mA
Sperrstrom I - - 10 pA V=6V
Waérmewiderstand Ry ia - - 3000 | K/W
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SIEMENS

TRIAC-Optokoppler 5,3 kV BRT 22
mit Nullpunktschaltung (SITAC-Koppler)

Vorléufige Daten

@ Universell einsetzbarer Lastschalter fiir Wechselstrom mit galvanischer Trennung zwischen
Steuer- und Lastkreis

@ SIPMOS-AC-Schalter mit IR-GaAs-Diode und monolithisch integriertem IC sowie Nullpunkt-
schalter

@ Kunststoffgehause 20A6 nach DIN 41866 bzw. DIP-6 nach JEDEC,
Gewichtca. 0,6 g

fe—— 8,7.0 , —* i 7,6 20,2 —=1 Typ | Bestellnummer
A
i I | x BRT 22 H C67079-A1021-A6
= él g ; | BRT 22 M C67079-A1021-A10
AT
045x0,25 l |- ! s : |
! 18° fue—
=2 SL‘YL 254 I-‘ { e 6,8y —
7612 —om)
Lastkreis:
A2 Al 4: Anode 1
o e eie Ao | o 5: undefiniert, Potential A1/A2
: I : 6: Anode 2
|
i | Sp— —_ oK ii .
-@—f o ;ZX\ Ziindkreis:
i AN/ 1: LED, Anode (+)
3 A2 o A 2:LED, Kathode (—)
1 2 3 3: nicht belegt
A K
AC-Schalter
(Werte bei T,=25°C, wenn nicht anders angegeben)
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte
Betriebstemperaturbereich T —40...+100°C
Lagertemperaturbereich Tag —40... +150°C
Max. Verlustleistung Pt 525 mwW
Isolationsprifspannung (¢= 1 min) Visol 5300 Ve
Kriechstrecke (Last-/Steuerkreis) - >82mm
Feuchteklasse (nach DIN 40040) - F
Kennwert
Kapazitat: Ein-/Ausgang | C | max. 2 pF
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BRT 22

Lastkreis
(Werte bei 7;=25°C, wenn nicht anders angegeben)
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte
Spitzensperrspannung Vorm: Viam 600 vV
Grenzeffektivstrom (T, =25°C) Lons 300 mA
StoBstromgrenzwert (1 Sinushalbwelle 50 Hz) Lgy 3A
Max. Verlustleistung Piot 500 mw
Kennwerte
(in beiden Richtungen, wenn nicht anders angegeben)
Bezeichnung Symbol | min typ | max | Ein- | Bedingungen
heit
Spannungssteilheit | dv/dt, [ 10000 |- - Vips | T;=25°C }
- 2000 |- | V/ps | 7;=80°C [ Vorm: Veam=400V

Stromsteilheit di/dt, | 10 - - Alus
DurchlaBspannung | V; - - 23 |V I, =300 mA
Sperrstrom Iy - - 100 | pA 7,=100°C;

Vorm: Vaam =600 V
Oberer Haltestrom | I, - 0,1 1,0 mA
Warmewiderstand Ry oa - - 150 | K/W
Ziindkreis
(Werte bei T;=25°C, wenn nicht anders angegeben)
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte
Sperrspannung |73 6V
DurchlaBstrom I 20 mA
StoBstromgrenzwert (£, <10 ps) ) 15A
Max. Verlustleistung Pt 25 mwW
Kennwerte
Bezeichnung Symbol min typ max Ein- | Bedingungen

hisit
Zlndspannungsbereich Va/nz - 10 - \ L=I+
Zandstrom It
Typ H - - 2,0 mA
Typ M - - 50 mA

DurchlaBspannung Ve - - 1,56 \" I=10mA
Sperrstrom I - - 10 uA WK=6V
Wérmewiderstand Ry ia - - 3000 | K/W

Siemens Aktiengesellschaft
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SIEMENS

Optokoppler 5,3 kV CNY 17
fir hohe Anforderungen (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ Transistoroptokoppler in DIP-6-Kunststoffgehause mit BasisanschluB
@ Koppelfaktor bei Ir = 10mA, Ve =5V:40...320%
Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:2 innerhalb der Gruppe
@ garantierter, minimaler Koppelfaktor bei Ir = 1 mA, Ve = 5V: =13% (typ. 60%)
@ Gute Linearitdt des Koppelfaktors in Abhangigkeit vom FluBstrom
@ Geringe Degradation des Koppelfaktors
@ Feldeffektstabil durch TRIOS')
@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vego = 70V
@ Geringe Koppelkapazitat
@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit
@ Isolationsprufspannung: 5300 V
@ Freigegeben nach VDE 0883 € (siehe Seite 38)
@ UL-Prufzeichen (File-Nr. E 52744) W (siehe Seite 38)
® Auch mit folgenden Optionen lieferbar:
- Option 1: Geprift nach VDE 0884
- Option 5: Erhohte Stabilitat gegen Umwelteinflisse (Feuchte)

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und Ausgang des Optokoppiers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Gberschreiten.

Typ Bestelinummer "‘*;E — *—375——-
CNY 17-1 | Q62703-N86 &3 | -y i,
CNY 17-2 | Q62703-N87 {:‘Et:\l o + :%l
CNY 17-3 Q62703-N88 # E ¥R I i,—l
CNY17-4 | Q62703-N89 - 08, = mm
2000 035 055
0% 045
<7,62'12— o 254
| —
1 H} 6 Anode - 1& 6-Basis
28+ @ 35 Kathode - 2=\ 5-Kollekter
3 £ 4 nicht belegt -3} L4~ Emitter
el ‘

————— Luft-Kriechstrecke 7,2 min.

Gewicht etwa 0,4 g

') TRIOS® = TRansparenter 10nen-Schirm
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CNY 17

Grenzwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung /A 6 \"

Vorwartsgleichstrom I 60 mA

VorwartsstoBstrom (f, <10 us) Irsm 25 A

Verlustleistung Prot 100 mwW

Empféanger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 70 \

Kollektor-Basis-Sperrspannung Vego 70

Emitter-Basis-Sperrspannung Vego 7

Kollektorstrom I 50 mA

Kollektorspitzenstrom (£, <1 ms) Ieem 100

Verlustleistung Piot 150 mwW

Optokoppler

Lagertemperatur Tag -55... +150 °C

Umgebungstemperatur Ta —-55...+100

Sperrschichttemperatur T 100

Lottemperatur Ts 260

(max. 10 s, Tauchlétung: Abstand zu

Gehauseunterkante =0,5 mm)

Isolationsprufspannung’) VisoL 5300 Ve

zwischen Sender und Empfanger

(Klima nach DIN 40046 Teil 2 Nov. 74)

Bezugsspannung nach VDE 0110b 500 Vac eff

(Isolationsgruppe C) 600 be

Kriechstrecke =7 mm

Luftstrecke =7

Kriechstromfestigkeit CTl 175 (Gruppe llla

(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109) -

Isolationswiderstand (Vo = 500 V, T, = 25°C) | RsoL >10" Q
(Vo =500V, T, = 100°C) >10"

') Prifgleichspannung nach DIN 57883, Juni 1980

Siemens Aktiengesellschaft



CNY 17

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (Iz = 60 mA) Ve 1,25 (<1,65) \
Durchbruchspannung (I; = 10 pA) Var =6

Sperrstrom (Vy =6V) Iy 0,01 (<10) pA
Kapazitdt (Vy =0V, f=1MHz) Co 25 pF
Warmewiderstand Rinin 750 K/W

Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo =70 \"
(Ice = 10 pA)
Emitter-Basis-Sperrspannung (gg = 10 pA) Veso 10 (=7)
Kapazitdt (Ve =5V, f=1MHz) Cee 6.8 pF
(Veg =5V, f=1MHz) Ces 8,5
(Vg =5V, f=1MHz) G 1
Warmewiderstand Rinua 500 K/W
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Voesat 0,25(<04) \
(Ir =10mA, I; = 2,5 mA)
Koppelkapazitat (0% 0,80 pF

Die Optokoppler werden nach dem Stromubertragungsverhéltnis I/ I; bei Ve = 5 V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

Bezeichnung Symbol | Werte Einheit
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4

Koppelfaktor I/ I 40...80 63...125 | 100...200 | 160...320 | %

(I = 10 mA) 30(>13) |45(>22) |70 (>34) |90 (>56)

(I =1mA)

Kollektor-Emitter- Iego 2(<50) |2(<50) |5(=<100) |5(=<100) | nA

Reststrom

(Vee = 10V)
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CNY 17

Schaltzeiten

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

R=T5

——— o =S
v =)k
o— [+

L1Q

‘"————o
Bezeichnung Symbol Werte Einheit Bedingungen
Einschaltzeit tain 3,0 us I =10mA

; : Vee=5V
Anstiegszeit t 2,0 T. —25°
Ausschaltzeit s 23 R =75Q
Abfallzeit k 2,0
Grenzfrequenz A 250 kHz
Schaltbhetrieb (mit Sattigung)
& R.=1kQ
b e =5V
= I

X———o0

o—a3 L—>
419
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gruppe 1 Gruppe 2 u. 3 | Gruppe 4
Ir=20mA I.=10mA I=5mA

Einschaltzeit toin 3,0 42 6,0 us
Anstiegszeit t 2,0 3,0 4,6
Ausschaltzeit tous 18 23 25
Abfallzeit t 11 14 15
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CNY 17

Stromiibertragungsverhiitnis Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion vom Diodenstrom (typisch) als Funktion vom Diodenstrom
(Ta= —25°C, Vg =5V) (Ta=0°C, Vg =5V)
I I
7:_=qu) f=f(IF)
L0 10°
_C A
I F % [_F
5 5
.
jlliiEs e
3
3 | =
/// ,,—"'/ // /"“ 2
2 e 2 2 / 1
10 ! - L 10 A L
/4 A = 1 // 4 /,/' 14
5 y Ay, y | Il 5 ) / L
VAW 40V ,// 1 ARy
// 1/ / / / /
"4 // / y / f,
1A / /
Vil vV S /’
101 l ; @ 101
107 5 10° 5mA10" 2 107 5 10° SmA10' 2
— e £
Stromiibertragungsverhiltnis Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion vom Diodenstrom (typisch) als Funktion vom Diod: om
(Ta=25°C, Vgg =5V) (Ta=50°C, Ve =5V)
I Ic
= f( = = f (]
T (I) .- (Ir)
10 : 10 J
Je % | R~
I¢ . | Ie 5
A 4 4
AT o e
3
/ / »"3'_ / q ——’/
y LTI 2 2 A 2
10° d L 10 1 =
77 1
.4 P 14 / A 14
y. AT (- p4 P i
5 IV / - 5 /, / /' afl
’/ D /1/ '/ ///,/
/ | L
/Y o4l
/ /
/ \ / Y ‘
oy // |
10 10
107 5 10° 5mA10' 2 107 5 10° 5mA10 2

__.]F ——]F
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CNY 17

Stromiibertragungsverhaltnis
(typisch) als Funktion vom Diodenstrom
(TA=75°C, Vgg =5V)

o _ v
3 I
10 T T
Ie % | Hi
I t H
Fos | ‘( I
s
g 3
| 1
/ *a"”—
102 yARV.aallli!
v ——
4 17
4 |
> V.4 / ‘
/V / / ] ]
any’
/ l/ ‘/ / |
/ // /‘/ |
| |6
L AL L
107 5 100 SmA10' 2
—
E
Transistorkennlinien
(Stromverstarkung HFE = 550)
(Th=25°C, I =0)
Ic = f(Vee)
" TT]
mA i
I
5 BRRISITEE
T ] —t T
g “
t 1 11g= 30uA —
! T
i } Ig=20uA |
10 I : i k L
| RRRRER
| I;=10uA
- =TT
! Tg=5SpAL 1
lg=2pA4+—+—
0 L]
0 5 10 vV 15

V[E
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Stromiibertragungsverhaitnis
(typisch) als Funktion von der Temperatur
(Ir=10mA, Vg =5V)

I _
F-”TA)
10 1
kWS |
e o Ho %
5 ]
t —
A -
bt N —— L
5y
EEEREEEERE ——
) [ |2
T
5 l[; ! -H‘
I | I .
T ] t }
s | Pl
T
! | L) ‘ ‘ l\
101 | { ‘ [ ] l i pe:
-25 0 25 50 °C 75
s
Ausgangskennlinien (typisch)
(Tp = 25°C)
Io = f(Vce)
Basis nicht beschaltet
30
ma (2 T
1( ]F = 1hmA |
T
l LT | 2ma
20 k’/
= T
[ . 10mA
Fa nE
= 8mA
E———— T
10 £ 6mA |
|t ! T
LA
[ ||
2mA
1mA
0 I
0 5 10 vV 15
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CNY 17

Vorwiirtsspannung (typisch) Kollektor-Emitter-Reststrom
der Diode (typisch) des Transistors
Ve =f(k) (I-=0)
Icgo = f(Ta)
12 10°
MA
v ' 5 /
25°CHH Teeo /1 /
50°C Vig= 40V / /
A 75°C T 4 VCE=10V
1.1 10
/ /
/ / 5
/ / | rauy,
A /
/
U -2 |
10 ‘,/ 10 o
P T
IJ /
5
1
! /
'(W - I 4 !
v Al | ”
09 M 10'3 E d l | g
10" 5 10° 5 10 5mA10? -25 0 25 50 75 °C 100
—_— IF R TA
Transistor-Kapazitaten (typisch) Sattigungssp g (typisch) ais
(Ta=25°C, f=1MHz) Funktion von Kollektorstrom und
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2 ‘ m 10 VCEsat=f(1C)
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20 %; VCE sat
N
T \\ ) 0,8 f
18 ‘
\ 07
16 \
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") Ir = 3x I bedeutet, der FluBstrom der Diode ist auf den dreifachen Wert des Kollektorstroms einzustellen.
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0,5
0,4
0,3
0,2

01

Sattigungsspannung (typisch) als Funktion
von Kollektorstrom und Aussteuerungsgrad

fiir Gruppe 2

(Ta=25°C)

Ve sat = f(Ic)

/ IF = Zx 1[
N LM I=3xI
39

0 1 2
10° 5 10 5 mA10

————————](

Sittigungsspannung (typisch) als Funktion
von Kollektorstrom und Aussteuerungsgrad')
fiir Gruppe 4

(Ta = 25°C)
VCE sat = f(Ic)
0,6 [szc
//
03 b
,—4 // IF-ZxIC 1
S mss gl IF‘B"Ici
I
0 0
10 5 10 5 mA 10°

- I

Sattigungsspannung (typisch) als Funktion
von Kollektorstrom und Aussteuerungsgrad

fiir Gruppe 3
(TAo=25°C)
Ve sat = (L)
10
V 171
VCE sat IF = I':
08 /
0,7 /
0,6
0,5 y
/]
04 d
0,3 A [F :2)‘1(«
I. =3x]
02 SiEe R
01
e
0
10° s 10 S mA10?
= I
Zulassige Verlustleistung
fiir Transistor und Diode
Prot = f(Ta)
200
mW
Ptot
150
Transistor
100
N
\\
Diode —;
50
N\
N
0
0 25 50 75 °C 100

— 1

') Ir = 2 x I bedeutet, der FluBstrom der Diode ist auf den doppelten Wert des Kollektorstroms einzustellen.
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Zulassiger Vorwirtsgleichstrom

der Diode
Ie = f(Ta)
120
I
90
60
AN
N
30
AN
\
0
0 25 50 75 °C 100

—
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Zulassige Impulsbelastbarkeit
(D = Parameter, T =25°C)

I =f(t)
I
10 i e
mA F, fp T un
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SIEMENS

Optokoppler 5,3 kV CNY 17 F
fiir hohe Anforderungen (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ Transistoroptokoppler in DIP-6-Kunststoffgehause ohne BasisanschiuB
@ Koppelfaktor bei Ir = 10 mA, Ve =5V:40...320%
Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:2 innerhalb der Gruppe
@ garantierter, minimaler Koppelfaktor bei Ir = 1 mA, Ve =5V: >13% (typ. 60%)
@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhangigkeit vom FluBstrom
@ Geringe Degradation des Koppelfaktors
@ Feldeffektstabil durch TRIOS")
@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo = 70 V
@ Geringe Koppelkapazitat
@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit durch nicht herausgefiihrten BasisanschluB
@ Isolationsprufspannung: 5300 V
@ Freigegeben nach VDE 0883 & (siehe Seite 38)
@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E 52744) WA (siehe Seite 38)
@ Auch mit folgenden Optionen lieferbar:
— Option 1: Gepruft nach VDE 0884
- Option 2: Sehr hohe Langzeitstabilitat des Koppelfaktors
— Option 5: Erhéhte Stabilitat gegen Umwelteinflisse (Feuchte)
- Option 6: Anschlisse im 10,16 mm Raster (VDE 0805/0806 wird erfillt)
- Option 7: Anschlisse gebogen fir SMD-Montage (VDE 0805/0806 wird erfuillt)

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und Ausgang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Uberschreiten.

Typ Bestellnummer r*;?, - = 3;75 —=
CNY 17 F-1 Q62703-N49 6'3 i [ Imin
CNY 17F-2 | Q62703-N21 L T fél
CNY 17F-3 | Q62703-N50 A ajt T oA i‘_[
’ Wi o
CNY 17 F-4 | Q62703-N54 s o8 =
20°0 035 055
Pras 025 045, 251
762" o] N STl
!
1481 36 Anode - 1 'EZ 6-nicht belegt
28+ Q} 1875 Kathode - 2=y i 5-Kollektor
3 HE 4 nicht belegt -3 - Emitter
e
— — —Luft-Kriechstrecke 7.2min
') TRIOS® = TRansparenter-IOnen-Schirm Gewicht etwa 0,4 g
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CNY 17 F

Grenzwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung W 6 \

Vorwiértsgleichstrom I 60 mA

VorwartsstoBstrom (¢, <10 us) Tegm 25 A

Verlustleistung Piot 100 mwW

Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 70 \"

Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 7

Kollektorstrom I 50 mA

Kollektorspitzenstrom (f, <1 ms) Iosm 100

Verlustleistung Pt 150 mwW

Optokoppler

Lagertemperatur Teg -55...+150 °C

Umgebungstemperatur Ta -55...+100

Sperrschichttemperatur U 100

Loéttemperatur Ts 260

(max. 10 s, Tauchlétung: Abstand zu

Gehauseunterkante >0,5 mm)

Isolationsprufspannung') VisoL 5300 Voc

zwischen Sender und Empfanger

(Klima nach DIN 40046 Teil 2 Nov. 74)

Bezugsspannung nach VDE 0110b 500 VAc off

(Isolationsgruppe C) 600 Voc

Kriechstrecke =7 mm

Luftstrecke =7

Kriechstromfestigkeit CTl 175 (Gruppe llla

(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109) -

Isolationswiderstand (Vi; = 500V, T, = 25°C) | RsoL >10" Q
(Vo =500V, T, = 100°C) >10"

") Prifgleichspannung nach DIN 57883, Juni 1980

Siemens Aktiengesellschaft




CNY 17 F

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung l Symbol Werte Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (I = 60 mA) Ve 1,25 (<£1,65) \
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Var >6

Sperrstrom (V=6 V) I 0,01 (<10) HA
Kapazitat (V; =0V, f=1MHz) Co 25 pF
Warmewiderstand Rinua 750 K/IW
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo >70 \'
(Ice = 10 pA)

Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco =7

(e = 10 pA)

Kapazitat (Ve =5V, f=1MHz) Cee 6,8 pF
Warmewiderstand Ripua 500 K/W
Optokoppler

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Veesat 0,25 (<0,4) \Y
(I =10mA, I = 2,5mA)

Koppelkapazitat Cx 0,80 pF

Die Optokoppler werden nach dem StromuUbertragungsverhaltnis I/ I bei Vi = 5 V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

Bezeichnung Symbol | Werte Einheit
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4

Koppelfaktor I/ I 40...80 63...125 | 100...200 | 160...320 | %

(I = 10 mA) 30(>13) [45(>22) |70 (>34) |90 (>56)

(I = 1 mA)

Kollektor-Emitter- Ieeo 2(<50) 2(<50) 5(=<100) | 5(=<100) |nA

Reststrom

(Vee =10V)
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CNY 17 F

Schaltzeiten
Linearbetrieb (ohne Sattigung)

I R=75Q
— V(C =5V
=K
o— 31—
479
Bezeichnung Symbol Werte Einheit Bedingungen
Einschaltzeit Loin 3,0 us I =10mA
, , Vee=5V
Anstiegszeit t 2,0 T, =25°C
Ausschaltzeit taus 23 R =75Q
Abfallzeit k 2,0
Grenzfrequenz f 250 kHz
Schaltbetrieb (mit Sattigung)
I R=1kQ
== el
G=0"
o— 33—
L1Q
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gruppe 1 Gruppe 2 u. 3 | Gruppe 4
Ir=20 mA I=10mA I=5mA
Einschaltzeit toin 3,0 42 6,0 us
Anstiegszeit t, 2,0 3,0 4,6
Ausschaltzeit s 18 23 25
Abfallzeit t 1 14 15
Siemens Aktiengesellschaft 71



CNY 17 F

Gleichtaktstorfestigkeit

Uber die Koppelkapazitat werden Anderungen des Potentialunterschieds zwischen Sender und
Empfanger auf den Ausgang (Kollektor — Emitter) als Stérimpuls Ubertragen. Dadurch kann die
Funktion der Schaltung beeintrachtigt werden. Eine wesentlich verbesserte Gleichtaktstor-
festigkeit zeigen Optokoppler ohne Basiskontaktierung, da der auf den BasisanschluB einge-
koppelte Teil der Ladung, der zusatzlich mit der Stromverstarkung des Transistors (HFEtyp.
400) verstarkt wird, dann weitgehend entféllt. Eine weitere Verbesserung kann durch eine Kapa-
zitat zwischen Kollektor und Emitter erreicht werden, die bei entsprechender Dimensionierung
kaum EinfluB auf die Schaltzeit hat.

MeBaufbau fiir Impulsdiagramme

k_ 1k
—L 1ol c=10v
410
$——OAusgang (5V)
T (y=
()
&

Pulsgenerator
Vce (5 V) wird durch I eingestellt.

Eingangsimpuls (Impulsgenerator)
10ns
=

|
ul

10Vs

e 1

Ausgangsimpuls (typisch) - '_ﬂ

Vg = 40mV
—== =700ns

1

=——50%

|

|

|

| |
—{ =700ns |
|
|
|

=10ns
et
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CNY 17 F

Stromiibertragungsverhiitnis Stromiibertragungsverhiitnis
(typlisch) als Funktion vom Diodenstrom (typisch) als Funktion vom Diodenstrom
(Ta= —25°C, Vg =5V) (Ta=0°C, Vgg =5V)
I I
= =1 Ii=f(1|=)
3 F 3 F
I 10 T 10—
C — I o F
- ¢ %
]F % I_F
5 5
4
’,—u--""—'
3
] / /”__---—-2‘-
/'
10? 7 1‘/ i
.4 - o
4 A I =
s 7 Pas
VAV, ‘
A AT
| 7 |
/ //% ( !
Y I
AN
107" 5 10° SmA10 2
—— ] £
Stromiibertragungsverhéitnis Stromiibertragungsverhaltnis
(typisch) als Funktion vom Diodenstrom (typisch) als Funktion vom Diodenstrom
(TA=25°C, Veg =5V) (TA=50°C, Vg =5V)
LR LR
» 0
10 T T ) o, = T
Io % ! 1 } ! I 7o = ]
T i T I f :
5 : - '
b | |
4- | ‘ 47
BoE i | L
T ] | | 37
| 3 | ‘ 1
i // L,;-\-——*‘ { ’ /] /.--/'
o~
10° : atliliin= 10° il / Dl
401V T T Z
/ P 1 4 ANV A 1]
,/ /a ]/ T /)’"/ ,/' ]
/ all 5 - /Z 1
5 !/ L 4 ] L ! / /. / //
77 / // | / [/ !
/ i ! / / / ‘ / |
YAy, ‘ A A
Al L /LA
| /1 | | 9
10 L2 d 1 10 LA
107 5 10 5mA10' 2 107 5 10 5mA10 2
— IF E— [F
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Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion vom Diodenstrom
(TA=75°C, Ve =5V)

Ic _
? = f(IF)
10’ -
Ic % !
I
L
L2
r 3
// ’M’“
10° yallVe 2
va >
/ A 17
5 / —
L0 A1 A
,/V 'l"
! 1/ / /
/ / ,A"
10 // ‘MI RIS
107! 5 10° SmA10' 2
—
Zuléssige Impulsbelastbarkeit
(D = Parameter, T, = 25°C)
I = f(t,)
10L| T
==
I > M
[ \ D=
o>
Q@ madi
s SN i
02 LIS i
<L TS 1
NN
05 N
025 = %
1
DC HA
5 -
i‘ ?i i |
o CLLL LA A

0° 10 10 102 107 10° s 10

t

P
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Stromiibertragungsverhiitnis
(typisch) als Funktion vom der Temperatur
(I, =10mA, Vg =5V)

I _
y i f(Ta)
¥
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; 3
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2 2 . 3
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[ i i ;
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Ausgangskennlinien (typisch)
(Ta=25°C)
Ic = f(Vge)
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CNY 17 F

Vorwiirtsspannung (typisch)

der Diode
Ve = £(J)
12
v
7
25°CH+
/50°c
75°(]
11 /
/
U // /
4
10 g
Y
W /
/ -
0509
» )
10! 5 10° 5 10 5mA10?
—1I
Transistor-Kapazitéten (typisch)
(TA=25°C, f=1MHz)
C=1(Ve)
pF
2%
o ]
20 ,lu
8
16
i
C
12 &
™
10 W\
8 N,
6 b
l‘ N \n..
2 (0832
0 2 1 0 1 2
10” 10° 10 10 102V

—V,

Kollektor-Ermitter-Reststrom
(typisch) des Transistors

(- =0)
0 Iceo = f(Ta)
10
uA
5
I £114
v v =sov LIS
CE
T 10,1 Vee= 0V
ra
5
'1 /
1072 / /
5
A
107 al s
-25 0 25 50 75 °C 100
—1
Sattigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad') fiir Gruppe 1
(TAo =25°C)
VeE sat = f(Ic)
10
\%
VCE sat
0.8
0,7
06 / I=3x1]|
0,5
' /
04 /l
0,3
i ‘/
0 2 M d
01
: )
10° 5 10’ 5 mA 10°

=1

) I=3x I bedeutet, der FluBstrom der Diode ist auf den dreifachen Wert des Kollektorstroms einzustellen.
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0,6
05
04
03
02
0/

0

Séattigungsspannung (typisch) als Funktion
von Kollektorstrom und Aussteuerungsgrad')
fiir Gruppe 2

(To=25°C)

VCE sat = f”C)

U

10’ 5 mA10?

- I
Sittigungsspannung (typisch) als Funktion
von Kollek om und A t gsg ad’)
fiir Gruppe 4
(TAo=25°C)

VCE sat = f(lc)

=2x
3x

/

I/
/

=

0 5 10

- I

10 S mA 107

Qi

gungssp g (typisch) als Funktion
von Kollektorstrom und Aussteuerungsgrad’)
fiir Gruppe 3

(Ta=25°C)

Vee sat = f(1c)

~
-
o~
)
[
T
T

10° 5

Zuléssige Verlustleistung
fiir Transistor und Diode

Prot = f(Ta)
200
mw
Py tot
150
Transistor
100
N\
AN
TN
Diode —
50
AN
N
0
0 25 50 75 °C 100

————TA

') Ir = 2 x I bedeutet, der FluBstrom der Diode ist auf den doppelten Wert des Kollektorstroms einzustellen.
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Zuléssiger Vorwirtsgleichstrom der Diode

I = f(Ty)
120
%
90
60
N
N
30
N,
N
0
0 25 50 75 °C 100
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SIEMENS

Optokoppler 5,3 kV CNY 17 GF?
fur hohe Anforderungen (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ Transistoroptokoppler in DIP-6-Kunststoffgehause ohne BasisanschiuB
® Koppelfaktor bei I = 10mA, Ve =5V:40...320%
Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:2 innerhalb der Gruppe
@ garantierter, minimaler Koppelfaktor bei Ir = 1 mA, Ve =5V: >13% (typ. 60%)
@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhangigkeit vom FluBstrom
@ Geringe Degradation des Koppelfaktors
@ Feldeffektstabil durch TRIOS")
@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vggo = 70 V

® Geringe Koppelkapazitat
® Hohe Gleichtaktstérfestigkeit durch nicht herausgefihrten nschluB
@ Isolationsprufspannung: 5300 V \

@ Freigegeben nach VDE 0883 & (siehe Seite 38)
@ UL-Priifzeichen (File-Nr. E 52744) N (siehe Seite@

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und &ang des Optokopplers darf auf Dauer die

Bezugsspannung nicht Gberschreiten. 0
Typ Bestellnummer e 1036 ___
996
CNY 17 GF-1 | Q62703-N95 o8& 78 a7
CNY 17 GF-2 062703-N96%Qa Fgg \ 85 T]mn
CNY 17 GF-3 | Q62703-N ‘EP:\] - T E
) | mo 5
CNY 17 GF-4 | Q6278 a8 - irt
; 035 0B Y I HIETRE
0°_ 3 025 055
J"_ 0.45
1016120 254

o, e Anode -1, 6- nicht belegt
26 {B {85 Kathode-21F | 5 Kollektor
3£ —Jﬂ 4 nicht belegt - 3|— ( 4~ Emitter

|
Lo ==

——— Luft-Kriechstrecke 8,0min

Gewicht etwa 0,4 g

') TRIOS® = TRansparenter-IOnen-Schirm
2) Wird ersetzt durch CNY17F und Option 6
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SIEMENS

Einfach-Optokoppler 5,3 kV IL1,IL5
fir Standardanwendungen IL74

Wesentliche Merkmale
@ Transistoroptokoppler in DIP-6-Kunststoffgehduse mit BasisanschluB
@ GaAS-IR-LED als Sender und Silizium-NPN-Fototransistor als Empfanger
@ IL 1, 1L 74: 7400-Serie TTL-kompatibel
@ Isolationsprufspannung: 5300 V
@ Koppelkapazitat: 0,5 pF
@ Mindeststromiibertragungsverhaltnis:
-1L1:20%
—IL5:50%
-1L74:125%
@ Dual-in-line — Gehause nach Industriestandard
@ UL-Priifzeichen (UL-Nr. E52744) W (siehe Seite 38)
@ VDE-Bestatigung (nur IL 1 und IL 5) 0883/6.80, 0804/1.83 €& (siehe Seite 38)

Anwendungen

@ Ansteuern von mittelschneller Logik (Ausschalten von stérenden Erdschleifen- und Rausch-
problemen)

@ Ersetzen Relais und Transformer in digitalen sowie analogen Anwendungen, wie z.B.
Modulation von Kathodenstrahlréhren

9,14
Typ Bestellnummer * ™ 86L
L1 Q68000-A590 f o
om
IL5 Q68000-A5931 "
mIL74 Q62703-N28 °= 1o 205
- e 05
03 7,62 0'1‘
02 256 T
0o 50 o 132
RastermaR _1*22
6,6
--——6.1—-1
1 16 Anode -1 EZ 6- Basis
2(] s Kathode-2 \}[E 5- Kollektor
3] & nicht belegt-3} &-Emitter

Gewicht etwa 0,8 g

M Nicht far Neuentwicklung
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IL1,IL5

IL 74

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Sender (GaAs-LED)

Sperrspannung A 3 \Y

Vorwartsgleichstrom IL1,ILS | [ 100 mA
IL74 60

Verlustleistung, 7, = 256°C IL1,IL5 Piot 200 mwW
IL74 150

Empféanger (Si-Fototransistor; je Kanal)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 1L 1,IL5 | Vg 30 Vv
IL74 20

Emitter-Kollektor-Sperrspannung 1L 1,IL5 | Vg 7

Kollektor-Basis-Sperrspannung IL1,ILS | Vego 70

Verlustleistung, T, = 25°C IL1,ILS | P, 200 mwW
IL74 150

Optokoppler

Lagertemperatur stg —-55... +150 °C

Betriebstemperatur op —-55...+100

Léttemperatur (t= 10 s) Ts 260

Gesamtverlustleistung, 7, =25°C IL1,IL5 | P, 250 mwW
IL74 200
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IL1,ILS

IL 74
Kennwerte (7, = 25°C, wenn nicht anders angegeben)
Bezeichnung I Symbol | Werte Einheit
Sender (GaAs-LED)
Vorwartsspannung IL 1,IL5 (I- = 60 mA) Ve 1,3(<1,9) \%
IL74 (I =20 mA) 1,3(<1,5)
Sperrstrom IL1,IL5 (K =3,0V) I 0,1(<10) nA
IL74 (VK =30V) 0,1 (=<100)
Kapazitét (V; = 0) Co 100 pF
Warmewiderstand IL1,ILS | Ryua 385 K/W
iL74 750
Empfénger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung (I = 1 mA) Vee Vv
L1 >30
L5 =70
IL74 =20
Emitter-Kollektor-Spannung IL 1 (Iz = 100 pA) | Vgc 10 (=7)
IL5 (I = 100 pA) 10 (=7)
Koliektor-Emitter-Strom Ie nA
(Vee =10V, [ =0) IL1,IL5 5(=<50)
(Veg =5V, I =0) IL74 5 (<500)
Kollektor-Emitter-Kapazitat (Ve = 0) Ceeo 2 pF
Stromverstarkung (Ve =5V, I; = 100 pA) HFE -
IL5 450
Warmewiderstand IL1,IL5 | Rypua 385 K/W
IL74 500
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IL1,ILS

IL 74
Bezeichnung Symbol I Werte l Einheit
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ve sat 0,25 (<0,5) v
(Ice = 1,6 MA, Ir = 16 mA) IL1,IL5
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 0,3 (<0,5)
(Ice =2mA, I = 16 mA) IL74
Gleichstromulbertragungsverhéltnis CTR %
(I =10mA, Ve =10V) L1 35 (=20)
(Ir =10 mA, Ve = 10V) IL5 70 (=50)
(Ir =16 mA, Ve =5V) IL74 35(=125)
Koppelkapazitat Ck 0,5 pF
Isolationsprifspannung (t= 1s) VisoL 5300 Voc
Isolationswiderstand RisoL 100 GQ
Warmewiderstand Rinia 300 KW
Siemens Aktiengesellschaft 82



IL1,ILS

IL 74
Schaltzeiten (typisch) als Funktion vom Basis- Schaltzeiten (typisch) als Funktion
Emitter-Widerstand (mit Sattigung) vom Lastwiderstand
(Ir =10mA; 7=100 ms; D = 50%) (I =10 mA; 7= 100 ms; D = 50%)
t=f(Rgg) t=f(A)
107 103
us
Ms 5
fs RV
oFe/
/A //
| /// 102 7
| /
fore ,/ 5
107 /
/
/
S ~ ] 10
N fon FHHH
5 A
| L
10°L @ 10 &
10 5 102 kQ 10 10" 5 10° 5 10" kR 102
——= Ry — R
Ausgangsk linien (typisch) Vorwiirtsspannung (typisch)
(Normiert bei: der Diode
I =10mA; Ve = 10V; To = 25°C) Ve = fI)
Icrer = f(Vce)
10° 14 l T
5 v i [ /
N
Icrel 1o 220mA VF 1,3 } ‘ f W4
£=20m J s
il T= 55°!c )r/ ‘ /
100 P ooa 12 Y ‘
A HH ) e i /
/a SmAfTH I Al
> el ‘ / /
e 11 =t L
: 25°C I //
107" 10 o
mAH A 0 /C”
s F— =2 //’ v
/ 09 e
A /’* Py
1436) 1437
107 08 = 5 ;
1 5 v 10 10 5 10 5 10 mA 10?

— Vi
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IL1,IL5

IL 74
Basisstrom (/¢g) (typisch) als Funktion vom Kollektor-Emitter-Reststrom (typisch) als
Vorwirtsgleichstrom Funktion der Temperatur
(Veg =10V; Ty =25°C) Icgo = f(Th)
Icg = f(If)
102 } nA
T 7
. pA ! p yd ! 103
§:] | / CEO
5 // 5
| / 10
10! / > /8
Vi = 5|o v !/II
30V
5 / 10V
/ s
5 y/ii ]
7] ]
//
Z
10° 5 10 mA 107 -20 0 20 40 60  80°C100
— - IF —_— &
Kollektorstrom (typisch) als Funktion Kollektorstrom als Funktion vom
der Temperatur Vorwiértsgleichstrom
(Normiert bei: (Normiert bei:
It =10mA; Veg = 10V; Ty =25°C) I =10mA; Veg = 10V; T, =25°C)
Icre=T(Ta) Iore = f(IF)
1 1
10 = H
5 5
[[rel ][rel
Ir=20mA
10 mA
0 A m 0
10 i 10
5 5SmA 5
—~
10" 107 ,/ -
1mA v
5 [ — = T~ S— 5 ]
T N
- \
1072 @ 1072 ﬁJ@
S5 =25 0 25 50 75°C100 10° 5 0 mA

—»ﬂ
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SIEMENS

Optokoppler 10 kV IL10
fur Standardanwendungen IL 11

Vorlédufige Werte

Wesentliche Merkmale
@ GaAs-IR-Sender und Silizium-Fototransistor als Empfanger
@ Hohe Isolationsprifspannung: 10 kVpc (7,0 KVac 1)
@ Dicke der Isolation = 2 mm
@ Mindestabstand der AuBenanschlisse (Luft- und Kriechstrecken) = 13 mm
@ Automatisch bestuckbar
@ Standard-DIP-Anschlusse und Gehause
@ IL 10; 4 Anschlusse
@ IL 11; 6 Anschlisse mit BasisanschluB
@ UL-Prifzeichen (UL-Nr. E52744) R (siehe Seite 38)
@ VDE- und IEC-Freigabe 0700, 0883/6.80, 0804/1.83, 0860/8.86, € (siehe Seite 38)
IEC 601/ VDE 0750, IEC 380/ VDE 806/8.81, IEC 435/ VDE 0805
@ Freigabe und geprift nach VDE 0883/6.80
- Erfullt VDE 0700, 0750, 0804, 0805, 0806, 0860
IEC 65, 380, 435, 601

Typ Bestellnummer
iL10 Q68000-A879-F114
IL 11 Q68000-A8325-F114
IL 10 IL 11
E rm—
T |
= g
762 162
3 - l—-—1s,21. & r
6,35~ o635 —=
O Kathode - 1—4d——116 - Anode 10 M1 LED Kathode - 1 it €D Anode
A » A\N V/4
10 M0 Emitter -7—" ~—{10- Kollektor 10 Mo Emitter -1 10- Kollektor
8] 9 Basis ‘a:}f/— 9- nicht belegt
Gewicht etwa 2 g Gewicht etwa 2 g
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IL 10

IiL 11

Grenzwerte
Bezeichnung Symbol ] Werte ] Einheit
Sender (LED)
Vorwartsgleichstrom I 60 mA
VorwartsstoBstrom (£, = 1us '), 300 pps) ) A 3,0 A
Sperrspannung A 50 \
Verlustleistung Piot 100 mw
Empfénger (Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 30 \"
Emitter-Basis-Sperrspannung Vegso 7
Kollektorstrom I 100 mA
Verlustleistung Pyt 300 mw
Optokoppler
Lagertemperatur Tag —-55... +100 °C
Betriebstemperatur Top -55...+100
Lottemperatur (Anschlisse) 1,6 mm Ts 260
Entfernung vom Gehéause fir t=5s
Isolationsprufspannung (= 1s) VisoL 10 KVpe

7,0 KVac eff

') pps = Puls pro Sekunde

Siemens Aktiengesellschaft
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IL 10

iL 11
Kennwerte (7, = 25°C, wenn nicht anders angegeben)
Bezeichnung ] Symbol l Werte Einheit
Sender (LED)
Vorwartsspannung (I = 10 mA) Ve <15 \
Sperrstrom (Vg =5V) Iy <10 UA
Warmewiderstand Ry a 750 K/W
Empfénger (Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung (Ice = 1,0 mA) Vee =30 \"
Emitter-Basis-Spannung (Vgg = 10 pA) Ves =7
Kollektor-Emitter-Strom (Ve = 10 V) Ie <50 nA
Warmewiderstand Rinia 250 K/W
Optokoppler
Gleichstromubertragungsverhaltnis CTR =50 %
(I =10mA, Vg =10V)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Veesat <04 \
(- =2mA, I =2,0mA)
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SIEMENS

Einfach-Optokoppler 5,3 kV IL 30
fur Standardanwendungen IL 55

Wesentliche Merkmale

@ GaAS-Infrarotdiode und Silizium-Fotodarlington als Empfanger
@ Isolationsprifspannung: 5300 V

® Nennlaststrom: 125 mA

@ kurze Anstiegszeit von 10 ps

@ kurze Abfallzeit von 35 us

® Mindeststromibertragungsverhaltnis: 100 %

@ lange Lebensdauer

@ Standard-DIP-Gehause

@ UL-Prifzeichen (UL-Nr. E52744) R (siehe Seite 38)
Anwendungen:

@ Ersatz von Reed-Relais und Quecksilberrelais

Typ Bestellnummer
IL 30 Q62703-N27-F114
IL 55 Q62703-N29-F114
9,14
* 8,64
E
mm
R
Ll 25
om So
mm
03162 0
02 | L 256k T
0°.15 Rastermafl| [122
‘—6'6———
6.1
10 16 Anode-17 —6-Basis
2 s Kufhode-Zji 5- Kollektor
3 4 nicht belegt-3}f 4- Emitter

Gewicht etwa 0,8 g



IL 30

IL 55

Grenzwerte
Bezeichnung | symbol | werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)
Sperrspannung Wa 3 \
Vorwirtsgleichstrom I 60 mA
Verlustleistung, T, = 25°C Prot 90 mwW
Empféanger (Si-Fotodarlington; je Kanal)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung IL30 | Vego 30 \"

IL 55 55
Emitter-Basis-Sperrspannung Veso 8
Kollektorstrom Ic 125 mA
Verlustleistung, T, = 26°C Pt 210 mwW
Optokoppler
Lagertemperatur Taq —-55...+125 °C
Betriebstemperatur Top —-55...+100
Lottemperatur (t = 10 s) T, 260
Gesamtverlustleistung, T, = 25°C P 250 mwW
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IL 30

IL 55
Kennwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung —’ Symbol | Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)
DurchlaBspannung (Iz = 20 mA) |74 1,25 (<1,5) \
Sperrstrom (V= 3,0V) I 0,1(<10) pA
Kapazitat (Vz = 0) Co 50 pF
Warmewiderstand Rina 100 K/W
Empfénger (Si-Fotodarlington)
Kollektor-Emitter-Spannung IL30 | Ve =30 Vv
(Ie =100 pA, I = 0) IL 55 =55
Kollektor-Emitter-Strom (Ve = 10V, Iz = 0) Iee 1,0 (<100) nA
Kapazitat Kollektor/Emitter (Ve = 10V) Cce 34 pF
Warmewiderstand Rinun 500 K/W
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ve sat 0,9(=<1,0) \"
(I = 50 mA, Iz = 50 mA)
Stromibertragungsverhaltnis CTR 400 (=100) %
(I =10mA, Ve =5V)
Isolationsprifspannung (t=1s) VisoL 5300 Voc
Isolationswiderstand RsoL 102 Q
Isolationskapazitat GsoL 0,5 pF
Warmewiderstand Rinia 300 K/wW
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IL 30
IL 55

DurchlaBstrom der Diode
I =f(%)
mA

160

——

140

]F
120 |

100

80

/
/
60 /]

40

n /

0
09 1.0 11 12 13V

Transistorstrom

ma o =1(Vee)

100 = //IFE 12mA
@ {

T - 10mA

80

3
\\
\\\
_T
(=]
3
>
L

R
o
3
>

40 // -
7~ A 4 // /l.ij
N aaves
/ // ,/ 2mA _|
jZ2o===l
0 20 [N 60 80V
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Transistorausgangsstrom

Ic = f(Vee)
mA
200 T ]SCI) IAI
J- =50 mA 4
180 f | 1/7
p E§ra
160 A 40 mA/_,,
L1
140 A
120 1’4 30mA
/
A
100 4
80 20mA ||
60
40 10mA |
{ [
. 0 T
0020406081012 16 16 18 20V
= Vee
Dunkelstrom
nA fceo=f(Ta)
10 —1
/’
Ieeo
T 103 /
1"
VA
/
102 !/
v
7
/
10' 4
7
' -
100 J 1
0 20 [A\) 60 80 100°C



SIEMENS

SMD-Optokoppler 2,5 kV IL 205 (T), IL 206 (T)
im SOIC-8-Gehause IL 207 (T)

Wesentliche Merkmale
® bestehend aus GaAs-Infrarot-Leuchtdiode und NPN-Silizium-Fototransistor
@ SOIC-8-SMD-Gehause gemaB Industrie-Norm
@ in gegurteter Ausflihrung auf Gurtrolle lieferbar (T-Version)
(nach EIA-Norm RS 481A)
@ Standard-RastermaB: 1,27 mm
@ Isolationsprifspannung: 2500 V
@ Hohe Stromibertragungsverhaltnisse, 3 Gruppen:
IL205: 40- 80%
IL206: 63-125%
IL 207: 100-200 %
@ enge Toleranzen durch Angabe von Minimum- und Maximum-Werten fiir das
Stromibertragungsverhaltnis
@ Hohe Kollektor-Emitter-Spannung Vg, = 70 V
@ UL-Prifzeichen (UL-Nr. E52744; Code-Buchstabe P) R\ (siehe Seite 38)
@ fur alle Anwendungen mit hoher Packungsdichte und begrenzten Platzverhaltnissen

Lotverfahren

® Doppelschwalléten
@ Vapor-Phase-Loéten
® IR-Reflow-Léten

Typ Bestellnummer
IL 205 Q68000-A7834-F114 (o PP
IL 205 T Q68000-A7706-F114 943 o S
IL 206 Q68000-A7835-F114 —
O‘C"‘mm
IL206 T Q68000-A7927-F114 qun S2ISR oo K &l
IL 207 Q68000-A7836-F114 Sl L __-—15—*—‘ i r—t—e
IL207 T Q68000-A7928-F114 =l 27k
6,19
569
396
386"
Pin1 3 8 Anode 1 8 nicht belegt
2 7 Kathode 2 7 Basis
== F06  nicht belegt 3 ‘[2 6 Kollektor
LO (1S nicht belegt & S Emitter

Gewicht etwa 0,4 g
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IL 205 (T), IL 206 (T)

IL 207 (T)
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)
Sperrspannung Va 6,0 \"
Vorwartsgleichstrom I 60 mA
Verlustleistung Pior 90 mwW
Empfénger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 70 \"
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 7
Kollektor-Basis-Sperrspannung Veeo 70
Verlustleistung, 7, = 25°C Piot 150 mw
Optokoppler
Lagertemperatur Taq —-55... +150 °C
Umgebungstemperatur Ta —55...+100
Lottemperatur (f= 10 s) Ts 260
Gesamtverlustleistung, T, = 25°C Piot 250 mwW
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IL 205 (T), IL 206 (T)

IL 207 (T)

Kennwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung Symbol l Werte Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)
DurchlaBspannung (/z = 60 mA) Ve 1,3(<1,5) \
Sperrstrom (Vy =6V) I 0,1 (<100) A
Kapazitat (Vg =0V) Co 100 pF
Warmewiderstand Riua 12,5 K/W
Empfénger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Icg = 100 pA) | Viego =70 \
Emitter-Kollektor-Sperrspannung (g = 100 pA) | Veeo 10(=7)
Kollektor-Emitter-Dunkelstrom Ie 5 (50) nA
(Vee =10V, I =0)
Kollektor-Emitter-Kapazitat (Ve = 0 V) Cee 2 pF
Warmewiderstand Rinia 500 K/W
Optokoppler
Stromubertragungsverhéltnis CTR
(Ir =10 mA, Vg =10V)

IL 205 40...80 %

IL 206 63...125

IL 207 100...200
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ve sat 04 \"
(I =10mA, I, = 2,0 mA)
Koppelkapazitat C 0,5 pF
Isolationsprifspannung (¢ = 1) VisoL 2500 Vac eft
Isolationswiderstand ARisoL 10" Q
Warmewiderstand Ripa 300 K/W
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IL 205 (T), IL 206 (T)

IL 207 (T)
Schaltzeiten (typisch) als Funktion vom Basis- Schaltzeiten (typisch) als Funktion
Emitter-Widerstand (mit Séttigung) vom Lastwiderstand
(Ir=10mA; =100 ms; D =50%) (Ir =10mA; 7=100ms; D = 50%)
t=f(Rgg) t=f(R)
10? 103
us
N
M . c
f ) T Y
y forey/
// 10° A
. A v
Itors 4] 5
10° g
/
/l
S 1
N o 10
T ng masi!
5
|
1435)
10° @ 10° gﬁf{

0
10' 5 10 kQ 10 107" 5 10° 5 10' kQ 107
— =R —= R

BE

Ausgangskennlinien (typisch) Vorwirtsspannung (typisch)
(Normiert bei: der Diode
I =10 mA; Vg = 10V; Ty = 25°C) Ve = f(Ip)
Igre = f(Vece)
10' 1.4 T
5 v ' ‘ ‘i /‘
I y
Icrel VF 1,3 1 f
Ig=20mA i A
| Vg
"1 - o A
10° P Wi 12 i /
ya HH ' AT /
5 y/4 SmAT] b 7 // ) /
’/ 11 //’/ J M
25° Ci A
/ //’ /
AL/
107 10 1000 C
TmAHH A1 U
b — =22 // d //
09 oz
W J
% A
107 08 /1 - }
1 5 Vo0 10 510 5 100 mA 102

—_— IF
—— VEE
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IL 205 (T), IL 206 (T)
IL 207 (T)

Basisstrom (/cg) (typisch)
als Funktion vom Vorwirtsgleichstrom

(Veg =10V, Ty =25°C)

Icg = f(If)
102
I w ///
8 g A
)4
/
10’
5 /
438
00 &
10° 5 10 mA 102
el
3
Kollektorstrom (typisch)
als Funktion der Temperatur
(Normiert bei:
Ir=10mA; Ve =10V; T = 25°C)
Icrer = 1(Ta)
10 E ;
5
[C ret
I:=20mA
_\v\
10° 1:0 mA |
1
5 5mA
- I~
~
107! e
1mA
S \\\ -
b T
I \‘\
107 @

55 =25 0 25 50  75°C100

—T
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Kollektor-Ermitter-Reststrom (typisch)
als Funktion der Temperatur

Iceo=1(Ta)
nA
Ieo
5
102
5 17/
Vee =50 V—lf)
CE 3, v ‘://
o 10 VZ,//
7/
5 7/
/4
Z
10° /
-20 0 20 40 60 80 °C 100
—
Kollektorstrom als Funktion
vom Vorwirtsgleichstrom
(Normiert bei:
It =10mA; Vg =10V; T, =25°C)
ICrel = f(If)
10"
F
5
Icrel
100
5
107 ,,/
Z —
5 £ -
—
1072 LD @
10° 5 0" mA
— ]F
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SIEMENS

SMD-Optokoppler 2,5 kV IL 211 (T), IL 212 (T)
im SOIC-8-Gehéduse IL 213 (T)

Wesentliche Merkmale
@ bestehend aus GaAs-Infrarot-Leuchtdiode und NPN-Silizium-Fototransistor
@ SOIC-8-SMD-Gehéause gemaB Industrie-Norm
@ in gegurteter Ausfuhrung auf Gurtrolle lieferbar (T-Version,
nach EIA-Norm RS 481A)
@ Standard-RastermaB: 1,27 mm
@ Isolationspriifspannung: 25600 V
@ 20%, 50% und 100% Mindeststromlbertragungsverhaltnis, Ir = 10 mA
@ Elektrische Daten wie bei Standard-6-Pin-Koppler
@ UL-Prifzeichen (UL-Nr. E52744; Code-Buchstabe P) T\ (siehe Seite 38)
@ fur alle Anwendungen mit hoher Packungsdichte und begrenzten Platzverhaltnissen

Lotverfahren

@ Doppelschwalléten
@ Vapor-Phase-L6ten
@ |IR-Reflow-Léten

Typ Bestellnummer
IL 211 Q68000-A7837-F114
L2117 Q68000-A8251-F114
400 7 e
IL212 Q68000-A7838-F114 g:gg* ,‘:gg
IL212T Q68000-A8252-F114 3
IL213 QB8000-A7839-F114 —n E‘é{gg e
IL213T Q68000-A8253-F114 S'S"J}:J/ ] S
27k
849
’.:3.96,_
- 386
Pty 5 Anode 1 B 8 nicht belegt

2] 07 Kathode 2 7 Basis

3 16  nicht belegt 3 QE 6 Kollektor

b S nicht belegt & 5 Emitter

Gewicht etwa 0,4 g
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IL 211 (T), IL 212 (T)

IL 213 (T)
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)
Sperrspannung Wa 6,0 \"
Vorwartsgleichstrom I 60 mA
Verlustleistung, T,= 25°C Piot 90 mwW
Empféanger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo >30 Vv
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veeo 7
Kollektor-Basis-Sperrspannung Vego 70
Verlustleistung, T,= 25°C Piot 150 mwW
Optokoppler
Lagertemperatur Tito —55... +150 °C
Umgebungstemperatur Ta -55...+100
Léttemperatur (= 10 s) Ts 260
Gesamtverlustleistung, T,= 25°C Piot 250 mw
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IL 211 (T), IL 212 (T)

IL 213 (T)

Kennwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)
DurchlaBspannung (I = 10 mA) Ve 1,3(<1,) \Y
Sperrstrom (Vg =6V) I 0,1 (<100) pA
Kapazitat (Vg = 0V) Co 100 pF
Waérmewiderstand Rinia 12,5 K/wW
Empféanger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo =30 \"
(e = 1pA)
Emitter-Kollektor-Sperrspannung ( Iz = 10 pA) Veco 10 (=7)
Kollektor-Emitter-Dunkelstrom Ioeo 5(=<50) nA
(Vee =10V, I =0)
Kollektor-Emitter-Kapazitat (Ve = 0 V) Cce 2 pF
Warmewiderstand Rina 500 KIW
Optokoppler
Stromibertragungsverhéltnis CTR
(I =10mA, Ve = 10V)

IL 211 50 (=20) %

IL212 80 (=50)

IL213 130 (= 110)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ve sat 0,4 \"
(I = 10mA, I = 2,0 mA)
Koppelkapazitat C 05 pF
Isolationsprifspannung (= 1s) VisoL 2500 Vac et
Isolationswiderstand RisoL 10" Q
Warmewiderstand Rinua 300 K/W
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IL 211 (T), IL 212 (T)
IL 213 (T)

10"

10°

10" 5

10'

Lo

rel

10°

107"

1072

Schaltzeiten (typisch) als Funktion vom Basis-
Emitter-Widerstand (mit Sattigung)

(I =10mA; t=100ms; D =50%)

t=f(Agg)

I

10? kQ 10}

RBE

Ausgangskennlinien (typisch)
(Normiert bei:

I =10mA; Vg =10V; T, =25°C)
Igrer = f(Vce)

T
T T
1 T

T
T T

\\ h\\

1436)
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Schaltzeiten (typisch) als Funktion vom
Lastwiderstand
(I =10mA; t=100ms; D = 50%)

t=f(R)
103 o
us i
5 A
/]
forey/
/
102 //
ll
5
il
/l/ " i
| |
10' /
. g o
o)
10° )
107" 5 100 5 10' kQ 102

- R

Vorwirtsspannung (typisch) der Diode
Ve=1f(l)

1,1.{ m J
v |
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13 f
/
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IL 211 (T), IL 212 (T)
IL 213 (T)

Basisstrom (/cg) (typisch)
als Funktion vom Vorwirtsgleichstrom
(Vg =10V; TR =25°C)

Icg = f(If)
102 —
i
HA - yd
Is ¢ 4
)4
/
! /
10
5
//
i
1
e
10
10° 5 10 mA 10
- I
Kollektorstrom (typisch)
als Funktion der Temperatur
(Normiert bei:
Ir =10mA; Vg = 10V; Tp = 25°C)
Icrer = f(Ta)
L=
g Tt -
Ic rel |
| Ir=20mA
| o —
10° 10 mA
1
5 5 mA —
N
107
1mA
E ——— i ——
_ N
~N
107

55 -25 0 25 50  75°C100

-———»TA
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Kollektor-Ermitter-Reststrom (typisch)
als Funktion der Temperatur

Iceo = f(Ta)
nA
10°
Ieo
5
102
s F—
Ve =50V ///
3|0V
0 0V
[ —— 177
/74
7/
A
" 7
-20 0 20 40 60  80°C100
—
Kollel om als F
vom Vorwiirtsgleichstrom
(Normiert bei:
Ir=10mA; Vg =10V, T, =25°C)
lCrel =f(Ip)
10"
5
]crel
10°
5
T
10" ,/
7
5 1
)
100 5 10’ mA
—— [F
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SIEMENS

SMD-Optokoppler 2,5 kV IL 215 (T), IL 216 (T)
im SOIC-8-Gehause IL 217 (T)

Wesentliche Merkmale

@ bestehend aus GaAs-Infrarot-Leuchtdiode und NPN-Silizium-Fototransistor

@ SOIC-8-SMD-Gehause gemaB Industrie-Norm

@ in gegurteter Ausflihrung auf Gurtrolle lieferbar (T-Version,
nach EIA-Norm RS 481A)

@ Standard-RastermaB: 1,27 mm

@ Isolationsprifspannung: 2500 V

@ niedriger Eingangsstrom (CTR bei 1 mA)

® 20%, 50% und 100 % Mindeststromubertragungsverhaltnis Ir = 1 mA

@ Elektrische Daten wie bei Standard-6-Pin-Koppler

@ UL-Priifzeichen (UL-Nr. E52744; Code-Buchstabe P) R (siehe Seite 38)

@ fur alle Anwendungen mit hoher Verpackungsdichte und begrenzten Platzverhaltnissen

@ geeignet fir Anwendungen, die niedrigen Stromverbrauch erfordern, z. B. CMOS-
Mikroprozessoren

Loétverfahren

@ Doppelschalléten
@ Vapor-Phase-Loten
® IR-Reflow-Loten

Typ Bestellnummer
IL215 Q68000-A7840-F114
IL215T Q68000-A7929-F114 g, AP
IL 216 Q68000-A7841-F114 g.,gg_. ,‘:gg
IL216 T Q68000-A7930-F114 / ﬁ
IL217 Q68000-A7842-F114 i - :,?-‘ﬁ.g oo
IL217 T Q68000-A7931-F114 selJbl—J S
27k
860
=336
Pin ) 8 Anode 1 j 8 nicht belegt
2 Fno7 Kathode 2 7 Basis
3 6 nicht belegt 3 R 6 Kollektor
[ 15 nicht belegt & S Emitter

Gewicht etwa 0,4 g
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IL 215 (T), IL 216 (T)

IL 217 (T)
Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung Va 6,0 \"
Vorwirtsgleichstrom I 60 mA
Verlustleistung, T,= 25°C Piot 90 mw
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo =30 \"
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 7
Kollektor-Basis-Sperrspannung Veeo 70

Verlustleistung, T,= 25°C Piot 150 mw
Optokoppler

Lagertemperatur Tag -55...+150 °C
Umgebungstemperatur Ta —-55...+100

Loéttemperatur (t=10s) Ts 260

Gesamtverlustleistung, T,= 25°C Pt 250 mw
Siemens Aktiengesellschaft 103



IL 215 (T), IL 216 (T)

IL 217 (T)

Kennwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)
DurchlaBspannung (Iz = 1 mA) Ve <13 \'
Sperrstrom (V3 =6V) Iy 0,1 (<100) LA
Kapazitat (Vg =0 V) Co 100 pF
Warmewiderstand Rinun 12,5 K/W
Empfénger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Ice = 1 mA) | Ve =30 \
Emitter-Kollektor-Sperrspannung (e = 10 pA) | Vego 10(=7)
Kollektor-Emitter-Dunkelstrom Ieeo 5 (=<50) nA
(Ve =5V, =0)
Kollektor-Emitter-Kapazitat (Ve = 0 V) Cee 2 pF
Warmewiderstand Riun 500 K/W
Optokoppler
Stromubertragungsverhaltnis CTR
(Ir=1mA, Ve =5V)

IL 215 50 (=20) %

IL 216 80 (=50)

IL217 130 (=100)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ve sat 0,4 \"
(Ir =1mA, I; = 0,1 mA)
Koppelkapazitat (0% 0,5 pF
Isolationsprifspannung (= 1) VisoL 2500 Vac eft
Isolationswiderstand RsoL 10" Q
Warmewiderstand Riia 300 K/W
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IL 215 (T), IL 216 (T)
IL 217 (T)

Schaltzeiten (typisch) als Funktion vom Basis-
Emitter-Widerstand (mit Séttigung)
(I =10mA; 7=100ms; D =50%)

t=f(Age)
102
us
F s
7
///
/1
fOFF,/
10’ ad
5 g
£
'73"""~
10° @
10 5 102 Kk 10°
= Rege
Ausgangskennlinien (typisch)
(Normiert bei:
Ir=10mA; Vgg =10V, TR =25°C)
Iorer = £ (Vee)
10
5
Itrel
Ig=20mA
—--\'/——-
oL tT] 0mA
T
5 7 SmAT
//‘
107
1mATTH
b
1433
107
1 5 vV 10
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v

Schaltzeiten (typisch) als Funktion
vom Lastwiderstand
(I =10mA; 7=100ms; D = 50%)

t=f(R)
103
us
5
foF;/
1 4
{
10? | ,/
ll
va
5 /
V’ :
/
/ ]
10" /
5 fon I
L
10
107" 5 10° 5 10 kQ 102

14

13

11

0,9

08

————-—R,_

Vorwirtsspannung (typisch)
der Diode
Ve =f(lp)

5 100 mA 102

—..’IF

10



IL 215 (T), IL 216 (T)
IL 217 (T)

Basisstrom (Icg (typisch) als Funktion vom

Vorwiirtsgleichstrom
(Veg = 10V; Ty = 25°C)
Ics = T(Jf)
102
pA yd
Is y 4
5
//
/
/
10'
5 7
| |
438
10° 5
10 s 10 mA 102

—_—

Kollektorstrom (typisch) als Funktion
der Temperatur

(Normiert bei:

I =10mA; Ve = 10V; T, =25°C)

Icrel = 1(Tp)
10" T =
: T
5 |
IEFEI T —
Ir=20mA
\N
R
5 SmA
— \\
~J
107 = . =
—— T mA T
5 — - —
I \\;
102 | @
-5 -25 0 25 50 75°C 100

—>TA
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Kollektor-Emitter-Reststrom (typisch) als
Funktion der Temperatur

Iceo=1(Ta)
nA
10°
Ieeo
5
107 —
5 v/
Vee =5|ov V//A
BPV
o N/
5 7// ]
/]
/
{ / i -
" 7
-20 0 20 40 60 80 °C100
-
Kollektorstrom als Funktion vom
Vorwiirtsgleichstrom
(Normiert bei:
It =10mA; Vg =10V; T, =25°C)
Iorer = 1 (Jf)
10° = )
= HH :
i
5
rel i
|
10° ——
c B—
—
107 = —
v —]
5 T ~
-
o @)




SIEMENS

SMD-Optokoppler 2,5 kV
im SOIC-8-Gehéuse

IL 221 (T), IL 222 (T)
IL 223 (T)

Wesentliche Merkmale
@ bestehend aus GaAs-Infrarot-Leuchtdiode und NPN-Silizium-Darlington-Fototransistor
@ SOIC-8-SMD-Gehause gemaB Industrie-Norm
@ in gegurteter Ausfihrung auf Gurtrolle lieferbar (T-Version,
nach EIA-Norm RS 481A)
@ Standard-RastermaB: 1,27 mm
@ Isolationsprifspannung: 2500 V
@ niedriger Eingangsstrom (CTR bei 1 mA)
@ Hohe Mindeststromibertragungsverhaltnis Ir = 1 mA
IL221 100%
IL222 200%
IL223 500%
@ Elektrische Daten wie bei Standard-6-Pin-Koppler
@ UL-Prifzeichen (UL-Nr. E52744; Code-Buchstabe P) A\ (siehe Seite 38)
@ fur alle Anwendungen mit hoher Packungsdichte und begrenzten Platzverhéltnissen
@ geeignet fiir Anwendungen, die niedrigen Stromverbrauch erfordern, z. B. CMOS-
Mikroprozessoren

Lotverfahren

@ Doppelschwalléten
@ Vapor-Phase-Léten
® IR-Reflow-Léten

Typ Bestellnummer 20
o3 oA\ 493
IL 221 Q68000-A7843-F114 033 (83—
L2217 Q68000-A8254-F114 ]
oo
IL 222 Q68000-A7844-F114 Qo 534‘&5- <
L2227 Q68000-A8255-F114 e r— _XL_'_Q s
IL 223 Q68000-A7845-F114 +h,z7|$
IL223 T Q68000-A8256-F114
6,19
5,69
<396
386
Pin1 .
1 8 Anode 1 :} 8 nicht belegt
2 07 Kathode 2 « 7 Basis
3 06 nicht belegt 3 ‘Q 6 Kollektor
b 115 nicht belegt 4 S Emitter

Gewicht etwa 0,4 g
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IL 221 (T), IL 222 (T)

IL 223 (T)
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)
Sperrspannung W 6,0 \"
Vorwartsgleichstrom I 60 mA
Verlustleistung, T,= 25°C Piot 90 mw
Empfénger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 30 \
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 5
Verlustleistung, T,= 25°C P 210 mwW
Optokoppler
Lagertemperatur Tetq —55...+150 °C
Umgebungstemperatur Ta —55... +100
Lottemperatur (i = 10s) Ts 280
Gesamtverlustleistung, T,= 25°C Piot 250 mw
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IL 221 (T), IL 222 (T)

IL 223 (T)

Kennwerte (7, = 25°C)
Bezelchnung Symbol | Werte | Einhelt
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)
DurchlaBspannung (I = 1 mA) Ve <13 \"
Sperrstrom (Vg =6 V) I 0,1 (<100) pA
Kapazitat (Vg =0V, f=1MHz2) Co 100 pF
Warmewiderstand Rirua 12,5 K/W
Empfénger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Ice = 1 mA) | Veeo =30 \"
Emitter-Kollektor-Sperrspannung (e = 10 pA) | Veco =5
Kollektor-Emitter-Dunkelstrom Ieeo <50 nA
(Vee =5V, =0)
Kollektor-Emitter-Kapazitéat (Ve = 0 V) Cee 3,4 pF
Warmewiderstand Rinia 360 K/W
Optokoppler
StromuUbertragungsverhéltnis CTR
(=1mA, Ve =5V)

IL 221 =100 %

IL 222 >200

IL 223 =500
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Vg sat <1 \
(Ir = 1 mA, /e = 0,5 mA)
Koppelkapazitat G 0,5 pF
Isolationsprifspannung (t = 1s) VisoL 2500 Vac eff
Isolationswiderstand RsoL 10" Q
Warmewiderstand Rinua 300 K/W
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IL 221 (T), IL 222 (T)
IL 223 (T)

Koliektor-Emitter-Strom als Funktion
vom Vorwartsgleichstrom (typisch)
(Vce =10V; TA =25°C)
Icg = f(Ip)

10°

mA

10

N

(1504

0
10" 5 100 5 10’

— [

10

mA 102

Basiskoppelfaktor (normiert) als Funktion
vom Vorwirtsgleichstrom (typisch)
(Normiert bei:

Ir=1mA; Vg =10V; T, =25°C)
CTRcg normiert = f(Ig)

(TR

normiert

144, I

L[]
107! 5 10° 5 100 mA 107

——-—]’F
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Kollektor-Basis-Strom als Funktion
vom Vorwiértsgleichstrom (typisch)

Icg = f([)
102 e
A i
Ig il
/4
10'
/
P TA=—20°C I
25°C '/ |
0
10 70°C
11
7
/
505
10'1 w
10! 10° 10" mA 102
——— IF
Kollektor-Basis-Strom (normiert) als Funktion
vom Vorwaértsgleichstrom (typisch)
(Normiert bei:
Ir=1mA; Vog =10V; Ty =25°C)
Icg normiert = f(I¢)
10° ——
Ica I
normiert T M
2
10 3
7 nas
H/
_.}01 l:"
= 7,=-20°C
— 25°C
70°C
10°
—
L Te
10" il |
107" 10° 10" mA 102
—_— - IF
110



IL 221 (T), IL 222 (T)
IL 223 (T)

Kollektor-Emitter-Koppeltaktor als
Funktion vom Vorwirtsgleichstrom
(typisch)

(Vg =10V)

CTRcg = f(If)

>
"
!
N
=3
°
a)
v

500

Maximale Impulsbelastbarkeit
Tastgrad D = Parameter, T, =25°C
Ir=1(t)

10*

5

0005
0,01

002

"

[0,05

- b f,
L 7 I
10! l I T

s 0° 0t 0 0?0 s w0
——-fp
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CTRg

m

010

0/0

005

0
1

14
13
12

11

0.9
08

07

Kollektor-Basis-Koppelfaktor als
Funktion vom Vorwirtsgleichstrom

(typisch)
CTRcg = f(Ip)

X
/AN T L
/ / 25°C
/ / so°C 1l
A A 70°¢

0 5 100 5 10" mA 10?

———— IF

Vorwiirtsspannung als Funktion
vom Vorwirtsgleichstrom (typisch)

Ve="f(k)
A
//
i
T Ta= -55°C T
1 ,//
L1 /
A /1
25°C
Pt //
LT | ] 100°cC
v
‘IL-L

10" 5 10° 5 10' mA 102



IL 221 (T), IL 222 (T)
IL 223 (T)

Koppelfaktor (normiert) als Funktion
vom Vorwartsgleichstrom

(Normiert bei:

I=1mA; Vg =5V; TA=25°C)
CTRce normiert = f(Ig)

normiert |

(TRee | 1
T

Siemens Aktiengesellschaft
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SIEMENS

Einfach-Optokoppler 5,3 kV
fur Standardanwendungen

IL 250
H11AA1

Wesentliche Merkmale
@ Zwei GaAs-IR-Dioden als Sender und NPN-Silizium-Fototransistor
@ Wechselstrom-Eingang/Transistorausgang
@ Mindeststromiibertragungsverhaltnis
IL 250: 50%
IL 250: Stromubertragungssymmetrie 1:2
H11AA1: 20%
@ H11AA1: Stromibertragungssymmetrie 1:3
@ Dual-in-line — Gehause nach Industrienorm
@ UL-Prifzeichen (UL-Nr. E52744) W (siehe Seite 38)
@ VDE-Giitezeichen 0883/6.80, 0804/1.83 € (siehe Seite 38)

Anwendungen -
@ Zur Erfassung bzw. Uberwachung von Wechselstromsignalen

Typ Bestelinummer
IL 250 Q62703-N80-F114
H11AA1 Q68000-A7811-F114

9,14
{ 8.64
R
mm
Ae
o= 2h
oo
0,5
0,4
=256 132
0°.15° RastermaB| [1'22
__2:‘15_.
10 16 Anode/Kathode-1 6-Basis
2 []5 Kufhode/Anode-ZMZ 5- Kollektor
3] 4 nicht belegt-3F 4- Emitter

Gewicht etwa 0,4 g
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IL 250
H11 AA 1

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Jﬂnhelt

Sender (GaAs-LED)

Vorwirtsgleichstrom I 100 mA

Sperrspannung A 3,0 \

Verlustleistung 7,= 25°C Piot 200 mwW

Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 30 \

Emitter-Basis-Sperrspannung Vero 5

Kollektor-Basis-Sperrspannung Vero 70

Verlustleistung 7, = 25°C Piot 200 mw

Optokoppler

Lagertemperatur Tag -55... +150 °C

Betriebstemperatur Top -55...+100

Loéttemperatur (= 10s) Ts 260

Kriechstrecke >8 mm

Luftstrecke =7

Kriechstromfestigkeit (gemas VDE 0303) CTl 175 -

VDE-Isolationsprifspannung VisoL 3750 Vacett

(gemaB DIN 57883(6.80) 5300 Ve

UL-Isolationsprifspannung (PK) (= 1s) VisoL 5300 Vac eft
7500 Voc

Gesamtverlustleistung T,= 25°C Pior 250 mwW
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IL 250

H11 AA 1

Kennwerte (7, = 25°C, wenn nicht anders angegeben)
Bezeichnung Symbol | Werte Einheit
Sender (GaAs-LED)
Vorwértsspannung (Ir = £ 10 mA) Ve 1,2(<15) \
Warmewiderstand Rina 385 K/W
Empfiinger (Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung (I = 1 mA) Vee 50 (=30) v
Emitter-Kollektor-Spannung (I = 100 pA) Vee 10 (=7)
Kollektor-Basis-Spannung (I = 10 pA) Ves 90 (=70)
Kollektor-Emitter-Reststrom IL 250 Ieeo 5(=< 50) nA
(Vee =10V) H11 AA 1 5(=<100)
Warmewiderstand Riua 385 K/W
Optokoppler
Stromibertragungsverhaltnis IL 250 CTR >50 %
I/ I (I = £10mA, Ve =10V)  H 11 AA1 =20
E;iiéktor—Emitter-Séttigungsspannung VcEsat <04 \
(I = £16 mA, I = 2 mA)
Stromubertragungssymmetrie bei -
+10 mA IL 250 1,0(=0,5; <2,0)
—10mA H11 AA1 1,0(=0,33; <3,0)
Isolationsprifspannung (t=1s) VisoL 5300 Vac eff

7500 Voe
Warmewiderstand Riin 300 K/W
Siemens Aktiengesellschaft 115



IL 250
H 11 AA1

Eingangskennlinien

Ir=f(%)
60
mA
L o
20
0
-20
-40
I &)
-20 -1,0 0 10 VvV 20
o — VF
Transistorkennlinien I = f (V)
10
fo] -
mA ,AV Ig=25pA
I /
8 /1
/ 20pA
7 / — =T
/
s A7
15SpA
5
b 10pA]
3
1
2 SpA-
:

0
01 2 3 LS 6 78 V10

W
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Ausgangskennlinien
(Normiert bei: Vog = 10V; I = 10 mA)

Ic = f(Vce)

1
© [;=50mA
mA -

IE 7 Z?m‘A”ﬁ
10° 10mA ==
5 5.0mAT]

]
107 2,0mA 34—
5 10mAT—]
/ |
1072 |5 05mA-]
5 H F =
1 T
| _==10,2mA ||
= g
5 5 0imA ]
. s
10 Ll

102 5107 510° 510" S510% V103

%

Kollektor-Emitter-Reststrom (typisch) des
Transistors
Ioeo = f(Ta)

1075

Teeo 107
S

T

107 /
5

l
N

-
N
11

L
N

WL

[T
N

1537

50 -25 0 25 50 75°C 100

—
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IL 250
H11 AA 1

Symmetriekennlinien
(Normiert bei: Vog = 10V)
Ic = f(Veg)
10’
mA
I
100 I=110mA| |
5 F e =110mA |1 3
107
5
102
5
Il j
1538
RN EmTEmTEE!

102 5107 510° 510" V102

— W
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SIEMENS

SMD-Optokoppler 2,5 kV IL 256 (T)
im SOIC-8-Gehause

Vorléufige Daten

Wesentliche Merkmale

@ bestehend aus 2 Infrarotsendern in Gegenparallelschaltung und einem
NPN-Silizium-Fototransistor als Empfanger

@ SOIC-8-SMD-Gehause gemaB Industrie-Norm

@ in gegurteter Ausfuhrung auf Gurtrolle lieferbar (T-Version,
nach EIA-Norm RS 481A)

@ Standard-RastermaB: 1,27 mm

@ Wechselstromeingang/Transistorausgang

@ symmetrisches Stromubertragungsverhaltnis von 2:1 max.

@ Fernmeldetechnik

@ Erkennen bzw. Ubertragen von AC-Signalen

Lotverfahren

® Doppelschwalléten
@ Vapor-Phase-L6ten
® IR-Reflow-Loten

Typ Bestellnummer
IL 256 Q68000-A7846-F114
IL256 T Q68000-A8372-F114
10
ou3 1o T 1,93
033 4,83
28|

=127l
. 809
! .69 B
-‘—3'96——
3,86
PN s Anode 1 8 nicht belegt

2 o7 Kathode 2 < 7 Basis
3 Fn6 nicht belegt 3 ~ 6 Kollektor
4 S nicht belegt & 5 Emitter

Gewicht etwa 0,4 g
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IL 256 (T)

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol | Werte | Elnhelt

Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung Va 3,0 \
Vorwartsgleichstrom I 60 mA
Verlustleistung, T,= 25°C Piot 90 mwW
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo =30 \"
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 5
Kollektor-Basis-Sperrspannung Veeo 70

Verlustleistung, 7,= 25°C Piot 150 mw
Optokoppler

Lagertemperatur Tyq -55...+150 °C
Umgebungstemperatur Ta —55...+100
Gesamtverlustleistung, T,= 25°C Piot 240 mwW
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IL 256 (T)

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (I = =10 mA) Ve <15 v
Warmewiderstand Riun 12,5 K/W
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung (I = 1 mA) | Vg 50 (=30) \
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 10 (=5)

(Ice = 100 pA)

Kollektor-Basis-Sperrspannung (e = 100 pA) | Vigo 90 (=70)
Kollektor-Emitter-Dunkelstrom Ieeo 5(=<50) nA
(Vee =10V, I =0)

Warmewiderstand Rinun 300 K/W
Optokoppler

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ve sat <04 \
(Ir= =16 mA, I = 2mA)

Stromubertragungsverhaltnis CTR =20 %
(Ir = £10mA, Ve = 10V)

Symmetrie bei + 10 mA 10(205: <20) _
Symmetrie bei — 10 mA

Isolationsprifspannung VisoL 2500 Vac et
Warmewiderstand Rinsn 300 K/W
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IL 256 (T)

Vorwirtsspannung (typisch) der Diode

Ve = £ ()
12
LV
‘ 25ocHH
50°C
750
1 '/5
: 1
/]
A
/
/| /
/
10 d ;’/
/T /
4
;‘T” -~
0509,
09 &

Normierter Koppeltaktor als Funktion
vom Vorwiértsgleichstrom und von der
Temperatur (Normiert bei:
I=10mA; Vg =10V; T, =25°C)
CTRnormiert = f (1)

20
CTR
normiert
1.5
T,= 25°C /
10 sooc T/ 1/
: 70°C {(]] 4
100°C JHZ 71
05 Vi
' /)
P4%%
W/l
Yl -
I” 1648

0
10" 5 100 5 10 mA 102

—
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10*
mA

J A

10°F

10°

CTR

normiert

08

0.6

0.4

0,2
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Zulassige Impulsbelastbarkeit
(Tastgrad D = Parameter, Ty = 25°C)
I =1(t)

0005
0,01 A
002 NN
SIS,
L \‘\\
0,05 N
X SN
02 \\Q\
O'S \\\Q
F DC
L .
o=k |2
I
L | =7l
0t 0 0t 0? 0?0 s 10
=t
Normierter Koppelfaktor
In Sattigung
(Normiert bei:

I =10mA; Vg = 10V; Ty = 25°C)
(Veg(say =04 V)
CTRnormiert = f (If)

IR
//_\\\ \\
//M \Q\ \
ML N
,/ T, = \
25°C
/;/ 50°C
/ 70°C
100°¢C
B
1S
07 5 109 5 10 mA10?



IL 256 (T)

Normierter Kollektor-Basis-Koppelfaktor
(Normiert bei:

Ir=10mA; Vg = 10V; Ty = 25°C)
CTRcB normiert = f(IF)

15
CTR¢g
normiert
/
10 o
Y zd
i
/ L
A A
05 //(}' l = I
g 77 25°C [11]]
A/ 4 500C i
A/ “700¢ Ll
A
olall 100°C L1
0

10" 5 10° 5 10" mA 10°

HFE als Funktion vom Basisstrom
(Vg =04V; T, =25°C)

HFE = f(Ig)
700
HFE !
REL
500 \ \
0 \

200 -

: ®)
100 L1 L] }I )
10° 5 10 5 102 pA 103

— I
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Kollektor-Basis-Strom als
Funktion vom Vorwiértsgleichstrom
Icg = 1(If)

T, = 25°C

NN
-
o
°
~

™N
™

107 5 100 5 10" mA 102

—=

F

Vorwiirtsgleichstrom als Funktion
vom Basisstrom
(Vce =04 V; Ty =25°C)
Ip = f(Ig)
10°
mA
S

Ig

AN

/|

10°
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IL 256 (T)

12

HFE

normiert

1,0

.

0,8

0,6

0,4

103

I
B 402

10

10

107

1072

5

1073

Sieme

Normierter HFE als Funktion vom Basisstrom
und von der Temperatur (typisch)

(Normiert bei:

Ig=10pA; Vg =10V; Ty =25°C)

HFE = f(Ig)

TTT
NHFE =

U 70°C HH1
IL-s0°c
NALL- 25°C
NI\~ 20°c

1453

10° 5 10 5 102 A 103

—_—

Basisstrom als Funktion von der
Basis-Emitter-Spannung
(Ta=25°C)

Ig = f(Vge)

™

—_—

I
I

™

1455

07 Vv 08

— Ve

04 05 0,6
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Normierter, gesittigter HFE als Funktion
vom Basisstrom

(Normiert bei:

HFE=10V; Vgg =10V, Icg = 10 pA;

Tao=25°C)
(Vee (sat) = 0,4V)
HFE = f(Ig)
15
HFE : !
normiert Tn=
in Sattigung 25°C
50°C
- 1
10 20
X 1] 70°C
MU
N
05 x\
N\
N
45
100 5 10 5 102 pA 103
—— ]B
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SIEMENS

Optokoppler mit Fotothyristor 7,5 kV
fur Standardanwendungen

Wesentliche Merkmale

@ GaAs-Infrarotdiode als Sender und Silizium-Fotothyristor als Empfanger
@ Sperrspannung: 400 V

@ Typ. Einschaltstrom: 5,0 mA

@ Basis-Steuerstrom: 20 pA

@ Basis-Steuerspannung: 0,6 V

@ Isolationsprifspannung: 7500 V

@ KollektorstoBstrom: 1,0 A

@ lange Lebensdauer

@ Standard-DIP-Gehause

@ UL-Prufzeichen (UL-Nr. E52744) R (siehe Seite 38)

Anwendungen
@ Thyristor- und Halbleiterrelais
@ bei hohen Sperrspannungen und niedriger Eingangsstromempfindlichkeit

Typ Bestellnummer

IL 400 Q68000-A4376-F114
914
8,64

1
! |
| R
oo
0,5
0,4
2,54
Rastermaf
11O [Th6 Anode—1& 6 - Basis
2q]] ThS  Kathode -2 \\ETX— 5- Anode
3q]] [Tp 4 nicht belegt -3 4 - Kathode

Gewicht etwa 0,6 g
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IL 400

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol LWerte ] Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung A 6,0 \
VorwiértsstoBstrom Iesm 1,0 A
(&, = 100 us, 1% Tastverhéltnis)

Vorwirtsgleichstrom I 60 mA
Verlustleistung, T, = 26°C Piot 100 mw
Empfénger (Si-Fotothyristor)

Kollektorstrom I 100 mA
Kollektorspitzenstrom (¢t = 5 ms) Icsm 1,0 A
Basisspitzenstrom (t = 5 ms) Igsm 200 mA
Basissperrspannung 7 6,0 \
Kollektorspannung (Gleich- bzw. Ve 400
Spitzenwechselspannung)

Verlustleistung, T, = 25°C Piot 200 mw
Optokoppler

Lagertemperatur Tyg —-55...+150 °C
Betriebstemperatur Top —-55...+100
Isolationsprifspannung (f = 1) VisoL 7500 Voc
Gesamtverlustleistung, T, = 25°C Piot 250 mwW
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IL 400

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (Ix = 20 mA) Ve 1,2(<1,5) \"
Sperrspannung (I = 10 pA) A =50

Sperrstrom (V; =5V) Iy <10 pA
Warmewiderstand Riia 950 K/W
Empfénger (Si-Fotothyristor)

DurchlaBleckstrom (Rgx = 27 kQ, I = 0, I 0,2(<20) HA
Vax =400V, T, = 25°C)

Sperrleckstrom (Rgk = 27 kQ, I = 0, I 0,2(=<2,0)

Vax =400V, T, = 25°C)

Pos. Spitzensperrspannung (Rgx = 10 KQ, Vorm =400 \"

Ta = 100°C, I, = 150 pA)

Neg. Spitzensperrspannung (Rgk = 10 KQ, Vaam >400

Ta = 100°C, I, = 150 pA)

Einschaltspannung (I = 100 mA) Vi <12

Haltestrom (Rgx = 27 kQ, Vi = 50 V) Iy <500 HA
Basiszliindspannung Var 0,6 (<1,0) \"
(Rak = 27 kQ, Vix = 100V, A = 10 kQ)

Basiszindstrom Ist 20 (<50) LA
(Rok = 27 kQ, Vix =100V, R_ = 10 kQ)

Warmewiderstand Riun 470 K/W
Optokoppler

Einschaltstrom (Rg = 27 kQ, Vi = 100 V) I+ 50(=05; <10,0) mA
Isolationsprifspannung (t = 1s) VisoL 7500 Voe
Isolationswiderstand (V, = 500 V) Ro 100 GQ
Isolationskapazitat (f = 1 MHz) GsoL <2 pF
Warmewiderstand Rinan 380 K/W
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SIEMENS

Optokoppler/Fototriac 7,5 kV IL 410
mit Nullpunktschalter

Wesentliche Merkmale

@ GaAs-IR-Lumineszenzdiode als Sender und Fototriac als Empfénger

@® MOSFET-Technologie

@ sehr hohe Eingangsempfindlichkeit

@ Spitzensperrspannung Vppy = 600 V

@ sehr hohe Ausgangsstorfestigkeit: Gleich- und Wechselspannungssteilheit,
dv/dt= 10000 V/us

® Empfanger mit Nullpunktschalter

@ sehr niedriger Leckstrom

@ hohe Isolationsprifspannung

@ anti-parallel geschaltete Thyristorausgange

@ Trennung von Niederspannungs-Logik-Schaitungen von 120-V- und 220-V-Wechselspan-
nungsnetz zur Steuerung von Widerstandslasten, induktiven oder kapazitiven Lasten
(einschlieBlich Motoren, Magnetspulen, Hochstrom-Thyristoren oder Triacs und Relais)

@ kleines DIP-6-Gehéause

@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E52774) S\ (siehe Seite 38)

Anwendungen

@ Halbleiterrelais

@ Industriesteuerungen

@ Buro- und Haushaltsgerate

Typ Bestellnummer 8,64
IL 410 Q68000-A8476-F114 ' 178"

RastermaR

10O [[n6 LEDAnode-1 1 6 - Triac Anode 1

2] [Th5 LED Kathode -2 5- (Sr?igt?:l;/?eltbinden)

3] [Tat nicht belegt -3 4~ Triac Anode 2

Nullpunkt-Schaltkreis

Gewicht etwa 0,6 g
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IL 410

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Sender (GaAs-IR-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung bei 100 pA Va =6,0 v

DurchlaBstrom I =60 mA

VorwartsstoBstrom Irsp =15 A

Gesamtverlustleistung Pt =100 mw

Ausgangstreiber (Triac)

Spitzensperrspannung Vorm =600 Vv

Grenzeffektivstrom (T, = 25°C) Ltavs =135 mA

SpitzenstoBstrom (1 Halbwelle = 50 Hz) Lisy =12 A

Gesamtverlustleistung Prot =300 mwW

Optokoppler

Lagertemperatur Ttg -55... +150 °C

Betriebstemperatur Top -55... +100

Loéttemperatur (t=5's) Ts =260

Isolationsprifspannung (t = 1s) VisoL 7500 Voc
5300 Vacett

Gesamtverlustleistung Pt =325 mw
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IL 410

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (LED)

DurchlaBspannung (I = 60 mA) Ve 1,3(<1,5) \
Sperrstrom (V; =6V) I 0,1(=<10) pA
Warmewiderstand (7, = 25°C) Riun 750 K/w
Empfénger (Triac)

Spitzensperrstrom (Vpry = 600 V)" Ioam 10 (<100) HA
Spitzeneinschaltspannung ( Iy = 100 mA)" Iy 1,8(=<30) v
Kritische Spannungssteilheit (Vpgy = 400 V)? dv/dt 10000 V/us
bei 7, = 80°C 2000

Kritische Wechselspannungssteilheit dv/dt 10000

(Vorm = 400 V)2 2000

bei 7, = 80°C

Warmewiderstand (7, = 25°C) Rinua 150 K/W
Optokoppler

LED-(Dioden-)Steuerstrom (Vo = 5V) It 1(<2) mA
Haltestrom I 65 (<200) LA
Nulldurchgang

Fensterspannung (I = I+)® Vi +12 (< +20) \"
Sperrstrom (Vppy = 120 V) Ioame <10 pnA

') Eine Richtung
?) Beide Richtungen
%) Bauelement schaltet nur innerhalb der Fensterspannung
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SIEMENS

Optokoppler/Fototriac 7,5 kV IL 420
ohne Nullpunktschalter

Vorléufige Daten

Wesentliche Merkmale

@ GaAs-Infrarotdiode als Sender und Fototriac als Empfanger

® MOSFET-Technologie

@ hohe Sperrspannung Vg = 600 V

@ hohe Ausgangsstorfestigkeit: Gleich- und Wechselspannungssteilheit,
dv/dt= 10000 V/us

@ hohe Eingangsempfindlichkeit krmay = 2 MA

@ niedriger Leckstrom < 10 pA (typ.)

@ hohe Isolationsprifspannung Viso, = 7500 V¢

® Trennung von Niederspannungs-Logik-Schaltungen von 120-V-, 240-V- und 380-V-Wechsel-
spannungsnetz zur Steuerung von Widerstandslasten, induktiven oder kapazitiven Lasten
(einschlieBlich Motoren, Magnetspulen, Hochstrom-Thyristoren oder Triacs und Relais)

@ kleines DIP-6-Gehause

@ UL-Priifzeichen (File-Nr. E52744) W (siehe Seite 38)

Anwendungen

@ Halbleiterrelais

@ Industriesteuerungen

@ Biro- und Haushaltsgeréite

8,64
Typ Bestellnummer
IL 420 Q68000-A8477-F114 N T
H g
l ‘ 2l o
oo
05
0.4
2,54
Rastermaf

(nicht verbinden)
4 - Triac Anode 1

11O [T96 LED Anode- 1 32\ 6- Triac Anode 2
2¢7] T95 LED Kathode -2 Qé 5. Substrat

3ql [Ta4 nicht belegt -3

Gewicht etwa 0,6 g
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IL 420

Grenzwerte

Bezelichnung | symbol | werte Einheit
Sender (GaAs-IR-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung (bei 10 pA) Va <6,0 "
Vorwartsstrom I <60 mA
VorwartsstoBstrom Iesm <15 A
Gesamtverlustleistung Piot <100 mwW
Empfénger (Triac)

Spitzensperrspannung Vorm <600 \
Grenzeffektivstrom Lgus <300 mA
SpitzenstoBstrom (1 Halbwelle = 50 MHz) Ligm <3 A
Gesamtverlustleistung Prot <500 mwW
Optokoppler

Lagertemperatur Tag —-55... +150 °C
Betriebstemperatur Top —-55...+100

Lottemperatur (t=5s) Ts <260
Isolationsprifspannung (= 1s) VisoL 7500 Voc
Gesamtverlustleistung Piot <525 mw

Siemens Aktiengesellschaft
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IL 420

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-IR-Lumineszenzdiode)
Vorwiértsspannung (I = 60 mA) Ve 1,3(<1,5) \
Sperrstrom (V; =6 V) I 0,1(<10) pA
Wirmewiderstand Rinsa 750 K/w
Empfénger (Triac)
Spitzensperrstrom VisoL 10 (<100) pHA
(Vorm = 600V, T, = 100°C)"
SpitzendurchlaBspannung (I, = 300 mA)" Vim 1,8 (<3,0) \
Kritische Sperrspannungssteilheit? dv/dt V/us
(Vorm = 400 V) 10000
(Vorm = 400V, 80°C) 2000
Kritische Wechselspannungssteilheit?) dv/dt
(Vorm = 400 V) 10000
(Vorm = 400V, 80°C) 2000
Warmewiderstand Rinua 150 K/W
Optokoppler
LED-Zundstrom (Vjx =5V) I+ 1(<2) mA
Haltestrom 1 65 (<200) pA
') Eine von beiden Richtungen
?) Beide Richtungen
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SIEMENS

Optokoppler/Fototriac 7,5 kV IL 428
mit Nullpunktschalter (600 V, 2 A)

Vorléufige Daten

Wesentliche Merkmale

@ GaAs-IR-Lumineszenzdiode als Sender und Fotodiode als Empfanger, TRIAC-Schaltung
(ohne Nullpunktdurchgang) integriert

@ Niedriger Triggerstrom Ir <8 mA

@ 600 V Spitzensperrspannung

® Schaltet ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten bis 2 A

@ Geeignet fir 120 V, 230 V und 380 V Netze durch 600 V Spitzensperrspannung

@ Isolationsprifspannung: 7500 V

@ In kleinem SIP-Gehause 20 x 23 x 5 mm

@ Spannungssteilheit dv/d¢: 10.000 V/us

Anwendungen
@ Galvanische Trennung von Steuerkreisen und Lastkreisen
@ Zur Ansteuerung von Motoren, Leistungs-Thyristoren, Triacs, Spulen und Lampen
@ Der niedrige Trigger-Strom von typ. 4 mA erlaubt die direkte Ansteuerung von bis zu
750 Watt Leistungen aus dem Logik-Kreis

Typ Bestelinummer
IL 428 Q68000-A8489-F114
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IL 428

Absolute Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (Zlndkreis)

Sperrspannung Wa 6 \
Vorwirtsgleichstrom I 20 mA
VorwartsstoBstrom Trsm 25 A
Sperrschichttemperatur T 100 °C
Verlustleistung Piot 100 mw
Empfénger (TRIAC)

Spitzensperrspannung Vorm 600 \
Effektiver DurchlaBstrom Laus 2 A
StoBstrom (1 Halbwelle = 50 Hz) Irsm 30

Sperrschichttemperatur T 100 °C
Verlustleistung Prot 4 w
Optokoppler

Lagertemperatur Teto -55... +150 °C
Betriebstemperatur Top —20...+100

Léttemperatur Ts 260

(max. 5 s, Tauchlétung:

Abstand zum Gehause =0,5 mm)

Isolationspriifspannung VisoL 7500 Voc
zwischen Sender und Empfanger 5300 Viac eff
(t=15s)
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SIEMENS

Zweifach-Optokoppler 6,0 kV ILCT6

Wesentliche Merkmale
@ GaAs-Lumineszenzdiode und Silizium-Planar-Fototransistor
@ Isolationsprufspannung: 6000 V
@ Zwei isolierte Kanale in einem DIP-Geh&use
— Geringer Platzbedarf (Platine)
— Weniger AnschluB- und Teileanzahl
— Bessere Anpassung des Kanal-zu-Kanal-Stromiibertragungsverhéltnisses
@ Stromuibertragungsverhaltnis > 20%
@ DIP-8-Kunststoff-Steckgehause
@ UL-Prifzeichen (UL-Nr. E52744) R (siehe Seite 38)

Typ Bestellnummer
ILCT6 Q62703-N48-F114

o1
mm
R
@~ 25
oo
03 762 0,5
02 0.4
0°.15° Rastermaf } g%
e
6,6
-_6,1_—
1 8 Anode 1 -1 } \C 8 - Emitter 1
20 7  Kathode1-2 NN 7 - Koltektor 1
30 6 Kafhode2-3§ \K: 6-Kollektor 2
& 15 Anode 2 -4 N S-Emitter 2

Gewicht etwa 0,7 g
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ILCT6

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung A 5 \"
Vorwartsgleichstrom I 60 mA
VorwartsstoBstrom (£, <10 us) y 3 A
Verlustleistung ®) Pt 100 mw
Empféanger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 30 (<65) Vv
Kollektorstrom I 30 mA
Verlustleistung *) Prot 150 mw
Optokoppler

Lagertemperatur Tq —-55...+1560 °C
Umgebungstemperatur Ta —-55...+100

Lottemperatur (max. 10's) ') Ts 260

Isolationsprifspannung ?) VisoL 6000 Voc
zwischen Sender und Empfanger,

bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014

Verlustleistung (Diode und Transistor) °) Piot 400 mwW
Isolationswiderstand (V, = 500 V) RsoL 10" Q
mg: Eintauchtiefe <36 mm

?) Prifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78

%) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 1,3 mW/°C

*) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 2,0 mW/°C

®) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 5,33 mW/°C
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ILCT 6

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol | Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (I = 20 mA) Ve 1,25 (<1,5) \
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Ver 5

Sperrstrom (V; =3V) Iy 0,001 (<10) HA
Kapazitéat (V; = 0V; f=1MHz) Co 100 pF
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kapazitat (Vee = O V; f= 1 MHz) | e |8 pF
Optokoppler

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Veesat 04 \"
(I =16 mA; I, = 2 mA)

Koppelkapazitéat G 0,5 pF
Kapazitat zwischen den Kanaien Ce 04
Stromibertragungsverhaitnis I/ I =20 %
(I =10mA; Ve = 10V)

Kollektor-Emitter-Reststrom Igo 1,0 (<100) nA
(Ve =10V)
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ILCT6

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 36)

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

% R.=100Q

o—_ ; Vee= 10V
=D
o—{ 31—
Lastwiderstand AR, 100 Q
Anstiegszeit A 24 us
Abfallzeit k 24 us
Grenzfrequenz A 150 kHz
Schalterbetrieb (mit Sattigung)
+SV
2,0kQ

TTL - Pegel werden TTL
eingehalten, nicht
jedoch TTL-Schalt-
zeiten
Lastwiderstand R, 2 kQ
Einschaltzeit') Lein 5 us
Ausschaltzeit?) s 25 us

"Yvon 5V auf 08V
2) von der Sittigung bis 2 V
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ILCT6

Ausgangskennlinien
Ic = f(Vce)
(CTR = I/ I = 50%, I = 10 mA)

mA
50 iy '
I F. )
40 = [ =60 mA
T pd |
// //' SOmA
) |
L Liom?
20 ,/ p— 30mA——
i l
|— 20mA
10 H | -
|
10mA |
|
0 I

0 10 20 30 L0 EAY

VC £

Stromiibertragungsverhéitnis (CTR)
Ic/ I = f ()
% (Vege =5V, Ta=25°C)

120 —
1./ Fﬁj‘ \ ] \
Vol LU \
| (R=Jc /I = 100%
T i \|
80
[ | 3w
60 AR
| / 60%
- 4
B 40%
40 )
— ‘ 7
| V7 /Y /J"" )
20 - e 20%
)
it
0 [
107 10° 10’ 102mA
___—[
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Sattigungsspannung
VCE sat = f(Ip)

Stromiibertragungsverhijtnis (CTR)
Ic/Ie = f(Tp)
o, (Vo =10V, I =10 mA)

130 ——

T O]
I /I N\\ | I Lo

NG CTR (hoch)
110 —

,*A,A___J_v_dﬁ§_.a —

90 - Y
/ CTR (niedrig)

70
//

I Ic
——

50 -

‘SQC*

30 - CTR=1 /I;

P Sy S B i

@]

] 1

20 40 60 80 100°C

10
-60 -40 -20 0

—"h
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ILCT®6

DurchlaBspannung Isolationsleckstrom
Ve =f(I) Iogo = F(Ta)
\ A
14 y 10° =
y b ===
F Ieeo 74
13 L TV =70V
i 0" =230 ;
1 g A = Jl Il i
Taz:35°% pd 10V ST /711_
12 A v I 7
/T /‘ / 107 />>\>/ |
" va > 4 > 4
L7 425 °C V] /k S
1.1 . /A A
L’ ) //// // // T
( f ,41’ 105 - /(,/,'/ =
10 | / >
+100 °C I
A L
) i 9
A 10 -
0.9 # ’LJF“ — =
1 | i e —— ".‘_:‘:
0.8 | REE | ||IM 107 T L
10" 10° 10 102 mA 20 40 60 80 100°C
*———bIF ——]A
Schaltzeiten
t =f(I)
ps
20
[ \\ B i
18
t \\
16 N | RL = 1KQ
16— i
|
12—Vy= 1ov [ T
10 '
8
6
4 1 t -
N Ro=1002 L)
L amaniim— i
~ -H
0 I | l l LI
10" 5 100 5 10" mA
-y
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SIEMENS

Zweifach-Optokoppler 5,3 kV ILD1,ILD 2
ILD5,ILD 74

Wesentliche Merkmale
@ GaAs-IR-LED als Sender und Silizium-NPN-Fototransistor als Empfanger
@ ILD 1, ILD 74: 7400-Serie TTL-kompatibel
@ Isolationsprifspannung: 5300 V
® Koppelkapazitat: 0,5 pF
@ Mindeststromiibertragungsverhaltnis:
-ILD 1: 20%
—ILD 2: 100%
—ILD 5: 50%
—ILD 74: 12,5% (nicht far Neuentwicklung)
@ ILD 2: Hohe Kollektor-Emitter-Spannung: 70 V
@ Dual-in-line-Gehause nach Industriestandard
@ Zwei isolierte Kanale in einem DIP-Gehause
— geringer Platzbedarf (Platine)
® UL-Prifzeichen (UL-Nr. E52744) W (siehe Seite 38)
@ VDE-Bestitigung (ILD 1, ILD 2, ILD 5) 0883/ 6.80, 0804/ 1.83 € (siehe Seite 38)

Anwendungen

ILD 1, ILD 2, ILD 5:

@ Ansteuern von mittelschneller Logik (Ausschalten von stérenden Erdschleifen- und Rausch-
problemen)

@ Ersetzen Relais und Transformer in digitalen sowie analogen Anwendungen, wie z. B. Modu-
lation von Kathodenstrahlréhren

Typ Bestellnummer
ILD 1 Q68000-A5972-F114
ILD 2 Q68000-A4357-F114
ILD 5 Q68000-A8024-F111
ILD 74 Q68000-A5973-F114
-2 Slo}e- He—
Rastermafl }%%
*6'6——
6.1
1 18  Anode1 -1 \( 8- Emitter 1
20 17  Kathode1-2 N 7-Kollektor 1
30 16  Kathode2-3 6 - Kollektor 2
&K,
&[] 15  Anode2 -4 5-Emitter 2

Gewicht etwa 1 g
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ILD 1, ILD 2
ILD 5, ILD 74

Grenzwerte
Bezeichnung | symbol | werte Einheit

Sender (GaAs-LED; je Kanal)

Sperrspannung A 3 Vv
Vorwiértsgleichstrom ILD1,2,5 | L 100 mA
ILD 74 60
Verlustleistung, T, = 25°C P 150 mwW
Empfénger (Si-Fototransistor; je Kanal)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung ILD 1,5 Veeo 30 \%
ILD 2 70
ILD 74 20
Emitter-Kollektor-Sperrspannung ILD 1,2,5 | Vg, 7
Kollektor-Basis-Sperrspannung  ILD 1,2,5 | Vg 70
Verlustleistung, T, = 25°C P 150 mw
Optokoppler
Lagertemperatur Tto —-55... +150 °C
Betriebstemperatur op —-55... +100
Léttemperatur (= 10's) Ts 260
Gesamtverlustleistung, T, = 25°C Pt 400 mwW
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ILD 1, ILD 2
ILD 5, ILD 74

Kennwerte (7, = 25°C, wenn nicht anders angegeben)

Bezelchnung I Symbol I Werte | Einheit

Sender (GaAs-LED)

Vorwartsspannung (I = 60mA) ILD1,2,5 Ve 1,3(=<1)5) \
(I =20mA) ILD74 1,3(<1,5)

Sperrstrom (VL,=380V) ILD1,2,5 | L 0,1(=<10) pA
(V,=380V) ILD74 0,1 (=<100)

Kapazitat (V; = 0) Co 100 pF

Warmewiderstand Ripin 750 K/W

Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Spannung ILD 1 Vee =30 \
(Ice = 1 mA) LD 2,5 =70

ILD 74 =20
Emitter-Kollektor-Spannung
(g = 100 pA) ILD 1 Vec 10(27)
(Ic = 100 pA) ILD 2,5 10(=7)
Kollektor-Emitter-Strom
(Vece=10V, . =0) ILD1,2,5 | Ig 5(<50) nA
(Vee =5V, I =0) ILD 74 5 (<500)
Kollektor-Emitter-Kapazitat ILD 1,5,74 | Ceeo 2 pF
(Vee = 0) ILD 2 20
Stromverstarkung ILD 5 HFE 450 -
(VCE = 5V, IC = 100 ’J.A)
Warmewiderstand Rina 500 K/W
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ILD 1, ILD 2

ILD 5, ILD 74
Kennwerte (7, = 25°C, wenn nicht anders angegeben)
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ice = 1,6 MA, Ir = 16 mA) ILD1,2,5 Vegsat 0,25 (<0,5) v
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ice =2mA, Ir = 16 mA) ILD 74 0,3 (<0,5)
GleichstromUbertragungsverhéltnis
(I =10mA, Vg =10V) ILD 1 CTR 35 (=20) %
(=10mA, V¢ =5V) ILD 2 =100
(I =10mA, Vg =10V) ILD 5 70 (=50)
(I-=16mA, Ve =5V) ILD 74 35 (=12,5)
Koppelkapazitat Cx 0,5 pF
Isolationsprifspannung (f = 1's) VisoL 5300 Voc
Isolationswiderstand RsoL 100 GQ
Warmewiderstand Rinia 190 K/w
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ILD 1, ILD 2
ILD 5, ILD 74

Schaltzeiten (typisch) als Funktion vom

Basis-Emitter-Widerstand (mit Sattigung)

(I =10mA; 7=100 ms; D = 50%)

t=f(Rgg)
10°
us
f s
N
/’/
//
foss/
W
10' a
5
+
\;’JJ‘.‘~
]
i {2

10' 5 10? kQ

RBE

Ausgangskennlinien (typisch)
(Normiert bei:

Ir=10mA; Ve =10V; T, =25°C)
IC rel = f(VCE)

10°

10,
5
lcrel
I =20mA
f—b—“/—-_ l
10° P joma
117
Z 117
s A 50mAH
//
107
10 mATH
5 P
/
pu
1436)
102 g\#
1 5 \
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Schaltzeiten (typisch) als Funktion
vom Lastwiderstand

(Ir =10 mA; 7=100ms; D = 50%)
t=rf(RY)

N
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N
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Vorwiirtssp g (typisch)
der Diode
Ve =f(k)
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ILD 1, ILD 2
ILD 5, ILD 74

Basisstrom (/cg) (typisch) als Funktion
vom Vorwirtsgleichstrom
(Veg =10V, Ty =25°C)

Iog = F )
10?
! HA /!
B g /
7
/
10’
g |
I /(
| /
10 | @_

10° 5 10 mA  10°

—>[F

Kollektorstrom (typisch) als Funktion
der Temperatur

(Normiert bei:

Ie=10mA; Ve =10V, Ty = 25°C)
IC rel = F(Ta)

55 =25 0 25 50  75°C100

—=Ta
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Kollektor-Emitter-Reststrom (typisch)
als Funktion der Temperatur

Iogo = 1(Ta)
nA
10°
Iteo
S
102
5 y// -
Vee =50V—fff
3ov%
I
o 10v-£/
ll;lllll"' —
g $I[II
100 /
-20 0 20 40 60  80°C100
—
Kollektorstrom als Funktion
vom Vorwirtsgleichstrom
(Normiert bei:
It =10mA; Vg = 10V; T, =25°C)
Ic re1 = f(IF)
10"
mA :
5
I |
Erel ]
{ 100
5
107 / E
Il E——
S a —
|
——
[ ‘
10'2 l l i 1 It @
100 5 10" mA
J——— "F
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SIEMENS

Zweifach-Optokoppler 5,3 kV ILD 30
ILD 55

Wesentliche Merkmale

@ GaAs-Infrarotdiode und Silizium-Fotodarlington als Empfanger
@ Isolationsprifspannung: 5300 V

@ Nennlaststrom: 125 mA

@ kurze Anstiegszeit von 10 pus

@ kurze Abfallzeit von 35 us

@ Mindeststromibertragungsverhaltnis: 100 %

@ lange Lebensdauer

@ hohe Packungsdichte

@ Standard-DIP-Gehéuse

@ UL-Prufzeichen (UL-Nr. E52744) W\ (siehe Seite 38)

Anwendungen
@ Ersatz von Reed-Relais und Quecksilberrelais

Typ Bestellnummer
ILD 30 Q68000-A4377-F114
ILD 55 Q68000-A4378-F114

03 762
0.2
0°..15°
6.6
——6’1—-—(
1 18 Anode1 -1jg % ,»18-Emitter1
N

2[] 7 Kathodet-2|F C}LKouemﬂ
30 (16 Kathode2-3 ;&C& 6 - Kollektor 2
L S Anode2 -4 S-Emitter 2

Gewicht etwa 1 g
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ILD 30

ILD 55

Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode; je Kanal)
Sperrspannung W 3 \"
Vorwartsgleichstrom I 50 mA
Verlustleistung, T, = 25°C Piot 75 mw
Empfénger (Si-Fotodarlington; je Kanal)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung  ILD 30 Veeo 30 \"

ILD 55 55
Kollektorstrom I 125 mA
Verlustleistung, T, = 25°C Piot 150 mw
Optokoppler
Lagertemperatur Tetg -55...+125 °C
Betriebstemperatur Top —-55...+100
Léttemperatur (t= 10's) Ts 260
Gesamtverlustleistung, 7, = 256°C Pt 400 mwW
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ILD 30

ILD 55
Kennwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung Symbol I Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)
DurchlaBspannung (- = 20 mA) Ve 1,25 (<1,5) \
Sperrstrom (V; = 3,0V) I 0,1(=<10) pA
Kapazitéat (V; = 0) Co 50 pF
Warmewiderstand Rinia 100 K/W
Empfinger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung ILD30 | Ve 30 \
(Ice =100 pA, I =0) ILD 55 55
Kollektor-Emitter-Strom Ice 1,0 (<100) nA
(Vee =10V, I =0)
Kapazitat Kollektor/Emitter (Ve = 10 V) Cee 34 pF
Wérmewiderstand Rinia 500 K/W
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Vee sat 09(<1,0) \
(I: = 50 mA, Iz = 50 mA)
StromUbertragungsverhéltnis CTR 400 (=100) %
(Ir=10mA, Vg =5V)
Isolationsprifspannung (t= 1s) VisoL 5300 Voc
Isolationswiderstand RsoL 10" Q
Isolationskapazitat GsoL 0,5 pF
Warmewiderstand Rinsa 190 K/W
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ILD 30

ILD 55
DurchlaBstrom der Diode Transistorausgangsstrom
Ie = (V%) Ic = (Vee)
mA A
160 I 200 TT T T T 1)
Ie=50 mA -
| 180 oA
160 I |
I C AT
I [ 160 T 140 mA
120 , //' W
| 140 A
e
100 120 / ELL
/ 28088
80 [ 100 ,’
20mA |
6 / 80 \
60 l
40 T T
0
J L0 1 mA,
20 / : { A
| / 2 0914) ]
0 I / 1 j 0 0 | r
09 1,0 11 1.2 13V 0 020406081012 14 16 18 20V
—V — Ve
Transistorstrom Dunkelstrom
mA Ic = 1(Vee) A Iceo = f(Ta)
100 — 10% . ——
. /L/]F = 12[mA ] : =7
L 7
\ / \ lteo
T 80 -10mA /
103
A
7
60 / 8mA- v
./ { 102 /
6mA | 7
40 / / [ v
// 7 Il
| -4 mA |
oA AN / ;
2 )] . ;
Pl 2mA _| -
= P / |
— — J _1
== w17 hd
0 20 L0 60 80V 0 20 40 60 80 100°C
=V —T,
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SIEMENS

Zweifach-Optokoppler 7,5 kV ILD 250, ILD 251
ILD 252

Wesentliche Merkmale
@ Pro Kanal: Zwei antiparallel geschaltete GaAs-IR-Dioden als Sender und ein NPN-Silizium-
Fototransistor als Empféanger
@ Gute Symmetrie des StromUbertragungsverhaltnisses
@ Mindeststromubertragungsverhaltnis
ILD 250: 50%
ILD 251: 20%
ILD 252: 100 %
@ Eingange: wechselstrom- bzw. polaritdtsunempfindlich
@ Integrierter Schutz gegen Polaritatswechsel am Eingang
@ Dual-in-line — Gehause nach Industrienorm
@ zwei getrennte Kandle in einem DIP-Gehéuse
® UL-Priifzeichen (UL-Nr. E52744) YA\ (siehe Seite 38)

Anwendungen
@ Zur Erfassung bzw. Uberwachung von Wechselstromsignalen

Typ Bestellnummer

ILD 250 Q68000-A8457-F114
ILD 251 Q68000-A8458-F114
ILD 252 Q68000-A8459-F114

i "_‘18,'22‘—’

1 SR o l
~en =i
| ‘ oo
220 |
mm
0,5
254 0,4
e
1,32
Rastermal 122
sl
‘_gﬁ_—
1 8 Anode/Kathode -1 @\ 8 - Emitter
N
2] 37 Kathode/Anode -2 7- Kollektor
3q]| - [P 6 Anode/Kathode -3 @\( 6- Kollektor
4] (55 Kathode/Anode -4 | %= N5 - Emitter

Gewicht etwa 1 g
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ILD 250, ILD 251

ILD 252

Grenzwerte

Bezeichnung

Symbol iWerte

| Einheit

Sender (GaAs-LED; je Kanal)

Vorwartsgleichstrom I 60 mA
Sperrspannung A 3,0 \
Verlustleistung, 7, = 256°C Pt 20 mwW
Empfénger (Si-Fototransistor; je Kanal)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 30 \
Emitter-Basis-Sperrspannung Vego 5
Kollektor-Basis-Sperrspannung Vego 70
Verlustleistung, 7, = 25°C Piot 150 mwW
Optokoppler
Lagertemperatur g —-55... +150 °C
Betriebstemperatur Too —-55... +100
Lottemperatur (¢t = 10 s) Ts 260
Kriechstrecke =8 mm
Luftstrecke =7
Kriechstromfestigkeit (gemas VDE 0303) CTI 175 -
VDE-Isolationspriifspannung VisoL 3750 Vac eft
(geméB DIN 57883/6.80) 5300 Voc
UL-Isolationsprufspannung (PK) (f = 1s) VisoL 5300 Vac eff
7500 b
Gesamtverlustleistung, T, = 25°C P 400 mW
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ILD 250, ILD 251

ILD 252
Kennwerte (7, = 25°C, wenn nicht anders angegeben)
Bezeichnung | Symbol I Werte Einheit
Sender (GaAs-LED)
Vorwartsspannung (I = +10 mA) Ve 1,2(=<1,5) Vv
Warmewiderstand Ripin 830 K/W
Empfénger (Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung (I = 1 mA) Vee 50 (=30) \
Emitter-Kollektor-Spannung (I = 100 pA) Vee 10 (=7)
Kollektor-Basis-Spannung (I; = 10 pA) Ves 90 (=70)
Kollektor-Emitter-Reststrom (Ve = 10 V) Iceo 5 (=<50) nA
Warmewiderstand Rinn 500 K/W
Optokoppler
Stromubertragungsverhaltnis ILD 250 CTR =50 %
(= 210mA, Ve =10V) ILD 251 =20
ILD 252 =100
RolIektor-Emitter-Séttigungsspannung Ve sat <04 \
(I = £16 mA, I; =2 mA)
Stromibertragungssymmetrie bei + 10 mA 1,0(=0,5; <2,0) %
—-10mA
Warmewiderstand Riun 190 K/W
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ILD 250, ILD 251
ILD 252

Eingangskennlinien

I =f(V)
60
mA
I,
F 40
20
0
-20
-40
-60
-20 -1.0 0 10 V 20
—— VF
Transistorkennlinien
Ic = f(Voe)
10
—1"T -
! mA - Ig=25pA
C
8 A o
4 20pA
7 / ]
/P/‘
6 /
/ 15pA
5
b 10uAT
3 Y
/
2 SuA-
1
(1539

0
01 2 3 45 6 78 V10

Ve
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Ausgangskennlinien
(Normiert bei: Vog = 10V; Iz = 10 mA)

, Ic = f(Vee)

10 J=50mA
mA o
I 7 2mA
10° 10mA ==
5 5.0mAT]
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Kollektor-Emitter-Reststrom (typisch)
des Transistors
Iceo=f(Th)
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ILD 250, ILD 251
ILD 252

Symmetriekennlinien
(Normiert bei: Vog =10V)
Ic = f(Vce)

10’
mA

T 100 I.=110mA|

T

5 I =110mA| ]

10" I

102

AN RMTEmMTEES!

102 510" 5100 510" V102

—=

CE
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SIEMENS

Zweifach-Optokoppler 2,8 kV
fiir hohe Anforderungen

Wesentliche Merkmale

@ GaAs-Lumineszenzdiode
und Silizium-Fototransistor

@ Hohe Koppelfaktoren
bei 10 mA: 40...200%
bei 1TmA:13... 70%

@ Kurze Schaltzeiten

@ Geringe Degradation des
Koppelfaktors, siehe Diagramm
I/ I = f(t)

® 100% Burn-in bei I. = 50 mA;
Ta=25°C;t=24h

® Zwei SFH-610-Typen in einem DIP-Gehéuse

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und
Bezugsspannung nicht Gberschreiten.

Typ Bestellnummer
ILD 610-1 Q68000-A4467-F114

ILD 610
(TRIOS®)"

DIP-8-Kunststoff-Steckgehause
Feldeffektstabil durch TRIOS®
Temperaturstabil

Gute Linearitat des Koppelfaktors

in Abhéngigkeit vom FluBstrom

Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Vego =70V

Geringe Sattigungsspannung

Geringe Koppelkapazitéat

Hohe Gleichtaktstorfestigkeit

Ausgang des Optokopplers darf auf Dauer die

ILD 610-2 Q68000-A4468-F114
ILD 610-3 Q68000-A6542-F114
ILD 610-4 Q68000-A7818-F114 0,

0,

0,76
0,51

—~—oo
Nw | &~u
[aS1 8]

f.

1
2[

18 Anode1 -1 \C 8 - Emitter 1
EA

17 Kathode 1-2 7-Kollektor 1

:]6 Anode 2 -3}\( 6- Emitter 2

5 Kathode 2-4 5-Kollektor 2

it

Gewicht etwa 1 g

') TRIOS® = TRansparenter I0nen Schirm
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ILD 610

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol l Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung A 6 \
Vorwartsgleichstrom I 60 mA
VorwiartsstoBstrom (4, <10 ps) Tesm 1,5 A
Verlustleistung Pyt 100 mwW
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 70 \"
Kollektorstrom Ic 50 mA
Kollektorspitzenstrom (<1 ms) Iesm 100

Verlustleistung Piot 150 mwW
Optokoppler

Lagertemperatur Teto -55...+150 °C
Umgebungstemperatur Ta -55... +100
Sperrschichttemperatur T 100

Léttemperatur') (max. 10 s) Ts 260
Isolationspriifspannung?)

zwischen Sender und Empfanger,

bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014 VisoL 2800 Voe
Isolationswiderstand (V/, = 500 V) RsoL 10" Q
Bezugsspannung 500 Vac eft
nach DIN 57883, 6.80

Bezugsgleichspannung 600 Voc
bzw. VDE 0883, 6.80

') Tauchlétung: Eintauchtiefe <3,6 mm
2) Prifgleichspannung nach DIN 57883, Ausg. 4/78
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ILD 610

Kennwerte

Bezeichnung j Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (I = 60 mA) Ve 1,25 (<1,65) Vv
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Ver 30 (=6)

Sperrstrom ( Vg =6V) Iy 0,01 (<10) HA
Kapazitat (Vs =0V; f=1MHz) Co 25 pF
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kapazitédt (Vg =5V, f=1MH2) Cee I 7 pF
Optokoppler

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ve sat 0,25(<04) \"
(I =10 mA; I = 2,56 mA)

Koppelkapazitat C 0,35 pF

Die Optokoppler werden nach dem Stromubertragungsverhalitnis I./ Iz bei Ve = 5 V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.
Die Gruppierung des Zweifach-Optokopplers richtet sich nach dem niedrigeren Kanal. Beim
zweiten Kanal kann der Koppelfaktor bis zum 1,5fachen hoher sein.

Bezeichnung Symbol | Werte Einheit
Gruppe 1 | Gruppe2 | Gruppe 3 | Gruppe 4

(I = 10 mA) I/ I 40...80 63...125 | 100...200 | 160...320 | %

(I = 1mA) I/ I 30(>13) |45(>22) |70 (>34) | <56

Kollektor-Emitter- Icgo 2(<50) 2 (<50) 2 (<50) 5(=<100) | nA

Reststrom

(Vee =10V)

Siemens Aktiengesellschaft
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ILD 610

Schaltzeiten

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

Ir R=75Q
o V(E=SV
G - I = 10mA
Ve=5V
o——— Ta= 25°C
479
Gruppe 1 2 3 Einheit
Lastwiderstand A_ 75 75 75 Q
Einschaltzeit tin 3,0(< 5,6) 32(<586) 36 (< 5,6) us
Anstiegszeit t 20(=< 40 20(=< 40 2,1(=<4,0)
Ausschaltzeit 23(<4.) 31(=<4,1) 34 (=< 4,1)
Abfallzeit k 2,0 (< 35) 27 (< 35) 3,1(=<3)5)
Grenzfrequenz f 250 250 250 kHz
Schalterbetrieb (mit Sattigung) +3V
I R=1kQ 2,7kQ
o—=__ V=5V
= T TTL - Pegel werden TTL
-~ ¢ eingehalten, nicht
jedoch TTL-Schalt-
o— 11— zeiten
41Q
Gruppe 1 2 3 Einheit
I = 20 mA I = 10mA I = 10mA
Einschaltzeit toin 30(<595) 42 (=< 8,0) 46 (=< 8,0 us
Anstiegszeit t 2,0(< 4)0) 3,0(<6,0) 3,3(<6,0)
Ausschaltzeit thus 18 (< 40) 23 (=< 50) 25 (< 50)
Abfalizeit k 11 (< 20) 14 (< 24) 15 (< 24)
VCE sat 025 (5 014) \'
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ILD 610

Stromiibertragungsverhaltnis (typisch)
als Funktion von der Temperatur
(Ir=10mA, Vgg =5V)

Ic _
= f(Ta)
10° [ -
1(_ % I
I
. i
3
[ et~
2
2
10 T ‘
: 1
5 B
|
10’ 1126
-25 0 25 50 °C 75
——TA
Ausgangskennlinien (typisch)
(Ta =25°C)
I = f(Vee)
30 ’ J
mA & T
IE IF = ”HnA
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300

100

Minimales Stromiibertragungsverhiitnis
als Funktion vom Diodenstrom
(TaA=25°C, Veg =5V)
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Vorwirtsspannung (typisch) der Diode
Ve ="f(k)
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ILD 610

Transistor-Kapazitaten (typisch) Zulassige Impulsbelastbarkeit
(Ta=25°C, f=1MHz2) I = f(t)
Cee = f(Vcg) (Tastgrad D = Parameter, T, = 25°C)
24 ST 104
Cee pF i ”;A L
It H
20 L L
18 I | [ E .
| | N
16 ‘ i 1071
| 005PN T
1% o (078
12 LTSN,
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Zulassiger Vorwértsgleichstrom der Diode
Ie=f(Ta)
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—
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SIEMENS

Zwei-/Vierfach-Optokoppler 7,5 kV ILD 615
ILQ 615
(TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ GaAs-IR-LED als Sender und NPN-Silizium-Fototransistor als Empfanger
@ Isolationspriifspannung: 7500 V
@ Bezugsspannung 380V ~/450V —
@ Stromubertragungsverhaltnis (I: = 10 mA)
ILD/Q 615-1: 40-80%
ILD/Q 615-2: 63-125%
ILD/Q 615-3: 100-200 %
ILD/Q 615-4: 160-320%
Spezifiziertes Mindeststromubertragungsverhaltnis (I; = 1 mA)
ILD/Q 615-1: 13%
ILD/Q 615-2: 22%
ILD/Q 615-3: 34 %
ILD/Q 615-4: 56 %
® Zweifach- und Vierfach-Gehauseeigenschaften:
- Reduzierte Platinenflache
— Geringe Anzahi von Bauteiien durch 2 bzw. 4 Kanaie in einem Gehéause
— Hohe Gleichtaktstorfestigkeit durch nicht beschaltete Basis
@ |dentische Anordnung der Anschlisse Kanal zu Kanal
@ Hohe Kollektor-Emitter-Spannung: 70 V
@ Feldeffektstabil durch TRIOS®"
@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E52744)R\ (siehe Seite 38)
® VDE-Bestétigung beantragt

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und Ausgang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Uberschreiten.

Anwendungen
® Zum Erkennen von Gleich- bzw. Wechselstromsignalen
@ In Datenein-/-ausgabe und Steuersystemen mittlerer Arbeitsgeschwindigkeit

') TRIOS® = TRansparenter 10Onen-Schirm
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ILD 615
ILQ 615

Typ Bestellnummer

ILD 615-1 Q68000-A8460-F114
ILD 615-2 Q68000-A8461-F114
ILD 615-3 Q68000-A8462-F114
ILD 615-4 Q68000-A8463-F114
ILQ 615-1 Q68000-A8450-F114
ILQ 615-2 Q68000-A8451-F114
ILQ 615-3 Q68000-A8452-F114
ILQ 615-4 Q68000-A8453-F114

ILD 615 ILQ 615

1,62

03 762 03
| Leasu dlifs L e st el |
0°.15° Rastermal 122 Rastermall o7, 1,'2%
6,6
- i
1 16 Anode  1j3 w 16 Kollektor
o
! o TN B = 15 cmote 22 K5 emiter
N\
2] 17 Kathode 2 7 Emitter
3] 11 Anode 313w 1 Kollektor
30 6 Anode 3§Z\ (s Kollektor o s Kathode b AN 3 Emitter
A\
. > Kathode > Emitter o M Anode S 12 Kollektor
A
6] i Kathode 6§Z\ K—n Emitter
m [J10 Anode 7 2 Km Kollektor
8} 19 Kathode 8 9 Emitter

Gewicht etwa 2 g
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ILD 615

ILQ 615

Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-LED; je Kanal)
Vorwartsgleichstrom I 80 mA
Sperrspannung |75 6 \"
VorwaértsstoBstrom " 25 A
Verlustleistung (7, = 25°C) Piot 150 mwW
Empfénger (Si-Fototransistor; je Kanal)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 70 v
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 7
Kollektorstrom I 50 mA
Kollektorspitzenstrom (<1 ms) Iosm 400
Verlustleistung (7, = 25°C) Pt 150 mwW
Optokoppler
Lagertemperatur Ttg —40...+150 °C
Betriebstemperatur Top —40...+100
Sperrschichttemperatur 7; 100
Lottemperatur Ts 260
(Lotstelle>2 mm vom Gehéuse)
Verlustleistung ILD 615 [ 400 mw

ILQ 616 500
Isolationspriifspannung (1s) VisoL 7500 Voe

(1 min.) 4420 VG eff
Kriechstrecke =82 mm
Luftstrecke =73
Bezugsspannung nach VDE 0110 450 Voc
bei Isolationsgruppe C 380 Vac et
Isolationswiderstand RsoL 10" Q
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ILD 615

ILQ 615
Kennwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung Symbol JWerte I Einheit
Sender (GaAs-LED)
DurchlaBspannung (Iz = 10 mA) Ve 1,15(=1; <1,3) Vv
Durchbruchspannung (Iz = 10 pA) Var 30 (=6)
Sperrstrom (V; =6V) I 0,01 (<10) uA
Kapazitat (V; =0V, f=1MHz) Co 40 pF
Wirmewiderstand (Sperrschicht-AnschiuB) Rinsa 750 K/W
Empfénger (Fototransistor)
Kapazitat (Ve =5V, f=1MHz) Cce 6,8 pF
Kollektor-Emitter-Reststrom (Ve = 10 V) Ieeo nA
ILD/ILQ 615-1,-2 2(<50)
ILD/ILQ 615-3,-4 5 (<100)
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo =70 \Y
(I.e = 0,5mA)
Emitter-Kollektor-Spannung Veco =7
(I'=0,1mA)
Vorwirtsgleichstromverstéarkung HFE 450 -
(Ve =5V, I =10 mA)
Gesattigte Vorwartsgleichstromverstarkung HFEgq, 250 -
(Vee =04V, I = 10 mA)
Warmewiderstand (Sperrschicht-AnschiuB) Rinsa 500 K/W
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ILD 615

ILQ 615
Bezeichnung Symbol TWerte Einheit
Optokoppler
StromUbertragungsverhaltnis Kanal zu Kanal CTRX/ 1:1 min., 3:1 max.
(I =5mA, Vg =5V) CTRY
Gesittigtes Kollektor-Emitter-Stromuiber- CTRce sat %
tragungsverhaltnis (I = 10 mA, Ve = 0,4 V)
ILD/ILQ 615-1 25
ILD/ILQ 615-2 40
ILD/ILQ 615-3 60
ILD/ILQ 615-4 100
Kollektor-Emitter-Stromubertragungs- CTRe
verhaltnis
ILD/ILQ 615-1 (I =10mA, Ve =5V) 40...80
(Ir= 1mA, Vg =5V) 30 (=13)
ILD/ILQ 615-2 (I-=10mA, Vg =5V) 63...125
(= 1mA, Vg =5V) 45 (=22)
ILD/ILQ 615-3 (I =10 mA, Ve =5V) 100...200
(Ir= 1mA, Ve =5V) 70 (=34)
ILD/ILQ 615-4 (I =10mA, Ve =5V) 160...320
(I.= 1mA, Ve =5V) 90 (=56)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ve sat 0,25 (<0,4) \
(Ir =10 mA, I = 2,5 mA)
Isolation
Gleichtaktstorfestigkeit Ausgang High |CMy| 5000 Vius
(Vow =50V, AL =1kQ, I. = 0 mA)
Gleichtaktstorfestigkeit Ausgang Low |CM_ | 5000
(Vem =50V, R. = 1kQ, I = 10 mA)
Gleichtakt-Koppelkapazitat Cem 0,01 pF
Kapazitat (Vo =0V, f=1MHz) Co =08
Isolationswiderstand (V, = 500 V) RsoL 10" (=5x10") Q
Koppelisolation (Kanal zu Kanal) 500 Vac
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ILD 615

ILQ 615
Vorwirtsspannung als Funktion Zulassige Impulsbelastbarkeit
vom Vorwirtsgleichstrom (typ.) (Tastgrad D = Parameter bei
Ve = f(Ip) Ta = 25°C)
I =f(t)
1] ==
v 1l mA = — ()
Ty=-55°C -
13 oy A -
/ T =
12 il | 25°C 0005
W 10° 0,01 N
1 100C 002 KOS
11 ” P 5| \\\\
o HISSN
1ol L o RN
o d 2| o \\\\
10°F 0, —
0,9 Py E DC
& 5
L t
0,8 D= ._fP__ p
L] - T I
0,7 = 0 7 2 10" l l T L
10 10 10 mA 10 ot 0 0t 0?0l 0t s 10
Maximaler Diodenstrom als Funktion Maximale Diodenverlustieistung
von der Umgebungstemperatur Prot = f(Ta)
I =f(Ty) 200
120 [
oA mw !, 1610
IF 100 P?o' i —
150
80 \ L B
\
0 \
60 fmax 100%C \ 100 \\
L\ T \
40 \ L \
50 \
20
\
\
0L 0
-60 -40 -20 0 20 40 60 80°C100 -60-40 -20 0 20 40 60 °C 100
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ILD 615
ILQ 615

Maximale Empféanger-Verlustieistung
Prot = F(Ta)

200
mw

1611

150

100

50

\

20

CTR

normiert

15

1,0

0,5

0

0
-60 -40 -20 0 20 40 60

°C 100
—1
Normierungstfaktor fiir ein ungesattigtes

und geséttigtes Stromiibertragungsverhaltnis
T, = 25°C als Funktion vom Vorwirts-
gleichstrom (typisch)

(Normiert bei:

Vece=10V; e =5mA; T, =25°C;

CTRGE sat Ve =04V)

NC

NCTRcE(san)

7

1613)H

10’

mA 10°
—_— IF

107" 10°
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107"

CTR
normiert

168

Maximaler Koliektorstrom als Funktion
von der Kollektorspannung
(Ry, = 500 K/W)

Ice = f(Vee)

pd V"J/

50eC]]

P

1

20

15

10

05

0! 10°

Normier: ktor fiir ein ungesattigtes und
gesittigtes Stromiibertragungsverhéitnis

T, =50°C als Funktion vom Vorwirts-
gleichstrom (typisch)

(Normiert bei:

Vee =10V, e =5mA; T, =25°C;

CTRGE sat Vce =04 V)

NG

h

mA 10?
A
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ILD 615
ILQ 615

20

(TR
normiert

15

05

0

1

10°

I 5

C.
normiert

10’

Normierung: fiir ein ungesittigtes

und gesittigtes Stromiibertragungsverhéitnis
T, = 70°C als Funktion vom Vorwirts-
gleichstrom (typisch)

(Normiert bei:

Veg =10V; [r =5mA; T, = 25°C;

CTRGE sat Vcg = 0.4V)

NCTR e (sanf

1615)1
I

o' 10° 10" mA 10?
—_——— IF

Kollektorstrom als Funktion vom
Vorwirtsgleichstrom (typisch)

Normier! ktor fiir ein ungesattigtes und
gesittigtes Stromiibertragungsverhéitnis

T, = 100°C als Funktion vom Vorwiarts-
gleichstrom (typisch)

(Normiert bei:

Vee =10V; [e =5mA; T, =25°C;

CTRcE sat Voe = 0.4V)

20
CTR
normiert
15 v
NCTR
1,0
N
U N
05 NCTR g icn N1
V4
616
0
0 100 10 ma 10°

(Normiert bei: Ir =10 mA; Vgg = 10V; Ty = 25°C)
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Kollektor-Emitter-Reststrom als Funktion
von der Temperatur

(Vog =10V)
Iceo = f(Ta)
)4
= ya
— 4
Worst Case] /
= - y4
— A
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=1 7
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g Z Z
AR
Vil /

-20 0 20 40 60 80°C100

169

T



ILD 615

ILQ 615
Schaltzeiten als Funktion vom Kollektor-Last- Schaltzeiten als Funktion vom Kollektor-Last-
Widerstand (typisch) (Gruppe 1) Widerstand (typisch) (Gruppe 2; 3)
(TA=25°C; [r=10mA; Voc=5V; V;,=15V) (Ta=25°C; e =10mA; Voc =5V, %, =15V)
ooy = (A oy = F(A)
103 b 10° ;
T
8 I
us us T
fown ® T fown ] t
T aes T
;;;' T 1
10? 3 10? *
A |
§“ foln iii T
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3 4 e
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Schaltzeiten als Funktion vom Kollektor-Last-
Widerstand (typisch) (Gruppe 4)
(Ta=25°C; I, =10mA; Voc =5V, Y =15V)
oy = f(AL)
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forn " i : fore
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/
7
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SIEMENS

Zwei-/Vierfach-Optokoppler 7,5 kV ILD 620/620 GB
mit Wechselstromeingang ILQ 620/620 GB
(TRIOS®)Y

Wesentliche Merkmale

@ Pro Kanal: Zwei antiparallel geschaltete GaAs-IR-Lumineszenzdioden als Sender und ein
NPN-Silizium-Fototransistor als Empfanger

@ Isolationsprifspannung: 7500 V

@ Bezugsspannung 380V ~ /450 V —

@ Mindeststromubertragungsverhaltnis (I = £ 5 mA)
ILD/Q 620: 50%
ILD/Q 620 GB: 100%

® Zweifach- und Vierfach-Gehauseeigenschaften:
— Reduzierte Platinenflache
- Geringe Anzahl von Bauteilen durch 2 bzw. 4 Kanéle in einem Gehause
— Hohe Gleichtaktstorfestigkeit durch nicht beschaltete Basis

@ Identische Anordnung der Anschliisse Kanal zu Kanal

@ Hohe Kollektor-Emitter-Spannung: 70 V

@ Feldeffektstabil durch TRIOS®")

@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E52744) W\ (siehe Seite 38)

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und Ausgang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Gberschreiten.

Anwendungen
@® Zum Erkennen von Wechselspannung

Typ Bestellnummer

ILD 620 Q68000-A8464-F114
ILD 620 GB | Q68000-A8478-F114
ILQ 620 Q68000-A8454-F114
ILQ 620 GB | Q68000-A8479-F114

') TRIOS® = TRansparenter 10nen -Schirm
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ILD 620/620 GB
ILQ 620/620 GB

ILD 620, ILD 620 GB

=
3,8
330
051 |

oSl N il °

250 =

0.4

—e—2 54

Rasterman %g%
1 18 Anode 1 \KB Kollektor
20 17 Kathode 2 N7 Enmitter
307 16 Anode 3@\ 6 Kollektor
4] s Kathode & N5 Enmitter

Gewicht etwa 2 g

ILQ 620, ILQ 620 GB

03 7,62—=
02 —
0°.15°
6.6
)<—6’,|——
10 116 Anode 1—_1_—&7&‘/- 16 Kollektor
2] 15 Kathode 2} “NJ1s emitter
3] 114 Anode 3 @\K 14 Kollektor
] 113 Kathode & h 13 Emitter
S[] 112 Anode 5 @\K: 12 Kollektor
6] n Kathode 6 A 11 Emitter
] []10 Anode 7 @\K 10 Kollektor
8 19 Kathode 8 N 9 Emitter
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ILD 620/620 GB
ILQ 620/620 GB

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Sender (GaAs-LED; je Kanal)

Vorwirtsgleichstrom I +60 mA

VorwartsstoBstrom Irsm +15 A

Verlustleistung (T, = 25°C) Prot 100 mw

Empfénger (Si-Fototransistor; je Kanal)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 70 Vv

Kollektorstrom I 50 mA

Kollektorspitzenstrom (¢<1 ms) Icsm 100

Verlustleistung (7, = 25°C) Piot 150 mw

Optokoppler

Lagertemperatur Ttq -55... +150 °C

Betriebstemperatur Top —-55...+100

Sperrschichttemperatur T 100

Loéttemperatur Ts 260

(Lotstelle > 2 mm vom Gehéuse)

Verlustleistung ILD620 GB | Py 400 mw
ILQ 620 GB 500

Isolationsprifspannung (1s) VisoL 7500 Voc
(1 min.) 4420 Ve

Kriechstrecke >8,2 mm

Luftstrecke =73

Bezugsspannung nach VDE 0110 380 Vac eff

bei Isolationsgruppe C 450 Voc

Isolationswiderstand RisoL 10" Q

Siemens Aktiengesellschaft 173



ILD 620/620 GB

ILQ 620/620 GB

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol IWerte | Einheit

Sender (GaAs-LED)

DurchlaBspannung (I = £10 mA) Ve 1,15(=1; <1,3) \"

Kapazitat (Ve =0V, f=1MHz) Co 40 pF

Warmewiderstand (Sperrschicht-AnschluB) Rinia 750 K/W

Empfénger (Fototransistor)

Kapazitat (Voe =5V, f=1MHz) Cee 6,8 pF

Kollektor-Emitter-Reststrom (Vee =24 V) | Iego 10 (<100) nA
(Ta=85°C, Ve =24 V) 2(<50) A

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo =70 \"

(Ice = 0,5 mA)

Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco =7

(I =0,1mA)

Stromverstéarkung HFE 450 -

(Vee =5V, I = 10 mA)

Gesattigte Stromverstarkung HFE,, 250 -

(Vece = 0,4V, I = 10 mA)

Warmewiderstand (Sperrschicht-AnschluB) Ripin 500 K/W
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ILD 620/620 GB
ILQ 620/620 GB

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Optokoppler
Stromubertragungsverhiltnis Kanal zu Kanal CTRX/ 1:1 min,, 3:1 max.
(I=5mA, Ve =5V) CTRY
Gesattigtes Stromiibertragungsverhaltnis CTRcEsat %
(Kollektor-Emitter) (I = £1 mA, Ve =0,4V)

ILD/ILQ 620 60

ILD/ILQ 620 GB =30
Kollektor-Emitter-Stromibertragungsverhalt- | CTRqe
nis (Ir =5mA, Ve =5V) ILD/ILQ 620 50...600

ILD/ILQ 620 GB 100...600
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Voesat \
(I =8mA, I =24 mA) ILD/ILQ 620 <04
(Ir =1mA, I = 0,2 mA) ILD/ILQ 620 GB <04
Isolation
Gleichtaktstorfestigkeit Ausgang High |CMy| 5000 V/us
(Vem =50V, A= 1kQ, I. = 0mA)
Gleichtaktstérfestigkeit Ausgang Low |CM_| 5000
(Vem =50V, R =1kQ, I. = 10 mA)
Gleichtakt-Koppelkapazitat Cem 0,01 pF
Kapazitat (Vo =0V, f=1MHz) Co >0,8
Isolationswiderstand (Vo = 500 V) ReoL 10™ (=5x 10" Q
Koppelisolation (Kanal zu Kanal) 500 Vi
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ILD 620/620 GB
ILQ 620/620 GB

Eingangskennlinien Zuléssige Impulsbelastbarkeit
Ir=f(V) (Tastgrad D = Parameter bei T, = 25°C)
F=f(t)
60 — 1 0
— — ———— 1)
Nt s e
IF IF - .
L0 1 - - D= -
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0,01
107 NG
2 0 002 \:\\ — —
— 5 [ SN I
A 1 ]
00— Og? \\\\‘; ]
HISSNSAN\N
] 2 1 Q%
-20 102} 05
E OC
5 —
- — L f,
40 - A b
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e | F
-60 J 107 I T .
-20  -10 0 10 V20 0 100 0" 02 102 s 1w
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Maximaler Diodenstrom als Funktion Maximale Diodenverlustieistung
von der Umgebungstemperatur Pior = F(Ta)
It =f(Ta)
120 200 ——r T =
mA @ W ‘ @
by P ]
F 100 — - tot  S— -
+— - e 150 . .
I T T\
80 \\ S - ] ]
T ,=100°Ei I +
60 . — 100 | \

20} e At .Y
0 { 0 L l I
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ILD 620/620 GB
ILQ 620/620 GB

200
mW

150

100

50

2,0

CTR
normiert

15

0
-60 -40 -20 0 20 40 60

Maximale Empfénger-Verlustleistung
Prot = f(Ta)

\
\

°C 100
———l TA
Normierungsfaktor fiir ein ungesittigtes
und gesiittigtes S iibertragung hiltnis
T, = 25°C als Funktion vom Vorwirts-
gleichstrom (typisch)

(Normiert bei:

Veg=10V; F =5mA; T, =25°C;

CTRGE sat Ve =04 V)

NCTR

NCTR san

0,5

B!
1613)1

0
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Maximaler Kollektorstrom als Funktion
von der Kollektorspannung

(Ryn = 500 K/W)

Ice = f(Vce)

I’I
yd il /

pd

~H

1612

100 10’ v

e

102

Normierungsfaktor fiir ein ungesattigtes und

gesittigtes Stromiibertragungsverhéitnis
T, = 50°C als Funktion vom Vorwiirts-
gleichstrom (typisch)

(Normiert bei:

Vee =10V, [k =5mA; T, =25°C;
CTRcE sat Voe = 0.4V)
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ILD 620/620 GB
ILQ 620/620 GB

Normierungsfaktor fiir ein ungesattigtes

und gesiéttiges Stromiibertragungsverhéitnis
T, =70°C als Funktion vom Vorwarts-
gleichstrom (typisch)

(Normiert bei:

Vee=10V; [ =5mA; Ty =25°C;

CTRce sat Ve = 0.4V)

20 — T
T
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normiert
/
15 /
| INCTR ¢ /
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HNCTR e sanf
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1615)H
. I
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Kollektorstrom als Funktion vom
Vorwirtsgleichstrom (typisch)
Io = f(Ip)
102 S
L °
normiert S
ILD/Q 620 GB
10'
5
10° o
5 = ]
10" ®

1 5 0 mA 20

~__—[F
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Normierungsfaktor fiir ein ung g

und gesittigtes Stromiibertragungsverhéltnis
T, = 100°C als Funktion vom Vorwarts-
gleichstrom (typisch)

(Normiert bei:

Vee =10V; [r =5mA; T, =25°C;

CTRGE sat Vog = 0,4 V)

2,0 "F‘"” [ T
\
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15 B y
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Kollektor-Emitter-Reststrom
als Funktion von der Temperatur
s Icgo = f(Ta)
mA =
— ‘/
Ieeo 10 1 L :
5 = V4 :ﬁ
— /
103 Worst Case| J/
= T - 7 —
5 = v,
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5 = ” /
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ILD 620/620 GB
ILQ 620/620 GB

Schaltzeiten als Funktion vom
K

Last-Wid d (typisch)
(Th=25°C, I =10 MA; Voc =5V,
Vin=15V)
e = (A
103 25
us us
Foun A fen
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SIEMENS

Zwei-/Vierfach-Optokoppler 7,5 kV ILD 621/621 GB
ILQ 621/621 GB
(TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ GaAs-IR-LED als Sender und NPN-Silizium-Fototransistor als Empfanger
@ Isolationsprifspannung: 7500 V
@ Bezugsspannung: 380V~ /450 V —
@ Mindeststromibertragungsverhaéltnis (- = 5 mA)
ILD/Q 621: 50%
ILD/Q 621 GB: 100%
@ Gehéauseeigenschaften
- Reduzierte Platinenflache
— Geringe Anzahl von Bauteilen durch 2 bzw. 4 Kanéle in einem Gehéuse
— Hohe Gleichtaktstorfestigkeit durch nicht beschaltete Basis
@ Hohe Kollektor-Emitter-Spannung: 70 V
@ Feldeffektstabil durch TRIOS®')
@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E52744) WA\ (siehe Seite 38)

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und Ausgang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Uberschreiten.

Anwendungen
@ ILD/Q 621 GB ist durch den CTRcg 5, Von 30% min. bei I = 1 mA gut zur Ankopplung an
CMOS geeignet.

Typ Bestellnummer

ILD 621 Q68000-A8465-F114
ILD 621 GB | Q68000-A8466-F114
ILQ 621 Q68000-A8455-F114
ILQ 621 GB | Q68000-A8456-F114

') TRIOS® = TRansparenter 10nen-Schirm
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ILD 621/621 GB
ILQ 621/621 GB

ILD 621, ILD 621 GB

65—
1[F 18 Anode 19y 8 Kollektor
200 M7 Kathode zjz\ (7 Emitter
3] 6 Anode 33& (6 Kollektor
L 5 Kathode & S Emitter

Gewicht etwa 2 g
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ILQ 621, ILQ 621 GB

Rastermal

Anode
Kathode
Anode
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Anode
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16 Kollektor
15 Emitter
14 Kollektor
13 Emitter
12 Kollektor
11 Emitter
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9 Emitter



ILD 621/621 GB
ILQ 621/621 GB

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte T Einheit

Sender (GaAs-LED; je Kanal)

Vorwartsgleichstrom I 60 mA

Sperrspannung A 6 Vv

VorwartsstoBstrom Irsm 1,5 A

Verlustleistung (7, = 25°C) Piot 100 mw

Empfénger (Si-Fototransistor; je Kanal)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 70 Y

Kollektorstrom I 50 mA

Kollektorspitzenstrom (t< 1 ms) Iosm 100

Verlustleistung (7, = 25°C) Piot 150 mw

Optokoppler

Lagertemperatur Tag -55...+150 °C

Betriebstemperatur Top —55...+100

Sperrschichttemperatur T 100

Loéttemperatur Ts 260

(Lotstelle >2 mm vom Gehause)

Verlustleistung ILD 621/GB | Py 400 mwW
ILQ 621/GB 500

Isolationsprifspannung (1s) VsoL 7500 Ve
(1 min.) 4420 Vac eff

Kriechstrecke =82 mm

Luftstrecke =73

Bezugsspannung nach VDE 0110 380 Vac et

bei Isolationsgruppe C 450 Voc

Isolationswiderstand Riso 10" Q
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ILD 621/621 GB

ILQ 621/621 GB

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung | Symbol | Werte LEinheIt

Sender (GaAs-LED)

Durchlaspannung (I = 10 mA) Wa 1,15(=1; =1,3) \

Durchbruchspannung (I = 10 pA) Var 30 (=5)

Sperrstrom (V; =6V) I 0,01 (<10) A

Kapazitdt (Vy, =0V, f=1MHz) Co 40 pF

Stromverstarkung HFE 450 -

(Vee =5V, I = 10 mA)

Gesattigte Stromverstarkung HFEg, 250 -

(Ve =04V, I = 10 mA)

Warmewiderstand (Sperrschicht-AnschluB) Riin 750 K/W

Empfénger (Fototransistor)

Kapazitat (Ve =5V, f=1MHz) Cee 6,8 pF

Kollektor-Emitter-Reststrom (Vee =24 V) | Icgo 10 (<100) nA
(To=85°C, Ve =24V) 2 (<50) HA

Koilektor-Emitter-Sperrspannung Veeo =70 \

(Ie = 0,5 mA)

Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco >7

(It = 0,1 mA)

Warmewiderstand (Sperrschicht-AnschiuB) Rinia 500 K/W
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ILD 621/621 GB
ILQ 621/621 GB

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Optokoppler
Stromubertragungsverhaltnis Kanal zu Kanal CTRX/ 1:1min., 3:1 max. -
(Ir=5mA, Vg =5V) CTRY
Gesittigtes Ubertragungsverhiltnis CTRcesar %
(Kollektor-Emitter) (Ir = 1 mA, Ve =04 V)

ILD/ILQ 621 60

ILD/ILQ 621 GB >30
Kollektor-Emitter-Stromibertragungs- CTRce
verhdltnis ILD/ILQ 621 50...600
(I =5mA, Ve =5V) ILD/ILQ 621 GB 100...600
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Veesat \
(Ir =6 mA, I = 24 mA) <04
(I =1mA, I = 0,2mA) <04
Isolation
Gleichtaktstorfestigkeit Ausgang High |CM,| 5000 V/us
(Vom =50V, R =1kQ, I =0mA)
Gleichtaktstérfestigkeit Ausgang Low |CM_ | 5000
(Vom =50V, R, = 1kQ, I = 10 mA)
Gleichtakt-Koppelkapazitat Cem 0,01 pF
Kapazitat (Vo =0V, f=1MHz) Co =0,8
Isolationswiderstand (V,, = 500 V) RisoL 10" (=5x 10") Q
Koppelisolation (Kanal zu Kanal) 500 Vac
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ILD 621/621 GB
ILQ 621/621 GB

Veorwiértsspannung als Funktion Zuléssige Impulsbelastbarkeit
vom Vorwirtsgleichstrom (typisch) (Tastgrad D = Parameter bei Ty = 25°C)
Ve = () I =f(t)
14 10* ——
Ty=-55°C 5
Y13 ! k
T D=
2 Ll | 2s°c 0005
' d 0,01
el A 107} 0y
/r 100C SISO
11 » S I N
» 0,05 NN
- L4 A 01 \\\\“
1.0 e 7 02 _\‘\\\\\\\\
A H \\QQ
107} 05 —
0.9 A E oC
A 5
0,8 ‘ D= b f
ny N o T I
60 F
07 L A U 0! l ) r .
107 10° 10'  mA 102 e 0 w0t 0’ 0ot s w0
— I —f,
P
Maximaler Diodenstrom als Funktion Maximale Diodenverlustieistung
von der Umgebungstemperatur Pior = F(Ta)
Ie=1(Tp)
120 200 [
mWw 1610
mA — o ! b Q
L
F 100 o ] N
150
l — \
80 \\
\ \
T max =100°C \ " \

60 \

\ ESEESE:
40 \ \
L 1 \
- —\
20 AN
\ \
0 0
60 -40 -20 0 20 40 60 80°C100 “60-40 20 0 20 40 60 °C 100
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ILD 621/621 GB
ILQ 621/621 GB

200
mW

Maximale Empfénger-Verlustleistung
Pror=1 (TA)

1611
150
\
\
\
100
\
\
50 A\
\
0
60 40 -20 0 20 40 60 °C 100

—1

Normierungsfaktor fiir ein ungesittigtes und
gesiittigtes Stromiibertragungsverhiitnis

Ta = 25°C als Funktion vom Vorwirts-
gleichstrom (typisch)

(Normiert bei:

Vce=10V; e =5mA; I, =25°C;

CTRCE sat Vee = 04V)

20
15
NCTRL/ L L]
NCTR e sat)
1,0 AN sal
V4
0,5 /
6
0 0 ] 2
10” 10 10 mA 10
—_— I

F
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10"

20

CTR
normiert

10

0,

186

Maximaler Kollektorstrom als Funktion
von der Kollektorspannung

Ry = 500 k/W)

Ioe = f(Vce)

HERE

Al

A 1

10’ v

Ve

10°

Normierungsfaktor fiir ein ungeséttigtes und
gesiittigtes Stromiibertragungsverhaltnis

T, = 50°C als Funktion von Vorwiérts-
gleichstrom (typisch)

(Normiert bei:

Vee=10V; I =5mA; T, =25°C;

CTAGE sat Vo =04 V)

e N N

74

10°



ILD 621/621 GB
IiLQ 621/621 GB

Normierungstaktor fiir ein ungesittigtes

und gesiittigtes Stromiibertragungsverhéitnis
T, = 70°C als Funktion vom Vorwiirts-
gleichstrom (typisch)

(Normiert bei:

Vee =10V, [ =5mA; T, =25°C

CTRce sat Ve =04V)

CTR
normiert

N

15

NCTR(E H
Vi p& i
Y

05

/
//

l l 1615

0
10" mA 10?

-———»[F

10° 10°

Kollektorstrom als Funktion vom

Vorwirtsgleichstrom (typisch)

(Normiert bei:

It =10mA; Vgg =10V; T, = 25°C)
107 Ic=f(k)

I
normiert

1L0/Q62168_—" |

=
—

=z
7

P

A
/ ~Tioioe

5 —

N

w
™NN

5 0 mA 20

._.———IF

10"
1
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Normierungsfaktor fiir ein ungesittigtes

und gesittigtes Stromilbertragungsverhiitnis
T, = 100°C als Funktion vom Vorwirts-
gleichstrom (typisch)

(Normiert bei:

Vee=10V; [r=5mA; T, =25°C

CTRce sat Ve = 0.4 V)

2,0
CTR
normiert
15 v
NCTR| 4
10
N
05 NCTR ¢ (suﬂ\-»
4
1616)H
. i &
107 1° 100 mA 10l
—_— IF
Kollektor-Emitter-Reststrom als
Funktion von der Temperatur
Iego=1(Ta)
10° =
mA =
— 4
Ieeo 10
S = Va4
— p A
10? Worst Case[ J/
5 E y. a
102 = 4
5 E 4 -
— A A~ Typical
10
5 Z Z
4 4
10° A A
5 B
f_
107!
5
— 1619)
102
-20 0 20 40 60 80°C100
—1
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ILD 621/621 GB
ILQ 621/621 GB

Schaltzeiten als Funktion vom
Kollektor-Last-Widerstand (typisch)
(TA=25°C, I, =10mA; Ve =5V; Y =15V)

o =f(AL)

103 2,5
s us
torn . fowt

7
i
10° 42,0
fPLH e
7
Yy
\ ’l H
\ it
10 \ s
F forc f
-
162171
10° 10
10 100 10" kQ 107

————-RL
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SIEMENS

Vierfach-Optokoppler 5,3 kV iLQ1,ILQ2
ILQ 5, ILQ 74

Wesentliche Merkmale
® GaAs-IR-LED als Sender und Silizium-NPN-Fototransistor als Empfanger
@ ILQ 1, ILQ 74: 7400-Serie TTL-kompatibel
@ Isolationsprifspannung: 5300 V
@ Koppelkapazitat: 0,5 pF
@ Mindeststromibertragungsverhaltnis
-1LQ1:20%
—1LQ 2: 100%
-1LQ 5: 50%
-ILQ74:125%
@ ILQ 2: Hohe Kollektor-Emitter-Spannung: 70 V
@ Dual-in-line — Gehéuse nach Industriestandard
@ Vier isolierte Kanale in einem DIP-Gehéause
— Geringer Platzbedarf (Platine)
@ UL-Priifzeichen (UL-Nr. E52744) W (siehe Seite 38)
@ VDE-Bestatigung (ILQ 1, ILQ 2, ILQ 5) 0883/6.80, 0804/1.83 & (siehe Seite 38)

Anwendungen

ILQ 1,1LQ 2, ILQ &:

@ Ansteuern von mittelschneller Logik (Ausschalten von stérenden Erdschleifen- und Rausch-
problemen)

@ Ersetzen Relais und Transformer in digitalen sowie analogen Anwendungen, wie z. B. Modu-
lation von Kathodenstrahlréhren

Typ Bestellnummer
ILQ 1 Q68000-A5974-F114
ILQ 2 Q68000-A4358-F114
ILQ5 Q68000-A7995-F114
BiLQ 74 Q68000-A6185-F114
1 16 Anode 1 -1 16 - Emitter 1
Y
2[] 11 Kathode 1 -2 }‘\C 15 - Kollektor 1
30 m Kathode2-3[5 14 -Kollektor 2
&[] E] Anode 2 —u}\cﬁ-sm.nerz
s{] 112 Anode 3 -5 N 12-Emitter 3
6] i Kathode 3-6 }\ K: 11 -Kollektor 3
7 ] Kathode & -T2y 10 - Kollektor &
8 19 Anode & —BE\ 9 -Emitter &
B Nicht fur Neuentwicklung Gewicht etwa 2 g
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iLat,ILQ2

ILQ 5, ILQ 74
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-LED; je Kanal)
Sperrspannung Va 3 \Y
Vorwartsgleichstrom LQ1,2,5 | I 100 mA
ILQ 74 60
Verlustleistung, T, = 25°C Piot 150 mw
Empfénger (Si-Fototransistor; je Kanal)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung ILQ 1,5 Veeo 30 \'
LQ2 70
ILQ 74 20
Emitter-Kollektor-Sperrspannung ILQ 1,2,5 Veco 7
Kollektor-Basis-Sperrspannung ILQ 1,2,5 Veso 70
Verlustleistung, T, = 25°C Pt 150 mw
Optokoppler
Lagertemperatur Tetg —-55...+150 °C
Betriebstemperatur Top -55...+100
Lottemperatur (¢t = 10 s) Ts 260
Gesamtverlustleistung, T, = 25°C Pt 400 mwW
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iLQ1,ILQ 2
ILQ 5, ILQ 74

Kennwerte (T, = 25°C, wenn nicht anders angegeben)

Bezeichnung ] Symbol Werte Einheit

Sender (GaAs-LED)

Vorwirtsspannung (I =60 mA) ILQ1,2,5 | W 1,3(=<1,5) \
(I-=20mA) ILQ74 1,3(<15)

Sperrstrom (\L=30V) ILQ1,2,5 | L 0,1(<10) pHA
(\W=30V) ILQ74 0,1 (=<100)

Kapazitat (V, = 0) Co 100 pF

Warmewiderstand Rina 750 K/W

Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Spannung ILQ1 Vee >30 \
(Ie = 1mA) ILQ2,5 =70

ILQ74 >20
Emitter-Kollektor-Spannung
(Iz = 100 pA) ILQ1 Vec 10(=7)
(I = 100 pA) ILQ2,5 10(27)
Kollektor-Emitter-Strom
(Vee =10V, [ =0) LQ1,2,5 | I 5(<50) nA
(Veg =5V, =0) ILQ 74 5 (=<500)
Kollektor-Emitter-Kapazitat ILQ1,5,74 | Cero 2 pF
(Vee =0) ILQ2 20
Stromverstarkung HFE 450 -
(Vg =5V, I = 100 pA) ILQs
Warmewiderstand Rinsa 500 K/W
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iLat, L@ 2

iLQ 5, ILQ 74
Kennwerte (7, = 25°C, wenn nicht anders angegeben)
Bezeichnung l Symbol l Werte Einheit
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ice = 1,6 MA, I = 16 mA) ILQ1,2,5 | Ve 0,25 (<0,5) v
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(I.e =2mA, I = 16 mA) ILQ 74 0,3(<0,5)
Gleichstromubertragungsverhaltnis
(I =10 mA, Ve = 10V) LQ1 CTR 35 (=20) %
(I =10mA, Ve =5V) ILQ2 >100
(I =10mA, Ve =10V) ILQs 70 (=50)
(I =16 mA, Ve =5V) ILQ 74 35(=12,5)
Koppelkapazitéat (0% 0,5 pF
Isolationsprifspannung (t = 1's) VisoL 5300 Voc
Isolationswiderstand RisoL 100 GQ
Warmewiderstand Ripia 150 K/W
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iLat,iLQ2
ILQ 5, ILQ 74

10°

10"

107

102

Schaltzeiten (typisch) als Funktion vom
Basis-Emitter-Widerstand (mit Sittigung)
(Ir =10mA; 1=100 ms; D= 50%)
t=f(Rge)

ifOFF//

Al c anl o and
v el w ¢ 1w
= Rae
Ausgangskennlinien (typisch)
(Normiert bei:
Ir=10mA; Vgg = 10V; T, =25°C)
IC rel = f( |/CE)
— ;
)
!
Ie=20mA
B
A 10mA
T lJl
7 1T
v/ 5 mA[T]
/8
1mATH
A
T
1 5 v 10
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103

us

10'

14

13

12

Schaltzeiten (typisch) als Funktion
vom Lastwiderstand

(Ir=10mA; T=100ms; D= 50%)
t=f(RA)

N

Vorwiértsspannung (typisch) der Diode
Ve = f(Ip)

B ! !' [
“ ’\ ! \ /
Ll oA
LS.
L /
or|! | /]
=55 Gy
AT T /
Vil
=gl L/
i 25 C//T |
| | i
* 1
//- 100°C i |
L
- A
W
1 L
A
/| {
/V (1437
107! 5 10° 5 100 mA 102
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iLa1,1LQ 2
ILQ 5, ILQ 74

10?

10°

Basisstrom (/¢p) (typisch)
als Funktion vom Vorwirtsgleichstrom
(Veg =10V, T =25°C)

Iog = 1 (k)

T
= T {;P i
! | d
| ] ! //
Y
/

LA
—— dis

(N

10° 5 10 mA 102

]
I =20 mA )
\\1
1p mA
— 41 —
—— 5mA —
T R i
<
i__: — — o — 1
{ TmAT— T — —
[ I B N
il |

—»[F

Kollektorstrom (typisch)

als Funktion der Temperatur
(Normiert bei:

Ir=10mA; Veg =10V, T = 25°C)
Icrer = f(Ta)

=55 =25 0 25 50  75°C100

‘_>7'A
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Kollektor-Emitter-Reststrom (typisch)
als Funktion der Temperatur
Iogo = f(T)

-20 0 20 40 60  80°C100

=

Kollektorstrom als Funktion

vom Vorwiértsgleichstrom
(Normiert bei:

I =10mA; Vog =10V, T, = 25°C)
IC et =1 (IF)

1M

[

10°
mA
5

100 ——

107" /

v L @
S
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SIEMENS

Vierfach-Optokoppler 5,3 kV ILQ 30
iLQ 55

Wesentliche Merkmale

@ GaAs-Infrarotdiode und Silizium-Fotodarlington als Empfanger
@ Isolationsprifspannung: 5300 V

@ Nennlaststrom: 125 mA

@ kurze Anstiegszeit von 10 ps

@ kurze Abfallzeit von 35 us

@ Mindeststromibertragungsverhaltnis: 100%

@ lange Lebensdauer

@ Standard-DIP-Gehéause

@ UL-Prufzeichen (UL-Nr. E52744) R (siehe Seite 38)

Anwendungen
@ Ersatz von Reed-Relais und Quecksilberrelais

Typ Bestelinummer
ILQ 30 Q68000-A4379-F114
ILQ 55 Q68000-A4380-F114

Rastermafl

10 116 Anode 1-1 }\& 16 - Emitter 1
20 15 Kathode 1-2[3 15- Kollektor 1
3] uil Kathode 2 -3 }§q % - Kollektor 2
N 13 Anode 2 - & 13- Emitter 2
s 12 Anode 3 -5 12- Emitter 3
in Mn Kathode 3 -6 §§d 11- Kollektor 3
un 110 Kathode & -7 NQ 10- Kollektor &
8 9 Anodeh—8§ 9 - Emitter &

Gewicht etwa 2 g
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ILQ 30

ILQ 55

Grenzwerte
Bezeichnung J Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode; je Kanal)
Sperrspannung Va 3 Vv
Vorwartsgleichstrom I 50 mA
Verlustleistung, T, = 26°C Piot 75 mwW
Empfénger (Si-Fotodarlington; je Kanal)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung ILQ 30 Veeo 30 \

ILQ 55 55
Kollektorstrom Ic 125 mA
Verlustleistung, 7, = 25°C Piot 150 mw
Optokoppler
Lagertemperatur Tq —-55...+125 °C
Betriebstemperatur Top —55...+100
Loéttemperatur (t = 10 s) Ts 260
Gesamtverlustleistung, T, = 256°C Piot 500 mwW
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iLQ 30

ILQ 55
Kennwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)
DurchlaBspannung (I = 20 mA) 74 1,25 (<1,5) \'
Sperrstrom (V; =3,0V) I 0,1 (<10) pA
Kapazitat (Vg = 0) Co 50 pF
Wirmewiderstand Rinsa 100 K/W
Empfénger (Si-Fotodarlington)
Kollektor-Emitter-Spannung 1LQ 30 Vee 30 Vv
(Ice = 100 pA, I =0) ILQ 55 55
Kollektor-Emitter-Strom (Ve = 10V, I = 0) Iee 1,0 (<100) nA
Kapazitat Kollektor / Emitter (Ve = 10V) Cee 34 pF
Warmewiderstand Rinn 500 K/W
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Vg sat 09(=<1,0) v
(I =50 mA, I = 50 mA)
Stromiibertragungsverhaltnis CTR 400 (=100) %
(I =10mA, Ve =5V)
Isolationsprufspannung (t = 1's) VisoL 5300 Voc
Isolationswiderstand RisoL 10" Q
Isolationskapazitat GsoL 0,5 pF
Warmewiderstand Rinua 180 K/W
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ILQ 30

ILQ 55
Durchlastrom der Diode Transistorausgangsstrom
A1r|:=f(vp) mA Ic = f(Vee)
160 200 T l T
| Jp=50 mA-|
180 L1 L
140 I L ‘ Ly Ja !
I | 160 | T LomA
120 T
/ adinl
140 A
100 - 1/ 30mA ||
80 ll 100 // ‘(
20 mA |
60 / 80 m
L “©
40
7 *0 puil
— [ !
/ T | 7 0 [ l L ’——'
12

0 0
09 10 Al 13V 0020406081012 14 16 18 20V

[—— VF —— VCE
Transistorstrom Dunkelstrom
ma fo=1(Vee) nA Tceo=1(Tp)
100 — 10° — —
! // I = ‘lZImA — == —
P /
N / | Iteo

1

l ! |

T 8 L 10mA l |
103 o N

60 A / 8 mA | A8
/ // 102 y -
40 - / 6mA | I /II ]
7/ // / t.l A
—b4 m
" , / / ) I’ } 10!
. /ﬁ / 2mA_| | /
0 L { o /
0 20 40 60 8oV 0 2
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SIEMENS

Optokoppler 5,3 kV SFH 600
fir hohe Anforderungen (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ Transistoroptokoppler in DIP-6-Kunststoffgehause mit BasisanschluB
@ Koppelfaktor bei Ir = 10 mA, Ve =5V:40...320%
Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:2 innerhalb der Gruppe
@ Spezifizierter, minimaler Koppelfaktor bei I = 1 mA, Ve = 5V: =13% (typ. 60%)
@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhangigkeit vom FluBstrom
@ Geringe Degradation des Koppelfaktors
@ Feldeffektstabil durch TRIOS®")
@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vego = 70 V
@ Geringe Koppelkapazitat
@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit
@ Kurze Schaltzeiten
@ Isolationsprufspannung: 5300 V
@ Freigegeben nach VDE 0883 & (siehe Seite 38)
@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E52744) R\ (siehe Seite 38)

@ Auch mit folgenden Optionen lieferbar:
— Option 2: Sehr hohe Langzeitstabilitat des Kopp Ifaktors

= vpulii 2. ST 12 LangLensialn ces

-
— Option 3: Spezifizierte Kenndaten von 0°C bis 70°C
— Option 4: Kurzere, spezifizierte Schaltzeiten
— Option 5: Erhdhte Stabilitat gegen Umwelteinflisse (Feuchte)
— Option 7: Anschlisse gebogen fur SMD-Montage (VDE 0805/0806 wird erfullt)

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und Ausgang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht tberschreiten.

‘—'7‘8 j—— .._H
Typ Bestellnummer Zfs' ] 85 min
SFH600-0 | Q68000-A7313 63 i T
SFH600-1 | Q68000-A7314 w7 I ; ﬂ
SFH 600-2 | Q68000-A7315 e 0.9 j—[\g vl
bt os Il I dlst ==
SFH600-3 | Q68000-A7316 200 o35 055
025 045
-‘7,62'12# e 254
|
14t H1}6 Anode - 1& 6-Basis
28t @ 85  Kathode -2/ [, ~{ 5- Kollektor
3 -l}b nicht belegt -3~ L~ Emitter

e
————— Luft-Kriechstrecke 7.2 min.

') TRIOS® = TRansparenter I0nen-Schirm Gewicht etwa 0,4 g
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SFH 600

Grenzwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol [Werie Einheit

Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung A 6 Vv

Vorwartsgleichstrom I 60 mA

VorwaértsstoBstrom (£, <10 us) Tegm 25 A

Verlustleistung Pio; 100 mwW

Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vero 70 \

Kollektor-Basis-Sperrspannung Veso 70

Emitter-Basis-Sperrspannung Veso 7

Kollektorstrom I 50 mA

Kollektorspitzenstrom (f, <1 ms) Tesm 100

Verlustleistung Pt 150 mwW

Optokoppler

Lagertemperatur Torg —-55... +150 °C

Umgebungstemperatur Ta -55...+100

Sperrschichttemperatur T 100

Lottemperatur Ts 260

(max. 10 s, Tauchlétung: Abstand zu

Gehauseunterkante >0,5 mm)

Isolationsprifspannung’) VisoL 5300 Voc

zwischen Sender und Empféanger

(Klima nach DIN 40046 Teil 2 Nov. 74)

Bezugsspannung nach VDE 0110b 500 Vac eit

(Isolationsgruppe C) 600 Vo

Kriechstrecke =7 mm

Luftstrecke =7

Kriechstromfestigkeit CTl 175 (Gruppe llla -

(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109)

Isolationswiderstand (Vg = 500V, T, = 25°C) | RsoL >10" Q
(Vio =500V, T, = 100°C) >10"

') Prufgleichspannung nach DIN 57883, Juni 1980
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SFH 600

Kennwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung | Symbol LWerte Einheit

Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (Iz = 60 mA) Ve 1,25 (<1,65) v
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Ver >6

Sperrstrom (V; =6V) I 0,01 (<10) pA
Kapazitat (V; =0V, f= 1 MHz) Co 25 pF
Warmewiderstand Rinua 750 K/W

Empféanger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo >70 \Y
(Ice = 10 pA)
Emitter-Basis-Sperrspannung (g = 10 pA) Vero =7
Kapazitat (Ve =5V, f=1MHz2) Cee 52 pF
(Vg =5V, f=1MHz) Ces 6,5
(Ve =5V, f=1MHz) Ces 9,5
Wérmewidersht_v_and ] _.‘?,!J_,3 o 500 K/W
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ve sat 0,25(=<04) \"
(I =10mA, I, = 2,5 mA)
Koppelkapazitat (o 0,80 pF

Die Optokoppler werden nach dem Stromibertragungsverhiltnis I/ I bei V. = 5 V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

Bezeichnung Symbol | Werte Einheit
Gruppe 0 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3

Koppelfaktor I/ I %

(I = 10 mA) 40...80 63...125 | 100...200 | 160...320

(l= 1mA) 30 (>13) [ 45(>22) [ 70(>34) |90 (>56)

Kollektor-Emitter- Ieeo 2(<35) 2(=<35) 2(=35) 5(<70) nA

Reststrom

(Ve = 10V)
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SFH 600

Schaltzeiten

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

I R=T59
O———— —O0 |/ =5V
— [ ~— cC
=L
o—{L
L1Q
‘-——— o0
Bezeichnung Symbol Werte Einheit Bedingungen
Einschaltzeit tyin 3,2 us I =10mA
: - Vee=5V
Anstiegszeit t 2,0 cc
iegszei 4 T, =25°
Ausschaltzeit bas 3,0 AR =75Q
Abfallzeit k 25
Grenzfrequenz f 250 kHz
Schaltbetrieb (mit Sattigung)
Lk Ri=1kQ
== V=5V
¥= I
o— 31— L—o
41Q
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gruppe 0 Gruppe 1u. 2 | Gruppe 3
I =20 mA I.=10mA I.=5mA

Einschaltzeit tin 37 45 58 us
Anstiegszeit t 25 3,0 4,0
Ausschaltzeit laus 19 21 24
Abfallzeit A 11 12 14
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SFH 600

Stromiibertragungsverhéitnis Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion vom Diod (typisch) als Funktion vom Diodenstrom
(Ta= —25°C, Veg =5V) (TA=0°C, Vge =5V)
Ic _ I _
%TF‘—f(lF) %F—f(lF)
10° = 108 ——- os
I 5 I 5 Lo 110 T
Ir Tr L
‘ HHH L
102 G Bl 1 ol NP
> Pl FeT A =
5 > )(\ P 5 1
prad < g A< jl
A Y o] I A 0 |
1171 7 M
-~ d 2 //// 2
10" - man 10" E A iy 30
e it wl Ja n e T For
U, S |
5 5 - i
— L 1
(1]
500 02
109 100 Ll
10" 5 100 5 10" mA 107 5 100 5 10'mA
=] F —*—A»‘IF
Stromiibertragungsverhiéitnis Stromiibertragungsverhéltnis
(typisch) als Funktion vom Diodenstrom (typisch) als Funktion vom Diodenstrom
(Ta=25°C, Vge =5V) (Ta=50°C, Veg =5V)
I
vy 1= 1) o 1= U
10 ——— 10
Io 5 IO T
Ir T
1 //" I
102 il get! 107 ] e
— -~ >t —~
5 s 5 -
’ PSP |
VU AT N o ]1]] N A A Jolll]]
1
1 & ///’ 2 10" // - al ;
10 " 3 34
S 7
5 57
Q{ﬁﬁ I (0499
100t~ 100 ==
107 5 100 5 10'mA 107 5 100 5 10'mA
—1 —;
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SFH 600

Stromiibertragungsverhaltnis
(typisch) als Funktion vom Diodenstrom
(Ta=75°C, Veg=5V)

Ic
== f(I
% (Ie)
10° T
:
5
Ir
' /”—“_
102 -
5 // LA
V1 Pl |
,// TN
/ é // f"/\
10’ 2
1’ o
7
5
v
N |
504
10°
10 5 100 5 10'mA
Transistorkennlinien
(Stromverstarkung HFE = 550)
(Ta=25°C, ¥ £ 06V)
Ic = f(Vcg)
30
mA 0u97) B
I .
¢ 25 Io=40pA
T //
B ! Iy=30pA
"]
/
/
15 l/ T T I
| | =20 pA&
— | | |
10 Ig=15pA
o
| Ig=10pA
5 i !
Ig = SpA
i IB = ZNA
0 I
0 5 10 v 15

Siemens Aktiengesellschaft

Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion von der Temperatur
(f=10mA, Vgg =5V)

Ic _
T =W
10% :
1
Ic
Ir
HEEE] M
2 —
]
10? !
U ™~
5 —
N\E
AN
0501
1 T
055 0 2% 50 75°C
=Ta
Ausgangskennlinien (typisch)
(Ta=25°C, Iy =0)
oA Ic=1(Vee)
40 T 7
498 ‘ ‘
I i
|

0 — ]
k I =10mA
T
+

I =TmA
 —— !
0 I =5mA™T
—
Te=1mA  dp=amA
-y j !
0 —
0 5 10 15 V
—V
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SFH 600

Vorwirtsspannung (typisch) der Diode
Ve = f()

v

25°CH
50°C
75°C

09
10" 10° 0 mA 107

Iy

Transistor-Kapazitaten (typisch)

(TA=25°C, F=1MHz)

C=f(Ve)

I S S S
§ .

I L

0
1072 0" 10° 10°

— Ve

vV 10?

l(EO

VCE sat

10
09

07
06
05
04
03
0.2
0.1

Kollektor-Emitter-Reststrom (typisch)
des Transistors
(Ir=0)

Icgo = 1(Ta)

e

Siittlg

gssp g (typisch) als Funktion
von Kollektorstrom und Aussteuerungsgrad ')
fiir Gruppe 0

(Tp=25°C)

Ve sat = f (Ic)

Ip‘sx-[c“-

/
N o
[y -
! 0686) 1
| |
10° 5 10 5 102 mA

—— ]

") I = 3 x I, bedeutet, der FluBstrom der Diode ist auf den dreifachen Wert des Kollektorstroms einzustellen.
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SFH 600

Séttigungsspannung (typisch) als Sittigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad’) fiir Gruppe 1 Aussteuerungsgrad’) fiir Gruppe 2
(Tp=25°C) (Ta=25°C)

Ve sat = (o) Vo Veesar=fIg)

Sattigungsspannung (typisch) als Zuléssige Impulsbelastbarkeit
Funktion von Kollektorstrom und Ik = f(t,)
Aussteuerungsgrad’) fiir Gruppe 3 (Tastgrad D = Parameter, T, = 25°C)
(To=25°C)
v VCE sat = f(lc) .
1.0 0% T —
C 7 I AT -
! i H ‘ mA HH t, rﬂﬂl
09 ¢ T - 5 t
VCEsuf J’ ‘ ’ I b D:TL I
A ! L il D=0+ ‘ E::
108 ‘ ! T P [ 0005 ]| | | %—Tf R
| i R 0,01 L
J 07 N : N 0,02‘ \{
[ : 103 i Hi—11 _%;%
! | i NI 1 T
06 1t R NH il I I }
L 1 5 Q1% i o
05 4 | L 072 N NN E
i R SS BRI
L . Ll | N i i
I 05 TS 1
| | | |
03 — 7# T 1 : 10 C i
i - 5
0.2 + J\\'_?/ i 1! | 4 |
Sl eI
01 +— ; T Frt—t e ’
o L1 [l L LU
10° 05 10 107 107 107 100 s

Hrp

') Ir = 2x I bedeutet, der FluBstrom der Diode ist auf den doppelten Wert des Kollektorstroms einzustellen.
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SFH 600

Zuléssige Verlustieistung Zulassiger Vorwirtsgleichstrom der Diode
fiir Transistor und Diode Ie = f(Tp)
Prot=f(Ta)
200 120
mW
Po [T k
150 ] 90
Transistor
100 60
N N
N N
Diode —
S0 30
AN AN
N N
0 0
0 25 50 75 °C 100 0 25 50 75 °C 100

E—— A

'A
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SIEMENS

Optokoppler 5,3 kV SFH 601
fiir hohe Anforderungen (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ Transistoroptokoppler in DIP-6-Kunststoffgehiuse mit BasisanschiuB
@ Koppelfaktor bei I: = 10 mA, Ve =5V: 40...320%
Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:2 innerhalb der Gruppe
@ Spezifizierter, minimaler Koppelfaktor bei I=1mA, Ve =5V: >13% (typ. 60 %)
® Gute Linearitét des Koppelfaktors in Abhéngigkeit vom FluBstrom
@ Geringe Degradation des Koppelfaktors
@ Feldeffektstabil durch TRIOS®")
@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vieo = 100 V
@ Geringe Koppelkapazitat
@ Hohe Gleichtaktstérfestigkeit
@ Isolationsprifspannung: 5300 V
@ Freigegeben nach VDE 0883 & (siehe Seite 38)
@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E52744) R (siehe Seite 38)
@ Gutegepr(ft nach CECC 20004/06) € (siehe Seite 40)
® Auch mit folgenden Optionen lieferbar:
— Option 1: Gepruft nach VDE 0884
- Option 2: Sehr hohe Langzeitstabilitat des Koppelfaktors
- Option 3: Spezifizierte Kenndaten von 0°C bis 70°C
- Option 5: Erhéhte Stabilitat gegen Umwelteinflisse (Feuchte)
- Option 6: Anschliisse im 10,16-mm-Raster (VDE 0805/0806 wird erfiillt)
- Option 7: Anschlisse gebogen fiir SMD-Montage (VDE 0805/0806 wird erfillt)

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und Ausgang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Giberschreiten.

78
Typ Bestellnummer ’*Zé’_— B min
SFH601-1 | Q68000-A7318 63 [ T
SFH601-2 | Q68000-A7319 ' i TS
SFH601-3 | Q68000-A7320 i ool ) Wetss
SFH601-4 | Q68000-A7321 20 e l__ I
7622 puppia

14 HI 6 Anode - 1EZ 6-Basis
2{»@} 155 Kathode -2 ‘E 5- Kollektor
3d -4 nicht belegt -3 4- Emitter
L

—— —Luft-Kriechstrecke 7.2 min

') TRIOS® = TRansparenter 10nen-Schirm Gewicht etwa 04 g

208



SFH 601

Grenzwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung [ symbol | werte Einhelt

Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung W 6 Y

Vorwirtsgleichstrom I 60 mA

VorwartsstoBstrom (£, <10 us) Iesm 25 A

Verlustleistung Piot 100 mw

Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 100 \

Kollektor-Basis-Sperrspannung Veao 100

Emitter-Basis-Sperrspannung Vero 7

Kollektorstrom I 50 mA

Kollektorspitzenstrom (#, <1 ms) Icsm 100

Verlustleistung Pt 150 mw

Optokoppler

Lagertemperatur Titg -55... +150 °C

Umgebungstemperatur Ta —55... +100

Sperrschichttemperatur T 100

Léttemperatur Ts 260

(max. 10 s, Tauchlétung: Abstand zu

Gehauseunterkante >0,5 mm)

Isolationsprifspannung’) VisoL 5300 Voc

zwischen Sender und Empfanger

(Klima nach DIN 40046 Teil 2 Nov. 74)

Bezugsspannung nach VDE 0110b 500 Vac efr

(Isolationsgruppe C) 600 Ve

Kriechstrecke =7 mm

Luftstrecke =7

Kriechstromfestigkeit CTI 175 (Gruppe llla -

(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109)

Isolationswiderstand (Vo = 500V, T, = 25°C) | RsoL >10"* Q
(Vo =500V, T, = 100°C) =10""

') Prufgleichspannung nach DIN 57883, Juni 1980
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SFH 601

Kennwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung Eymbol l Werte Einheit

Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (I = 60 mA) Ve 1,25 (<1,65) Vv
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Ven >6

Sperrstrom (Vg =6V) I 0,01 (<10) pA
Kapazitat (Vg =0V, f=1MHz) Co 25 pF
Warmewiderstand Rinsn 750 K/W

Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo =100 "
(Ice = 10 pA)
Emitter-Basis-Sperrspannung (Igg = 10 pA) Veso =7
Kapazitat (Ve =5V, f=1MHz) Cee 6,8 pF
(Veg =5V, f=1MHz2) Ces 8,5
(i =5V, f=1MHz) G 11
Warmewiderstand Rinia 500 K/W
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Séttigungsspannung Ve sat 0,25 (<0,4) v
(Ir =10mA, I; = 2,5 mA)
Koppelkapazitat [N 0,80 pF

Die Optokoppler werden nach dem Stromubertragungsverhaltnis I/l bei Ve =5 V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

Bezeichnung Symbol | Werte Einheit
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4

Koppelfaktor I/ I %

(I = 10 mA) 40...80 63...125 | 100...200 | 160...320

(I = 1 mA) 30 (>13) | 45(>22) |70 (>34) |90 (>56)

Kollektor-Emitter- Ieeo 2(<50) |2(<50) |5(<100) |5(=<100) | nA

Reststrom

(Vee =10V)
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SFH 601

Schaltzeiten

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

& R=T5Q
o —oV, =5V
—e I+ e
\ame c
o—{ 33— 0
L1Q
L?_———o
Bezeichnung Symbol Werte Einheit Bedingungen
Einschaltzeit Lin 3,0 us I =10mA
- . Vee=5V
Anstiegszeit t 2,0 T, =25°C
Ausschaltzeit tos 23 R =75Q
Abfallzeit 4 2,0
Grenzfrequenz f 250 kHz
Schaltbetrieb (mit Sattigung)
ko R=1kQ
 —— o =5V
=™
-0
o— 31— ‘'_——o
L7Q
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gruppe 1 Gruppe 2 u. 3 | Gruppe 4
I =20 mA I=10mA I.=5mA
Einschaltzeit tiin 3,0 42 6,0 us
Anstiegszeit t 20 3,0 4,6
Ausschaltzeit tus 18 23 25
Abfallizeit K 1 14 15
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SFH 601

Stromiibertragungsverhiltnis (typisch)
Ic/ I = ()
3 (Ta= —25°C, Vgg =5V)

10 . T
]F % i T ;,,_:
5 {40 —
]

| 1L
N
s
51
|

Stromiibertragungsverhéltnis (typisch)
I/ I =f(If)
3 (Ta=25°C, Ve =5V)
10

I |

I % i J\
T I
° [ —
BEaliiy.

fmt

102 | ¢{/é/” L L
L B g 7 14‘
| /' / L

5 / ;7/‘/ -

p ‘

4 [ |
oA
/)

Y/
101 L ’ /\l
107 5 10° 5mA100 2
— -

Siemens Aktiengesellschaft

Stromiibertragungsverhiitnis (typisch)
Ic/ I = f(If)
(TA=0°C, Vg =5V)

([ R

[ 81—
[_C % %I [t, i} ,I LF ]
.o 41 1
5 | : L |
1 St
L -
e
 N— /7/ T 3
1 |

U T
10° i /,/V Z
. ]

Stromiibertragungsverhaltnis (typisch)
Ic/ I = f(If)
103 (TA=50°C, Vcg =5V)

I. % ]%F

n
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SFH 601

Typisches S iibertragung héltni: Typisches Stromiibertragung héltni
I/ I = F(Ip) I/ Iz = £(Tp)
3 (TA=75°C, Vg =5V) 3(IF=10mA, Vee=5V)
10 I W0 TTT TITT
It % -~ HHHE T
e Ie oy FHHHH R
[ - ‘
5 5 } T
Ll L -+
WL ‘
= sunl T
// 3 3 |
A B S RIRIREARBERRRS
2 2 | |
10 I/ } 10° T .
A ] . 1 IR
/A 1
5 A F— 5 = :
.41V 1 | | by
| j / P | i ! |
L// /'l‘ y L | ‘ A fob e
'/ / i
y. R
/ /// /f, _FT ! f ﬁ i
1 06 | i i \ )i
10 // ot LU L] ILVLLM
107 5 10° smat0' 2 -25 0 25 5 °C 75
—_— IF —_— A
Transistorkennlinien Ic = f(Vcg) Typische Ausgangskennlinien
(Stromverstarkung HFE = 550) Ic = f(Vce)
(TA=25°C, I =0) (TA=25°C)
30 30
T
6 i
; mAE-?» : h' : mA [ Hl]
c _; 1 | I. = 1bmA 4
T 1 I F
T ] ] % I=4opA T ’ﬂ/
Ll | BT RS 1 12mA
S - i T - —
20— f l{ 41 20 AT 1
/[ ! A T 10mA
f —t—+115=300A — 1 b
{ L _3_1]_1_.__ = PR
unSuinuunn L T Bma -
B I,=20uA | % i ——
gt I
o T - 10 [T §mA |
BER -
- ] g
IB[ 110;:1\ 4mA
[ f
Iy=SpAL | zlm;]x
fg=2uA1 1 TmA |
0 L1 o T T T T
0 5 10 vV 15 0 S 10 vV 15
—_— - V(.E V(F_
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SFH 601

Typische Vorwirtsspannung der Diode

Ve = ()
12
\%
¥
25°CH
50°C
// 75°C
11 ) y W
/)
/Y
‘!
/
10 f //
/
A /
Y
/ -
v 0509,
09
107 5 10° 5 10 5mA10?
e IF
Typischer Transistor-Kapazitaten
Cce = f(Vee)
(TA=25°C, f=1MHz)
24
 —"
c DF N
N
20 N
N\
18
\
16 \
1 N Ces 711
12 ~~~‘ [CB T
T
i
NN
) I
\
6 N
L N
N
2
0627
0 Nl
107 10! 10° 10" v 10°

—

Typischer Kollektor-Emitter-Reststrom
des Transistors

Iceo = F(Ta)

(Ir=0)

10°
uA

<

({3

Iy
i

A N

/ -
3 06

-25 0 25 50 75 °C 100

—

Typische Sittigungsspannung
Vee sat = (lc)
Ansteuerungsgrad’) fir Gruppe 1
(Ta=25°C)

s |
o:ze /
| /

0,3 / M

0,2 >~ /

01 i

0

5 mA 10°
C

10 5 10

") Ir =3 x I; bedeutet, der FluBstrom der Diode ist auf den dreifachen Wert des Kollektorstroms einzustellen.
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SFH 601

Typische Sittigungssp '} Typische Sattigungssp g
Voe sat = f(Ic) Vee sat = F (o)
Ansteuerungsgrad" fir Gruppe 2 Ansteuerungsgrad" fur Gruppe 3
(Ta=25°C) (Ta =25°C)
[17]
\% v \% I. = I T
CEsat CE sat FoiC
08 08 /
0,7 0,7
0,6 0,6
0,5 0,5
/ I = 2x I, A
0,4 J / 0,4
I =2x1I¢
03 03 F 1
g / "
\ Y ]F=3xlc / I =3x1]
0,2 I~ :: 0.2 ‘__:,/ F 3
01 B 01 1
39 639
0 0 0 1 2
10° 5 10 5 mA 107 10 5 10 5 mA10
— I —
Typische Siattigungsspannung Zulassige Veriustieistung
Vee sat = f(Ic) Prot = f(Ta)
Ansteuerungsgrad" fir Gruppe 4
(Ta=25°C)
10 200 —— T
0490
v v mW
CEsat Ptot
08
150
07 Transistor
0,6 / I=1I
05 / 100
04 NC
/ N
03— 4 Diode —;
Vg 50
02 A4 fe=2xd |
A _::9 IF =3x I( N
01 | ] N
~
6
0 0
10° 5 10 5 mA 10° 0 25 50 75 °C 100
—_— IC —- 7;

') I = 2 x I bedeutet, der FluBstrom der Diode ist auf den doppelten Wert des Kollektorstroms einzustellen.
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SFH 601

Zuléssiger Vorwirtsgleichstrom der Diode Zuléssige Impulsbelastbarkeit
Ie=£(Ty) I = f(t)
(Tastgrad D = Parameter, T, = 25°C)
120 104
mA @ mA
L A
. y
103
5
60
N \\~ |
N | T~~~ :N N
N~
\ 102 05 \‘ N H
Dt
3 5
AN
N
0506
0 25 50 75 °C 100 05 0% 107 102 107 100 s 10

—T -t

P

Siemens Aktiengesellschaft 216



SIEMENS

Optokoppler 5,3 kV SFH 601 G?
fiir hohe Anforderungen (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ Transistoroptokoppler in DIP-6-Kunststoffgehause mit BasisanschluB im RastermaB
10,16 mm
@ Koppelfaktor bei I = 10 mA, Voe =5V:40...320%
Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:2 innerhalb der Gruppe
@ Spezifizierter, minimaler Koppelfaktor bei /; = 1 mA, Vee =5V: 213% (typ. 60%)
@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhangigkeit vom FluBstrom
@ Geringe Degradation des Koppelfaktors
@ Feldeffektstabil durch TRIOS®"
@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vggo = 100V q
@ Geringe Koppelkapazitat
@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit \oo
@ Isolationsprifspannung: 5300 V *
@ Freigegeben nach VDE 0883 € (siehe Seite 38) ‘\o
Folgende Normen werden erflillt: §
VDE 01106, VDE 0804, VDE 0860, VDE OSO% 806
@ UL-Priifzeichen (File-Nr. E52744) R (sieh ite 38)
\
Der Potentialunterschied zwischen %@\d Ausgang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht i]berschreit{n.

R
Typ Bestellnumnigr
SFH 601 G-1 | Q68000-

SFH 601 G-2 068(?188
SFH 601 G-3 | Q68000-A7187

SFH 601 G-4 | Q68000-A7772

£
' e }JO_,BAmin

Rastermaf3
11 116 Anode -‘l& 6-Basis
200l (O @5 Kathode -2 §|E 5-Kollektor
3] [T 14 nicht belegt -3 L - Emitter

Gewicht etwa 0,4 g

" TRIOS® = TRansparenter IOnen-Schirm
2 SFH 601 G wird ersetzt durch SFH 601 Option 6
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SIEMENS

Schneller Optokoppler 5,3 kV SFH 606?
fir hohe Anforderungen (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale

@ Transistoroptokoppler in DIP-6-Kunststoffgehause mit BasisanschluB
® Koppelfaktor bei Ir = 10 mA, Ve =5V: 63...125%

@ Spezifizierter, minimaler Koppelfaktor bei J; = 1 mA, Vee=5V: 222%
@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhangigkeit vom FluBstrom

@ Geringe Degradation des Koppelfaktors

@ Feldeffektstabil durch TRIOS®")

@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vig, = 70 V

® Geringe Koppelkapazitat

@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit Q’

@ Sehr kurze Schaltzeiten Q.

@ Isolationsprifspannung: 5300 V \\)u

@ Freigegeben nach VDE 0883 € (siehe Seite 38) ’*.,

@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E 52744) R\ (siehe Seite

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und @ang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Uberschreiten. Q

Typ Bestellnummer $ 78 87
& 7 =85
SFH 606 Q68000-A7827 _ +* 4% 65 min
Mﬁ 63 i M
X — Rallipi i
“& B 0.9 | .
MW oo Jl I | i
5
5

%o [] 05min
36
3

20001 035 05
R
76270 254

1 H}6 Anode - 1}2 6-Basis

2E-~@ 1) Kathode -2 \\I: 5- Kollektor

31 | fpre nicht belegt 31 N4~ Emitter
L——)

— ——Luft-Kriechstrecke 7.2 min

Gewicht etwa 0,4 g

') TRIOS® = TRansparenter 10nen-Schirm
?) SFH 606 wird ersetzt durch SFH 600-1, Option 4
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SIEMENS

Niedrigstrom-Optokoppler 5,3 kV SFH 608
fiir hohe Anforderungen (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ Transistoroptokoppler in DIP-8-Kunststoffgehause fir Niedrigstrom-Anwendungen mit
BasisanschluB
@ Sehr hoher Koppelfaktor bei I. = 1 mA, Voe = 0,5V: 100...500%
Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:2 innerhalb der Gruppe
@ Spezifizierter, minimaler Koppelfaktor bei Iz = 0,5 mA, Ve = 1,5V: =50% (typ. 200%)
@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhéangigkeit vom FluBstrom
@ Geringe Degradation des Koppelfaktors
@ Feldeffektstabil durch TRIOS®?
@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vggo = 50 V
@ Geringe Koppelkapazitét
@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit
@ Isolationsprifspannung: 5300 V

&

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und A g des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Uberschreiten.
O
N

Typ Bestellnummer
SFHE08-2 | Q68000-AB507 BLLS

c
SFH 608-3 | Q68000-A8508 ﬂ

o
SFH608-4 | Q68000-A8509 i +

Bk

14t H6 Anode - 1§Z 6-Basis
2 { @ 25 Kathode -2 ‘QLE 5- Kollektor
34 »:IM nicht belegt -3 - Emitter

L=

—-—-—Luft-Kriechstrecke 7,2 min.

Gewicht etwa 0,4 g

') TRIOS® = TRansparenter 10nen-Schirm
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SFH 608

Grenzwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol | Werte Einheit

Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung Vs 6 \

Vorwirtsgleichstrom I 40 mA

VorwartsstoBstrom (£, <10 us) Irsm 25 A

Verlustleistung Piot 60 mwW

Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 50 \

Kollektor-Basis-Sperrspannung Vero 50

Emitter-Basis-Sperrspannung Vero 7

Kollektorstrom I 50 mA

Kollektorspitzenstrom (£, <1 ms) Icsm 100

Verlustleistung Piot 150 mw

Optokoppler

Lagertemperatur Taq -55... +150 °C

Umgebungstemperatur Ta -55...4+100

Sperrschichttemperatur T 100

Léttemperatur Ts 260

(max. 10 s, Tauchlétung: Abstand zu

Gehéuseunterkante =0,5 mm)

Isolationsprifspannung’) VisoL 5300 Vic

zwischen Sender und Empfanger

(Klima nach DIN 40046 Teil 2 Nov. 74)

Bezugsspannung nach VDE 0110b 500 VA eff

(Isolationsgruppe C) 600 Voe

Kriechstrecke =7 mm

Luftstrecke >7

Kriechstromfestigkeit CTI 175 (Gruppe llla -

(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109)

Isolationswiderstand (Vio = 500V, T, = 25°C) | AsoL >10% Q
(Vo =500V, T, = 100°C) >10"

') Prufgleichspannung nach DIN 57883, Juni 1980

Siemens Aktiengesellschaft 220



SFH 608

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte [ Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (I = 5 mA) Ve 1,2(<15) "
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Ver =6

Sperrstrom (V; =6V) Iy 0,01 (<10) pA
Kapazitat (Vg =0V, f=1MHz) Co 25 pF
Warmewiderstand Rinsa 1250 K/W
Empféanger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo =50 \
(Ice = 10 pA)

Emitter-Basis-Sperrspannung (Izg = 10 pA) Veso >7

Warmewiderstand Rinua 500 K/W
Optokoppler

Koppelkapazitat I (o lp,SO pF

Die Optokoppler werden nach dem Stromuibertragungsverhaltnis I/ Iz gruppiert und mit arabi-

schen Ziffern gekennzeichnet.

Bezeichnung Symbol | Werte Einheit
Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
Koppelfaktor I/ I %
F=1mA, V=05V 100...200 160...320 250...500
L=05mA Ve =15V 120 (= 50) 200 (> 80) 300 (=>125)
Kollektor-Emitter
Sattigungsspannung Veesat 0,25 (<0,4) 0,25 (<04) 0,25 (<04) \
I=1mA (Ic=0,5mA) | (I =0,8mA) | (I,=1,25mA)
Kollektor-Emitter- ) . 10 (<200) 10 (<200) 10 (<200) nA
Reststrom
Vee = 10V
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SIEMENS

Optokoppler 5,3 kV SFH 609?
fiir hohe Anforderungen (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ Transistoroptokoppler in DIP-6-Kunststoffgehause mit BasisanschluB
@ Koppelfaktor bei Ir = 10 mA, Ve =5V:40...200%
Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:2 innerhalb der Gruppe
@ Spezifizierter, minimaler Koppelfaktor bei I. = 1 mA, Vee =5V: 213% (typ. 70%)
@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhangigkeit vom FluBstrom
@ Geringe Degradation des Koppelfaktors
@ Feldeffektstabil durch TRIOS®"
@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vego = 90 V
@ Geringe Koppelkapazitat
@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit (\Qﬂ
@ Kurze Schaltzeiten \0
@ Isolationsprufspannung: 5300 V *
@ Freigegeben nach VDE 0883 € (siehe Seite 38) 0
@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E52744) R\ (siehe Seit@

Der Potentialunterschied zwischen Ein- unc@gssgang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Uberschreiten.

¢
~

Typ Bestellnummer ‘.‘* =74 ‘—3:75——

SFH609-1 | Q68000-A7189 5\? PE:\] ' -

SFH609-2 | Q68000-A m —.

SFH 609-3 0%3 5&7& Tl } i
0.

0,5min.

9 —
8 [RF=
20°0 035 055
0,25 0,45
762 ] - 2,54
I
14H 6 Anode - 1 6-Basis
2§+ o 35 Kathode -2 EZ{\[_: 5- Kollektor
3 £ \V -T_l—L nicht belegt -3}~ LK— 4= Emitter
[emieet]

————— Luft-Kriechstrecke 7.2 min
Gewicht etwa 0,4 g

') TRIOS® = TRansparenter 10nen-Schirm
?) Daten werden von SFH 601 erfillt
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SIEMENS

Optokoppler 2,8 kV SFH 610, SFH 611
fiir hohe Anforderungen SFH 615, (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ Transistoroptokoppler in DIP-4-Kunststoffgehduse ohne BasisanschiuB
@ SFH 610, SFH 611 und SFH 615 unterscheiden sich nur in der AnschluBbelegung
@® Aneinanderreihbar im 2,54-mm-Raster; dadurch Ersatz von Mehrfachkopplern méglich
@ Koppelfaktor bei I. = 10 mA, Ve =5V:40...320%
Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:2 innerhalb der Gruppe
@ Spezifizierter, minimaler Koppelfaktor bei Ir = 1 mA, Ve =5V: 213% (typ. 60%)
@ Gute Linearitdt des Koppelfaktors in Abhéangigkeit vom FluBstrom
@ Geringe Degradation des Koppelfaktors
@ Feldeffektstabil durch TRIOS®"
@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vggo = 70 V
@ Sehr geringe Koppelkapazitat
@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit durch nicht herausgefiihrten Basisanschiu
@ Kurze Schaltzeiten
@ Isolationsprifspannung: 2800 V
@ SFH 610/611: gltegeprift nach CECC 20004/06 (auf Anfrage)
@ Auch mit folgenden Optionen lieferbar:
- Option 1: Geprdift nach VDE 0884
— Option 2: Sehr hohe Langzeitstabilitdt des Koppelfaktors
— Option 3: Spezifizierte Kenndaten von 0°C bis 70°C
@ Freigegeben nach VDE 0883 € (siehe Seite 38)
@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E52744) W (siehe Seite 38)

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und Ausgang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Uberschreiten.

Typ Bestellnummer Typ Bestelinummer
SFH 610-1 Q62703-N75 SFH611-3 Q62703-N84
SFH 610-2 Q62703-N76 SFH611-4 Q62703-N85
SFH 610-3 Q62703-N77 SFH 615-1 Q62703-N109
SFH 610-4 Q62703-N78 SFH 615-2 Q62703-N110
SFH 611-1 Q62703-N82 SFH 615-3 Q62703-N111
SFH 611-2 Q62703-N83 SFH 615-4 Q62703-N112

') TRIOS® = TRansparenter I0nen-Schirm
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SFH 610, SFH 611
SFH 615

- A'B o
4,6 Jo
1 T e,
— E|
«— O i
G T <
09 || o
0.8 mm
0,55
045
2,54
SFH 610
1 1A Anode -1 N 4 - Emitter
2 3 Kathode-2[= N\™3-Kollektor
SFH 611
10 A Kathode - 1 }/;K: L - Kollektor
2[; ;]3 Anode -2 3 -Emitter

SFH 615

10 1A Anode—1§z\ 4 - Kollektor
20 03 Kathode- 27 N3~ Enmitter

————— Luft-u. Kriechstrecke 6,7min.

Gewicht etwa 0,3 g
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SFH 610, SFH 611

SFH 615

Grenzwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung l Symbol Werte Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)
Sperrspannung 73 6 \
Vorwiértsgleichstrom I 60 mA
VorwirtsstoBstrom (£, <10 us) Tesp 25 A
Verlustleistung Prot 100 mw
Empfénger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 70 \
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 7
Kollektorstrom I 50 mA
Kollektorspitzenstrom (#, <1 ms) Icsm 100
Verlustleistung Piot 150 mwW
Optokoppler
Lagertemperatur Tag —55... +150 °C
Umgebungstemperatur Ta —-55... +100
Sperrschichttemperatur T 100
Lottemperatur Ts 260
(max. 10 s, Tauchlétung: Abstand zu
Gehauseunterkante >1,5 mm)’)
Isolationsprifspannung?) VisoL 2800 Voe
zwischen Sender und Empfanger
(Klima nach DIN 40046 Teil 2 Nov. 74)
Bezugsspannung nach VDE 0110b 250 Vac et
(Isolationsgruppe C) 300 bC
Kriechstrecke =67 mm
Luftstrecke =67
Kriechstromfestigkeit CTl 175 (Gruppe llla -
(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109)
Isolationswiderstand (Vio = 500V, T, = 25°C) | Aol >10" Q

(Vo =500V, T, = 100°C) >10"

') Bei Verarbeitung auf durchkontaktierten Leiterplatten gelten spezielle Lotbedingungen. Bitte bei Bedarf die zuge-

hérige Spezifikation anfordern.
?) Prifgleichspannung nach DIN 57883, Juni 1980
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SFH 610, SFH 611
SFH 615

Kennwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung l Symbol Werte Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)
DurchlaBspannung (I: = 60 mA) Ve 1,25 (<1,65) \
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Var =6
Sperrstrom (V; =6V) Iy 0,01 (<10) HA
Kapazitat (Vg =0V, f=1MHz2) Co 25 pF
Wirmewiderstand Rinsn 750 K/W
Empfénger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vero =70 v
(Uce = 10 pA)
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco =7
(Jeg = 10 pA)
Kapazitéat (Ve =5V, f=1MHz) Cee 6,8 pF
Wérmewiderstand Riun 500 K/W
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Viesat 0,25 (<04) Vv
(I =10mA, I, = 2,5 mA)
Koppelkapazitat (0% 0,25 pF

Die Optokoppler werden nach dem Stromubertragungsverhaitnis I/ I: bei Vog = 5 V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

Bezeichnung Symbol | Werte Einheit
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4

Koppelfaktor I/ I %

(Iz = 10 mA) 40...80 63...125 | 100...200 | 160...320

(I =1mA) 30 (>13) |45(>22) |70 (>34) |90 (>56)

Kollektor-Emitter- Toeo 2(<50) 2(=<50) 5(=<100) | 5(=<100) | nA

Reststrom

(Vee =10V)
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SFH 610, SFH 611

SFH 615
Schaltzeiten
Linearbetrieb (ohne Sattigung)
Ik R=759
O‘:’_“ VC( =5V
@Z e 3
o——}—-
L1Q
Bezeichnung Symbol Werte Einheit Bedingungen
Einschaltzeit toin 3,0 us I =10mA
Anstiegszeit t 20 ¥:° : g;f, c
Ausschaltzeit s 23 R =75Q
Abfallzeit t 2,0
Grenzfrequenz A 250 kHz
Schaltbetrieb (mit Sattigung)
I R=1kQ
o= Ve =5V
T =™
o— 31—
L1Q
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gruppe 1 Gruppe 2 u. 3 | Gruppe 4
=20 mA I=10mA I=5mA
Einschaltzeit tain 3.0 42 6.0 us
Anstiegszeit t. 2,0 3,0 46
Ausschaltzeit laus 18 23 25
Abfalizeit k 11 14 15
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SFH 610, SFH 611

SFH 615

Stromiibertragungsverhéitnis Ausgangskennlinien (typisch)

(typisch) als Funktion von der Temperatur (TA=25°C)

(I: =10 mA, Vge =5V) Ic = F(Vee)

o —rm

3 F
ALY T 30 T T
- 1
ot BT
i I Lo IF = 1bmA
5 ! ¢ { !
i Pt — = e e I
L r T | li2mA
——t |
Enah | A T
1 1] lioma
T e .—_—’W
2 L I ——— T
10 = %T L ] L gmA -
; ; — 1
5 - 10 L Ll lemal
1 =T i
| LbmA_
- T [ ]
I 2mA
l | TnA |
10’ LLL L] o - T
=25 0 0 5 10 vV 15
T Ve
Vorwiértsspannung (typisch) der Diode Transistor-Kapazitat (typisch)
Ve = f(I) (Ta =25°C, f=1MHz)
Cee = f(Vee)

1 — . - - - -
2 W Zl.(w T T {“ ]M “}Hﬂ
v Cee pFi i i ‘ e i

v [ | At o R
1 1 25°Ct T 20 T ‘ T ’ﬁ T
' ‘ 50°( i il i}
//) ¢ I Il il
. 1 | | S LT 1 |
" ! i 16 =TI l;‘ i T
/ / / M; ! “ L ,,‘.~,4 L
/ | i |
12 N il 7
| ! ‘ | |
gy o i
O‘ v /*, L 8 N
1, // | X
i // i 6 !
{ ‘ i
I } |
} 5 ! i’ |‘A‘ 1 b T ‘
oA | ‘ \
{ | H 1 | 2 4 1 I ‘-
iz T
0’9L, i ll \ 0 | LU
10" 10° 100 ma 10° 02 1" 10° 10'
B Ve
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SFH 610, SFH 611
SFH 615

Zulassige Impulsbelastbarkeit
I = f(t)
(Tastgrad D = Parameter, T = 25°C)
10*
mA
5 il
I H
r N
10° )
0
5 !
T RN
0
matSRIRSS
0 g TS
102 .‘ T
DC i
5 i T
.
Ll A L

10’
1

Zulissiger Vorwartsgleichstrom der Diode

05 10t 103 107 10

S

p

10° s 10’

Ir = f(Tp)
120
mA 0495

%
90
60
AN
N
30
AN
N

0

0 25 50 75 °C 100

—_— 7;
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Zulassige Verlustleistung
fiir Transistor und Diode
Prot = f(Ta)

I I
TTTTTTR
Tran;isfor
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Diode
l
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N
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SIEMENS

Optokoppler 5,3 kV SFH 617 G
fur hohe Anforderungen (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ Netztrennkoppler fiir besonders hohe Anspriiche
@ Transistoroptokoppler in DIP-4-Kunststoffgehduse ohne BasisanschluB, Raster 10,16 mm
@ Aneinanderreihbar im 2,54-mm-Raster; dadurch Ersatz von Mehrfachkopplern méglich
® Koppelfaktor bei Ir = 10 mA, Vg =5V:40...320%
Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:2 innerhalb der Gruppe
@ Spezifizierter, minimaler Koppelfaktor bei I = 1 mA, Ve = 5V: =13% (typ. 60%)
@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhangigkeit vom FluBstrom
@ Geringe Degradation des Koppelfaktors
@ Feldeffektstabil durch TRIOS®"
@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vg, = 70 V
@ Sehr geringe Koppelkapazitat
@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit durch nicht herausgefiihrten BasisanschluB
@ Kurze Schaltzeiten
@ Isolationspriifspannung: 5300 V
@ Innerer Abstand >0,8 mm
@ Kriech- und Luftstrecke =8 mm, auch auf Platine realisierbar
@ Freigabe nach VDE 0883; €5 (siehe Seite 38)
@ Erflllte Normen: VDE 01106/0804/0805/0806/0860
@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E52744) R\ (siehe Seite 38)
@ Auch mit folgenden Optionen lieferbar:
~ Option 1: Geprift nach VDE 0884
— Option 2: Sehr hohe Langzeitstabilitit des Koppelfaktors
— Option 3: Spezifizierte Kenndaten von 0°C bis 70°C

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und Ausgang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Uberschreiten.

10,36
9,96 - 22 r
,_‘_7,8 30/”
T { /’1“\0«%
Typ Bestellnummer b5 — ‘
6.3 - N
SFH 617 G-1 | Q62703-N127 Sm K ESE_t
SFH 617 G-2 | Q62703-N128 | L\ 2oy P s
SFH 617 G-3 | Q62703-N129 (—'*-% = T orell U
SFH 617 G-4 | Q62703-N120 0,35 13 7
Pt 025 A
™ — 25l ——
L‘10,16‘”——-4 RastermaR
104 G Anode - 1 4 - Kollektor
N4
2(7'1 33 Kathode -2 3-Emitter
') TRIOS® = TRansparenter IOnen-Schirm Gewicht etwa 0,3 g
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SFH 617 G

Grenzwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung | Symbol Werte lEInhelt

Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung |74 6 \"

Vorwirtsgleichstrom I 60 mA

VorwértsstoBstrom (£, <10 ps) ) - 25 A

Verlustleistung Piot 100 mwW

Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 70 "

Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 7

Kollektorstrom I 50 mA

Kollektorspitzenstrom (#, <1 ms) Icsm 100

Verlustleistung Prot 150 mwW

Optokoppler

Lagertemperatur Tot -55... +150 °C

Umgebungstemperatur Ta —-55...+100

Sperrschichttemperatur T 100

Lottemperatur Ts 260

(max. 10 s, Tauchlétung: Abstand zu

Gehéauseunterkante =>1,5 mm)")

Isolationsprifspannung?) VisoL 5300 Voe

zwischen Sender und Empfénger

(Klima nach DIN 40046 Teil 2 Nov. 74)

Bezugsspannung nach VDE 0110b 500 Vac eff

(Isolationsgruppe C) 600 Voc

Kriechstrecke =8 mm

Luftstrecke >8

Kriechstromfestigkeit CTi 175 (Gruppe llla -

(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109)

Isolationswiderstand (Vi = 500 V, T, = 25°C) | RisoL >10" Q
(Vo =500V, T, = 100°C) >10"

') Bei Verarbeitung auf durchkontaktierten Leiterplatten gelten spezielle Létbedingungen. Bitte bei Bedarf die zuge-

hérige Spezifikation anfordern.
?) Prifgleichspannung nach DIN 57883, Juni 1980
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SFH 617 G

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol | Werte Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (I = 60 mA) Vi 1,25 (<1,65) \%
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Var >6

Sperrstrom (V; =6V) I 0,01 (<10) A
Kapazitat (Vy, =0V, f=1MHz) Co 25 pF
Wirmewiderstand Rinun 750 K/W
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo =70 \
(Ice = 10 pA)

Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco =7

(feg = 10 pA)

Kapazitat (Ve =5V, f=1MHz) Cee 6,8 pF
Warmewiderstand Rinsa 500 K/W
Optokoppler

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Voesat 0,25 (<0,4) \
(I =10mA, I =2,5mA)

Koppelkapazitat C 0,2 pF

Die Optokoppler werden nach dem Stromubertragungsverhaltnis I/ Iz bei Voe = 5 V gruppiert

und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4

Koppelfaktor I/ I %

(I =10 mA) 40...80 63...125 | 100...200 | 160...320

(I =1mA) 30(>13) |45(>22) [ 70(>34) |90 (>56)

Kollektor-Emitter Iego 2 (<50) 2 (<50) 5(=<100) [5(=<100) | nA

Reststrom

(VCE =10V)
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SFH 617 G

Schaltzeiten
Linearbetrieb (ohne Sattigung)

Ir R=75Q

o= Ve =5V

G=KT*

Bezeichnung Symbol Werte Einheit Bedingungen
Einschaltzeit toin 3,0 us I =10mA
- - Vee=5V
Anstiegszeit t 20 T. =25°C
Ausschaltzeit bas 23 R =75Q
Abfallzeit k 20
Grenzfrequenz fy 250 kHz
Schaltbetrieb (mit Sattigung)
I R.=1kQ
o—= V=SV
G=0"
o— 31—
L1Q
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gruppe 1 Gruppe 2 u. 3 | Gruppe 4
=20 mA I=10mA I=5mA
Einschaltzeit Lin 3,0 4.2 6,0 us
Anstiegszeit A 20 3,0 4,6
Ausschaltzeit bus 18 23 25
Abfallzeit k 11 14 15
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SFH 617 G

Typisches Stromiibertragungsverhaltnis Ausgangskennlinien (typisch)
Io/ I = () (Th = 25°C)
(TA=75°C, Vg =5V) Ic = f(Vee)
3
10 30
L H e | HEEE
IF °/0 1 mA T T T T
5 [ T ]C ]F = 14mA |
+1 L 1 ! [ T
4 L | ] 12mA _
mall | I o # T 20 il -
13 IR [ 1 10mA
r_..—w—- 2\ | ‘ r~~— Pe B -
10’ 1 i i S 8mA
il ! : NN P = = TT
5 J‘ 1 ‘ '4] 10 '—}‘_r—- - 6mA |
\ [ I o -+
| i [ { ‘ et ‘H‘ LmA _
mu. A L1
1 - | H 1 m
WLl HMI;M“J 0 T 1]
-25 0 25 50 °C 75 0 S 10 vV 15
— Ve
Vorwiirtsspannung (typisch) der Diode Transistor-Kapazitat (typisch)
Ve = f () (Tp = 25°C, f=1MHz)
Cee = f(Vce)
12 24 IREAIIE
v H ‘ Cee pF E
i o UL I | I
T 25°(H 20 T ‘ i
50°(|
18 I
Y / 75°( l |
11 f ; 16 | H—t
!/ |
a4 " 1
/ |/ "
/ ‘W
/ \
Y V / 0 T i
v/
\ |
1,0 74 8 w\ 1
/| N
v A 6 "t
/| L Il
I | 2 | i
0509 0859,
N / & 0 |
107 10° 10 ma  10° 10?7 10! 10° 0 v 102
___—[F ———»VCE
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SFH 617 G

Zuléssige Impulsbelastbarkeit Zuléssige Verlustleistung

Ik=f (tp) fiir Transistor und Diode

(Tastgrad D = Parameter, T, = 25°C) Prot = F(Ta)
104 200
5 i mW

[; -L P, tot
- H
N =
ransistor
103 >
5 (!
T NP 100
0,2 i SN
I ~] N
s TN \

10 ;

ot ; “ Diode
5 T i

AN
| N
=S
0506
s AL A 0D A oL
10° 10 102 107 107 10 s 0 0 25 50 75 °C 100

—i -7

Zulassiger Vorwirtsgleichstrom der Diode

I =f(Ty)
120
IF
90
60
N
N
30
N
N
o L
0 25 50 75 °C 100
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SIEMENS

Niedrigstrom-Optokoppler 5,3 kV SFH 618
fiir hohe Anforderungen (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale

@ Transistoroptokoppler in DIP-4-Kunststoffgehause fir Niedrigstrom-Anwendungen ohne
BasisanschiuB

@ Aneinanderreihbar im 2,54-mm-Raster; dadurch Ersatz von Mehrfachkopplern méglich

@ Sehr hoher Koppelfaktor bei I = 1 mA, Ve =0,5V: 100% . . . 500 %.
Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:2 innerhalb der Gruppe

@ Spezifizierter, minimaler Koppelfaktor bei I = 0,5 mA, Ve = 1,5V: 250% (typ. 200 %)

@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhangigkeit vom FluBstrom

@ Geringe Degradation des Koppelfaktors

@ Feldeffektstabil durch TRIOS®"

@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vg, = 50 V

@ Sehr geringe Koppelkapazitat )

@® Sehr hohe Gleichtaktstorfestigkeit durch nicht heraqigefl']hrten BasisanschluB

@ 5300 V Isolationspriifspannung ‘ﬁ_

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und oéang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Uberschreiten. O\
A Y

o
Typ Bestellummer @47 7= - 48 e
SFH6182 | Q62703-N124 ~—53 | /a-j%*
SFH618-3 | Q62703-N125 4 o) ' <
SFH618-4 | Q62703-N126 — <m i
R L i e
0,35 822 -
a8 d G
wemax __[|0.25 13|
11
7622l *L
256
Rastermaf
18 4 Anode-1 4 - Kollektor
N
2 3 Kathode -2 \Q 3- Emitter
"}

Gewicht etwa 0,3 g

') TRIOS® = TRansparenter I0nen-Schirm
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SFH 618

Grenzwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung i Symbol Werte Einheit

Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung |73 6 \

Vorwartsgleichstrom I 40 mA

VorwdrtsstoBstrom (£, <10 us) Irsm 25 A

Verlustleistung Piot 60 mwW

Empfanger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 50 v

Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 7

Kollektorstrom I 50 mA

Kollektorspitzenstrom (£, <1 ms) Icsm 100

Verlustleistung Piot 150 mwW

Optokoppler

Lagertemperatur Ttg -55...+150 °C

Umgebungstemperatur Ta -55... +100

Sperrschichttemperatur T 100

Léttemperatur Ts 260

(max. 10 s, Tauchlétung: Abstand zu

Gehauseunterkante >1,5 mm)")

Isolationsprifspannung?) VisoL 5300 Voe

zwischen Sender und Empfanger

(Klima nach DIN 40046 Teil 2 Nov. 74)

Bezugsspannung nach VDE 0110b 500 Vac eff

(Isolationsgruppe C) 600 Voc

Kriechstrecke =7 mm

Luftstrecke =7

Kriechstromfestigkeit CTl 175 (Gruppe llla -

(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109)

Isolationswiderstand (Vo = 500V, T, = 25°C) | AisoL 210" Q
(Vio = 500V, T, = 100°C) >10"

') Bei Verarbeitung auf durchkontaktierten Leiterplatten gelten spezielle Létbedingungen. Bitte bei Bedarf die zuge-

hérige Spezifikation anfordern.
?) Prifgleichspannung nach DIN 57883, Juni 1980
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SFH 618

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung | Symbol Werte Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (Ir = 5 mA) |74 1,2(<1,5) \
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Ver >6

Sperrstrom (1 =6V) Iz 0,01 (<10) pA
Kapazitat (V; =0V, f=1MHz) Co 25 pF
Warmewiderstand Rinsa 1250 K/W
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo =50 Vv
(Ie = 10 pA)

Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco =7

(Igc = 10 uA)

Warmewiderstand Rinia 500 K/w
Optokoppler

Koppelkapazitat [ (0% l 0,2 pF

Die Optokoppler werden nach dem StromUbertragungsverhéltnis I/ I gruppiert und mit arabi-

schen Ziffern gekennzeichnet.

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Koppelfaktor I/ I %

LF=1mA Ve =05V 100...200 160...320 250...500

=05 mA V=15V 120 (=50) 200 (=80) 300 (= 125)

Kollektor-Emitter

Séattigungsspannung Veesat 0,25 (<04) 0,25 (=<04) 0,25 (<0,4) \"

I =1mA (I.=05mA) | (I;=08mA) | (I = 1,25 mA)

Kollektor-Emitter- Ieeo 10 (=<200) 10 (<200) 10 (<200) nA

Reststrom

Vee=10V

Siemens Aktiengesellschaft
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SIEMENS

Optokoppler 5,3 kV SFH 620
mit Wechselstromeingang (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ Transistoroptokoppler in DIP-4-Kunststoffgehause ohne BasisanschiuB
@ Wechselstromeingang mit zwei antiparallel geschalteten GaAs-Infrarot-Sendedioden
@ Aneinanderreihbar im 2,54-mm-Raster; dadurch Ersatz von Mehrfachkopplern méglich
@ Koppelfaktor bei Ir = 10 mA, Ve =5V:40...320%
Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:3 innerhalb der Gruppe
@ Spezifizierter, minimaler Koppelfaktor bei I. = 1 mA, Ve = 5V: 2 13% (typ. 60%)
@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhangigkeit vom FluBstrom
@ Geringe Degradation des Koppelfaktors
@ Feldeffektstabil durch TRIOS®?
@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vggo = 70V
@ Sehr geringe Koppelkapazitat
@ Hohe Gleichtaktstérfestigkeit durch nicht herausgefiihrten BasisanschluB
@ Isolationsprifspannung: 5300 V
@ Freigabe nach VDE 0883 € (siehe Seite 38)
@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E52744) R\ (siehe Seite 38)
@ Auch mit Option 1: gepriift nach VDE 0884 lieferbar

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und Ausgang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Gberschreiten.

Typ Bestellnummer ‘—;,‘18,*’1 - 11:2 e
- - ———6'5 ' 30
SFH 620-1 | Q62703-N115 mal | 3,
SFH 6202 | Q62703-N116 ... Pl
15 «— @ =
SFH 620-3 Q62703-N117 =1 — <o H ﬂ
=== U 1
— 0,35 045 T
|1'~°'“°"- . X 1.3[| i f
l+762'“2+l Ay
Rastermal

i= 4 Kathode-1 @f( 4 -Kollektor
2H 3 Anode-2 3 -Emitter

Gewicht etwa 0,3 g

') TRIOS® = TRansparenter IOnen-Schirm
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SFH 620

Grenzwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

Vorwartsgleichstrom I +60 mA

VorwértsstoBstrom (£, <10 ps) Teom +25 A

Verlustleistung Piot 100 mw

Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 70 \

Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 7

Kollektorstrom I 50 mA

Kollektorspitzenstrom (#, <1 ms) Losm 100

Verlustleistung Pt 150 mw

Optokoppler

Lagertemperatur Tag —55... +150 °C

Umgebungstemperatur Ta —55... +100

Sperrschichttemperatur T 100

Loéttemperatur Ts 260

(max. 10 s, Tauchlétung: Abstand zu

Gehauseunterkante >1,5 mm)’)

Isolationsprifspannung?) VisoL 5300 Voc

zwischen Sender und Empfanger

(Klima nach DIN 40046 Teil 2 Nov. 74)

Bezugsspannung nach VDE 0110b 380 Vac et

(Isolationsgruppe C) 450 be

Kriechstrecke =7 mm

Luftstrecke =7

Dicke der Isolation zwischen Sender und >0,8

Empfanger

Kriechstromfestigkeit CTI 175 (Gruppe llla -

(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109)

Isolationswiderstand (Vjo = 500 V, T, = 25°C) | RgoL >10" Q
(Vo =500V, T, = 100°C) >10"

') Bei Verarbeitung auf durchkontaktierten Leiterplatten gelten spezielle Lotbedingungen. Bitte bei Bedarf die zuge-

hérige Spezifikation anfordern.
?) Prifgleichspannung nach DIN 57883, Juni 1980.
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SFH 620

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte l Einhelt
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (Iz = £ 60 mA) Ve +1,25(<1,65) Y,
Kapazitat (Vg =0V, f=1MHz) Co 50 pF
Warmewiderstand Riia 750 K/W
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo =70 \
(Ie = 10 pA)

Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco =7

(feg = 10 pA)

Kapazitéat (Ve =5V, f=1MHz2) Cce 6.8 pF
Warmewiderstand Risa 500 K/W
Optokoppler

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Viesat 0,25 (<0,4) \"

(Ir = £10mA, I, = 2,5 mA)

Koppelkapazitat G 0,2 pF

Die Optokoppler werden nach dem Stromibertragungsverhéltnis I/ I bei Vz =5 V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Koppelfaktor I/ I %

(I = £10 mA) 40...125 63...200 100...320

(I = £1mA) 30 (>13) 45 (>22) 70 (>34)

Kollektor-Emitter Ioeo 2(<50) 2 (<50) 5(<100) nA

Reststrom

(Vee = 10V)
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SFH 620

Schaltzeiten

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

I RL=T5Q
=5V
————— P ——
Ic

47 Q
Lastwiderstand R 75 Q
Einschaltzeit toin 3,0 us
Anstiegszeit t 2,0 us
Ausschaltzeit tous 23 us
Abfalizeit & 2,0 us
Grenzfrequenz Ty 250 kHz

Siemens Aktiengesellschaft

L = +10mA
V=5V
T, = 25°C



SFH 620

Stromiibertragungsverhitnis (typisch) Ausgangskennlinien (typisch)
als Funktion von der Temperatur (Ta=25°C)
(Ir=210mA, Vge =5V) Ic = f(Vee)
Ic
y e f(Ta)
103 o 30 S W
I o O mA l ! l !
T L | [I.=+1tmA
VST i |
m T g R
. T | =+12mA |
- L1
20 - T T
3 = T | | =+10mA
2 = /r = = 17
102 RN T 7 "] =t8mA
! —— T
S B ——— 10 H '1———‘—_ =;6mA ]
i | BRERBEEECS. o
1T
i = ! =+4mA
‘ - sunuEE 1L
‘ ‘ I 1 =+2mA
‘ 26 T I z+1mA |
o LLL IR ‘ g T T LT 11
-2 0 25 50 °C 15 0 5 10 v 15
= — V¥
Vorwiirtsspannung (typisch) der Diode Transistor-Kapazitit (typisch)
Ve=1(xI) (Ta =25°C, f=1MHz)
Cee = f(Vce)
12 — 2b T r y
I O T
v Cee pF—++ [ ] i

{
| |

-~

,
1
I
i
LU
T

s

I
11— / 16117
|
1/ 14 T 1
/ | il
' N Tl
/ ™ |
Y / ) 10
A/ N
10 "4 8 \
/
A / 6 |
L N
Y 2 )
/ 0509, J l 085!
09 0 -
10" 5 10 5 10 5mA102 107 10° 10° 0 v 10?

—— sl
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SFH 620

I

mA

90

60

Siemens Aktiengesellschaft

Zulassige Impulsbelastbarkeit
I = f(tp)
(Tastgrad D = Parameter, T, = 25°C)
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SIEMENS

Optokoppler 5,3 kV SFH 630?
fir hohe Anforderungen (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale

@ Transistoroptokoppler in DIP-6-Kunststoffgehause mit BasisanschiuB
@ Koppelfaktor bei Ir = 10 A, Ve =5V: 63...200%

@ Spetzifizierter, minimaler Koppelfaktor bei Ir = 1 mA, Voe =5V: 222%
@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhangigkeit vom FluBstrom

@ Geringe Degradation des Koppelfaktors

@ Feldeffektstabil durch TRIOS®"

@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vego = 70V

@ Geringe Koppelkapazitat

@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit

@ Kurze Schaltzeiten “::’*

@ Isolationsprifspannung: 5300 V ‘&'

@ Freigegeben nach VDE 0883 € (siehe Seite 38)
@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E 52744) W (siehe Seite&’

Der Potentialunterschied zwischen Ein- undﬁang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Uberschreiten.

v’“% 78 67
Typ Bestellnummer =7 [__8:5—'
SFH 630 Q62703-Q1842 @ 3= ' = min.

c

E

i | jal Agl
o ] 0.9 Ti_
\c’ 08 £ R
e 2000 035 0,55
045

0.25
SR

762"
|

1{J H} 6 Anode - 132 6-Basis
ze»@ 13 Kathode -2 QQ 5- Kollektor

3 T'I:_ -%H* nicht belegt -3 4~ Emitter

————— Luft-Kriechstrecke 7,2 min.

Gewicht etwa 0,4 g

) TRIOS® = TRansparenter 10nen-Schirm
2) Wird ersetzt durch SFH 600-1, -2, Option 2
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SIEMENS

Optokoppler 2,8 kV SFH 6312
fir hohe Anforderungen (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ Transistoroptokoppler in DIP-4-Kunststoffgehause ohne BasisanschluB
@ Aneinanderreihbar im 2,54-mm-Raster; dadurch Ersatz von Mehrfachkopplern méglich
@ Koppelfaktor bei Ir = 10 mA, Ve =5V:63...200%
Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:2 innerhalb der Gruppe
@ Spezifizierter, minimaler Koppelfaktor bei Ir = 1 mA, Voe = 5V: =22% (typ. 60%)
@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhangigkeit vom FluBstrom
@ Geringe Degradation des Koppelfaktors
@ Feldeffektstabil durch TRIOS®?

@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vgeo = 70 V g
@ Sehr geringe Koppelkapazitéat
@ Hohe Gleichtaktstdrfestigkeit durch nicht herausgefiih asisanschluB

@ Kurze Schaltzeiten
@ Isolationsprifspannung: 2800 V ’\()

@ Freigegeben nach VDE 0883 & (siehe Seite 3

@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E 52744) R\ (siehe 38)
| SRR

Der Potentiaiunterschied zwischen Ein- Ausgang des Optokopplers darf auf Dauer die

Bezugsspannung nicht ﬂberschreite%

o

R 4
Typ Bestellnummerk\>

SFH 631 062703-01&
é\c’ | on

\/1 10,35 ’

ALemax. =.J 0,25

= R ]
wu & o

o

762" %]
Rastermafl
10 1 Anode - 1 ﬁ\( 4 - Emitter
2 13 Kathode -2 N3 Kollektor

= —

Gewicht etwa 0,3 g

') TRIOS® = TRansparenter 10nen-Schirm
2) Wird ersetzt durch SFH 610-2, -3, Option 2
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SIEMENS

Fotovoltaik-Optokoppler 2,8 kV SFH 650

Vorlaufige Daten, Typ in Entwickiung

Wesentliche Merkmale

@ Steuerbare Stromquelle mit hoher Leerlaufspannung

@ IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode

@ Integrierter Empfanger mit 10 in Reihe geschalteten Si-Fotodioden
@ DIP-6-Kunststoffgehause

@ Isolationsprifspannung: 2800 V

@ Hoher Wirkungsgrad

@ KurzschluBfester Ausgang

Anwendungen

@ Ansteuerung von MOS-Transistoren bis 300 Hz
@ Gleichspannungswandler

@ Ferngesteuerte Batterie fur Sensoranwendungen
@ Energielbertragung

Der Potentialunterschied zwischen Eingang und Ausgang darf auf Dauer die maximal zulassi-
gen Bezugsspannungen nicht tberschreiten.

Typ Bestellnummer
SFH 650 Q62703-N158
87 .
18 85 i
T4 - min.
— <
nm €
0,35 l —
025 822 | J pucchany
o g [ }
o 256 4°
3™ RastermaR
10 T |pe Anode -1 y f 6- Ausgang+
20l O |ps  Kathode -2[3 N\ | S- nicht belegt
30 D& nicht -3 L- Ausgang-
belegt

Gewicht etwa 0,4 g
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SFH 650

Grenzwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol IWerte Einheit

Sender (IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung A 6 \"

Vorwartsgleichstrom I 60 mA

VorwartsstoBstrom (£, <10 us) Tesm 25 A

Verlustleistung Piot 100 mwW

Empfénger (Si-Fotodioden-Array)

Spannung, extern eingepragt \

Fotodioden in FluBrichtung Ves 5

Fotodioden in Sperrichtung Vis 60

Strom, extern eingepragt mA

Fotodioden in FluBrichtung I, 10

Fotodioden in Sperrichtung L 0,01

Optokoppler

Lagertemperatur Teto —55... +150 °C

Umgebungstemperatur Ta —55...+100

Sperrschichttemperatur T 100

Loéttemperatur Ts 260

(max. 10 s, Tauchlétung: Abstand zu

Gehauseunterkante >0,5 mm)

Isolationsprifspannung VisoL 2800 Voc

zwischen Sender und Empfanger

(Klima nach DIN 40046 Teil 2 Nov. 74)

Prifgleichspannung nach DIN 57883, Juni 80

Bezugsspannung nach VDE 0110b 380 Vac eff

(Isolationsgruppe C) 450 bC

Kriechstrecke =7 mm

Luftstrecke =7

Kriechstromfestigkeit CTl 175 (Gruppe llla -

(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109)

Isolationswiderstand (Vo = 500V, T, = 25°C) | RsoL >10" Q
(Vo =500V, T, = 100°C) >10"
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SFH 650

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol | Werte | Einheit
Sender (IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (I = 10 mA) Ve 1,25 (<1,5) \Y
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Var >6

Sperrstrom (V; =6V) I 0,01 (<10) pA
Kapazitit (V = 0V, f= 1 MHz) Co 25 pF
Optokoppler

Leerlaufspannung (I = 10 mA, R_.> 1 MQ) v 5 \
KurzschluBstrom (I = 10 mA, R <10 kQ) Ik 4(=1) pA
Koppelkapazitat (o 1,0 pF
Einschaltzeit toin 0,5 ms
(I =20 mA, R,.>1MQ, G = 1nF)

Ausschaltzeit taus 2

(I =20mA, R.>1MQ, G =1nF)
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SIEMENS

Optokoppler 2,8 kV SFH 651
Ansteuerbaustein fiir MOS-Transistoren

Vorlaufige Daten, Typ in Entwicklung

Wesentliche Merkmale

@ Steuerbare Stromquelle mit hoher Leerlaufspannung

@ IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode

@ Integrierter Empfanger mit 10 in Reihe geschalteten Si-Fotodioden und Elektronik.
Diese ermdglicht, Kapazitaten (z. B. die Gate-Source-Kapazitat eines MOS-FETs) schnell zu
laden und zu entladen.

® Am AnschiuB B kann eine externe Batterie oder ein Kondensator angeschlossen werden,
wodurch der Ladestrom erhéht und damit die Ladezeit verkiirzt wird.

@ DIP-6-Kunststoffgehause

@ Isolationsprifspannung: 2800 V

@ Hoher Wirkungsgrad

® Logik-kompatibler Eingang

® KurzschluBfester Ausgang

Anwendungen

@ Schnelle Ansteuerung von MOS-Transistoren
@ Elektronisches Lastrelais

@® Computer-Interface

@ Autoelektronik

Der Potentialunterschied zwischen Eingang und Ausgang darf auf Dauer die maximal zuldssi-
gen Bezugsspannungen nicht Uberschreiten.

Typ Bestellnummer 78
SFHE51 | Q62703-N159 r 7'4‘]
0,35
0,25 )
200 =
65 256 &
™63 Rastermaf
10 06 Anode -1 EZ 6- Ausgang+
20l O |ps  Kathode 2FIN|eH 5-8
30 Hé  nient -3 4~ Ausgang-

belegt
Gewicht etwa 0,4 g
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SFH 651

Grenzwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung | Symbol Werte l Einheit

Sender (IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung Va 6 \

Vorwartsgleichstrom I 60 mA

VorwiértsstoBstrom (f, <10 us) y 2,5 A

Verlustleistung Pior 100 mw

Empfanger (Si-Fotodioden-Array + Elektronik)

Spannung, extern eingepragt (AnschluB B) Vs -05...+60 "

Strom, extern eingepragt (AnschiuB B) Iy 1 mA

Spannung, extern eingepragt Vs -05...+5 v

Strom, extern eingepragt Is s -0,01...+10 mA

Optokoppler

Lagertemperatur Tetg —55...+150 °C

Umgebungstemperatur Ta —-55...+100

Sperrschichttemperatur T 100

Lottemperatur Ts 260

(max. 10 s, Tauchiétung: Abstand zu

Gehauseunterkante >0,5 mm)

Isolationsprifspannung VisoL 2800 Voc

zwischen Sender und Empfanger

(Klima nach DIN 40046 Teil 2 Nov. 74)

Prufgleichspannung nach DIN 57883, Juni 80

Bezugsspannung nach VDE 0110b 380 Vac eft

(Isolationsgruppe C) 450 Voe

Kriechstrecke =7 mm

Luftstrecke =7

Kriechstromfestigkeit CTl 175 (Gruppe llla -

(nach DIN [EC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109)

Isolationswiderstand (Vo = 500V, T, = 25°C) | RisoL >10" Q
(Vo =500V, T, = 100°C) >10"

Siemens Aktiengesellschaft 251



SFH 651

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (I = 10 mA) Ve 1,25 (<1,5) Y
Durchbruchspannung (I; = 10 pA) Ver >6

Sperrstrom (V =6 V) I 0,01 (<10) pA
Kapazitat (V; =0V, f=1MHz) Co 25 pF
Optokoppler

Ausgangswiderstand dynamisch (Iz = 0) Rs 4 1 kQ
Ausgangsspannung (I = 10 mA, R_.> 1 MQ Vs 5 \
Ausgangsstrom (I = 10 mA, R_< 10 kQ)) Isy 4(=1) A
Koppelkapazitat (0 1,0 pF
Einschaltzeit toin 0,5 ms
(I =20mA, RL>1MQ, G = 1nF)

Ausschaltzeit bas 0.2

(l=20mA, BAL.>1MQ, G = 1nF)
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SIEMENS

Optokoppler 2,8 kV SFH 652
Ansteuerbaustein fiir MOS-Transistoren

Vorléufige Daten, Typ in Entwicklung

Wesentliche Merkmale

® 2 Kanile

@ Steuerbare Stromquelle mit hoher Leerlaufspannung

@ |IR-GaAlAs-Lumineszenzdioden

@ Integrierte Empfanger mit 10 in Reihe geschalteten Si-Fotodioden und Elektronik.
Diese erméglicht, Kapazititen (z. B. die Gate-Source-Kapazitat eines MOS-FETs) schnell zu
entladen.

@ DIP-8-Kunststoffgehduse

@ Isolationsprifspannung: 2800 V

@ Hoher Wirkungsgrad

@ Logik-kompatible Eingange

@ KurzschluBfeste Ausgange

Anwendungen

@ Schnelle Ansteuerung von MOS-Transistoren
® Elektronisches Lastrelais

@® Computer-Interface

@ Autoelektronik

Der Potentialunterschied zwischen Eingang und Ausgang darf auf Dauer die maximal zuléssi-
gen Bezugsspannungen nicht Uberschreiten.

13
Typ Bestellnummer 1 L
SFH 652 Q62703-N160 wm | £
Rl }
g
=254 A

13
RastermaR 12

7 1~ (18 Anode1-1 \B:B-Ausgungh
eu 2 17 Kathode1 —ZEZ\ 7- Ausgang 1-
2% 30 M6 Anode 2-3|3 [~ 6-Ausgang 2+
} A= (15 Kathode 2-4 \ 5-Ausgang 2-

Gewicht etwa 0,5 g
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SFH 652

Grenzwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol 1 Werte Einheit

Sender (IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung Va 6 Vv

Vorwartsgleichstrom I 60 mA

VorwartsstoBstrom (, <10 ps) Iesp 25 A

Verlustleistung Pt 100 mwW

Empfénger (Si-Fotodioden-Array + Elektronik)

Spannung, extern eingepragt Vs -05...+5 \"
Vor —-05...+5

Strom, extern eingepragt I s —-0,01...+10 mA
Iy, -0,01...+10

Optokoppler

Lagertemperatur T —55...+150 °C

Umgebungstemperatur Ta —-55...+100

Sperrschichttemperatur T 100

Lottemperatur Ts 260

(max. 10 s, Tauchlétung: Abstand zu

Gehauseunterkante >0,5 mm)

Isolationsprifspannung VisoL 2800 Voc

zwischen Sender und Empfanger

(Klima nach DIN 40046 Teil 2 Nov. 74)

Prufgleichspannung nach DIN 57883, Juni 80

Bezugsspannung nach VDE 0110b 380 Vaceft

(Isolationsgruppe C) 450 Voc

Kriechstrecke >7 mm

Luftstrecke =7

Kriechstromfestigkeit CTI 175 (Gruppe llla -

(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109)

Isolationswiderstand (Vi = 500V, T, = 256°C) [ RgoL >10" Q

(Vo =500V, T, = 100°C) >10"
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SFH 652

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung I Symbol l Werte Einheit

Sender (IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (I = 10 mA) Vi 1,25 (<1,5) \

Durchbruchspannung (I; = 10 pA) Var =6

Sperrstrom (Vg =6V) I 0,01 (<10) pA

Kapazitat (Vg =0V, f=1MHz) Co 25 pF

Optokoppler

Ausgangswiderstand dynamisch (I = 0) R s 1 kQ
Ry, 1

Ausgangsspannung (I = 10 mA, A_.>1 MQ) Vs 5 \
Ves 5

Ausgangsstrom (I = 10 mA, R <10 kQ) Is 4(=1) HA
I, 4(=1)

Koppelkapazitat G 1,0 pF

Einschaltzeit toin 0,5 ms

(I =20mA, RL>1MQ, G = 1nF)

Ausschaltzeit s 0,2

(I =20mA, R.>1MQ, G = 1nF)
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SIEMENS

Optokoppler 5,3 kV
fir hochste Anforderungen

Wesentliche Merkmale

@ Transistoroptokoppler in DIP-6-Kunststoffgehduse mit BasisanschluB

SFH 60112, SFH 6011 G¥
(TRIOS®)"

® Koppelfaktor bei Ir = 10 mA, Ve =5V:63...200%

Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:2 innerhalb

der Gruppe

@ Spezifizierter, minimaler Koppelfaktor bei I = 1 mA, Ve = 5V: >22% (typ. 50 %)
@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhangigkeit vom FluBstrom

@ Geringe Degradation des Koppelfaktors
@ Feldeffektstabil durch TRIOS®")

@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vg, = 70 V

® Geringe Koppelkapazitat

@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit

@ Isolationsprifspannung: 5300 V

@ Freigegeben nach VDE 0883 & (siehe Seite 38)
@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E 52744) R (siehe Seite

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und Al
Bezugsspannung nicht (iberschreiten. 0

Typ Bestellnummer ()
SFH 6011 Q68000-A4291
SFH 6011 G | Q68000-A7847 @.\

SFH 6011?)

O
ré;g‘y é\ohggj min.

63

1 . E
Ny Q
0.9 j—[,_
038 ) E¥es
2°0 035 0,55
0.25 045
27942 254
re=/0L "= —] | Ll

\0&

g des Optokopplers darf auf Dauer die

SFH 6011 G?)

101612~
|

3 the  nicht belegt -3
[ ]
==

—-——Luft-Kriechstrecke 7.2 min

Gewicht etwa 0,4 g
') TRIOS® = TRansparenter 10nen-Schirm

?) Wird ersetzt durch SFH 601-2, -3, Option 3
%) Wird ersetzt durch SFH 601-2, -3, Option 3 und 6

256

4~ Emitter 36

144 6 Anode - 1 EZ 6-Basis 163 F16 Anode -1
2{-—@ th S Kathode - 2 §|_E 5-Kollektor 9.5 D 135 Kaﬁwode-?i\

A

L
L.T_

*JE} & nicht belegt - 3|— (

——— Luft-Kriechstrecke 8,0min

Gewicht etwa 0,4 g

6- nicht belegt
5-Kollektor
4~ Emitter



SIEMENS

Optokoppler 5,3 kV SFH 60162
fiir hohe Anforderungen (SMD) (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ Transistoroptokoppler in DIP-6-Kunststoffgehause mit BasisanschluB
@ Koppelfaktor bei Ir = 10 mA, Ve =5V:40...320%
Lieferung gruppiert; Matchingfaktor 1:2 innerhalb der Gruppe
@ Spezifizierter, minimaler Koppelfaktor bei Ir = 1 mA, Ve = 5V: = 13% (typ. 60%)
@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhéngigkeit vom FluBstrom
@ Geringe Degradation des Koppelfaktors
@ Feldeffektstabil durch TRIOS®")
@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vg0 = 70 V
@ Geringe Koppelkapazitat Q
@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit Q
@ Isolationsprifspannung: 5300 V \\‘}
@ SMD-geeignet ‘.
@ Freigegeben nach VDE 0883 ¢ (siehe Seite 38) * 0
@ UL-Prufzeichen (File-Nr. E 52744) R\ (siehe S{@

Der Potentialunterschied zwischen Ein- u @ﬁgang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Gberschreiten. 6

-

Typ Bestellnummer ;,& — 7,62typ. [ i
- - N —
SFH6016-1 | Q68000-A4381 & ac, W e
SFH 6016-2 | Q68000-A: e A il
SFH6016-3 | Q68006253 b 2"°£ ¥
SFH6016-4 | Q6800W-A4384 =8 0min .]
a8 Lumi o=t
10,3max
ta0:2_guy
6,3
1< > 6 Anode -1 6-Basis
<1 /-\ M~ W omdbe 2 J "_——‘ [ 7PN PRI
PARN ¥ U 1~ > nurnouue -L—'QIK: d=-nouenior
3 <]|E J:D 4 nicht belegt -3} L~ Emitter

1)Luft -Kriechstrecke ist beim Lotpaddesign zu beachten
— ——Luft-Kriechstrecke 80min

Gewicht etwa 0,4 g

') TRIOS® = TRansparenter 10nen-Schirm
2) Wird ersetzt durch SFH 601, Option 7
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SIEMENS

Optokoppler 2,8 kV SFH 6106
fiir hohe Anforderungen (SMD) (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale
@ GaAs-Lumineszenzdiode und Silizium-Planar-Fototransistor
@ Isolationsprifspannung: 2800 V
@ Hohe Koppelfaktoren bei 10 mA; 40...320%
bei 1mA; =13% (typ 60%)
@ Kurze Schaltzeiten
@ Feldeffektstabil durch TRIOS®")
@ Temperaturstabil
@ Gute Linearitat des Koppelfaktors in Abhangigkeit vom FluBstrom
@ Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vg, = 70 V
@ Geringe Sattigungsspannung
@ Geringe Koppelkapazitat
@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit
@ DIP-4-Kunststoffgehause
©® SMD-geeignet
® UL-Prifzeichen (File-Nr. E 52744) R\ (siehe Seite 38)

Typ Bestellnummer
SFH 6106-1 | Q68000-A7775-F114
SFH 6106-2 | Q68000-A7776-F114

SFH 6106-3 | Q68000-A7777-F114 g =76
SFH 6106-4 | Q68000-A7778-F114 Eﬁ,’J
S
b b
0
=-10,35max
6,5
63
1< [Th4 Anode -1 R ] - Emitter
24 [Th3  Kathode - 2 \N3 - Kollektor

Gewicht etwa 0,3 g

') TRIOS® = TRansparenter 10nen-Schirm
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SFH 6106

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte l Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung A 6 v
Vorwiértsgleichstrom I 60 mA
VorwértsstoBstrom (, =10 ps) Tesm 25 A
Verlustleistung [ 100 mw
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 70 \
Kollektorstrom I 50 mA
Kollektorspitzenstrom (£, =1 ms) Tcsm 100

Verlustleistung Piot 150 mw
Optokoppler

Lagertemperatur Tag —-55... +150 °C
Umgebungstemperatur Ta -55...+100
Sperrschichttemperatur T 100

Lottemperatur') T, 260
Isolationsprifspannung?) VisoL 2800 Voc
zwischen Sender und Empfanger

bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014

Isolationswiderstand (V, = 500 V) RisoL 10" Q

') Létbedingungen wie Option 7
?) Prufgleichspannung nach VDE 0883/6.80
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SFH 6106

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (Iz = 60 mA) Ve 1,25 (<1,65) \
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Ver 30(=6)

Sperrstrom (V; =6V) Iy - 0,01 (<10) pA
Kapazitat (Vg =0V; f=1MHz) Co 25 pF
Warmewiderstand Riun 750 K/W
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kapazitat (Vee = 5 V; f= 1 MHz) Cee 6,8 pF
Warmewiderstand R 500 K/W
Optokoppler

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Vee sat 0,25 (<0,4) v
(Ir =10 mA; I, = 2,5 mA)

Koppelkapazitét C 0,35 pF

Die Optokoppler werden nach dem Stromiibertragungsverhaltnis I/ Iz bei U = 5 V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4

(I = 10 mA) I/ I 40...80 63...125 | 100...200 | 160...320 | %

(I = 1mA) I/ I 30(>13) | 45(>22) |70 (>34) |90 (>56)

Kollektor-Emitter- Ieeo 2 (<50) 2 (<50) 5(<100) |5(=<100) | nA

Reststrom

(Veg =10V)
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SFH 6106

Schaltzeiten
Linearbetrieb (ohne Sattigung)

I R=759
o VE c =5V
GZ -~ I
o— 31—
471Q
Bezeichnung Symbol Werte Einheit Bedingungen
Einschaltzeit toin 3,0 us I =10mA
: . Vec=5V
Anstiegszeit t 2,0 T, =25°C
Ausschaltzeit tous 23 R =75Q
Abfallzeit k 2,0
Grenzfrequenz f 250 kHz
Schaltbetrieb (mit Sattigung)
I R =k
fo S — Vc =5V
@Z = I
o——}+—
L1Q
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gruppe 1 Gruppe 2 u. 3 | Gruppe 4
=20 mA F=10mA =5mA
Einschaltzeit tain 3.0 4,2 6,0 us
Anstiegszeit t, 2,0 3,0 46
Ausschaltzeit tous 18 23 25
Abfallzeit k 11 14 15
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SFH 6106

Stromiibertragungsverhéltnis Ausgangskennlinien (typisch)
(typisch) als Funktion von der Temperatur (Ta =25°C)
(IIF=10mA, Vg =5V) Ic = f(Veg)
c _
y f(Ta)
3
10 -
fg, H ] T T BOF&;T
Ie o f mA t
5 T IC IF = 1hmA |
T T T’ - T
B L 1 3 L] [12mA
s T i in
|
L ; | ] = = 10mA
et
10° T '%L_ ' bl‘ ‘-‘——‘— B'mll-\ -
. -
T - I ——— 1
TR W
\ ‘ - |
T R 1
| * | 7 4mA _
r CTTT L]
\ { | B 2mA
| |
101 I | I I 1 | 1 & 0 : 1]"!?
-25 0 25 50 °C 75 0 5 10 v 15
— E—
Vorwiirtsspannung (typisch) der Diode Transistor-Kapazitaten (typisch)
Ve =F(I) (TAa=25°C; f=1MHz)
12 Cee = f(Vee)
. 24 T - ;
i LT T Ty r
v Cee pF i i +
Y T

50°(]

T el T 20 —H HL
(/) 75

>
gam—

S,
~
~
—
=
|
1
|
I
|
= =+

\\
e
N
N
N
S
N
3
-
/
4 —
—

8
/ / 6 i
i gy .
L H" : I 2 l )
oo LI L] o) o LU T T [T
107 10° 0 ma 107 10?2 10? 10° 0V 102

-] Ve
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SFH 6106

Zulassige Impulsbelastbarkeit Zulassige Verlustieistung

Ip = f(t) fiir Transistor und Diode

(Tastgrad D = Parameter; T, = 25°C) Piot = F(Ta)
10" - 200 S

A . 0694,
: ] ” @)
!F 1 Pmt Nl
L H
LN AL
ransistor
101
05P% -
5 01
T NN INNY 100

02 TR

05 \ﬁ" ™~ N [ \
1025 ms Diode

Dt iode
s 50 rf

AN
- = N
0506
10’ _11 ﬂJﬂM l MW]L}@AA 0
105 104 102 102 10" 100 s 0 0 25 50 75 °C 100

—1, =7\

T

Zulassiger Vorwirtsgleichstrom der Diode

I = f(Ta)
120
mA @

JF
90
60
AN
N
30
AN
N

0

0 25 50 75 °C 100

— T
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SIEMENS

Schneller Optokoppler 5,3 kV SFH 6135, SFH 6136
fir sichere Netztrennung (TRIOS®)"

Wesentliche Merkmale

@ Schneller Optokoppler im DIP-8-Kunststoffgehiuse
@ GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode

@ Integrierter Fotoempfanger mit Fotodiode und Transistor
@ Isolationsprufspannung: 5300 V

@ TTL-kompatibel

® Hohe Datenibertragungsrate: 1 Mbit/s

@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit

@ 2 MHz-Bandbreite

® Open-Collector-Ausgang

@ Extern beschaltbare Basis

@ Feldeffektstabil durch TRIOS®')

@ Spezifizierte Kenndaten von 0°C bis 70°C

@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E 52744) R\ (siehe Seite 38)
@ Freigegeben nach VDE 0883 und 0884

Der Potentialunterschied zwischen den zu koppelnden Stromkreisen darf auf Dauer die maxi-
mal zuldssigen Bezugsspannungen nicht (berschreiten.

Typ Bestellnummer
SFH 6135 Q62703-N135
SFH 6136 Q62703-N133

f 10 18 nicht belegt-1| _——8-Kathode (Vi)
:g.lg_ 2[] 17 Anode-Zy’; 7-Basis (Vg)
273 16 Kathode -3 6- Kollektor (V)

i (N (15 nicht belegt -4 5- Emitter (GND)

Gewicht etwa 0,5 g

') TRIOS® = TRansparenter 10nen-Schirm
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SFH 6135

SFH 6136

Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte I Einheilt
Sender (IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode)
Sperrspannung W 5 Vv
Vorwiartsgleichstrom I 25 mA
VorwirtsstoBstrom Tesm 50
(t, = 1 ms, Tastverhéltnis 50 %)
VorwartsstoBstrom (£,< 1 us, 300 Pulse/s) Tegm 1 A
Verlustleistung (7, <70°C) P 45 mwW
Empfénger (Fotodiode + Transistor)
Versorgungsspannung Vee -05...15 \"
Ausgangsspannung Vo -05...15
Ausgangsstrom I 8 mA
Spitzenausgangsstrom Iom 16
Emitter-Basis-Spannung Ves 5 \
Basisstrom I 5 mA
Verlustleistung (7, <70°C) P, 100 mw
Optokoppler
Lagertemperatur Tatg —-55...+125 °C
Umgebungstemperatur Ta —55...+100
Sperrschichttemperatur T 100
Lottemperatur (max. 10 s)" Ts 260
Isolationsprifspannung VisoL 5300 Voc
zwischen Sender und Empfanger
(Klima nach DIN 40046 Teil 2, Nov. 742)
Bezugsspannung nach VDE 0110b 380 Vac eft
(Isolationsgruppe C) 450 Vec
Verschmutzungsgrad (DIN VDE 0109) 2 -
Kriechstrecke =7 mm
Luftstrecke =7
Kriechstromfestigkeit CTI 175 (Gruppe llla -
(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109)
Isolationswiderstand (Vo = 500V, T, = 256°C) | RisoL >10" Q

(Vo =500V, T, = 100°C) >10"

') Tauchlétung: Abstand zu Gehauseunterkante =0,5 mm
2) Prifgleichspannung nach DIN 57883, Juni 1980
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SFH 6135
SFH 6136

Kennwerte (Umgebungstemperatur T, = 0...70°C, wenn nichts anders spezifiziert; Typische
Werte: T, = 25°C)

Bezeichnung ] Symbol Werte Einheit

Sender (IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (I = 16 mA, T, = 25°C) Ve 1.3(<17) \
Durchbruchspannung (Iy = 10 pA, T, = 25°C) | Vg >5

Sperrstrom (Vo =5V, T, = 25°C) Iy 0,5(<10) pA
Kapazitat (V; =0V; f=1MHz) Co 60 pF
Temperaturkoeffizient der DurchlaBspannung | 7K -17 mV/K
(I = 16 mA)

Warmewiderstand Rinia 700 K/W

Empfénger (Fotodiode + Transistor)

Stromaufnahme (Ausgang Low) IooL 30 17
(I = 16 mA, V;, offen, Vo = 15V)
Stromaufnahme (Ausgang High) Iy 0,01 (<1)
(I =0mA, V;, offen, Voc =15V, T, = 25°C)
Stromaufnahme (Ausgang High) <2
(I = 0 mA; V;, offen, V;c = 15V)
Ausgangsstrom (Ausgang High) Ioy 3 (<500) nA
(F=0mA, Vo= Vec =55V, T, =25°C)
Ausgangsstrom (Ausgang High) 0,01 (<1) pA
(-=0mA, V, =Vc=15V, T, = 25°C)
Ausgangsstrom (Ausgang High) <50
(I-=0mA, Vo = Vc =15V)
Stromverstéarkung (Vo =5V, I, = 3 mA) HFE 150 -
Warmewiderstand Rinoa 300 K/W
Optokoppler
Koppelkapazitat (Input-Output) (f= 1 MHz) G 0,6 pF
StromUbertragungsverhaltnis CTR %
(Ir =16mA, V, = 0,4V, V. =45V, T, = 25°C)

SFH 6135 16 (=7)

SFH 6136 24 (=19)

Stromubertragungsverhaltnis
(I.=16mA, V=05V, V;c =45V)

SFH 6135 17 (=5)

SFH 6136 25 (=15)
Ausgangsspannung (Ausgang Low) VoL 0,1(<04) \
(I =16 mA, Voc =45V, T, = 25°C)
(I = 1,1 mA) SFH 6135
(I, =24mA) SFH 6136
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SFH 6135
SFH 6136

Schaltzeiten

VoL

toow —=t
o oy F— —  f——

Pulsgenerator
Z,=509

., t=5ns
Tastverh. 10%
#1100 ps

Ir E
—
T X f— v It Monitor
15V

1009

0

2
3

=1

L]
A\

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Verzdgerungszeit (High — Low): tonL us

(I =16 mA, Voc =5V, T, =25°C)

(R.=4,1kQ) SFH 6135 06 (<15)

(RL=19kQ) SFH 6136 0,5(=<0,8)

Verzégerungszeit (Low - High): oLk

(I =16mA, Voc =5V, T, =25°C)

(R.=4,1kQ) SFH 6135 0,5(<1,5)

(RL=19kQ) SFH 6136 03(=<0,8)
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SFH 6135
SFH 6136

Gleichtaktstorfestigkeit
VCM
t“’v‘ 90% 0%
oV 1o%j &90%
] L
frn‘— ——ff

A:Ig=0mA

-t

E%

“Vew Pulsgenerator
B:Ig=16mA Zp=50Q
7 f.,t=8ns
—_— -
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gleichtaktstorfestigkeit (High) | CMy| V/us
(I =0mA, Vg =10 Vpp, Vg =5V,
T, =25°C)
(RL=4,1kQ) SFH 6135 1000
(RL=19kQ) SFH 6136 1000
Gleichtaktstorfestigkeit (Low) |cM |
(I =16 MA, Vo =10 Ve, Ve =5V,
7. = 25°C)
(R =4,1kQ) SFH 6135 1000
(R.=1,9kQ) SFH 6136 1000
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SFH 6135
SFH 6136

Ausgangskennlinien fiir SFH 6135
(TA=25°C; Voc =5V)

I, =f(V,)
12
mA
10
Ty=bOmA__{—1""
Iy A L -
A 35mA. ot =]
8 =T
T T 30mA_ 4— 7
s
25mA —
/ 20mA | __f—1
/ T T |
A /] 15mA
—
a 10mA
2 !
SmA
:
0 2 4 6 8 1 12 V 16
VO
Zuléssiger DurchlaBst der Sendediode
Ie=1(Tp)
40
mA @
35
Ie 30
2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 °C 100

———7'A
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Ausgangskennlinien fiir SFH 6136
(TA=25°C; Voc =5V)

I =f(V,)
16
sl |1 T -
. Loy= b0mA _ |1
P e
L= 35mA_ 1~
Iy 12 ’//';of — =
P
8 | _20mA —
( =
15mA et
6 (___,___—-r——[
. 10mA
a |
2 SmA
:

0 2 & 6 8 10 12 V 16

=V

Zuléssige Verlustieistung

Prot = f(Ta)
120
‘ ’ ‘ o
mw
Empfdnger
100
P?ot
T 80
60 \
Sender
) \)
0
0 10 20 30 40 S0 60 70 80 °C 100
e T,
269



SFH 6135
SFH 6136

10"
Ig

1072

10

10

107°

1076

09

08

07

o

0,
-60-40 -20 0 20 40 60 °C 100

DurchiaBstrom der Sendediode
(Tp=25°C)
I = (V)

Stromiibertragungsverhéitnis
(Normiert: Ir =16 mA; \, =04V,
Vec =5V, Ta=25°C)

NCTR = f(T,)

| T T
=~ = SFH 6135
—— SFH 6136

N

A\
\

—T,
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Kleinsignal-Stromiibertragungsverhiltnis

(Vg =5V; Ty =25°C)
Alg/ALe = £(I)

0,50

045

AL, ouo
I

0,20

015

00

0,05

Ausgangsstrom (High)
(Vo=Vec=5V; =0)
Ion =1(Ty)

107

20 mA 25

A

107

Ton

] 10°®
/

10»11

1°~12

1613

-60 -40 -20 0 20 40 60 °C 100

——TA
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SFH 6135
SFH 6136

Verzdgerungszeiten

(I =16 mA; Vc =5V,
SFH6135: AL =4,1kQ
SFH 6136: A =19 kQ)

I <

Ipxx = f(TA)
1400 [————
s | —=— SFH 6135
——— SFH 6136
1200
/
fpxx Jﬁ’
1000 -7
—] e
ot LT 7
800 |—p>=1 <
- P
—‘-’/
600 — Toyy —
| ///
Toun 1 V
400 >
j: //
I
200 o,
60 -40 -20 0 20 40 60

—- TA
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°C 100

Stromiibertragungsverhiitnis
(Normiert: Ir =16 mA; V, =04V,
Voc =5V, Ta=25°C)

NCTR = (I
12
/TN
/i
. I
NCTR -\
08 [
// /
06
0k
02
— —SFH 6135 |
—— SFH6136 ”
0 Lol |
107" 10 1072 A 107
— ]F
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SIEMENS

Optokoppler bis 2,5 kV 4N25,4N 27
fiir Standardanwendungen 4N26,4N 28

Wesentliche Merkmale

@ Transistoroptokoppler in DIP-6-Kunststoffgehause mit BasisanschluB
@ Koppelfaktor bei Ir = 10 mA, Ve = 10V: >10% (4 N 27/28)

@ Koppelfaktor bei I = 10 mA, Ve = 10V: =20% (4 N 25/26)

@ Geringe Koppelkapazitat

@ Isolationsprifspannung: 500 V. .. 2500 V

@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E 52744) R\ (siehe Seite 38)

Typ Bestellnummer
4N25 Q68000-A5018
4N 26 Q68000-A5017
4N 27 Q68000-A5707
4N28 Q62703-N26

14 6 Anode - 1 6-Basis

2 81 $ 5 Kathode -2 N 5- Kollektor
3 EL . 4 nicht belegt -3 4= Emitter

== —
=

T

— — —Luft-Kriechstrecke 7.2 min

Gewicht etwa 0,4 g
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4N254N27
4N26,4N 28

Grenzwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung | Symbol Werte Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)
Sperrspannung Va 3 \"
Vorwartsgleichstrom I 80 mA
VorwartsstoBstrom (#,<1 us, 300 pps)’) Irsy 3 A
Verlustleistung?) Py 150 mw
Empfénger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 30 \Y
Kollektor-Basis-Sperrspannung Veso 70
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 7
Kollektorstrom I 100 mA
Verlustleistung?) Pt 150 mw
Optokoppler
Lagertemperatur Tq —-55...+150 °C
Umgebungstemperatur Ta —-55...+100
Sperrschichttemperatur T 100
Lottemperatur Ts 260
(max. 10 s, Tauchlétung: Abstand zu
Gehéauseunterkante >0,5 mm)
Isolationsprifspannung VisoL Voc

4N25 2500

4N 26/4N 27 1500

4N28 500
") Puls pro Sekunde
?) Leistungsverringerung iber 25°C: 2 mW/K
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4N254N27
4N26,4N 28

Kennwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung | symbol | Werte Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)
DurchlaBspannung (I: = 10 mA) Ve 1,1(<1,65) \
Sperrstrom (V; =3V) I 0,01 (<100) HA
Kapazitat (Vg =0V, f=1MHz) Co 25 pF
Empfénger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo =30 v
(Ice =1mA)
Kollektor-Basis-Sperrspannung Vero =70
(Ics = 100 pA)
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veso =7
(Jec = 100 pA)
Kollektor-Emitter-Reststrom Igo nA
(Vee =10V)

4N25/4N26 5(<50)

4N27/4N28 5(<100)
Kapazitat (Vg = 10V, f= 1 MHz) Cee 6 pF
Optokoppler
Stromibertragungsverhaltnis CTR %
(I =10mA; Ve = 10V) 4N25,4N26 =20
(I =10 mA; Ve = 10V) 4N27,4N28 =10
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung VCE sat <05 \
(I =50mA, I, = 2mA)
Isolationswiderstand') (Vo = 500 V) RsoL >10" Q
Koppelkapazitat') G 0,80 pF

') Die Messung des Isolationswiderstandes und der Koppelkapazitat wird bei kurzgeschlossenen Eingangsanschliis-
sen (Diode) sowie bei kurzgeschlossenen Ausgangsanschliussen (Transistor) durchgefihrt.

Siemens Aktiengesellschaft
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4N25,4N27

4N26,4N 28
Testschaltung
470 Ic=2mA

Eingang ——o%e(10V)

Y=

} Ausgang
R.(100Q)

Testschaltung
Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 36)
Linearbetrieb (ohne Sattigung)
Lastwiderstand R 100 Ve = 10V
Einschaltzeit tor 5(< 10) I =2mA
Ausschaltzeit taus 5(=< 10)
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4N254N27
4N26,4N 28
DurchlaBspannung (typisch) der Diode Ausgangskennlinien (typisch)
Ve=f(k) (Ta=25°C)
Ic = f(Veg)
mA Basis nicht beschaltet
12 Jan T
v i . ‘ Ir=20mA ol
Ve Ic l radB
25°(-r% 5 = %
50°C f pad ‘
/ 75°C
/
11 / / 4
il
i
/
3 ——
Vi / / I = 10mA— =
10 f // 2 =
/ ]
v /
Ir= 5mA
4 J 1 F
0509
0.9 0 et
10" 10° 0 mA 10° 0 5 10 15V
—1 —=Vce
Stromiibertragungsverhaltnis (typisch) Stromiibertragungsverhiiltnis (typisch) als
als Funktion von der Temperatur Funktion vom Diodenstrom
(I =10mA, Ve =5V) (Ta=25°C, Vee =5V)
IC_f(T) lc—f(I
% = 7a 7% i F)
40 102
Ie I
Ie I O
0 4N 25
04 4N26 T‘ B 1
1
2
A1
yavid
20 10 y
4N27 //
) & I
4N28 5 Tzl
10 4 TZIG /
2 4N27/ 1
0 —| | 100 l r ‘ Ill\
-25 0 25 50 75°C 02 5 1002 5 0 2mA
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SIEMENS

Optokoppler 7,5 kV 4 N 32
fur Standardanwendungen 4 N33

Wesentliche Merkmale

@ GaAs-Lumineszenzdiode als Sender und Darlington-Fototransistor als Empfénger
@ Isolationsprifung: 5300 V

@ Stromibertragungsverhaltnis = 500 %

@ Basis extern beschaltbar

@ DIP-6-Gehause

@ Freigegeben nach VDE 0883 € (siehe Seite 38)

@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E 52744) S\ (siehe Seite 38)

Der Potentialunterschied zwischen Ein- und Ausgang des Optokopplers darf auf Dauer die
Bezugsspannung nicht Uberschreiten.

Typ Bestellnummer
4N 32 Q62703-N51-F114
4 N33 Q62703-N52-F114
9,14
‘ 8,64
=
m-—mm } ‘
M
S 20
i =R | | ety
mm 0,5
* 0,4
—=—256=T 32
0°.15° Rastermaf 1_21
-‘——6'6-——
6,1
1 6 Anode- 1 —6-Basis
2] s Kathode-2 -—A’SLQ 5- Kollektor
3(] 4 nicht belegt-3f 4- Emitter

Gewicht etwa 0,7 g
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ZZ
W W
WN

Grenzwerte

Bezeichnung

Symbol LWerte

| Einheit

Sender (GaAs-Diode)

Sperrspannung /A 3 \'
Vorwartsgleichstrom I 80 mA
Verlustleistung') Piot 150 mwW
Empfénger (Darlington-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 30 v
Emitter-Basis-Sperrspannung Vero 8

Kollektorstrom I 125 mA
Verlustleistung') Piot 150 mw
Optokoppler

Lagertemperatur Tq —55... +150 °C
Umgebungstemperatur Ta -55... +100

Verlustleistung (total)?) Pt 250 mw
(To=25°C)

Léttemperatur (max. 10 s)°) Ts 260 °C
Isolationsprifspannung®) Viso 7500 Voc
zwischen Sender und Empfénger, 5300 VG eff
bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014

Bezugsspannung 500 Vac eff
(nach DIN 57883 bzw. VDE 0883) 600 Voc
Isolationswiderstand (V|, = 500 V) RsoL 10" Q

') Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 2,0 mW/K
?) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 3,3 mW/K
%) Tauchlétung: Eintauchtiefe <3,6 mm

*) Prufgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78
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4 N 32
4 N 33
Kennwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung Symbol | Werte Einheit
Sender (GaAs-Diode)
DurchlaBspannung (I = 50 mA) Ve 1,25 (<1,5) \%
Sperrstrom (Vg =3 V) I 0,01 (<100) HA
Kapazitat (Vy, =0 V; f=1MHz) Co 100 pF
Empfénger (Darlington-Fototransistor)
Durchbruchspannung (I = 100 pA; I = 0): \'
Kollektor-Emitter Visriceo >30
Kollektor-Basis Visricao >50
Emitter-Basis Vierieso >8
Emitter-Kollektor Visrieco >5
Kollektor-Emitter-Reststrom Iceo 1(=<100) nA
(Vee =10V)
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung VCE sat 1,0 \
(I =8mA; I, = 2mA)
Koppelkapazitat C 1.5 pF
StromUbertragungsverhaltnis I/ I =500 %
(I =10mA; Ve =10V)
Isolations-Leckstrom Io 100 pHA
Isolationswiderstand (Vo = 500 V) RisoL 10" Q
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4 N 32
4 N33

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 36)

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

Ir
e s
RL
Vi

yv-—= ==
o——1—
Lastwiderstand AR 180 Q
Einschaltzeit toin 5 us
Ausschaltzeit tus 120
Impulsbreite 8 ms

Siemens Aktiengesellschaft
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I, = 50mA
I = 200 mA
Vy= 10V
T, = 25°C



SIEMENS

Optokoppler bis 3,55 kV 4 N35,4N 36
fir Standardanwendungen 4N 37

Wesentliche Merkmale

@ Transistoroptokoppler in DIP-6-Kunststoffgehause mit BasisanschiuB
@ Koppelfaktor bei I = 10 mA, Ve = 10V: = 100%

@ Geringe Koppelkapazitat

@ Isolationsprufspannung: 1500 V. .. 3550 V

@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E 52744) R\ (siehe Seite 38)

Typ Bestelinummer
4 N 35 Q68000-A7302
4N 36 Q68000-A7303
4N37 Q68000-A7304
78 8.7
e 85 "]
65 min
M63™d ~
/e
2000 035
w025
762 2omml

] e Anode-1y 6-Basis

281 é?’ 7S Kathode -2 ‘QIE 5- Kollektor

3 £ . —:‘H. nicht belegt -3 4~ Emitter
et

— — —Luft-Kriechstrecke 7.2 min.

Gewicht etwa 0,4 g
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4 N35 4N36

4 N 37
Grenzwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)
Sperrspannung W 6 \
Vorwiértsgleichstrom I 60 mA
VorwartsstoBstrom Irsm 3 A
(t,<1 us, 300 pps) ')
Verlustleistung (T, = 25°C Prot 100?) mw
Tc = 25°C, 0,8 mm vom Gehéause) 100?)
Empfénger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 30 \
Kollektor-Basis-Sperrspannung Veso 70
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 7
Verlustleistung T, = 25°C Py 300%) mw
Tc=25°C 500*)

Optokoppler
Lagertemperatur Tag -55... +150 °C
Umgebungstemperatur Ta —55...+100
Léttemperatur Ts 260
(max. 10 s, Tauchldtung: Abstand zu
Gehauseunterkante =0,5 mm)
Isolationsprifspannung 4N35 | VigoL 3550 Voe

4N 36 2500

4N 37 1500

) pps = Puls pro Sekunde

?) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 1,33 mW/K
%) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 4 mW/K

*) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 6,7 mW/K
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4 N 35,4 N 36

4 N 37
Kennwerte (7, = 25°C)
Bezeichnung Symbol | Werte Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)
DurchlaBspannung (I = 10 mA) Ve 1,1(<1,5) \
Sperrstrom (V; = 6V) In <10 nA
Kapazitat (Vg =0V, f=1MHz) Co 25 pF
Empfénger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo >30 \Y
(Ice = 10 mA)
Kollektor-Basis-Sperrspannung Veso =70
(Icg = 100 pA)
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco =7
(Jec = 100 pA)
Kollektor-Emitter-Reststrom Iceo
(Vee =10V) 5(<50) nA
(Ve =30V, T, = 100°C) <500 pA
Kapazitét (Ve = 10V, f= 1 MHz) Cee 6 pF
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung VGE sat <03 Vv
(Ir =10mA, I, = 0,5mA)
StromuUbertragungsverhéltnis CTR %
(Ir =10 mA; Ve = 10V) =100
(I =10mA; Ve = 10V; T, = —55°C) >40
(I =10mA; Ve = 10V; T, = 100°C) =40
Isolationsstrom (Impulslange = 8 ms) IsoL nA
(Vio = 3550V) 4N35 <100
(Vo = 2500V) 4N 36 <100
(Vo = 1500 V) 4N37 <100
Isolationswiderstand') (Vo = 500 V) RsoL =100 GQ
Koppelkapazitat') G 0,80 pF

') Die Messung des Isolationswiderstandes und der Koppelkapazitat wird bei kurzgeschlossenen Eingangsanschlis-

sen (Diode) sowie bei kurzgeschlossenen Ausgangsanschliissen (Transistor) durchgefihrt.

Siemens Aktiengesellschaft
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4N35 4N36
4N 37

Testschaltung

47Q
Eingang o—3F——

G

N

|__—__

=2mA
=2 e t0w)
Ausgang
RL(100Q)

Testschaltung

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 36)

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

Lastwiderstand AR 100 Q Veg = 10V
Einschaltzeit bin 5(< 10) us I, =2mA
Ausschaitzeit taus 5(=< 10)
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4 N35 4N36
4 N 37

Vorwirtsspannung (typisch) der Diode
Ve=f(k)

12
25°CHt
50°(

/ / 75°(
1
//'/
/11
i /)
10 A/
A //
/ / |
4
/
/ LU

09 f &)

107 10° 10 mA  10°
—

Sittigungsspannung (typisch) als Funktion von

Kollektorstrom und Aussteuerungsgrad') fiir Gruppe 3

(Tp = 25°C)
Vee sat = f(Ic)
1,0 | I

1
|
T

v .

X\

03 -
// I =3,
1~

0,2 »

01

N

0
10° 5 10 5 mA102

-1

Kollektor-Emitter-Reststrom (typisch)
des Transistors

(Ta=25°C, Iy =0)

Icgo = f(Ta)

h N

Vg j
-3 4 06

75 °C 100

=T

(typisch

a "
(Ta =25°C)
Ic = f(Vce)
Basis nicht beschaltet

ol 1T

|
20 ’H/

g~
‘*

') k = I bedeutet, der FluBstrom der Diode ist auf den doppelten Wert des Kollektorstroms einzustellen.
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4N35 4N36

4 N 37
Stromiibertragungsverhéiltnis Stromiibertragungsverhitnis
(typisch) als Funktion vom Diodenstrom (typisch) als Funktion von der Temperatur
(Ta=25°C, Vg =5V) (I/F=1OmA, Vee =5V)
I C_ _
% f=f(IF) "/n?r.-_—f(TA)
10° 103 ,
I ]
Ir 5 5 —
I
If
2 ?
|
//,_-/ R ~\\\\
10? . a 10?
2
yd
/
5
5 Y
,/
L/
0648 ’ (0649
1 1 L1 101 L Tl
0 072 5 1092 5 10" 2mA -25 0 25 50 75°C
—I S
Zuléssige Impulsbelastbarkeit
(D = Parameter, Tp =25°C)
I =f(tp)
10%
mA
A
|3
107 RN
009)
5 0
0,2 TN
Sl TN
[ N N
0,5 TS
(=: =
DC
5

]
o LA LR E L
0° 10 107 102 107 10° s 10

-t
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SIEMENS

Schnelle Optokoppler 2,5 kV

Wesentliche Merkmale

@ Schneller Optokoppler im DIP-8-Kunststoffgehause

@ IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode

6 N 135,6 N 136
(TRIOS®)"

@ Integrierter Fotoempfanger mit Fotodiode und Transistor

@ Isolationsprifspannung: 2500 V
@ TTL-kompatibel

@ Hohe Dateniibertragungsrate: 1 Mbit/s

@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit
@ 2-MHz-Bandbreite

® Open-Collector-Ausgang

@ Extern beschaltbare Basis

@ Feldeffektstabil durch TRIOS®")

@ Spezifizierte Kenndaten von 0°C bis 70°C

@ UL-Priifzeichen (UL-Nr. E 52744) R (siehe Seite 38)

Der Potentialunterschied zwischen den zu koppelnden Stromkreisen darf auf Dauer die maxi-

mal zuldssigen Bezugsspannungen nicht Uberschreiten.

Typ Bestelinummer
6N 135 Q68000-A7961-F114
6N 136 Q68000-A5646-F114

') TRIOS® = TRansparenter IOnen-Schirm

<—6 —
6.
19 (18
2 20 (17
27 3] (6
Lod B

Gewicht etwa 0,5 g
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=
05min.
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8 - Kathode (V¢¢)
7-Basis (Vg)

6 - Kollektor (Vg)

5- Emitter (GND)



(<2< ]
ZzZ
JErgury

Grenzwerte

Bezeichnung

Symbol LWerte

—| Einheit

Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung A 5 \'

Vorwiértsgleichstrom I 25 mA

VorwartsstoBstrom Irsm 50

(t, = 1 ms, Tastverhiltnis 50 %)

VorwértsstoBstrom (¢, <1 us, 300 Pulse/s) Irem 1 A

Verlustleistung (7, <70°C) Piot 45 mwW

Empféanger (Fotodiode + Transistor)

Versorgungsspannung Vee -05...15 v

Ausgangsspannung Vo -05...15

Ausgangsstrom I 8 mA

Spitzenausgangsstrom Iom 16

Emitter-Basis-Spannung Ves 5 \

Basisstrom I 5 mA

Verlustleistung (7,<70°C) Pt 100 mwW

Optokoppler

Lagertemperatur Tetg —55...+125 °C

Umgebungstemperatur Ta —55...+100

Sperrschichttemperatur T; 100

Lottemperatur Ts 260

(max. 10 s, Tauchlotung: Abstand zu

Gehauseunterkante =0,5 mm)

Isolationsprufspannung zwischen VisoL 2500 VG eff

Sender und Empfanger (Klima nach

DIN 40046, Teil 2, Nov. 74) (t = 1 min)

Bezugsspannungen nach VDE 0110b 380 Vac eft

(Isolationsgruppe C) 450 Voe

Verschmutzungsgrad (DIN VDE 0109) 2 -

Kriechstrecke =7 mm

Luftstrecke >7

Kriechstromfestigkeit CTl 175 (Gruppe llla -

(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109)

Isolationswiderstand (Vj, = 500V, T, = 25°C) | RgoL >10" Q
(Vo =500V, T, = 100°C) >10"
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6 N 135
6 N 136
Kennwerte (Umgebungstemperatur T, = 0...70°C, wenn nicht anders spezifiziert;
Typische Werte: T, = 25°C)
Bezeichnung Symbol I Werte Einheit
Sender (IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode)
DurchlaBspannung (I = 16 mA, T, = 25°C) Ve 1,3(<17) \"
Durchbruchspannung (I = 10 pA, T, = 25°C) | Vg =5
Sperrstrom (Vz =5V, T, = 25°C) I 0,5(=<10) pA
Kapazitdt (V;, =0V; f=1MHz) Co 60 pF
Temperaturkoeffizient der DurchlaBspannung TKe -17 mV/K
(I = 16 mA)
Warmewiderstand Rinsa 700 K/W

Empfénger (Fotodiode + Transistor)

Stromaufnahme (Ausgang Low) IocL 30 pA
(I = 16 mA, V, offen, V;c = 15V)
Stromaufnahme (Ausgang High) Iecn 0,01 (=1)
(I = 0mA, V;, offen, Voc = 15V, T, = 25°C)
Stromaufnahme (Ausgang High) <2
(I = 0mA; V, offen, Voc = 15V)
Ausgangsstrom (Ausgang High) Ion 3 {=500) nA
(r=0mA, Vo=V, =55V, T,=25°C)
Ausgangsstrom (Ausgang High) 0,01 (<1) LA
(I =0mA, Vo=V, =15V, T, = 25°C)
Ausgangsstrom (Ausgang High) <50
(I-=0mA, Vo= Vec=15V)
Stromverstéarkung (Vo =5V, I, = 3 mA) HFE 150 -
Warmewiderstand Rioa 300 K/W
Optokoppler
Koppelkapazitéat (f= 1 MHz) C 0,6 pF
Stromibertragungsverhaltnis CTR %
(Ir = 16 mA,
Vo=04V, Vc=45V, T7,=25°C) 6N135 16 (=7)

6N 136 24 (=19)
Stromubertragungsverhiltnis
(I =16mA, Vo =05V, V,c =45V) 6N135 17 (=5)

6N 136 25 (=15)
Ausgangsspannung (Ausgang Low) Voo 0,1(=<04) Vv
(I =16 mA, Voc =45V, T, = 25°C)
(I = 1,1 mA) 6N 135
(I = 2,4 mA) 6N 136
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o0

Schaltzeiten

Vﬂl

toLn d
fo——

— ’PHL‘— —

Pulsgenerator
Z,=50Q

t, t=5ns
Tastverh. 10%
=100 ps

T f— 5V L Monitor
15V

If
—_—

)
AN

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Verzégerungszeit (High — Low) ton us

(I =16mA, Voc =5V, T, = 25°C)

(RL=4,1kQ) 6N 135 0,6 (<1,5)

(RL=19kQ) 6 N 136 0,5(=<0,8)

Verzdgerungszeit (Low — High) oLy

(Ir =16 mA, Voc =5V, T, =25°C)

(RL=4,1kQ) 6N 135 05(=<1,5)

(RL=19kQ) 6 N 136 0,3(<0,8)
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6 N 135
6 N 136
Gleichtaktstorfestigkeit
Vem
10V 90% 0%
I, 1
o 10%] 90% Fl [
—_—
4-1fr s — —eity L— B A _E ///
%) ’
T 5V w— Ve = ]
A: ] r=0mA E
—
Ve
; Vew Pulsgenerator
B:/z=16mA Z,=50Q
Yol t,t=8ns
—f
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gleichtaktstorfestigkeit (High) | CM,| V/us
(I =0mA, Ve = 10Vpp, Voc =5V,
Ta=25°C)
(RL=4,1kQ) 6N 135 1000
(RL=19kQ) 6 N 136 1000
Gleichtaktstorfestigkeit (Low) | M|
(I =16 MA, Vi = 10 Vpp, Voc =5V,
Ta =25°C)
(R.=4,1kQ) 6N 135 1000
(R.=1,9kQ) 6N 136 1000
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Ausgangskennlinien fiir 6 N 135
(TA=25°C, Voc=5V)
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Ausgangskennlinien fiir 6 N 136
(TA=25°C, Voc=5V)
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DurchlaBstrom der Sendediode

(T =25°C)
E=f(%)
10°
A
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I
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10°° /
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09 10 1 12 13V 14
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Stromiibertragungsverhiitnis
(Normiert: Ir =16 mA; V5 =04V,
Vog =5V; Tp=25°C)

NCTR = f(T,)

T I T
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NCTR \\
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Kieinsignal-Stromiibertragungsverhiitnis
(Vo =5V; Ta=25°C)
Alg/ALe = f(If)
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Stromiibertragungsverhiiltnis
(Normiert: Jr =16 mA; V, =04V,
Vec =5V, Ta =25°C)
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SIEMENS

Schneller Optokoppler 2,5 kV 6 N 137
10 Mbit/s

Vorlédufige Daten, Typ in Entwicklung

Wesentliche Merkmale

® Schneller Optokoppler im DIP-8-Kunststoffgehause
@ IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode

@ Integrierter Empfanger

@ TTL-kompatibel

@ Hohe Dateniibertragungsrate: 10 Mbit/s

@ Isolationsprifspannung 2500 V¢

@ Niedriger Eingangsstrom: 5 mA

@ Enable-Eingang

@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E 52744) R\ (siehe Seite 38)
@ Spezifizierte Kenndaten von 0°C bis 70°C

@ Open-Collector-Ausgang

Der Potentialunterschied zwischen Eingang und Ausgang darf auf Dauer die maximal zuléssi-
gen Bezugsspannungen nicht Uberschreiten.

Typ Bestellnummer
6N 137 Q68000-A886

—_
ow

1
c

com | 4 E

mei |l i | é‘-l

om
mm
B
—l254 A
0°.15° Rastermafl ‘1‘%
6,6
_76’1——(

t 10 8 1 8 Vi
g 2[] 17 Anode 2 &\Q 7 Enable
T3 [: []6  Kathode 3 6 Ausgang

; (= 5 A S5 Masse

Gewicht etwa 0,5 g
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6 N 137

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Sender (IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung /A 5 Vv

Vorwirtsgleichstrom I 20 mA

VorwartsstoBstrom Iegm 40

(f, <1ms)

Verlustleistung Pt 100 mwW

Empfénger (Integrierter Fotoempfanger)

Versorgungsspannung Vee 0...7 \

Ausgangsspannung Vo 0...7

Enable-Eingangsspannung Ve Vec+0,5

Ausgangsstrom I 50 mA

Verlustleistung Pt 85 mwW

Optokoppler

Lagertemperatur Tatq -55... +125 °C

Umgebungstemperatur Ta 0...70

Sperrschichttemperatur T 100

Léttemperatur Ts 260

(max. 10 s, Tauchiétung: Abstand zu

Gehauseunterkante >0,5 mm)

Isolationsprifspannung zwischen VisoL 2500 Vac eff

Sender und Empfanger (Klima nach

DIN 40046, Teil 2, Nov. 74) (t = 1 min)

Bezugsspannung nach VDE 0110b 380 VG eff

(Isolationsgruppe C) 450 be

Kriechstrecke =7 mm

Luftstrecke =7

Kriechstromfestigkeit CTI 175 (Gruppe llla -

(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109)

Isolationswiderstand (Vo = 500V, T, = 25°C) | Rgo. >10" Q
(Vo =500V, T, = 100°C) >10"
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6 N 137

Kennwerte (Umgebungstemperatur 7, = 0...70°C, wenn nicht anders spezifiziert;
typische Werte: V;c =5V, T, = 26°C)

Bezeichnung Symbol J Werte Einheit

Sender (IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (I: = 10 mA, T, = 25°C) Vi 1,3(<1,75) Vv
Durchbruchspannung (Iz = 10 pA, T, = 25°C) | Vs >5

Sperrstrom (Vy =5V, T, = 25°C) I 0,01 (<10) LA
Kapazitat (Vg =0V, f=1MHz) Co 60 pF
Warmewiderstand Ripa 700 K/W

Empfénger (Integrierter Fotoempféanger)

Stromaufnahme (Ausgang Low) IecL (<18) mA
(I = 10 mA, V, = offen,
Vee =55V, . =05V)

Stromaufnahme (Ausgang High) Iech (<15)
(I = 0mA, V, = offen,
Ve =55V, =05V)
Ausgangsstrom (Ausgang High) Ion (<250) pA
(I =250 uA, Vo =55V,
Ve =55V, e =2,0V)

Eingangsstrom (Enable Low) Iy (<2) mA
(Ve =55V, L =05V)

Warmewiderstand Ripia 300 K/W
Optokoppler

Ausgangsspannung (Ausgang Low) Voo 0,4 (=<0,6) Vv

(I =5mA, I, = 13mA,
Vee =55V, ey =2,0V)

Stromibertragungsverhéltnis CTR 700 %
(I = 5mA, Voc = 4,5V, R =100Q)
Koppelkapazitat (V;, =0V, f=1 MHz) [o% 0,6 pF
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6 N 137

Schaltzeiten

Ie
? 7,5mA
3,75mA
! —_—
Y

t 5V
\} 15V

—tf
e ol —elfoyy

Pulsgenerator
Z,=50Q
f., t=5ns
Tastverh. 10%
t=100pus E
1
Ir
—_——
—f
It Monitor

3

100 Q E

Verzbégerungszeit (High-Low): o (<75) ns
(I;=75mA R =350Q, G =15pF, V;c=5V, T,=25°C)

Verzogerungszeit (Low-High): toun (<75)
(I-=75mA, R =350Q, G =15pF, V=5V, T,=25°C)

Gleichtaktstorfestigkeit (7, =5°C, V,c =5V)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gleichtaktstorfestigkeit (High) [CMy| 100 V/us
(=0, Vou=10V,,, R =350 Q

Gleichtaktstorfestigkeit (Low) |c™M | 300

(F=5mA, Vou =10V, R =350Q
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SIEMENS

Schnelle Optokoppler 2,5 kV 6 N138,6 N 139
(TRIOS®)"

Vorléaufige Daten

Wesentliche Merkmale

@ Schneller Darlington-Optokoppler

@ DIP-8-Kunststoffgehause

@ |IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode

@ Integrierter Fotoempfanger mit Fotodiode und Darlington-Transistor
@ Isolationsprifspannung: 2500 V

@ Hohes Stromiibertragungsverhiltnis: typ. 2000 %

@ Niedriger Eingangsstrom: 0,5 mA

@ TTL-kompatibel

@ Hohe Gleichtaktstorfestigkeit

@ Open-Collector-Ausgang

@ Extern beschaltbare Basis

@ Feldeffektstabil durch TRIOS®"

@ UL-Prifzeichen (File-Nr. E 52744) W (siehe Seite 38)
@ Spezifizierte Kenndaten von 0°C bis 70°C

Der Potentialunterschied zwischen den zu koppelnden Stromkreisen darf auf Dauer die maxi-
mal zulassigen Bezugsspannungen nicht Uberschreiten.

13
Typ Bestellnummer 10
6N 138 Q68000-A6410-F114
6N 139 Q68000-A6411-F114

Iea ,“0:51'"

6,6
‘_6,1 ——T
? 10 18 nicht belegt -1 8 —\S/S;%?#;gs_
S_er—- [17 Anode-2¥ 7-Basis
[=Ne)
= 30 (16 Kathode -37% 6-Kollek ar
¢ - 5 nicht belegt -4 S-Emi’ter

Gewicht etwa 0,5 g

" TRIOS® = TRansparenter IOnen-Schirm
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6 N 138
6 N 139
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode)
Sperrspannung W 5 Vv
Vorwartsgleichstrom (T, <70 °C) I 20 mA
VorwartsstoBstrom Irsm 40
(t, = 1 ms, Tastverhéltnis 50 %)
VorwartsstoBstrom Tegm 1 A
(£,=<1 ps, 300 Pulse/s)
Verlustleistung (7, <70°C) Pt 35 mwW
Empfénger (Fotodiode + Darlington-Transistor)
Versorgungsspannung Vee -05...18 \
Ausgangsspannung Vo -05...18
Ausgangsstrom I 60 mA
Emitter-Basis-Spannung Ves 5 \"
Verlustleistung (7, <70°C) Pt 100 mwW
Optokoppler
Lagertemperatur Tatq —-55...+125 °C
Umgebungstemperatur Ta —55...+100
Sperrschichttemperatur T; 100
Léttemperatur Ts 260
(max. 10 s, Tauchlétung: Abstand zu
Gehauseunterkante >0,5 mm)
Isolationsprifspannung zwischen VisoL 2500 Vac eft
Sender und Empféanger (Klima nach
DIN 40046, Teil 2, Nov. 74) (¢t = 1 min)
Bezugsspannungen nach VDE 0110b 380 Vac eff
(Isolationsgruppe C) 450 Ve
Verschmutzungsgrad (DIN VDE 0109) 2 -
Kriechstrecke >7 mm
Luftstrecke =7
Kriechstromfestigkeit CTl 175 (Gruppe llla -
(nach DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1) nach DIN VDE 0109)
Isolationswiderstand (Vo =500V, T, = 25°C) | RsoL >10" Q
(Vo =500V, T, = 100°C) >10"
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6 N 138
6 N 139
Kennwerte (Umgebungstemperatur 7, = 0...70°C, wenn nicht anders spezifiziert;
typische Werte: T, = 25°C)
Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Sender (IR-GaAlAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (Ir = 1,6 mA, T, = 25°C) Ve 1,2(<17) \
Durchbruchspannung (I = 10 uA, T, = 25°C) | Vgg =5

Sperrstrom (V, =5V, T, = 25°C) Iy 0,01 (<10) HA
Kapazitat (Vy =0V, f=1MHz) Co 25 pF
Warmewiderstand Rinia 850 K/W

Empfénger (Fotodiode + Darlington-Transistor)

Stromaufnahme (Ausgang Low) Iec, 0,4 mA
(I = 1,6 mA, V, offen, Voc =5V)
Stromaufnahme (Ausgang High) Iech 1 nA
(I: =0mA, V;, offen, Voc =5V)
Ausgangsstrom (Ausgang High) Ioy 0,05 (<100) pA
(I =0mA, Vo = Vc=18V)
Waérmewiderstand Rinua 300 K/W
Optokoppler
Koppelkapazitat (f= 1 MHz) (o 0,6 pF
Stromiibertragungsverhéltnis CTR %
(L=16mA, V=04V, V,;=45V) 6N 138 1600 (=300)

6N 139 2000 (=500)
(-=05mA, V, =04V, V,c=45V) 6N 139 1600 (= 400)
Ausgangsspannung (Ausgang Low) Voo \
(I-=16mA, [,=48mA, V,c=45V) 6N 138 0,1(<04)
(I-=16mA, I,=8mA, V,;=45V) 6N139 0,1(<04)
(Ir=5mA, I, =15mA, Vc=45V) 0,15(=<0,4)
(L =12mA, I, =24 mA, Vc =45V) 0,25 (<04)
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6 N 138
6 N 139
Schaltzeiten (7, = 25°C, V,c=5V)
Ie
Pulsgenerator
T Z,=50Q
f., t=5ns
Tastverh. 10%
R <100 ps E 8 Sy
I
Vs -
| —= 2 |0 [k
v It Monitor 4
3 6 W
y 1,5V
oL 100 Q C,
ToLn —t E > ':ESpF
—eifpp - ]
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Verzoégerungszeit (High — Low) tonL us

b
-

(i = 1,6 MA, A = 22kQ)
(I = 05 mA, R, = 47kQ)

(o2 2]
=z
—
W W
o ™

(I =12mA, RL=270Q)) (<1)
Verzdgerungszeit (Low — High) [

(I =16mA, R =22kQ) 6 N 138 2(<35)
(I =0,5mA, R_ =47 kQ) 6 N 139 8 (<60)
(I =12mA, RL=270Q)) 2(<7)
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6 N 138
6 N 139
Gleichtaktstorfestigkeit (7, = 25°C, V;c =5 V)
Vow
T‘IOV' 90‘? \1i% IFl E E o5V
oyL10% 1 90% . A - 2] p 7] R
e e T
Y —] 6 %
=V

T SV - FF E ]5

A:I=0mA
Yo —t

Pulsgenerator
r B:l =16 mA Vo | 72500
Vo = t. t=16ns
- , -4

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Gleichtaktstorfestigkeit (High) |CM,| 500 V/us
(Il =0mA, Vo =10Vpp, A =2,2kQ)
Gleichtaktstérfestigkeit (Low) |CM_| 500
(fr = 1,6 MA, Vo = 10 Vpp, AL = 2,2 kQY)
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Lichtschranken







Anwendungsorientierte Typeniibersicht

Typ Kollektor- Kollektor- Kollektor- DurchlaB- Seite
Emitterstrom Emitter- Emitter- Spannung
Reststrom Sperrspannung
Ice (MA) Igo (NA) Veeo (V) (V)
Miniatur-Reflexlichtschranken
SFH900 -1 0,25...0,50 20 (<200) 30 1,25 (<1,65) 329
-2(0,40...0,80 329
-3/(063...1,25 329
-4| =10 329
SFH905 -1 | >=0,04 20 (<100) 30 1,25 (<1,65) 336
-2 | =0,10 336
Differential-Gabellichtschranke
Typ Versorgungs- Strom- Schaltzeiten DurchlaBstrom | Seite
Spannung aufnahme
Vec (V) Icc (mA) I (us) & (pus) I (mA)
SFH 910 45...16 5(=<10) 0,3 0,3 5...50 343
Taktscheibe mit 96 Schlitzen fur SFH 910 343
infrarot-Sendedioden
Typ Wellenldnge Halbwinkel Strahlstarke DurchiaBstrom | Seite
A.puk (nm) @ (Grad) Iy (mW/sr) Ir (mA)
IRL 80 A 950 +30 >04 60 312
IRL81A 880 +25 =10 100 315
SFH 435 950 +8 8 (typ) 100 324
Doppel- (Strahlirichtung
Diode je Hauptkeule)
Fototransistoren
Typ Fotostrom Kollektor- Halbwinkel Seite
Emitter-Reststrom
I, (bA) Iceo (NA) @ (Grad)
LPT 80 A <200 <100 +40 318
LPT85A =900 <100 +40 321

[ Nicht far Neuentwicklung
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Technische Erlauterungen

1 Anwendungsgebiete

Lichtschranken werden heute im industriellen Bereich, in der Unterhaltungselektronik, in der
Computerperipherie und vielen anderen Bereichen als Bewegungs- oder Positionssensoren
eingesetzt. Anwendungsbeispiele sind:

@ Fullstandskontrolle von Flussigkeiten

@ FlieBbanduberwachung

@ Spielautomaten, Geldwechselautomaten

@ Motorsteuerungen

@ Uberwachung des Papiervorschubs in Druckern und Kopierern

@ Steuerung des Druckkopfes in Druckern und Schreibmaschinen

@ Diskettenlaufwerke

@ Zahler

und viele andere mehr.

2 Aufbau

Prinzipiell bestehen Lichtschranken aus einem Sender- und einem Empfangerelement.
Senderseitig wird meist eine Infrarotdiode benutzt, auf der Empfangsseite kdnnen Fotodioden,
Fototransistoren oder ICs mit integrierten Fotodioden zum Einsatz kommen.

Der Aufbau von Lichtschranken ist in 3 Varianten Ublich:
@ Reflexlichtschranken

@ Gabellichtschranken

@ Einzelbauteile ohne gemeinsames Gehause

2.1 Reflexlichtschranken

Lichtschranken dieser Art arbeiten nach dem Reflexionsprinzip, d. h. die vom Sender emittierte
Strahlung trifft auf eine Oberflache, wird reflektiert und gelangt auf den Empfanger (Bild 1). Sen-
der und Empféanger sind nebeneinander in einem Kunststoffgehduse untergebracht. Das Aus-
gangssignal hangt von der Hohe des Eingangssignals (), vom Abstand der Lichtschranke zum
Reflektor und von dessen Reflexionsgrad ab.

Reflektor

Bild 1
Reflexlichtschranke
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Technische Erlduterungen

2.2 Gabellichtschranken

Bei Gabellichtschranken stehen sich Sender und Empfanger im Gehause gegeniber (Bild 2).
Unter Verwendung von Rasterscheiben bzw. Rasterlinealen kénnen rotatorische bzw. translato-
rische Bewegungen analysiert werden. Die vom Sender emittierte Strahlung wird durch das zu
messende Objekt unterbrochen, wodurch am Empfanger eine Signalédnderung entsteht.

Bild 2
Gabellichtschranke

2.3 Einzeibauteiie ohne gemeinsames Gehéuse

Lichtschranken kénnen auch ohne gemeinsames Gehéuse aufgebaut werden. Allerdings ergibt
sich dann das Problem, daB Sender und Empfanger zueinander justiert werden mussen. Beson-
ders geeignet fur die Leiterplattenmontage sind Side-Viewing-Bauelemente, da die AnschluB-
beinchen nicht umgebogen werden missen.

3 Eigenschaften von Lichtschranken, MeBtechnik
3.1 Koppelfaktor, Kollektor-Emitterstrom

Der Koppelfaktor ist ahnlich definiert wie beim Optokoppler, d. h. als Verhéltnis des Ausgangs-
stroms zum Eingangsstrom. Gleichwertig ist die Angabe des Ausgangsstroms bei vorgegebe-
nem Eingangsstrom.

Bei Lichtschranken mit digitalem Ausgangssignal ist die Angabe des Koppelfaktors nicht sinn-
voll. An seiner Stelle wird hier der Senderstrom definiert, bei dem der Ausgang in den logischen
High- oder Low-Zustand Ubergeht.

3.2 Reflektoreigenschaften, Abstand Bauteil-Reflektor

Bei Reflexlichtschranken bestimmen neben dem Eingangsstrom der Abstand Bauteil-Reflektor
sowie der Reflexionsgrad des Reflektors den Koppelfaktor.

Der optimale Abstand der derzeit verfugbaren Reflexlichtschranken liegt bei 1 mm.

Als Reflektoren eignen sich Spiegel und Papier. Es werden Papiere mit definiertem Reflexions-
grad (z. B. 10%, 90%) am Markt angeboten.
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Technische Erlduterungen

3.3 Tageslichtsperrfilter

Die Empfanger bei Lichtschranken sind meist mit einem Tageslichtsperrfilter versehen. Dieses
bewirkt, daB der sichtbare Anteil des Umgebungslichts ohne EinfluB auf das Ausgangssignal
bleibt und damit der Abstand zwischen Hell- und Dunkelsignal erhéht wird.

3.4 Schaltzeiten
Die Definition der Schaltzeiten entspricht der bei Optokopplern (siehe S. 36).

3.5 Optische Auflosung von Lichtschranken

Die Auflésung bei Lichtschranken gibt an, welche minimalen Abstiande Hell-Dunkel-Ubergénge
haben durfen, so daB am Ausgang der Lichtschranke noch zwei Zustéande sinnvoll unterschie-
den werden kénnen. Es spielt dabei keine Rolle, ob bei Reflexlichtschranken sich reflektierende
und nichtreflektierende Felder bzw. bei Gabellichtschranken strahlungsdurchléssige und strah-
lungsundurchlassige Felder abwechseln.

Die Aufldsung kann durch mehrere konstruktive MaBnahmen beeinfluBt werden. Zum einen ist
es mdglich, durch Anwendung von Linsen einen engen Strahlengang zu erzeugen. Auf diese
Weise wird der gréBte Teil der erzeugten Strahlung auch auf den Empfanger Ubertragen und
man erreicht dadurch einen hohen Koppelfaktor (Bild 3a). Zum zweiten wird durch Verwendung
von Blenden auf Sender- und Empfangerseite die Auflésung vergroBert. Je kleiner die Blenden-
6ffnung (Apertur) ist, desto groBer ist die Auflésung, aber desto kleiner ist auch der Koppelfak-
tor (Bild 3b).

Aufbau E E

&

Sender § t Empfdnger

g Bewegungs -
richtung (x)
1 2 3

elektrische Schaltung
+Vec
Ic

Bild 3a

Auflosung von Gabellichtschranken (Apertur) —
idealisierte Darstellung:

hoher Koppelfaktor — geringe Auflésung
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Technische Erldauterungen

Aufbau

Y
A
E

Sender Empfdanger
N tBewegungs-
E richtung(x)
]
1 2 3
elektrische Schaltung
o +Vic
I
fe w7 I
o— |

Signalverlauf

Bild 3b

Auflésung von Gabellichtschranken (Apertur) —
idealisierte Darstellung:

niedriger Koppelfaktor — hohe Auflésung

Beide MaBnahmen sind auch in Kombination anwendbar und eignen sich fir Reflex- und Gabel-
lichtschranken. Allerdings ist die Verwendung von Blenden bei Gabellichtschranken starker ver-
breitet als bei Reflexlichtschranken.

3.6 Frequenzbereich

Die Anwendungen von Lichtschranken erfordern einen Frequenzbereich von O bis ca. 50 kHz.
Ublicherweise sind die Bauteile auch auf diesen Bereich ausgelegt. Entscheidend fiir die maxi-
mal mégliche Betriebsfrequenz ist der Arbeitspunkt (Lastwiderstand, Eingangs- und Ausgangs-
strom, auBere Beschaltung etc.).
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SIEMENS

GaAs-Infrarot-Sendediode IRL 80 A

Wesentliche Merkmale

® GaAs-Lumineszenzdiode im Infrarot-Bereich

@ Klares Miniatur-Kunststoffgehduse mit seitlichem Abstrahiwinkel
@ Preiswertes Kunststoffgehause

@ Lange Lebensdauer (Langzeitstabilitat)

@ Weiter Offnungskegel (+30°)

@ Passend zu Fototransistor LPT 80 A

Anwendungen
@ Ideal fir eine groBe Anzahl von Fertigungs- und Kontrollanwendungen in der Industrie, die
eine Unterbrechung des Lichtstrahls erfordern.

Typ Bestellnummer
IRL80 A Q68000-A7851-F114
16,51

16,00

-+ =152 Kathode e
r )
5 |

EL 1

[=]

€

o

af 23

= <1 Anode /

Kunststoffmarkierung

_ .
23] e
oo

Gewicht etwa 0,2 g
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IRL 80 A

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sperrspannung W 3 \
DurchlaBstrom (7, = 25°C) I 60 mA
Betriebs- und Lagertemperatur Topistg —40...+100 °C
Loéttemperatur (Lotstelle=0,15 cm Ts 240

vom Gehduse; Lotzeit t=5s)

Verlustleistung (T, = 25°C) Piot 100 mw
Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Wellenlange der Strahlung bei I, Apeak 950 nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von I, AL +20

Strahlstérke') (I = 20 mA) I, >0,4 mW/sr
Halbwinkel (50% von 1) 0] +30 Grad
DurchlaBspannung (Iz = 20 mA) Vi <15 \"
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Var =3 \
Warmewiderstand Rin 750 K/W

') Ein Silizium-Empfanger mit 1 cm? strahlungsempfindlicher Flache wird nach der mechanischen Achse ausgerichtet.

Es wird eine Lochblende verwendet.

Siemens Aktiengesellschaft
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IRL 80A

Relative spektrale Emission Abstrahlcharakteristik
L =1f(\) Lo o1 = f(0)

% B E]
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s \ s I
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20 \ 20 /
10 \ 10 /

\
0 0
900 920 940 960 980 1000 nm 1040 80 60 40 20 0 20 40 60°80
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SIEMENS

GaAlAs-Infrarot-Sendediode IRL81A

Wesentliche Merkmale

® GaAlAs-Infrarot-Lumineszenzdiode

@ Wellenldnge im nahen Infrarotbereich

@ Klares Kunststoff-Miniaturgehause mit seitlichem Abstrahlwinkel
@ Preisglnstig

@ Lange Lebensdauer (Langzeitstabilitat)

@ Weiterer Abstrahlwinkel von +25°

@ Passend zu Fototransistor LPT 80 A

Anwendungen
@ ldeal fur eine groBe Anzahl von Fertigungs- und Kontrollanwendungen in der Industrie, die
eine Unterbrechung des Lichtstrahls erfordern.

Typ Bestellnummer
IRL81A Q68000-A8000-F114
16,51 5.84
16,00 5591129
—— -
j‘[i Kathode —4i1,521=—
~
<. —
[=] 1
g i H
F e ——= il
w &0
g?- *O_\?.,
<1 Anode —=11,52
Kunststoffmarkierung
— e
23 —
oo |
R=0,76

Gewicht etwa 0,2 g
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IRL 81 A

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sperrspannung (<25°C) A 5 v
DurchlaBstrom (<25°C) I 100 mA
Betriebs- und Lagertemperatur Topista —40...+100 °C
Verlustleistung (7, = 25°C) P 200 mwW
Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Wellenlange der Strahlung bei ., Apeak 880 nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von I, AA —-36... +44

DurchlaBspannung (I = 20 mA) Ve 1,6(<2,0) \
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Var =5 \"
Strahistarke (I = 20 mA)’) R =10 mW/sr
GesamtstrahlungsfluB (z = 20 mA) @, 15 mw
Halbwinkel 0] +25 Grad
Warmewiderstand Riia 375 K/W

') Ein Silizium-Empfénger mit radiometrischem Filter und mit 1 cm? strahlungsempfindlicher Flache wird nach der me-
chanischen Achse der Sendediode ausgerichtet. Es wird eine Lochblende verwendet.

Siemens Aktiengesellschaft
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IRL 81A

Relative spektrale Emission
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SIEMENS

Fototransistor LPT 80 A

Wesentliche Merkmale

@ NPN-Fototransistor

@ Klares Kunststoff-Miniaturgehause mit halbkugelférmiger Linse und
seitlichem Abstrahlwinkel

@ Lichteinfall unter weitem Winkel (+ 40°)

@ Preiswertes Kunststoffgehause

@ Hohe Empfindlichkeit

@ Passend zu Infrarotsendern IRL 80 A und IRL 81 A

Anwendungen
@ |deal fir eine groBe Anzahl von Fertigungs- und Kontrollanwendungen in der Industrie, die
eine Lichtschranke benétigen.

Typ Bestellnummer
LPT80A Q68000-A7852-F114

%St .84
16,00 559

e G2t Emitter _,_‘1’52_._

i
|

——
|

0,64

046

Rastermafl 2.5&4
|
i
.
i
€

Kollektor —{1,52r=—

Kunststoffmarkierung

— ! r== )
23 T

Gewicht etwa 0,2 g
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LPT 80 A

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 30 \"
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 5

Kollektorstrom Ic 50 mA
Kollektorspitzenstrom (¢t = 1 ms) Icsm 100

Betriebs- und Lagertemperatur Topistg —40...+100 °C
Maximal zuldssige Lottemperatur (¢t <5 s) T 240

Verlustleistung (T, = 25°C) Pt 100 mw
Kennwerte (7, = 25°C, wenn nicht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Kollektor-Emitter-Reststrom Iego <100 nA
(Vee=5V,E=0)

Wellenlange der maximalen A 870 nm
Fotoempfindlichkeit

Halbwinkel ) +40 Grad
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (I = 1 mA) | Vego =30 \"
Emitter-Kollektor-Sperrspannung (I = 100 pA)| Veco > 5

Fotostrom') (Ve =5V, E, = 0,5 mW/cm?) I, >200 pA
Sattigungsspannung Ve sat 0,15(<04) Vv

(I = 250 pA, E, = 0,5 mW/cm?)

Warmewiderstand Rinia 750 K/W

') Lichtquelle ist eine Wolframglihlampe in Verbindung mit einem 950 +30-nm-Filter. Die mechanische Achse des

Testobjekts wird nach der Lichtquelle ausgerichtet.

Siemens Aktiengesellschaft 319



LPT 80A

Relative spektrale Empfindlichkeit Richtcharakteristik
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SIEMENS

Fototransistor LPT85A

Wesentliche Merkmale

@® NPN-Fototransistor im Kunststoffgehause

@ Klares Kunststoff-Miniaturgehause mit Linse und seitlichem Abstrahlwinkel
@ Lichteinfall unter weitem Winkel (£ 40°)

@ Preisglnstiges Kunststoffgehause

@ Sehr hohe Empfindlichkeit

@ Passend zu Infrarotsendediode IRL 80 A und IRL 81 A

Anwendungen
@ Ideal fir eine groBe Anzahl von Fertigungs- und Kontrollanwendungen in der Industrie, die
eine Unterbrechung des Lichtstrahls erfordern.

Typ Bestellnummer
LPT85A Q68000-A8324-F114

16,51 <086

[ 16,00 747;_—1.‘—5‘59-—1‘1‘79
L Y Emitter
A N —=1.52f=—
S 5
[ ‘ I ,}.E@
§ l u‘l ' /- J——g T :
gt 23
o 1 Kollektor —e—{1,52t—
Kunststoffmarkierung
== ?
O -3
[eXe)

Gewicht etwa 0,2 g
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LPT 85 A

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 30 \
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 5

Kollektorstrom I 50 mA
Betriebs- und Lagertemperatur Topista —40...+100 °C
Maximal zuléssige Léttemperatur (<5 s) T, 240

Verlustleistung (7, = 25°C) Piot 100 mwW
Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Kollektor-Emitter-Reststrom Iceo <100 nA
(Vee = 15V; E, =0)

Wellenlange der maximalen A 870 nm
Fotoempfindlichkeit

Halbwinkel [0} +40 Grad
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Io =1 mA) Veeo >30 \
Emitter-Kollektor-Sperrspannung (I = 100 pA) | Vego > 5

Fotostrom') (Ve =5V, E, = 0,5 mW/cm?) I, 0,9 mA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Vee sat 0,15 (<0,4) Vv

(I; = 250 pA, E, = 0,5 mW/cm?)

Warmewiderstand Rinia 750 K/W

') Lichtquelle ist eine Wolframglihlampe in Verbindung mit einem 950+ 30-nm-Filter. Die mechanische Achse des

Testobjekts wird nach der Lichtquelle ausgerichtet.

Siemens Aktiengesellschaft 322



LPT 85 A

Relative spektrale Empfindlichkeit Richtcharakteristik
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SIEMENS

GaAs-IR-Lumineszenzdiode SFH 435
Doppel-Sendediode

Wesentliche Merkmale

@® GaAs-IR-Lumineszenzdiode mit diametraler Abstrahicharakteristik
@ Halbwinkel jeder Strahlungskeule + 8°

@ Hohe Zuverlassigkeit

@ Lange Lebensdauer

@ Hohe Impulsbelastbarkeit

Anwendungen
@ Bandendabschaltung bei Videorecordern *
@ Lichtschranken p

< Chip

o] L % /
Typ Bestellnummer CE; L e
SFH 435 Q62702-P984 2 -

i

[+

—

2,15 %
1,65 \

I
——
> :
f 6.4
\ 58
~ 166°

4,
qu
u'!‘m
-\

%
~]
L

Q\ *) Strahlrichtung

Gehausebauform: .\0 Spezialgehause, grau getdnte Epoxy-GieBharz,
LotspieBe, 2,54-mm-Raster ('/10")
Kathodenkennzeichnung:  Kirzerer LotspieB

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Lagertemperatur Tg —55...+100| °C
Umgebungstemperatur Ta —55...+100
Lottemperatur bei Tauchlotung

(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit t <5's) Ts 260
Loéttemperatur bei Kolbenlétung

(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit t <3 s) Ts 300
Sperrschichttemperatur T 100
Sperrspannung Va 5 Vv
DurchlaBstrom I 100 mA
VorwiértsstoBstrom (t, = 10 ps) ) 3 A
Verlustleistung (Ta = 25°C) Piot 165 mw
Warmewiderstand R on 450 K/W
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SFH 435

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Wellenlange der Strahlung Apeak 950+ 20 nm
(Ir = 100 mA, t, = 20 ms, £, = 180 ms)
Spektrale Bandbreite bei 50% von I, AX 70
(Ie = 100 mA, ¢, = 20 ms)
Halbwinkel je Hauptkeule ¢ 8 Grad
Aktive Chipflache A 0,09 mm?
Abmessungen der aktiven Chipflache LxB 0,3x0,3
Schaltzeiten t, & 1 us
(I, von 10% auf 90%, Iz = 100 mA)
Kapazitat (Vg = 0V) C, 25 pF
DurchlaBspannung (Iz = 100 mA) Ve 1,35(<1,65) \'

(I =1A, t, =100 ps) 20(=<27)
Durchbruchspannung (I; = 100 pA) Ver 30 (=5)
Sperrstrom (Vg =5V) I 0,01 (<10) A
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK, —0,55 %/K
Temperaturkoeffizient von V; TK -15 mV/K
Temperaturkoeffizient von A, TK, +0,3 nm/K
Strahistérke in Achsrichtung bei einem lg mW/sr
Raumwinkel 2>0,01 sr bzw. 6,5 Grad
(gemessen in Richtung der Hauptkeulen)
(I = 100 mA, t, = 20 ms) typ. 8
(I = 1A, t, =100 us) typ. 60
Gesamtstrahlungsfiu O, typ. 13 mw
(Ir = 100 mA, t, = 20 ms)
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SFH 435

Abstrahlcharakteristik Relative spektrale Emission
Lo =1(9) L =f(N)
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SFH 435

DurchlaBstrom
I=f(W)
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SFH 435
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SIEMENS

Miniatur-Reflexlichtschranken

Wesentliche Merkmale

@ Reflexlichtschranke fir den Nahbereich (maximal 5 mm Abstand)
® |IR-GaAs-Lumineszenzdiode

@ Si-NPN-Fototransistor

@ Flaches Kunststoffgehause

@ Tageslichtsperrfilter

@ Hoher Kollektor-Emitter-Strom 0,25... = 1,0 mA

@ Geringe Sattigungsspannung

@ Kein Ubersprechen

Anwendungen

@ Positionsmelder

® Endabschalter

@ Drehzahliberwachung
@ Bewegungssensor

Typ Bestellnummer
SFH 900-1 Q62702-P935
SFH 900-2 Q62702-P141
SFH 900-3 Q62702-P1088
SFH 900-4 Q62702-P1087

moglicher Kunststoff- 1 3
—’%g—v flash in Anschluflebene  Sender-Fldche
wm 8
v}
@ N 1‘:‘&? E
£ T 7 % \\\\
Tt &
§ []12
I—I ‘U,V l
: -112_ 2
2,22&& S 1 Sender-Anode
2 Sender-Kathode /
Empfanger-Emitter
3 Empfanger-Kollektor
L
Moy
oo
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SFH 900

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol 1 Werte Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung W 6 \"
Vorwirtsgleichstrom (7, = 40°C) I 50 mA
VorwartsstoBstrom (£, <10 pus; 7, = 40°C) Tegy 15 A
Verlustleistung (T, = 40°C) P 80 mw
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 30 Vv
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 7

Kollektorstrom Ic 10 mA
Verlustleistung (T, = 40°C) Piot 100 mwW
Reflexlichtschranke

Lagertemperatur Teto —40...+85 °C
Umgebungstemperatur Ta —40...+85
Sperrschichttemperatur T 100

Loéttemperatur Ts 235

(max. 3 s, Tauchlétung: Abstand zum

Gehéuse min. 3 mm)

(mit Warmeabfihrung vom Gehéuse) 260

Verlustleistung (7, = 40°C) Pior 150 mwW
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SFH 900

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)
DurchlaBspannung ( Iz = 50 mA) Ve 1,25 (<1,65) \"
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Var >6
Sperrstrom (Vg =6V) I 0,01 (=<10) LA
Kapazitat (V; =0V; f=1MHz) Co 40 pF
Warmewiderstand Rinia 750 K/W
Empfénger (Si-Fototransistor)
Kapazitat Cee 11 pF
(Vee =5V; f=1MHz)
Kollektor-Emitter-Reststrom (Ve = 10 V) Iceo 20 (=<200) nA
Fotostrom (Fremdlichtempfindlichkeit) I 35 mA
(Ve =5V; E, = 1000 Lx)
Warmewiderstand Rinia 600 K/W
Reflexlichtschranke
Kollektor-Emitterstrom Ie mA
(I =10mA; Ve =5V; d=1mm; SFH 900-1 0,25...0,50
Kodak neutral white test card SFH 900-2 0,40...0,80
90% Reflexion) SFH 900-3 0,63...1,25

SFH 900-4 >1,0
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ve sat \%
(I =10mA; d=1mm;
Kodak neutral white test card
90% Reflexion
(I = 85pA) SFH 900-1 0,2(=<0,6)
(Ic = 135 pA) SFH 900-2 0,2(=<0,6)
(Ic = 215 yA) SFH 900-3 0,2(=<0,6)
(I = 335 puA) SFH 900-4 0,2(<0,6)

d

N\ Reflektor
mit 90% Reflexion
(Kodak neutral white
test card)
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SFH 900

Schaltzeiten

R
—T—F——oV

————oAusgang

/

~|

Bezeichnung Symbol Werte Einheit Bedingungen
Einschaltzeit toin 65 us Vee=5V
Anstiegszeit t 50 I. =1mA")
Ausschaltzeit s 55 R =1kQ
Abfallzeit A 50 T, =25°C

') I eingestellt Uber den DurchlaBstrom der Sendediode, den Reflexionsgrad und den Abstand des Reflektors vom

Bauteil (d)

Siemens Aktiengesellschaft



SFH 900

a isch) der Di
Kollektorstrom IIC — (o) Vorwartsspannung (typisch) der Diode
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SFH 900

Zulassige Impulsbelastbarkeit
(D = Parameter, T = 25°C)
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Schaltzeiten
(Ta=25°C. I = 10 mA)
t=f(R)
10°¢ - .
us f :
1 I = 100uA 117
g
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102 A/
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Kollektorstrom (Abstand d zum

Reflektor = 1 mm, 90% Reflexion)

Ic = f(I)
3'0 R — _1
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i
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SFH 900

Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien (typisch)
(Abstand zum Reflektor: d =1 mm, (Abstand zum Reflektor: d=1 mm,
90% Reflexion, T, = 25°C) 90% Reflexion, Ty = 25°C)
Ic = f(Voe) Ic = f(Vce)
24 T 20 =y : B R
@ I =20mA (o782
mA A ‘ - . SRR S
§ 20 ] e ™
d L I =20mA|
I // 1 1,6 ! - ;
)4 e |
16 I =15mAT— | | | |
[ — T 12! 1 .
— ' Iz = 15mA
] | |
12 % =
jF =10mA +— 08 ‘
08 |t - ' 1 , a I =10mA ||
| | |
[ I o | | | Lol
0 P SMAL N | - SmA|
bl L L !
Le=AmA——T] = 2mA+—— T YS =1mA k= 2mA
0 — — 0 | Y s I —
0 b 8 12 %V 20 0 02 0k 06 08 v 10
’ = Ve - Vee

Transistor-Kapazitét (typisch)
(Ta=25°C, f=1MHz)

Cee = f(Vee)
T T T
Cee pF'%‘ ; Frit o L
) HHE
| L0 1T
i A
| .
‘ u
0f- Sl
Ce H
20 — S - i
Ll \\ L
10 N
Al *\{!“
i il 1323
S TR I ey
107 10° 10" vt
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SIEMENS

Miniatur-Reflexlichtschranken

Wesentliche Merkmale

@ Reflexlichtschranke fir den Nahbereich (maximal 5 mm Abstand)

@ IR-GaAs-Lumineszenzdiode

@ Si-NPN-Fototransistor

@ Flaches Kunststoffgehduse

@ Tageslichtsperrfilter

@ Kollektor-Emitter-Strom 40 . .. = 100 pA
@ Geringe Sattigungsspannung

® Kein Ubersprechen

Anwendungen

@ Positionsmelder

@ Endabschalter

® Drehzahliberwachung
@® Bewegungssensor

Typ Bestellnummer
SFH 905-1 Q62702-P1117
SFH 905-2 Q62702-P1118

moglicher Kunststoff-

_—fgr— flash in AnschluBebene  Sender-Flache
' o~
nm| i A
188 | 5 S8ss
o 1y E*_N I . own
- m ~ o
g ¢ =
P 12 nesf .
| 09 10max Empfanger-
o : 35 ”
— \ Flache
1 30
18l
15 el
22max| 7 w3 M
~ TTTT33 T T o8
0L
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RN

2
1 Sender-Anode
2 Sender-Kathode /
Empfanger-Emitter
3 Empfanger-Kollektor

SFH 905



SFH 905

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte ] Einheit
Sender (GaAs-Diode)

Sperrspannung Wa 6 Vv
Vorwidrtsgleichstrom (7, = 40°C) I 50 mA
VorwiértsstoBstrom (£, <10 us; 7, = 40°C) Irsm 1,5 A
Verlustleistung (T, = 40°C) Prot 80 mwW
Empfénger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Veeo 30 \
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Veco 7

Kollektorstrom I 10 mA
Verlustleistung (7, = 40°C) Piot 100 mwW
Reflexlichtschranke

Lagertemperatur Tog —40...+85 °C
Umgebungstemperatur Ta —40... +85
Sperrschichttemperatur T 100

Lottemperatur Ts 235

(max. 3 s, Tauchlétung: Abstand zum

Gehause min. 3 mm)

(mit Warmeabfiihrung vom Gehause) 260

Verlustleistung (7T = 40°C) Piot 150 mwW
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SFH 905

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung Symbol | Werte Einheit
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)
DurchlaBspannung (- = 50 mA) Ve 1,25 (<1,65) \
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Var >6
Sperrstrom (V; =6V) Iy 0,01 (=<10) LA
Kapazitat (V;, =0V; f=1MHz) Co 25 pF
Warmewiderstand Rinia 750 K/W
Empfanger (Si-Fototransistor)
Kapazitat Cee 5 pF
(Veg =5V, f=1MHz)
Kollektor-Emitter-Reststrom (Vg = 10 V) Icgo 20 (<100) nA
Fotostrom (Fremdlichtempfindlichkeit) I 0,5 mA
(Ve =5V, £, = 1000 Lx)
Warmewiderstand Rinoa 600 K/W
Reflexlichtschranke
Kollektor-Emitterstrom Ie pA
(I =10mA; Vg =5V; d=1mm; SFH 905-1 40...125
Kodak neutral white test card SFH 905-2 >100
90 % Reflexion)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ve sat \"
(I =10mA; d=1mm;
Kodak neutral white test card
90 % Reflexion)
(Ic = 13 pA) SFH 905-1 0,2(<0,6)
(Ic = 34 uA) SFH 905-2 0,2(<0,6)
d
N\ Reflektor

mit 90% Reflexion

(Kodak neutral white

test card)
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SFH 905

Schaltzeiten

R

Ir P T —oWc

o—F— Cl $—————oAusgang
\

O— o_l_
Bezeichnung Symbol Werte Einheit Bedingungen
Einschaltzeit toin 40 us V=5V
Anstiegszeit t 30 I. =100 uA')
Ausschaltzeit tus 45 R =1kQ
Abfallzeit k 40 Tha =25°C

') I eingestellt Gber den DurchlaBstrom der Sendediode, den Reflexionsgrad und den Abstand des Reflektors vom

Bauteil (d)
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SFH 905

Kollektorstrom ;C =f(a)
'C max
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Maximal zuléssiger DurchlaBstrom
Ie = f(Ty)
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100
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o
p=3

40 N
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N
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—
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Vorwirtsspannung (typisch)
der Diode
Ve=1(Ip)

Ve

50°C
P / 75°C

0509
09 &)
107 10° 10" ma 107

e

Zuléssige Verlustleistung
fiir Diode und Transistor
Pror=f(Ta)

160

— T
Gesamtverlustleistung
mw

120
Transistor
a0 D[ode| \
ANN
NN N
w0 A
TN\
NN
0876
0
0 20 40 60 80 °C 100
__>T



Irel
Srel

SFH 905

I

Zulassige Impulsbelastbarkeit
(D = Parameter, T, = 25°C)

I =f(t)
10° HEEFF R
Tt T T T
mA t H
& et I
H T F_oi
T
i
N
RN | 020005
103 ;E 0,01
10054 0,02 Slimat
|
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QZ Vn, | L
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0 i ki
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Bt CHig
‘M 1 | Bkl
o L e
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- f

P

Relative spektrale Verteilung

vom Steuer (GaAs) und Empfanger (Si)
Sender: Le="f(A)

Empfanger: Sy = f(\)

100
80 — } . I \
60 ll ll \
- ! |
Empf’anger \

40 / \
o) |\

/AN
/Sender
0 [
700 800 900 1000 nm 1100

—=\
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Schaltzeiten
(Ta=25°C, I =100 pA, Ir = 10 mA)
t="1(R)
3
10
us
t F— t,

@

1 <
10
10’ 10’ ke 10°
R

Kollektorstrom (Abstand d zum
Reflektor = 1 mm, 90% Reflexion)
Ic = f(I)

)JA —_ - 1 T
i |

1[ NSNS SRS S SU— —
200 ‘//;
. /
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7
100
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SFH 905

Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien (typisch)
(Abstand zum Reflektor: d = 1 mm, (Abstand zum Reflektor: d = 1 mm,
90% Reflexion, T, =25°C) 90% Reflexion, T, =25°C)
Ic = f(Vee) Ic = f(Vee)
300 300
(1325 (326 1 '
LA — I=22mA ™| uA I=22mA™]
| 1  o—
I
I 18mA— Ic //
—— —— 18mA__|
200 HA 200
bmA__|
| 14mA
10mA !
- o , 10mA |
100 17 100 %
6mA — - |
mA 6|m A
[
A o
2mA 2mA __|
0 [ | 0 [ |
0 4 8 12 16 V 20 0 0,2 0,4 0,6 08 VvV 10
— T

CE

Transistor-Kapazitét (typisch)
(Ta =25°C, f=1MHz)

Cee = f(Vce)
20 m
[CE DF
15 UH
10 ‘\\
\\.
\\
\
5
\\
&
0
0% 107 10° 10° v 10

%
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SIEMENS

Differential-Gabellichtschranke
mit Zahlimpuls- und Richtungsausgang

Wesentliche Merkmale

@ IR-GaAs-Lumineszenzdiode

@ Empfangerschaltkreis mit integrierter Logik

@ Zahlimpulsausgang mit konstanter Impulsbreite
@ Ausgang fur Bewegungsrichtung

@ Ausgéange: offene NPN-Kollektoren, TTL-kompatibel
@ Kunststoffgehause mit Spaltbreite 3,2 mm

@ Tageslichtsperrfilter

@ Typischer Funktionsbereich: 5 mA < I <50 mA
@ Max. Ausgangsstrom I : 20 mA

@ Schaltzeiten t, t: 0,3 us

@ Optische Auflésung: 0,85 mm (1/30")

SFH 910

Anwendungen
@ Inkrementale Drehwinkel- bzw. Langenerfassung mit Erkennung der Bewegungsrichtung
Zubehdr
@ Taktscheibe mit 96 Schlitzen (Bestellnummer Q62902-B166)
Typ Bestellnummer
SFH 910 Q62702-P866
24,65
26,15
19,15
18,95

’1.93[‘_
45

2 5
= {— ot ATl
’Z

[alaa)

—_— g

¢ N

~

;;g#-\/ &

©
1 Anode
| 2 Kathode

=
T \ H
4 o~
} N 3 Masse
‘l“ W J 4 Richtungssignal R
3
0

i

x 5 Zahlimpulssignal Z
6 Versorgungsspannung

69

12,6
12,2
10,7 34,
10,5 3,0 ™
optische |
Achse
om0
e
27 —‘-3— 23
ey | NN
oo ]’
o ==
-m 0,405 0,405
‘ 0,395 0,395

343

[ —



SFH 910

Positionierung der Taktscheibe innerhalb
der Lichtschranke

N

Taktscheibe

|

|
Al

|

|
i P l optische Achse i |
\

1

Empfanger

[ f
l !

|

|

Sender |

|

Empfohlener Arbeitspunkt:
X=0mm;Y=0mm;Z=10mm
Funktionsbereich:
-1,0mm <X<+1,0 mm
-05mm <Y< +0,5mm

0 mm <Z<15mm

Anzahl der Schlitze auf der Rasterscheibe n = 96

Dicke der Rasterscheibe d=08mm
Breite der Schlitzmitte b = 0,38 mm
Schlitzlange | =20mm
Durchmesser der Rasterscheibe D = 26,50 mm

(von Schlitzmitte zu Schlitzmitte)
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SFH 910

Taktscheibe (Q62902-B166)

oo
~O

©29,5
|
T
1
I
-
4,5

%

Rechtsbewegung Umkehrpunkt Linksbewegung
|

|
l t I t l t}{ I ‘ | Signal Kanal 1
|

| Ir 1! Zahlimpuls Z

Richtungssignal R

Kanal 1 und Kanal 2 stellen die phasenverschobenen Signale nach den Schmitt-Triggern dar
(siehe Blockschaltbild). Sie dienen nur zur Erklarung der Wirkungsweise und stehen nicht an
den Ausgangen der Lichtschranke zur Verfigung.
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SFH 910

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung /A 5 \"
DurchlaBstrom (7, = 55°C) I 50 mA
VorwiértsstoBstrom (T, = 25°C) Iegy 1 A
Verlustleistung (7, = 55°C) Piot 85 mW
Empfénger (Detektor-IC)

Versorgungsspannung Vee 4...18 \
Ausgangsstrom (Output Low) I, 20 mA
Ausgangsspannung (Output High) Vou 16 \"
Verlustleistung (T, = 25°C) Piot 200 mwW
Lichtschranke

Umgebungstemperatur Ta —-20...+85 °C
Lagertemperatur Tog —40...+100
Sperrschichttemperatur T 100

Léttemperatur Ts 260

(Lotabstand zur Gehauseunterkante

1 mm; Lotzeit max. 5 s)
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SFH 910

Kennwerte (7, = 25°C)

Bezeichnung | Symbol | Werte Einheit
Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (I = 10 mA) Ve 1,25 (<1,5) \
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Var =5

Sperrstrom (Vg =5V) I 0,01 (<10) LA
Kapazitat (Vg =0V; f=1MHz) Co 25 pF
Warmewiderstand Rinia 500 K/W
Empfénger (Detektor-IC)

Versorgungsspannung Vee 45...16 \
Versorgungsstrom I 5(=<10) mA
(Vo = 5 V; Ausgange offen)

Ausgangsspannung (Zahlimpuls) Vorz 0,2(=<04) Y,
(Io.z = 16 MA; Ve =5V; I = 10 mA)

Ausgangsspannung (Richtung) Vorr 02(=<04)

(Io,g =16 MA; Vo =5V, I = 10 mA)

Ausgangsstrom') (Zahlimpuls) Iowz 0,01 (<10) HA
(Vouz = Vec =16 V; I = 0)

Ausgangsstrom') (Richtung) Iown 0,01 (<10)

(Vong = Vec =16 V; I = 0)

Warmewiderstand Rinia 375 K/W
Lichtschranke

‘Min. Funktionsbereich I 10...30 mA
Typ. Funktionsbereich I 5...50

Anstiegs-, Abfallzeit b & 0,3 us
(RL=280Q; Vy= VY, =58V, I =20 mA)

Zahlimpulsbreite T, 10 (<20)

Verzdgerungszeit Taz 1
(Richtungsanderung/Zahlimpuls)

Hysterese der Schmitt-Trigger Py 25 %

(Alle Daten wurden mit einer Rasterscheibe gemessen, die auf Seite 344/345 beschrieben ist.)

') Ohne Umgebungslicht
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SFH 910

Maximal zulédssiger DurchlaBstrom (Sender) Zuléssige Verlustleistung

Ie=f(Ta) Prot = f(Ta)
50 200
mA 180 \\
\ Empfdnger
I, 40 Prot 160
140 \
30 120 \\
100
Sender \
20 80
‘ \
60
\\
10 40
20
623 622
0 0
0 20 40 60 80 °C 100 0 20 40 60 80 °C 100

————-—7;\ —-—DTA

DurchlaBspannung % _¢ (Ta)

DurchlaBstrom I = 7 (V) v
F25
0% 14
mA
5 7 Ve 1,2
I F25 ~
' 10 =
I \\\
fyp,’ Imux.
0,8
1I\1 ,
w n
I
| 0,6
'l
5 |
| 04
0,2
}' 4592 88
10° J ’ Q 0
1 2 vV 3 0 25 50 75 °C 100
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SFH 910

Blockschaltbild
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Lichtleiter-Bauelemente







Anwendungsorientierte Typeniibersicht

Sender
Typ Wellenldnge Schaltzeiten Einkoppelleistung Seite
Apeak (nm) t: & (ns) D, (UW)
B SFH 450 950 1000 90 382
8 SFH 450V 950 1000 90 382
BB SFH 451V 830 100 80 382
SFH 452V 770 50 40 382
8 SFH 750 660 120; 50 9 392
BSFH750V 660 120; 50 9 392
B8 SFH 751 565 500; 200 3 392
B SFH 752V 665 70; 100 80 392
Empfénger
Typ Beschreibung ?cr;ahzeiten Fotostrom Ip Seite
o b
8 SFH 250 Fotodiode 10ns 3 pA 372
B SFH 250 V Fotodiode 10ns 3 uA 372
WO SFH 250 F Fotodiode 10 ns 4 uA 372
Typ Beschreibung ?cr;altzeiten Fotostrom I Seite
i &
§ SFH 350 Fototransistor 20 us 800 pA 377
B SFH 350 V Fototransistor 20 us 800 pA 377
BB SFH 350 F Fototransistor 20 us 1000 pA 377
Typ Beschreibung Schaltzeiten Optische Seite
toHLs TpLH Leistung
Doyt
VESFH 551V Integrierter Empfanger | (75 ns) (4...50 uW) 390

¥ neu aufgenommenes Bauelement
B SBS-Typen siehe Preis- und Lagerliste
B Nicht fur Neuentwicklung
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Technische Erlauterungen

1. Aufbau und Eigenschaften der Lichtleiter-Bauelemente

Basierend auf der Erfahrung bei der Massenfertigung von LEDs und IREDs wurde fur die Sie-
mens-Lichtleiter-Bauelemente (LL-Bauelemente) eine vergleichbare Gehausebauform entwik-
kelt (siehe Bild 1). Diese bietet zusammen mit der zylindrischen Vertiefung an der Gehause-
oberseite und der Linse am Boden dem Anwender eine Reihe von Vorteilen:

— geringer Preis durch kostengunstige Serienfertigung

— automatische Faserjustierung auf den Chip

—um bis zu 50% hohere Einkoppelleistung durch die Linse

- Unempfindlichkeit gegenlber Dejustierung

— kein Abmanteln des Kunststoff-LWLs

NS
NANAN
NN

NN

| - Faserkern

=

|~ Faser-
ummantelung

Faser- ~—
aufnahme

| Gehause

Reflektor

Linse

Chip——""]

Tragerband

(elektrische Anschlisse) Bild 1
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Technische Erléuterungen

Eine nicht-Iésbare Verbindung Bauelement-Faser kann durch Kleben hergestellt werden. Diese
Verbindung ist besonders platzsparend und kostenginstig.

Fur eine wieder-losbare Verbindung sind die LL-Bauelemente mit einem Schraubverbinder
erhaltlich (siehe Bild 2 und 3). Er zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:

— Abmanteln des LWLs entfallt

- Steckerhlilse fiir den LWL nicht notwendig

—der LWL wird mit nur einer Drehung fixiert

- Randelmutter ist verliersicher

— automatisch bestiickbar

— LWL dreht sich beim Festdrehen der Mutter nicht mit

— jeder LWL mit 2,2 mm AuBen- und 1 mm Innendurchmesser verwendbar
- Glasbindelfasern mit entsprechenden Endhulsen verwendbar

- kleine Gehauseabmessungen

- Empféangergehause bietet Fremdlichtschutz

Die Sender sind in ein graues und die Empfanger in ein schwarzes Gehause eingebaut.
Das Bauelement wird auf der Platine durch 2 Fixierstifte befestigt.

24,20 )

23,80 T

Kathode

7,62 fe—
Raster Bild 2
z. B. SFH 750 V
24,20 9,20
23,80 880
00,60 00,60
0,40
7,62
Raster Bild 3
z. B. SFH 350 V
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Technische Erlduterungen

2. Lichtwellenleiter fiir Lichtleiter-Bauelemente
2.1 Kunststoff-LWL
2.1.1 Einfiihrung

Bereits seit mehr als 10 Jahren werden Lichtwellenleiter aus Kunststoff in der Industrie einge-
setzt. Ausgehend von Displayanwendungen im Auto oder flir Anzeigetafeln finden sie immer
haufigere Verwendung flr einfache optische Ubertragungssysteme. Mit dazu beigetragen hat
einerseits die wachsende Notwendigkeit von optischer Informationsiibertragung in immer star-
ker elektromagnetisch verseuchter Umgebung aber andererseits auch die Verbesserung des
optischen Transmissionsverhaltens der Faser. Heutiger Stand der Technik in der Serienferti-
gung ist eine Dampfung von ca. 250 dB/km fir einen LED-Sender bei ca. 660 nm.

2.1.2 Wichtige Eigenschaften

Der gebrauchlichste Fasertyp besteht aus einem ca. 970 um dickem Kern aus Polymethyime-
thaacrylat (PMMA) und einem ca. 30 um dickem Cladding (Mantel) aus fluorhaltigem Karbonpo-
lymer. Aus den beiden Brechungsindizes von 1,492 (Kern) und 1,417 (Mantel) ergibt sich eine
numerische Apertur von 0,47 bzw. ein Offnungswinkel von +28°. Mit dem PVC-Schutzmantel
hat der Kunststoff-LWL einen Gesamtdurchmesser von 2,2 mm. Einen typischen Ddmpfungs-
verlauf als Funktion der Wellenlange zeigt Bild 4.

50000

20000

|

10000 -—

5000

T

1000 —

|
2000 - }
%

——= Faserddmpfung (dB/km)

wol Lol L] |
400 500 600 {700 800 900 | 1000nm1100
5160 6?0 9|50 Bild 4
arin ot IR Faserdampfung als Funktion der Wellenlange

——== Wellenlange der Strahlung

Von den beiden Dampfungsminima im sichtbaren Wellenlangenbereich ist das im Roten bei
) = 650 nm fiir Streckenlangen bis zu 100 m geeignet. Wegen des geringen &uBeren Quanten-
wirkungsgrades der Griinemitter ist das Dampfungsminimum bei A = 570 nm mehr fur Anzeige-
anwendungen als fiir die Dateniibertragung geeignet. Zusatzlich sind die Schaltzeiten von Rot-
emittern deutlich kirzer und ihre Degradation geringer. Trotz der hohen Dampfung des Kunst-
stoff-LWLs im IR-Bereich ergeben sich mit den leistungsstarken Infrarotsendern bis zu einigen
Metern Streckenliange héhere optische Leistungspegel an den Faserenden als mit sichtbaren
Emittern.
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Technische Erlauterungen

Kunststoff-LWL aus PMMA koénnen bei Umgebungstemperaturen von —-10... +80°C einge-
setzt werden. Dagegen muB bei niedrigeren Temperaturen (bis zu -50°C) mit einer Einschrén-
kung der mechanischen Flexibilitat gerechnet werden. Hohere Temperaturen bis zu 90°C sind
nur in trockener Atmosphare maglich. Beim Einsatz sollte der Biegeradius 20 mm nicht unter-
schreiten, da andernfalls die Faserdampfung erheblich zunimmt.

2.1.3 Endenbehandlung

Wegen des dickeren Durchmessers des Kunststoff-LWLs im Vergleich zur Glasfaser ist die
Handhabung sehr einfach. Es sind keine Prazisionsinstrumente erforderlich. So reicht fir sehr
kurze Strecken (kleiner 1 m) ein Abschneiden mit einer scharfkantigen Klinge. Fur langere
Strecken ergibt NaBschleifen des Faserendes auf einem Schmirgelpapier mit 600er Kérnung ei-
ne deutliche Verbesserung. Sehr glatte Faserendflachen ergeben sich durch Abschneiden mit
einer auf 160-180°C erhitzten Klinge oder kurzzeitiges (2—4 s) Andriicken eines sauber abge-
schnittenen Faserendes auf eine 100-140°C erhitzte Platte.

2.2 Glasbiindelfaser
2.2.1 Einfiihrung

Fir hohe optische Leistungspegel am Faserende oder groBe Ubertragungsstrecken wire eine
dicke Quarzglasfaser die richtige Lésung. Da aber eine 1 mm dicke, hochreine Quarzglasfaser
nur sehr teuer herzustellen und vor allem auch sehr zerbrechlich wére, geht man zu einem Bin-
del von ca. 300 einzelnen 50 um Glasfasern Uber. In das ca. 1 mm dicke lichtleitende Bindel
kann dann ausreichend Licht eingekoppelt werden. Seit Uber 20 Jahren finden diese Fasern
weiteste Verbreitung in der Industrie.

2.2.2 Wichtige Eigenschaften

Statt hochreiner Quarzglasfasern werden hochwertige optische Glaser als Grundmaterial fir
die Fasern verwendet. Diese Stufenindexfasern haben einen ca. 48 um dicken Kern und einen
2-3 um dicken Mantel. Die numerische Apertur von 0,66 bzw. der Offnungswinkel von ca.
+41° (bei 546 nm) erlauben eine hochwirkungsvolle Lichteinkopplung von einer LED.

Der Dampfungsverlauf als Funktion der Wellenlange (siehe Bild 5) verlauft umgekehrt zu dem
eines Kunststoff-LWLs. Das Dampfungsmaximum ist im sichtbaren, wahrend das Minimum im
infraroten Wellenlangenbereich liegt. Da die Dampfungskurve im infraroten Wellenlangenbe-

400
350

/
300
4

)
/

~
E=3
o

Dampfung(dB/km)

w
o

100 L— || Bild 5
500 600 700 800 900 1000 nm 1100 Spektrale Dampfung von MKF1,
—== Wellenlange typische Kurve
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reich relativ flach verlauft, sind die Ubertragungsverhiltnisse trotz Anderungen der Senderwel-
lenlangen (z. B. durch TemperatureinfluB) sehr stabil. Bei Verwendung von leistungsstarken IR-
Sendern lassen sich deshalb Streckenlangen von Uber 100 m Uberbriicken. Maximaler Arbeits-
temperaturbereich ist -50 bis +120°C (Faser MKF1 von Fa. Schott, Wiesbaden). Dieser Be-
reich ist durch den auBeren Kunststoffmantel bedingt, da das Glas selbst Temperaturen bis zu
350°C aushalt. Besonders hervorzuheben ist die hohe mechanische Flexibilitat der Faser, die
Biegeradien bis hinunter auf 5 mm ohne negative Wirkung auf das Transmissionsverhalten er-
laubt.

2.2.3 Faserenden

Im Gegensatz zum Kunststoff-LWL erfordert die Endenbehandlung von Glasbindelfaser mehr
Aufwand. Deshalb wird eine Konfektionierung mit einer Faserendhiilse vom Hersteller angebo-
ten. FUr die Siemens-Lichtleiter-Bauelemente bietet die Fa. Schott zwei Glasblindelfasern
(MKF1 und LKF1) mit passenden Faserendhllsen an. Die Hiilse SFH ist fir die LL-Bauelemente
in Standardausfiihrung entwickelt worden, wéhrend die Hilse SFG fir die Verbinder (V-Typen)
konzipiert ist.

3. Systeme mit Lichtleiter-Bauelementen und Lichtwellenleitern
3.1 Datalink

Die Leistungsfahigkeit eines optischen Ubertragungssystems, beschrieben durch die Strecken-
lange und Datenrate, leitet sich aus einigen wenigen Eigenschaften der Einzelkomponenten ab.
Ausschlaggebend ist das Zusammenwirken der Senderwellenlange mit der Faserdampfung bei
dieser Wellenlédnge und der ebenfalls wellenlangenabhéngigen Empfangerempfindlichkeit. Aus
der Tabelle 1 ist ableitbar, daB ein Kunststoff-LWL zusammen mit IR-Emittern auf kurzen Strek-
ken bis zu ca. 6 m und mit Rotemittern auf bis zu ca. 50 m langen Ubertragungsstrecken gut ar-
beitet. Die unterschiedlichen Empfangerempfindlichkeiten als Funktion der Wellenléange spielen
in diesem Zusammenhang keine entscheidende Rolle.

Die maximale Datenrate wird durch die Ein-/Ausschaltzeiten der LL-Sender und -Empfénger
bestimmt und nicht durch die Faserbandbreite, die bei 100 m Lange mehr als 50 MHz betragt,
welches ein Mehrfaches der Senderfrequenzen ist.

Sendertyp Emissions- Einkoppel- Déampfung Empfénger-
wellenlénge leistung Kunststoff- empfindlichkelt
innm in uW bei (Glasbiindel) in % von S«

I =10 mA LWL in dB/km

SFH 450/V 950 90 4000 (240) 85

SFH 451V 830 80 2000 (220) 98

SFH 452V 770 40 800 (225) 95

SFH 750V 660 9 220 (400) 75

SFH 752V 650 80 200 (400) 75

Tabelle 1

Systemrelevante Komponenteneigenschaften
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Die Tabelle 2 gibt den Uberblick Uber die Grenzfrequenzen der LL-Sender und -Empfanger.

Sender SFH 450 SFH 451 SFH 452 SFH 750 SFH 752
Grenzfrequenz 400 kHz 4 MHz 8 MHz 4 MHz 4 MHz
Empfénger SFH 350 SFH 350 SFH 250 SFH 551V
Grenzfrequenz 15 kHz 200 kHz 30 MHz 5 MHz

Schalt- Linear-

betrieb betrieb
Tabelle 2

Grenzfrequenzen der LL-Sender und Empféanger

Zur einfacheren Sender- und Empfangerauswahl sind in der Grafik auf Seite 360 die Sender-
/Empfangerpaare entsprechend ihrer Leistungsfahigkeit eingeordnet. Die typische Datenrate
ist auf der vertikalen Achse dargestellt, die typische Streckenlange auf der horizontalen Achse.
Die links und unter der aufgelisteten Kombination liegenden Leistungsbereiche werden erfillt.
Die Systeme mit Glasbindelfasern sind besonders markiert.

An einem Beispiel sollen die einzelnen SignalgroBen dargestellt werden:

Kombination: SFH 450 V (hohe Ausgangsleistung)
SFH 250 V (schnelle Diode)
Kunststoff-LWL

Max. Senderstrom I = 30 mA und Faserlange 1 m seien vorgegeben.

Optische Einkoppelleistung:
fur Ir = 10 mA betragt @, = typ. 90 uW (siehe Datenblatt)
fur I = 30 mA betréagt der Multiplikationsfaktor 3 (siehe Datenblatt)

Damit erhalt man

@, (I: = 30 mA) = 270 uW (typ.)

Die optische Auskoppelleistung am Faserende ergibt sich zu

Doy (1M) = Doy (0 m) x 10772 1

mit & (A = 950 nm) = +4 dB/m, Faserlange | =1 m, ®,, (0 m) = ®,, und +3 dB als System-
reserve

(Dout (1m) =253 p,W

Der Photostrom am Diodenausgang ist

L=KxSx®,,

Dabei steht K fiir die Ankoppelverluste der Faser an den Empfénger und S fur die spektrale
Empfangerempfindlichkeit. Laut Datenblatt betragt
Kx S =04 A/W (A =950 nm)

Damit ergibt sich ein Photostrom von
I, =04 x 53 A/W x uyW
I =212 pA

An einem Arbeitswiderstand von 10 kQ ergibt sich dann ein Nutzsignal von 212 mV.
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Sender-/Empféngerpaare

Datenrate

5 MBit/s SFH 452V SFH 452V
SFH 551V SFH 250V
2 MBit/s 1 SFH451V SFH 451V
SFH 551V SFH 250V
200 KBit/s SFH 450/V SFH 450V SFH 450/V
SFH 250F/V SFH 551V SFH 250F/V
SFH 450/V /\ /—\ /-\
i5 KBit/s 1 SFH 350 F/ SFH 752V
350V SFH 350V
4 10 4‘0 5‘0 m 100

O mit Glasbundelfaser

O mit Plastikfaser

Siemens Aktiengesellschaft
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Dampfung
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3.2 Faseroptische Lichtschranken

Faseroptische Lichtschranken bieten gegenuber konventionellen Lichtschranken nicht nur die
bekannten Vorteile der Faseroptik wie z. B. elektromagnetische Vertraglichkeit, Potentialtren-
nung zwischen MeB- und Auswerteort etc., sondern auch die Mdglichkeit der individuellen An-
ordnung der beiden Faserenden entsprechend der Aufgabenstellung. Den prinzipiellen Damp-
fungsverlauf (iber der Spaltbreite einer Gabellichtschranke zeigt Bild 6.

25 A
dB

20 -

o
L

&

5 10 15 20 25 mm 30

Bild 6
Durchgangsdampfung d als Funktion des Luftspalts S

Die stark ansteigende Dampfung ist die Folge der sehr groBen numerischen Apertur und damit
des Akzeptanzwinkels des LWLs. Die Abhangigkeit des Photostroms von dem Winkel zwischen
den beiden Faserenden fur einen faseroptischen Reflexsensor zeigt Bild 7. Die Erkennung von
Hell-/Dunkel-Ubergéngen ist entsprechend Bild 8 in einem weiten Entfernungsbereich méglich.
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@
600 T T3 Pairela = 5000 nW
W
~| S |-
500 { 7= |
{;U" ~——Reflektor:
Pt @ weilles Papier
400 { ] § e
] - Reflektor:
weiBes Papier
fir Y =0° a=1mm
300 {
® ¢=0°
®@ ¢=10°
200- ® g=2°
®@ ¢=30°
® ¢=40°
100 ® ¢=50°
@ y=60°
0 g ————r ———— -
1 2 3 4 7 8 mm
S ——
Bild 7

Reflektierte Leistung als Funktion des Abstands S fur verschiedene Neigungswinkel ¢ der beiden Fasern

300+
nW

Pren

‘ zouﬂ

Papier weil 3
$=20° X |- Reflektor
T

100

Pairekt = 5000 "W

Klebeband schwarz

T T T T

=T T T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mm 10

Bild 8
Vergleich der reflektierten Leistung bei schwarzem bzw. weiBem Reflektor fur ¢ = 20°
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3.3 Weitere Systeme

In schwieriger Umwelt (elektromagnetische Storungen, Explosionsgefahr) ist es von Vorteil, die
Lichtinformation selbst zu Ubertragen und nicht das von einer Photodiode erzeugte Stromsi-
gnal oder den Ansteuerstrom fur eine LED. Ob man nun die Funktion eines Scheinwerfers oder
einer Lampe (ber eine optische Faser kontrollieren will oder eine Information aus einem Hoch-
spannungsbereich faseroptisch ,herausholen* will, die sichere und gefahrlose Ubertragung ist
mit einem LWL, sei er nun aus Kunststoff oder aus Glas(-biindeln), gewéhrleistet. Die Anzeige-
einheit besteht dann aus dem LL-Sender und einer Faser, der Detektor aus der Faser und dem
LL-Empféanger.

4 Applikationsschaltungen
4.1 1-MHz-Optokoppler mit erhdhter Isolationsfestigkeit

Ein Datalink, bestehend aus den LL-Bauelementen und einigen Zentimetern Faser, kann als ein
.verlangerter* Optokoppler angesehen werden. Besondere Kennzeichen sind die extrem kleine
Koppelkapazitat, die mit der Faserlange einstellbare Isolationsfestigkeit sowie die Moglichkeit
der flexiblen Anordnung. Das kann sowohl auf einer einzelnen Platine als auch als Verbindung
zwischen zwei Platinen ausgenutzt werden. Die Schaltung in Bild 9 zeigt einen Koppler fur Si-
gnale bis zu 1 MHz Ubertragungsfrequenz.

o—
SFH 750 SFH250
- 15kQ
y V7R
3
5v
m 4 N
—f
H]‘%O H]nkn 1009
-12v Bild 9
Optokoppler-Schaltung zur Ubertragung

von Signalen bis 1 MHz

4.2 Optokoppler fiir Schaltnetzteile

Die niedrige Koppelkapazitat pradestiniert einen Lichtleiter-Optokoppler zum Einsatz in SNTSs.
Fur eine Arbeitsfrequenz bis zu 450 kHz eignet sich die Schaltung nach Bild 10, die ohne Ver-
starker auskommt. Fir Arbeitsfrequenzen bis 650 kHz ist die Schaltung von Bild 11 ausgelegt.
Fur noch hohere Frequenzen bis zu 1600 kHz ist die Schaltung in Bild 12 entworfen worden.
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+12V
R =100kQ/2
100kQ = 0,33uF
1009
1 *
*» o}
V. — = = SFH250 100kQ2 ‘v
d V== chso-r 00 ‘
-0 0V
S
Ie
Bild 10
Opto-Ubertragungsschaltung ohne Verstarker
o+12V
VG‘ = 033uF
o}
Y
o0V
Bild 11
Opto-Ubertragungsschaltung mit einstufigem Verstarker
+2,5V +12V
o
27kQ
Ic
1009 =
10kQ
A ~ SFH - T SFH — BF199
1 750 ¥ == A\ 750 |_I|68kQ | 2268
[— Z
T 33kQ BC238-C| ©
13
== 10nF | | 2209
B(238-C
00V
Bild 12

Opto-Ubertragungsschaltung mit Verstarker in Kaskode-Schaltung

Siemens Aktiengesellschaft

364



Technische Erlduterungen

Die technischen Daten der drei Schaltungen sind in Tabelle 3 zusammengefaBt.

Bezeichnung GroBe Schaltung nach Einheit
Bild 10 Bild 11 Bild 12
Wert Wert Wert
(typisch) (typisch) (typisch)
Arbeitspunkt (V, = 12V)| I 10 10 12 mA
Ve 42 55 5 Vv
DC-Ubertragungs- AV, 0,24 0.1 0,1 V/mA
verhalten Al
Abhéngigkeit der Aus- | AV, 0,5 -0,58 1 -
gangsspannung von Vg | AV,
Abhangigkeit der Aus- AV; - - -95 -
gangsspannung von der| A2 5V
2,5-V-Versorgungsspan-
nung
TK der Ausgangsspan- | AV, 9 2 -0 mV/K
nung (im Bereich0°C | A§
<3<60°C)
Ir=15mA
Tabelle 3

Technische Daten dreier Ubertragungsschaitungen mit Lichtieiter-Baueiementen zur Regelung
von Schaltnetzteilen unterschiedlicher Arbeitsfrequenz

4.3 Ubersteuerungsfestes Datalink fiir 2 MBit/s

Ist die Sender- und Empfangerschaltung eines Datalinks fur eine Strecke von 20 m oder mehr
ausgelegt, kann es bei Verwendung der gleichen Schaltung fur kiirzere Strecken zu Ubersteue-
rungen und damit auch zu einer Reduzierung der Datenrate fiihren. Die Schaltung nach Bild 13
hingegen, kann fur Streckenlédngen von 0 bis 20 m (einschlieBlich 3 dB Reserve) eingesetzt wer-
den. Sie arbeitet in einem Temperaturbereich von —10..70°C.

+SVo—m—— —0+5V
_|. 2 ZKsFH 250 .
H_]uka 2N |
7
[]1209 3| >ﬁ A
—L_10nF
L LM111
619 [ ]33k
SFH 750/v W f
4709

Lo——— o] Bild 13
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4.4 Motorsteuerung mit galvanischer Trennung von Bedienungsmodul und Leistungsteil

Eine sehr hohe Bedienersicherheit vor elektrischem Schlag ist bei Geraten fur Haushalt und
Hobby zu gewahrleisten. Fir die Drehzahlsteuerung von Motoren ist ein Schaltungskonzept er-
arbeitet worden, das neben besonders optimierter Drehzahlsteuerung (Standby-Betrieb, Sanft-
anlauf, Uberhitzungsschutz) auch das Bedienungsmodul vom Netzteil durch einen Lichtleiter-
Optokoppler galvanisch trennt (Bild 14).

YV.

33kQ LTk

39kQ

2,2kQ

1/2TAE
2453

22nF

4TnF V-

it

™ 15nF

.
6,8k
10 13
I k2 hd

22kQ  15kQ
o

S2

N
~
=3

=S
=8

i+

¥iN

+ SFH

i 450
FZIAVACIEN
Kunststoff-
Lichtleiter

L'ES
S
3
3
ES
E)

%11 20F 1500
Il 1w

-
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L]

3
%x
o

\4

01uF 220V~
250V~ |

Crb ."}HP)(
63100
P331-(8

T
L70kQ
68k Q 4TkQ ;

—I—L—_'r% °
18kQ
30kQ W INLOOL

1k

1200

Bild 14
Stromlaufplan fir Motorsteuerung mit galvanischer Trennung von Bedienungsmodul und Leistungsteil
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4.5 KurzschluBfeste FREDFET-Leistungshalbbriicke

Die héheren Taktfrequenzen bei modernen Leistungsschaltern erfordern im Rickkopplungs-
pfad ein besonders unkritisches Zeitverhalten. Wegen der niedrigen Koppelkapazitit eines
Lichtleiter-Optokopplers kénnen deshalb mit einer Schaltung nach Bild 15 auch die sehr steilen
Flanken von Abschaltimpulsen sicher Gbertragen werden.

n 401
Ll |
Aktiv & n +310V
High BUZ385 | ©
bt . !
B8C BISSIZS 15Q
32| | "2
& Bt we| £ -
| X
22,‘i To600F .
o_w‘*;} VORIV Mo
ALE 0kQ r-F--F9
(2MHz) | £y |
[ il
‘ o 220pF/
SFH250  SFH 750 T 380V

J-u- 401

£

BUZ sasj’—
oty ] .
Bc| | BSS125 | | Ew

327| | |l
1%Q A —4

T/

10kQ|

+5V 2§5,GV

[_;jZ_J Lo

* Ringkern R10/30 BC5508 SFH250 SFH750
ny =10 Wdg.

ny=12 Wdg.

47kQ

——1 M

Bild 15
Schaltplan der SIPMOS-Halbbrucke

Siemens Aktiengesellschaft 367



Technische Erlduterungen

4.6 Gabellichtschranke

Mit geringem Aufwand IaBt sich eine faseroptische Gabellichtschranke mit den LL-Bauelemen-
ten realisieren. Bild 16 zeigt die Schaltung und Bild 17 die Abhangigkeit des Ubertragungsver-
haltnisses von der Gabelweite.

Kunststofflichtleiter je 0,5m lang 2V
o— —0
f, - 10 kHz 10kQ
f, -50 kHz y SFH 250
Ve V474 ;ZS BC 560
’ SFH 450
d
5V o
—=t []son
BC 865 []m v
o—— p——O

Bild 16
Lichtschrankenanordnung mit Lichtleiterkomponenten

120 - -

Vi 100

~N
80

)Y
, il
\
\

40

20

0 AN\
0 2 L 6 mm 8

—_—

Bild 17
Ausgangssignal der Lichtschrankenschaltung in Abhangigkeit vom Abstand der beiden Lichtleiterenden
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4.7 Faseroptischer Fiillstandssensor nach dem Reflexprinzip

Mit einer Reflexlichtschranke nach Bild 18 kann der Fillstand in einem klarsichtigen Gehause
ohne Eingriff in dieses und ohne Beruhrung des MeBgutes erfolgen. Steigt ein reflektierendes
MeBgut bis zum MeBort, wird die IR-Strahlung der Sendediode in die riickleitende Faser einge-
koppelt. Der Abstand d und der Winkel a sind fir jeden Anwendungsfall zu optimieren.

Plastikfaser Gefall
|
cc
Ve d
Ve
5V
— A
GND o
GND
SFH 450 SFH 350

Bild 18
Reflexionslichtschranke zur optischen Fillstandsmessung ohne Systemeingriff

Die Schaltung von Bild 19 ist fur eine Faserlange von ca. 1,5 m (einfach) ausgelegt. Der offene
Kollektor am Ausgang des Schwellwertschalters TCA 345 erlaubt TTL-kompatible Signalpegel
als auch ein direktes Ansteuern eines Relais oder einer Anzeigelampe.

T

! Va = HIGH, wenn kein Signal
27kQ [:$ empfangen wird;
2 Va = LOW, wenn Signal
_JI empfangen wird;

—
+5V

SFH 3501
Em- |
pfdnger|

3
A
GND
o an
TN
1MQ 4148 A
i |
SFH 450 r
Sender
/N
L4148
Bild 19

LWL-Reflexionslichtschranke
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5 Erklarung der wichtigsten Begriffe, Definitionen, MeBtechnik
5.1 Grenzfrequenz

Darunter versteht man die Frequenz, bei der der Wert eines Strom- oder Spannungssignals um
3 dB (der Wert eines Leistungssignals um 6 dB) gegenuber den Werten bei f = 0 abgefallen ist.
Bei opto-elektronischen Bauteilen handelt es sich jedoch um stromgesteuerte Bauelemente.
Sendedioden liefern eine dem FluBstrom (/) proportionale Leistung (®,,); bei Detektoren ist
der Fotostrom I, ebenfalls proportional zur optischen Leistung (@), d. h. ein 3-dB-Abfall von
@, entspricht ebenfalls einem 3-dB-Abfall von I,.

5.2 Schaltzeiten, ¢,

k: Abfalizeit (falltime) des Signals von 90% auf 10% des Endwertes,
t.: Anstiegszeit (risetime) des Signals von 10% auf 90% des Endwertes.

5.2.1 Definition der Schaltzeiten

. If
Eingangsimpuls : f
—f
LA
90%
Ausgangsimpuls:
0%
0
R R . [P i S
oo~ et s~ Bild 20
—f

5.2.2 MeBanordnung fiir Schaltzeiten

I
O ——— 030V
]
B
Prifling ¢ *2‘§ Empfangsdiode
- - l (z.B. BPX 65,SFH 250)

J

Kanal I Kanal T
Bild 21

5.3 Einkoppelleistung ®,, und Auskoppelleistung @,

Die Einkoppelleistung gibt an, wieviel optische Leistung in eine Faser eingekoppelt wird. Sie ist
im wesentlichen abhangig von der Leistung des Sendechips, der numerischen Apertur (NA) der
Faser und der Aufbaugeometrie (Abstand Faser-Bauteil, Linsen). Die Messung von ®,, erfolgt
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mit einer Kunststoffaser (1 mm Kerndurchmesser, planpolierte Enden) bei definiertem I¢; im all-
gemeinen ist I = 10 mA. Der Abstand zwischen Faserende und Bauteillinse betrégt dabei
<0,1 mm.

Die Messung der Fotoempfindlichkeit der Empfanger erfolgt bei festgelegtem ®,,, der Faser
(meist 10 pW), wobei die Kunststoffaser ebenfalls <0,1 mm von der Bauteillinse entfernt ist.

5.4 Numerische Apertur (NA), Akzeptanzwinkel

Die Leitung des Lichts in einem Lichtwellenleiter beruht darauf, daB ein lichtleitfahiges Medium
mit einem hohen Brechungsindex (Faserkern) von einem ebenfalls lichtleitfahigen Medium mit
niedrigerem Brechungsindex (Fasermantel) umhdillt ist. Das Licht wird durch die am Ubergang
(Kern-Mantel) stattfindende Totalreflexion im Lichtwellenleiter weitergeleitet (Stufenindexfaser).

Nur Lichtstrahlen, die innerhalb des Akzeptanzwinkels auf den Faserkern auftreffen, werden
weitergeleitet. Entscheidend fir die GréBe des Akzeptanzwinkels sind die Brechungsindizes
von Faserkern und Fasermantel bzw. die daraus abgeleitete Numerische Apertur (NA):
Numerische Apertur: NA = l/nf-nz’

Akzeptanzwinkel = + arc sin (NA)

5.5 Aufbau und Funktion einer Stufenindexfaser (z. B. 1 mm Kunststofflichtwellenleiter)

Fasermante!
(Claddingn, )
Akzep-~ /
tanz- Faserkern
winkel (Core ny)
Lichtstrahl
(Grenzstrahtl)
Fasermantel
(Cladding n, )
Bild 22
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SIEMENS

Fotodioden fiir einfache SFH 250, SFH 250 F
optische Nachrichteniibertragung SFH 250 V

Wesentliche Merkmale

@ Fur 2,2-mm-Kunststoffasern mit 1 mm Kerndurchmesser

@ Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit (10 ns)

@ Hohe Empfindlichkeit durch integrierte Linse im Gehause

@ Einfache Ankopplung an die Kunststoffaser ohne Entfernen des Fasermantels

@ Selbstjustierung der Faser bedingt durch das Gehéuse

@ Keine Faserkanfektionierung erforderlich

@ SFH 250: klares, nicht eingefarbtes Kunststoffgehause (& 5 mm); Befestigung der Faser
z. B. durch Kleben

® SFH 250 F: wie SFH 250, jedoch mit Tageslichtsperrfilter (schwarzes Gehéuse)

@ SFH 250 V: SFH 250 in lichtdichtes Gehause eingegossen; ermdglicht einfache und schnelle,
reversible Verbindung zwischen Faser und Bauteil

Anwendungen

@ Haus-Installationstechnik @ Medizinische Technik
@ Leistungselektronik @ Kfz-Elektronik

® Baugruppenverkabelung @ Lichtschranken

Typ Bestellnummer

SFH 250 Q62702-P1012

WSFH 250 F Q62702-P1013
SFH 250 V Q62702-P263

SFH 250, SFH 250 F
Fldche nicht plan 82
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SFH 250, SFH 250 F

SFH 250 V

Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sperrspannung A 30 \"
Lagertemperatur Ttq -55... +100 °C
Betriebstemperatur Too —55...+100
Léttemperatur bei Tauchlétung, T, 260
Lotstelle =2 mm vom Gehéuse, Lotzeit t<5s
Verlustleistung Piot 100 mwW
Warmewiderstand: Sperrschicht/Umgebung Rinia 750 K/W
Kennwerte, bei 7, = 25°C, wenn nicht anders angegeben.
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit As max nm

SFH 250, SFH 250 V 850

SFH 250 F 900
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit A
S =10% von S« SFH 250, SFH 250 V 400...1100
SFH 250 F 800...1100

Dunkelstrom, Vz =20V I 1(<10) nA
Kapazitat, V; =0, f=1MHz, £, =0 Co 1 pF
Schaltzeiten von 10 % auf 90 % bzw. t, L 10 ns
von 90% auf 10% des Endwertes,
R =50Q, V; =30V, A =880nm
Rauschaquivalente Strahlungsleistung NEP 29x10™ W//Hz
Nachweisgrenze, V5 = 20V D* 3,5x10™ cmy/Hz/W
Fotostrom') I, pA
Ve =5V, A =660nm SFH 250, SFH 250 V 3(=18)
Ve =5V, A =950 nm SFH 250 F 4(=25)
Leerlaufspannung') 4 300 mV
Temperaturkoeffizient von I, TK %/K
Vi =5V, A =560/660 nm SFH 250/250 V -0,04
Va=5V,A =830nm SFH 250/250 V +0,04
Ve =5V, A =950 nm SFH 250/250 F/250 V +0,2
Temperaturkoeffizient von 1 TK, —-26 mV/K

') Bei Bestrahlung mit 10 pW Uber Kunststoff-Lichtleiter mit 1 mm Kerndurchmesser, Abstand Linse — Lichtleiter

<0,1 mm, Fasertyp EH 4001, Oberflache plan poliert

Siemens Aktiengesellschaft

373



SFH 250, SFH 250 F

SFH 250 V
Relative spektrale Empfindlichkeit S o = f(}) Relative spektrale Empfindlichkeit S = 7(A)
o/, SFH 250, SFH 250 V oy, SFH250 F
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SFH 250, SFH 250 F

SFH 250 V
I Ip
Fotostrom —— = f(T,) Fotostrom —— = f(T,)
Ib 25 Ip s
A =950 nm (A = Parameter)
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SFH 250, SFH 250 F

SFH 250 V

Verlustleistung Pio, = f(Ta)
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SIEMENS

SFH 350, SFH 350 F
SFH 350 V

Fototransistoren fiir einfache
optische Nachrichteniibertragung

Wesentliche Merkmale

@ Fur 2,2-mm-Kunststoffasern mit 1 mm Kerndurchmesser

@ Silizium-Planar-NPN-Fototransistor, Basis extern beschaltbar

@ Gute Linearitat auch bei geringen Signalen

@ Hohe Empfindlichkeit durch integrierte Linse im Gehéause

@ Einfache Ankopplung an die Kunststoffaser ohne Entfernen des Fasermantels

@ Selbstjustierung der Faser bedingt durch das Gehause

@ Keine Faserkonfektionierung erforderlich

@ SFH 350: klares, nicht eingefarbtes Kunststoffgehause (& 5 mm); Befestigung der Faser
z. B. durch Kleben

@ SFH 350 F: wie SFH 350, jedoch mit Tageslichtsperrfilter (schwarzes Gehéuse)

@ SFH 350 V: SFH 350 in lichtdichtes Gehause eingegossen; ermoglicht einfache und schnelle,
reversible Verbindung zwischen Faser und Bauteil

Anwendungen
@ Haus-Installationstechnik
@ Leistungselektronik

® Baugruppenverkabeiung

® Medizinische Technik
@ Kfz-Elektronik
@ Lichtschranken

Typ Bestellnummer SFH 350, SFH 350 F
Ftache nicht plan
SFH 350 Q62702-P1033 B 06
- Basis _ eo
SFH 350 F Q62702-P963 e —— r"_(_i g
SFH 350 V Q62702-P264 M Emitter i I~ ?4'____‘{'__( X
= 18 ..j L75
::‘* 12 (66) = Ll"s’l
& 18 55
k) =5 51
8 %0
82
252 125
24,2 19
SFH 350 V
24,20 - 920
2380 8,80
g3
0060 90,60 _otg
“040 CUE SR
762 __j 2,54
Raster 508
Raster
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SFH 350, SFH 350 F

SFH 350 V
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Kollektor-Emitterspannung Vee 50 \
Kollektorstrom I 50 mA
Kollektorspitzenstrom, t, <1 ms Icsm 100
Emitter-Basisspannung Ves 7 \Y
Lagertemperatur Tag —-55...+100 °C
Betriebstemperatur Top —55... +100
Lottemperatur bei Tauchldtung, T, 260
Lotstelle =2 mm vom Gehause, Lotzeit t<5s
Verlustleistung, T, = 25°C Piot 200 mw
Warmewiderstand: Sperrschicht/Umgebung Rinia 375 K/W
Kennwerte, bei 7, = 25°C, wenn nicht anders angegeben.
Wellenldnge der max. Fotoempfindlichkeit s max nm
SFH 350, SFH 350 V 850

SFH 350 F 900
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit A
S=10% von S, SFH 350, SFH 350 V 400...1100

SFH 350 F 800...1100
Kapazitat pF
Vee=0,f=1MHz, E=0 Cee 10,6
Veg=0,f=1MHz, E=0 Ces 215
Veg=0,f=1MHz, E=0 G 20,5
Schaltzeiten t, & 20 us
Io=1mA, Ve =5V, R . =1kQ, A =950nm
Stromverstarkung HFE 500 -
Kollektor-Emitter-Reststrom, Ve = 10V Ieeo 2(=<50) nA
Fotostrom') Ie mA
Vee =5V, A =660nm SFH 350, SFH 350 V 0,8 (=0,16)
Veg =5V, A =950 nm SFH 350 F 1(=0,25)
Temperaturkoeffizient von HFE TKure +0,55 %/K
Temperaturkoeffizient von I¢ TK
A = 560/660 nm SFH 350/350 V +0,66
A =830nm SFH 350/350 V +0,49
A =950 nm SFH 350/350 F/350 V +0,34

') Bei Bestrahlung mit 10 uW iber Kunststoff-Lichtleiter mit 1 mm Kerndurchmesser — Abstand Linse - Lichtleiter

<0,1 mm, Fasertyp EH 4001, Oberflache plan poliert
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SFH 350, SFH 350 F
SFH 350 V

Rel. spektrale Empfindlichkeit
Srei = f(A)
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Rel. spektrale Empfindlichkeit
Srel=f(A)
% SFH 350 F
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SFH 350, SFH 350 F

SFH 350 V
Stromverstarkung HFE = f(I;) Ausgangskennlinien I = f (V)
(Veg =5V Tp=25°C) (Ig = Parameter)
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SFH 350, SFH 350 F
SFH 350 V

I
Fotostrom I—C =f(Ta)

c25
(Veg =5V, L = Parameter)
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SIEMENS

Sendedioden im infraroten SFH 450, SFH 450 V
Wellenlangenbereich fiir einfache SFH 451V, SFH 452V
optische Nachrichteniibertragung

Wesentliche Merkmale

@ Fur 2,2-mm-Kunststoffasern mit 1 mm Kerndurchmesser

® GaAs- (SFH 450, SFH 450 V) bzw. GaAlAs- (SFH 451V, SFH 452 V) IRED

@ Hohe Einkoppelleistung durch integrierte Linse im Gehause

@ Einfache Ankopplung an die Kunststoffaser ohne Entfernen des Fasermantels

@ Selbstjustierung der Faser bedingt durch das Gehause

@ Faserkonfektionierung nicht erforderlich

@ SFH 450: graublaues Kunststoffgehause (& 5 mm); Befestigung der Faser z. B. durch
Kleben, hohe Einkoppelleistung

@ SFH 45X V: Bauteile in lichtdichtes Gehéduse eingegossen; erméglicht einfache und schnelle,
reversible Verbindung zwischen Faser und Bauteil; SFH 452 V: sehr schnelle Sendediode,
Schaltzeit: 50 ns typ.

Anwendungen

@ Haus-Installationstechnik ® Medizinische Technik

@ Leistungselektronik @ Kfz-Elektronik

@ Baugruppenverkabelung @ Lichtschranken

FH 450

Typ Bestellnummer S

SFH 450 Q62702-P1034 Flache nicht plan

SFH450V | Q62702-P265 8| Angde ]
SFH 451V Q62702-P279 ;gr TW —

SFH452V | Q62702-P281 - 12 '

SFH 450 V, SFH 451 V, SFH 452 V

24,20 - 9,20
23.80 ™ 8,80 " |Kathode
\
33 J
I[ > /|
‘ 190,60 a8
00,60 + ‘ ~m
00,40 | ‘ 25t —
762 | —e| 5,08 =
Rus'rer-t Raster
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SFH 450, SFH 450 V
SFH 451V, SFH 452 V

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Sperrspannung SFH 450, SFH450V | W, 5 \"
SFH 451V, SFH 452V 3

DurchlaBstrom SFH 450, SFH450V | I 130 mA
SFH 451V, SFH 452V 100

VorwartsstoBstrom, £, <10 us, D=0 Irsm A

SFH 450, SFH 450 V 35

SFH 451V, SFH 452V 25

Lagertemperatur Tog -55...+100 °C

Betriebstemperatur Top —-55...+100

Sperrschichttemperatur 7 100

Léttemperatur bei Tauchlétung, Ts 260

Lotstelle >2 mm vom Gehéause, Lotzeit t<5s

Verlustleistung, T, = 25°C Piot 200 mwW

Warmewiderstand: Sperrschicht/Umgebung Rinia 375 K/W
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SFH 450, SFH 450 V
SFH 451 V, SFH 452 V

Kennwerte, bei T, = 25°C, wenn nicht anders angegeben.

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Wellenlange der Strahlung Apeak nm
SFH 450, SFH 450 V 950
SFH 451V 830
SFH 452V 770
Spektrale Halbwertsbreite AN
SFH 450, SFH 450 V 55
SFH 451V 60
SFH 452V 40
Schaltzeiten von 10% auf 90 % bzw. t, & us
von 90% auf 10%, I = 10 mA, R_ =472 Q
SFH 450, SFH 450 V 1
SFH 451V 0,1
SFH 452V 0,05
Kapazitat SFH 450, SFH450V | C, 40 pF
SFH 451V, SFH 452V 120
DurchlaBspannung, I- = 100 mA Ve "
SFH 450, SFH 450 V 1,3(=<15)
SFH 451V, SFH 452V 14(<18) -
Einkoppelleistung in Kunststoff-Lichtleiter mit | &, uw
1-mm-Kerndurchmesser (EH 4001), Abstand
Kunststoffaser — Linse <0,1 mm, Enden
poliert, I = 10 mA SFH 450, SFH 450 V 90 (=25)
SFH 451V 80
SFH 452V 40
Temperaturkoeffizient von ®,, TKo %/K
SFH 450, SFH 450 vV -05
SFH 451V -1
SFH 452V -10
Temperaturkoeffizient von V- TKy
SFH 450, SFH 450 V -0,1
SFH 451V -0,13
SFH 452V -0,13
Temperaturkoeffizient von Ay TK;, nm/K
SFH 450, SFH 450 V 0,3
SFH 451V 0,29
SFH 452V 0,2
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SFH 450, SFH 450 V
SFH 451 V, SFH 452 V

Relative spektrale Emission I, = f(A) Relative spektrale Emission I, = f(A)
SFH 450, SFH 450 V SFH 451V
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SFH 450, SFH 450 V
SFH 451V, SFH 452 V

DurchlaBstrom I = f (V) Relative Einkoppelleistung
SFH 451 V"), SFH 452 V') D = (k)
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SFH 450, SFH 450 V
SFH 451V, SFH 452 vV

Wellenlénge der Strahlung A qq = f(74) Wellenlénge der Strahlung Ayea = f(T4)
SFH 450, SFH 450 V SFH 451V
1000 e 900
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A
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SFH 450, SFH 450 V
SFH 451 V, SFH 452 V

Temperaturgang
P
P, v (T,

in 25 ( A)
SFH 451V
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SFH 450, SFH 450 V
SFH 451 V, SFH 452 V

Max. zuldssiger DurchlaBstrom Maximal zuléssiger DurchlaBstrom
I = F(Tp) Ie=1(Ta)
mA SFH 450, SFH 450 V mA SFH 451V, SFH 452V
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SIEMENS

Integrierter Empféanger SFH 551V
fiir einfache optische Nachrichteniibertragung

Vorléaufige Daten, Typ in Entwicklung

Wesentliche Merkmale

® Fur 2,2-mm-Kunststoffasern mit 1 mm Kerndurchmesser

@ Integrierte bipolare Schaltung mit Open-Kollektorausgang

@ Digitalausgang, TTL-kompatibel

@ Ubertragungsrate 5 Mbit/s

@ Hohe Empfindlichkeit durch integrierte Linse im Gehéuse

@ Einfache Ankopplung an die Kunststoffaser ohne Entfernen des Fasermantels
@ Selbstjustierung der Faser bedingt durch das Gehiuse

@ Faserkonfektionierung nicht erforderlich

@ Einfache und schnelle, reversible Verbindung zwischen Faser und Bauteil
@ Niedrige Schaltschwelle

Anwendungen

@ Haus-Installationstechnik ® Medizinische Technik
@ Leistungselektronik @ Kfz-Elektronik

@ Baugruppenverkabelung @ Datalink

® LAN

Typ Bestellnummer

SFH 551V Q62702-P287

e 24, 20 ‘ 9,20
8,80

23,80 "
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SFH 551 V

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Versorgungsspannung Vee -05...7 \"
Ausgangsspannung Vo -05...7

Ausgangsstrom Iy 50 mA
Verlustleistung (Ausgang) Py 85 mwW
Lagertemperatur Tetq —55...+100 °C
Betriebstemperatur Too —40... +85

Kennwerte

bei Voc=475V...525V, T, = —25°C... +85°C, wenn nicht anders angegeben.
Typische Werte bei Vo,c =5V, T, =25°C

Stromaufnahme Ic 12 (<18) mA
(Vcc: =5 V)

Ausgangsspannung (Low) Vo 0,4(=<0,8) \
(Io. = 183mA, @, =4pW)

Ausgangsstrom (High) Ioy 5 (<300) pA
(Vou="525V, D, <0,1uW)

Optische Leistung fur Low') D 4...50 uw
(A = 820 nm) —-24...-13 dBm
Optische Leistung fur High') (O3 <01 uw
(A = 820 nm) —40 dBm
Verzdégerungszeiten Ay 75 ns
(Do =4uW...50uW, R =350Q, G =15pF, | I 4 75

I=1m)

Verzogerungszeit

I

T

—f
Yo
T Y
Vm

,PLH —f
——“PHL—— —— f-——

') gemessen am Faserende einer Kunststoffaser mit 1 mm Kerndurchmesser — Abstand Linse - Lichtleiter <0,1 mm,

Fasertyp EH 4001, Oberflache plan poliert
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SIEMENS

Sendedioden im sichtbaren
Wellenlangenbereich fiir einfache
optische Nachrichteniibertragung

SFH 750, SFH 750 V
SFH 751, SFH752 V

Wesentliche Merkmale

@ Fur 2,2-mm-Kunststoffasern mit 1 mm Kerndurchmesser

@ Hohe Einkoppelleistung durch integrierte Linse im Gehause

@ Einfache Ankopplung an die Kunststoffaser ohne Entfernen des Fasermantels

@ Selbstjustierung der Faser bedingt durch das Gehause

@ Faserkonfektionierung nicht erforderlich

@ SFH 750, SFH 751: rotes/griines Kunststoffgehause (& 5 mm), Befestigung der Faser
2. B. durch Kleben

® SFH 75X V: Bauteile in lichtdichtes Gehause eingegossen; ermdglicht einfache und schnelle,
reversible Verbindung zwischen Faser und Bauteil

Anwendungen

@ Haus-Installationstechnik

@ Leistungselektronik
@ Baugruppenverkabelung

® Medizinische Technik
@ Kfz-Elektronik
@ Lichtschranken

Typ Emissions- Bestellnummer
wellenldnge
SFH 750 660 nm Q62702-P1031
SFH 750V 660 nm Q62702-P266
Il SFH 751 565 nm Q62702-P1032
SFH 752V 665 nm Q62702-P284

SFH 750, SFH 751
Fldche nicht plan

‘ Angde M

<
wn
~
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o
@
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27

SFH 750 V, SFH 752 V
- 24,20

2380 =

254
el 508 =
Raster

Il Nicht fur Neuentwicklung
Siemens Aktiengesellschaft 392



SFH 750, SFH 750 V
SFH 751, SFH 752 V

Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Sperrspannung Va \"

SFH 750, SFH 750 V, SFH 751 5

SFH 752V 3

DurchlaBstrom I 45 mA
VorwértsstoBstrom, t,<10 ps, D=0 Iesm 1 A
Lagertemperatur Tetg —-55...+100 °C
Betriebstemperatur Top —-55...+100
Sperrschichttemperatur T, 100
Lottemperatur bei Tauchlétung, T, 260
Lotstelle =2 mm vom Gehause, Lotzeit t<5s
Verlustleistung, T, = 25°C Piot 150 mwW
Warmewiderstand: Sperrschicht/Umgebung Rinsa 500 K/W
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SFH 750, SFH 750 V
SFH 751, SFH 752 V

Kennwerte, bei 7, = 25°C, wenn nicht anders angegeben.

Bezeichnung Symbol Werte Einheit
Wellenlange der Strahlung Apeak nm
SFH 750, SFH 750 V 660
SFH 751 565
SFH 752V 665
Spektrale Halbwertsbreite AL
SFH 750, SFH 750 V 35
SFH 751, SFH 752 V 25
Schaltzeiten, I. = 10 mA, R_=50Q
von 10% auf 90% SFH 750, SFH750V | t 0,12 us
SFH 751 0,5
SFH 752V 0,07
von 90 % auf 10% SFH 750, SFH 750V | ¢, 0,05
SFH 751 0,2
SFH 752V 0,1
Kapazitat, f=1MHz, \; =0V Co pF
SFH 750, SFH 750 V 25
SFH 751 15
SFH 752V 30
DurchlaBspannung, I = 10 mA Ve \
SFH 750, SFH 750 V 1,6 (<2,0)
SFH 751, SFH 752 V 2,0(=<28)
Einkoppelleistung in Lichtwellenleiter mit O, uw
1-mm-Kerndurchmesser (EH 4001), Abstand
Lichtwellenleiter — Linse <0,1 mm, Enden
poliert, I = 10 mA SFH 750, SFH 750 V 9(=25)
SFH 751 3(=1)
SFH 752V 80
Temperaturkoeffizient von @, TKo %/K
SFH 750, SFH 750 V -0,8
SFH 751 -06
SFH 752V -05
Temperaturkoeffizient von V; TKy
SFH 750, SFH 750 V -0,1
SFH 751 —-0,08
SFH 752V -0,13
Temperaturkoeffizient von A, TK, nm/K
SFH 750, SFH 750 V 0,17
SFH 751 0,12
SFH 752V 0,16
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SFH 750, SFH 750 V
SFH 751, SFH 752 V

Relative spektrale Emission I, = f(})

SFH 752V
100
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Relative spektrale Emission I, = f(})
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SFH 750, SFH 750 V
SFH 751, SFH 752 V

DurchiaBspannung _VF_ =1f(Tp)
Veos

4 {7

|
]

SFH751 |
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Wellenlénge der Strahlung A qo, = £(7a)
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SFH 750, SFH 750 V
SFH 751, SFH 752 V

Temperaturgang D - (Ta)
meS
SFH 752V
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Anderung von @, durch Fehljustierung
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Anderung von @, durch Fehljustierung der

Faser
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SFH 750, SFH 750 V
SFH 751, SFH 752 V

Zulassige Impulsbelastbarkeit I = f(¢,)
Tastgrad D = Parameter, T =25°C
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Vergleichsliste
Typenverzeichnis (alphanumerisch)
Bestellnummerverzeichnis (alphanumerisch)




Vergleichsliste

(Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, im Einzelfall bitte die entsprechenden
Datenblatter vergleichen.)

Mitbewerber Siemens Mitbewerber Siemens

JEDEC-Typen CNY 48 4N32
CNY 51 SFH 601-3

4N25 4N25 H11 A1 IL5

4 N 26 4N 26 H11A2 4N26

4N27 4N 27 H11A3 4N25

4 N 28 4N 28 H11A4 4N 27

4N29 IL 30 H11 A5 SFH 600-0

4 N30 IL 30 H 11 A 5100 SFH 601-3

4N 31 IL 30 H 11 A520 SFH 601-1

4N 32 4N32 H 11 A 550 SFH 601-1

4 N33 4 N33 H11 AA 1 H11 AA 1

4N 35 4N35 H11 AA2 IL 251

4N 36 4N36 H11B1 4N 32

4N37 4N37 H 11 B 255 IL 55

4 N38 SFH 601-1 H11B3 IL 30

4N38A SFH 601-1 H11C1 IL 400

6N 135 6 N 135 H11C2 IL 400

6N 136 6 N 136 H11C3 IL 400

6N 137 6N 137 H11C4 IL 400

6 N 138 6N 138 H11C5 IL 400

6N 139 6 N 139 H24 A1 SFH 610-3
H24 A2 SFH 610-1

General

Electric (GE) H74C1 IL 400
H74C2 IL 400

4N25A 4N 25 General

4N39 IL 400 Instruments (Gl)

4N 40 IL 400 (Quality Technology)

CNY 17-1 CNY 17-1

CNY 17-2 CNY 17-2 CNX 35 CNY 17-1

CNY 17-3 CNY 17-3 CNX 36 CNY 17-2

CNY 174 CNY 174 CNY 17-1 CNY 17-1

CNY 30 IL 400 CNY 17-2 CNY 17-2

CNY 32 SFH 601-1 CNY 17-3 CNY 17-3

CNY 34 IL 400 CNY 17-4 CNY 174

CNY 47 SFH 600-0 HA 11 A1 IL5

CNY 47 A SFH 600-0 H11A2 IL5
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Vergleichsliste

Mitbewerber Siemens Mitbewerber Siemens
H11AS IL5 CNY 35 IL 250
MCA 2230 IL 30 H11 AA1 H11 AA 1
MCA 2231 4N 32 H11B3 IL 30
MCA 230 IL 30 H11C4 IL 400
MCA 255 IL 55 H11C5 IL 400
MCS 2 IL 400 H11C6 IL 400
MCS 21 IL 400 H11 A1 IL5
MCS 2400 IL 400 IL 101 IL101B
MCS 2401 IL 400 1S-604 IL 250
MCT 2 4N 25 1S-1 L1
MCT2E CNY 171 1S-201 CNY 17-3
MCT 210 CNY 17-3 1S-202 CNY 17-3
MCT 2200 SFH 601-1 1S-203 CNY 174
MCT 2201 SFH 601-3 IS-5 IL5
MCT 2202 SFH 601-2 1S-74 IL1
MCT 270 IL5 I1SD-1 ILD 1
MCT 271 CNY 17-1 ISD-5 ILD5
MCT 272 CNY 17-2 ISD-74 ILD 74
MCT 273 CNY 17-3 1SQ-1 ILQ 1
MCT 275 SFH 601-2 1SQ-74 ILQ 1
MCT 276 IL5 1S-605 IL 400
MCT 277 4N35 MCA 2-55 IL 55
MCT 5200 SFH 601-3 MCS 2400 IL 400
MCT 5201 SFH 601-3 MCT 2 4N25
MCT 6 ILCT 6 MCT2E CNY 17-1
MCT 66 ILCT 6 MCT 6 ILCT 6
ISOCOM SFH 600-0 SFH 600-0
SFH 600-1 SFH 600-1
4 N 39 IL 400 SFH 600-2 SFH 600-2
4N 40 IL 400 SFH 600-3 SFH 600-3
CNY 171 CNY 171 SFH 601-1 SFH 601-1
CNY 17-2 CNY 17-2 SFH 601-2 SFH 601-2
CNY 17-3 CNY 17-3 SFH 601-3 SFH 601-3
CNY 17-4 CNY 17-4 SFH 6014 SFH 6014
CNY 30 IL 400 SFH 609-1 SFH 601-1
CNY 34 IL 400 SFH 609-2 SFH 601-2
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Vergleichsliste

Mitbewerber Siemens Mitbewerber Siemens
SFH 609-3 SFH 601-3 MCT 275 SFH 601-2
TIL 111 4N27 MCT 277 SFH 601-1
MOTOROLA MOC 1005 IL1

MOC 1006 IL 1
4N 39 IL 400 MOC 3002 IL 400
CNY 17-1 CNY 17-1 MOC 3003 IL 400
CNY 17-2 CNY 17-2 MOC 3007 IL 400
CNY 17-3 CNY 17-3 MOC 601 A IL1
CNY 174 CNY 174 MOC 602 A IL1
H11 A1 IL5 MOC 603 A IL5
H11A2 IL1 MOC 604 A CNY 17-3
H11AS3 IL 1 MOC 622 A IL 30
H11 A5 CNY 17-1 MOC 624 A 4N 32
H 11 A 5100 CNY 17-3 MOC 626 A CNY 17 F-3
H 11 A 520 IL1 MOC 8100 SFH 6014
H 11 A 550 IL5 MOC 8111 CNY 17 F-1
H11 AA1 H11 AA 1 MOC 8112 CNY 17 F-1
H11B1 4N32 MOC 8113 CNY 17 F-3
H11B 255 IL 65 TIL 116 IL1
H11B3 IL 30 TIL 117 IL5
H11C1 IL 400 TIL 124 IL 1
H11C2 IL 400 TIL 1256 IL1
H11C3 IL 400 TIL 126 IL 203
H74C1 IL 400 TIL 153 IL 1
IL1 IL1 TIL 154 IL1
IL12 L1 TIL 155 IL5
IL74 IL 1 NEC
MCA 230 IL 30
MCA 255 IL 55 MCT 2 4 N 25
MCS 2 IL 400 PS 2010 4N25
MCT2E CNY 17-1 PS 2021 IL5
MCT 2200 IL1 PS 3001 IL 400
MCT 2201 CNY 17-3 PS 3001 (1) IL 400
MCT 271 CNY 171 PS 3002 IL 400
MCT 272 CNY 17-3 PS 3002 (1) IL 400
MCT 273 CNY 17-3
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Vergleichsliste

Mitbewerber Siemens Mitbewerber Siemens
Honeywell- PC 113 CNY 17 GF-2
Spectronic PC 613 CNY 17-2
PC 614 CNY 17 F-2
SPX 103 CNY 17-3 PC 702 CNY 17-2
SPX2E SFH 600-1 PC 703 CNY 17-2
SPX 26 CNY 17-1 PC 713 CNY 17-2
SPX 33 CNY 17-1 PC713U CNY 17-2
SPX 35 SFH 600-3 PC714 CNY 17 F-2
SPX 53 CNY 17-10d.-2 PC723U SFH 601-2
SPX 6 SFH 600-2 PC 733 IL 250
SPX 7110 SFH 601-1 PC 810 SFH 6154
SPX 7130 SFH 601-3 PC 812 SFH 615-3
SPX 7150 SFH 6014 PC 817 SFH 615-2
SPX 7270 SFH 601-1 PC 818 SFH 615-2
SPX 7271 SFH 601-1 od. -2 PC 827 ILD 621
SPX 7272 SFH 601-2 PC 829 ILD 5
SPX 7273 SFH 601-3 od. 4 PC 837 3 x SFH 615-2
SPX 7530 SFH 601-1 od. -2 PC 847 ILQ 621
SPX 7550 SFH 601-2 od. -3 PC 849 ILQs
SPX 7590 SFH 6014 S11MD3 IL 420
Sharp S11MD5V IL 420
S12MD 1 IL 400
PC4N25 4N25 S21MD 4 IL 410
PC4N26 4N 26 TEG (TFK)
PC4N27 4N27
PC4 N 28 4N28 CNY75A SFH 601-2
PC4N29 IL 30 CNY75B SFH 601-3
PC4 N30 IL 30 CNY75C SFH 6014
PC4N32 4N 32 CQY 80N CNY 17-2
PC4N33 4 N33
Texas-
PC4N35 4N 35 Instrum. (T1)
PC4N36 4 N 36
PC4N3J7 4N37 TIL 111 4N 26
PC 110 SFH 601 G-2 TIL 112 4N27
PC 111 CNY 17 GF-2 TIL 113 4 N33
PC 112 SFH 601 G-2 TIL 116 4N25
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Vergleichsliste

Mitbewerber Siemens Mitbewerber Siemens
TIL 117 SFH 600-0 TLP 532 GB CNY 17 F-3
TIL 118 4N 27 TLP 532 GR CNY 17 F-3
TIL 119 4 N33 TLP 532Y CNY 17 F-2
TIL 124 SFH 601-1 TLP 532 YG CNY 17 F-2
TIL 125 SFH 601-1 TLP 535 SFH 600-1
TIL 126 SFH 601-2 TLP 535 GR SFH 600-2
TIL 153 CNY 17-1 TLP 536 CNY 17 F-2
TIL 154 CNY 17-1 TLP 536 GR CNY 17 F-3
TIL 155 CNY 17-2 TLP 541G IL 400
TIL 156 4N33 TLP 560 F IL 400
TIL 167 4N 33 TLP 560 G IL 420
TOSHIBA TLP 560 J IL 420

TLP 561 G IL 410
4N25A 4N 25 TLP 561J IL 410
4N29A IL 30 TLP 621-2 ILD 621
4N32A 4N 32 TLP 621-2 GB ILD 621 GB
TLP 504 A ILD5 TLP 6214 ILQ 621
TLP 504 A-2 ILQ5 TLP 621—4 GB ILQ 621 GB
TLP 521-1 A SFH 615-2 TLP 620 SFH 602-2
TLP 521-1YG SFH 615-2 TLP 620 GB SFH 620-3
TLP 521-1 GB SFH 615-3 TLP 620-2 ILD 620
TLP 521-1Y SFH 615-2 TLP 620-2 GB ILD 620 GB
TLP 521-1 GR SFH 615-3 TLP 6204 ILQ 620
TLP 521-2 A ILD 621 TLP 6204 GB ILQ 620 GB
TLP 521-2 GB ILD 621 GB TLP 631 CNY 17-2
TLP 521-3 A 3 x SFH 615-2 TLP 631 GB CNY 17-3
TLP 521-3 GB 3x SFH 615-3 TLP 632 CNY 17 F-2
TLP 5214 A ILQ 621 TLP 632 GB CNY 17 F4
TLP 521-4 GB ILQ 621 GB TLP 641 G IL 400
TLP 530 H11AA1 TLP 731 CNY 17-2
TLP 531 IL5 TLP 731 GB CNY 17-3
TLP 531 GB 4 N 36 TLP 732 CNY 17 F=2
TLP 531 GR 4N 36 TLP 732 GB CNY 17 F-3
TLP531Y SFH 600-1 TLP741 G IL 400
TLP 531 YG IL5 TLP 3011 IL 420
TLP 532 CNY 17 F-2 TLP 3012 IL 420
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Mitbewerber Siemens Mitbewerber Siemens

TLP 3022 IL 420 OPI 2155 SFH 600-3

TLP 3023 IL 420 OPI 2251 4N 25

TLP 3041 IL 410 OPI| 2252 4N25

TLP 3042 IL 410 OPI 2253 IL5

TLP 3043 IL 410 OPI 2254 SFH 600-3

TLP 3051 IL 420 OPI 2255 SFH 600-3

TLP 3052 IL 420 Philips (Valvo)

TLP 3061 IL 410

TLP 3062 IL 410 CNX 35 (U) CNY 17-3

TLP 3063 IL 410 CNX 36 (U) CNY 174

TRW CNX 38 (V) CNY 17-3
CNX 39 (U) CNY 17-3

OPI 2100 CNY 17-3 CNX 62 CNY 17 F-3

OPI 2151 4N 27 CNX 72 CNY 17-3

OPI 2152 4N 26 CNX 82 CNY 17 GF-3

OP1 2153 ILS CNX 83 SFH 601 G-3

OPI 2154 SFH 600-3
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Typenverzeichnis (alphanumerisch)

Typ Bestellnummer Seite | Typ Bestellnummer Seite
BRT 11 H C67079-A1000-A6 51 |[IL212 Q68000-A7838-F114 97
BRT 11 M C67079-A1000-A10 51 [IL212T Q68000-A8252-F114 97
BRT 12 H C67079-A1001-A6 53 |IL213 Q68000-A7839-F114 97
BRT 12 M C67079-A1001-A10 53 |[IL213T Q68000-A8253-F114 97
BRT 21 H C67079-A1020-A6 55 |IL215 Q68000-A7840-F114 | 102
BRT 21 M C67079-A1020-A10 55 |IL2156T Q68000-A7929-F114 | 102
BRT 22 H C67079-A1021-A6 57 |IL216 Q68000-A7841-F114 | 102
BRT 22 M C67079-A1021-A10 57 |IL216T Q68000-A7930-F114 | 102
CNY 17-1 Q62703-N86 59 |[IL217 Q68000-A7842-F114 | 102
CNY 17-2 Q62703-N87 59 [IL217T Q68000-A7931-F114 | 102
CNY 17-3 Q62703-N88 59 |IL221 Q68000-A7843-F114 | 107
CNY 17-4 Q62703-N89 59 [IL221T Q68000-A8254-F114 | 107
CNY 17 F-1 Q62703-N49 68 |IL222 Q68000-A7844-F114 | 107
CNY 17 F-2 Q62703-N21 68 |[IL222T Q68000-A8255-F114 | 107
CNY 17 F-3 Q62703-N50 68 |IL223 Q68000-A7845-F114 | 107
CNY 17 F-4 Q62703-N54 68 |IL223T Q68000-A8256-F114 | 107
CNY 17 GF-1 | Q62703-N95 78 | IL 250 Q62702-N80-F114 113
CNY 17 GF-2 | Q62703-N96 78 |IL256 Q68000-A7846-F114 | 118
CNY 17 GF-3 | Q62703-N97 78 |IL256 T Q68000-A8372-F114 | 118
CNY 17 GF-4 | Q62703-N98 78 | IL 400 Q68000-A4376-F114 | 124
H11 AA1 Q68000-A7811-F114 | 113 | IL 410 Q68000-A8476-F114 | 127
IL1 Q68000-A590 79 |IL420 Q68000-A8477-F114 | 130
IL5 Q68000-A5931 79 |IL428 Q68000-A8489-F114 | 133
IL 10 Q68000-A879-F114 85 |ILCT6 Q62703-N48-F114 135
IL 11 Q68000-A8325-F114 85 |ILD1 Q68000-A5972-F114 | 141
IL 30 Q62703-N27-F114 88 |[ILD2 Q68000-A4357-F114 | 141
IL 55 Q62703-N29-F114 88 |ILD5 Q68000-A8024-F114 | 141
IL74 Q62703-N28 79 |ILD30 Q68000-A4377-F114 | 147
IL 205 Q68000-A7834-F114 92 | ILD 55 Q68000-A4378-F114 | 147
IL205T Q68000-A7706-F114 92 |ILD74 Q68000-A5973-F114 | 141
IL 206 Q68000-A7835-F114 92 | ILD 250 Q68000-A8457-F114 | 151
IL206 T Q68000-A7927-F114 92 | ILD 251 Q68000-A8458-F114 | 151
IL 207 Q68000-A7836-F114 92 | ILD 252 Q68000-A8459-F114 | 151
IL207 T Q68000-A7928-F114 92 |ILD610-1 Q68000-A4467-F114 | 156
IL 211 Q68000-A7837-F114 97 |ILD610-2 Q68000-A4468-F114 | 156
L2117 Q68000-A8251-F114 97 |ILD610-3 Q68000-A6542-F114 | 156

406




Typenverzeichnis (alphanumerisch)

Typ Bestellnummer Seite| Typ Bestellnummer Seite
ILD 610 -4 Q68000-A7818-F114 | 156 | PO42 A Q68000-A6142 41
ILD 615 -1 Q68000-A8460-F114 | 162 | PO43 A Q68000-A6143 41
ILD 615 -2 Q68000-A8461-F114 | 162 | PO44 A Q68000-A7416 41
ILD 615 -3 Q68000-A8462-F114 | 162 | SFH 250 Q62702-P1012 372
ILD 615 -4 Q68000-A8463-F114 | 162 | SFH250 F Q62702-P1013 372
ILD 620 Q68000-A8464-F114 | 171 | SFH250V Q62702-P263 372
ILD 620 GB Q68000-A8478-F114 | 171 | SFH 350 Q62702-P1033 377
ILD 621 Q68000-A8465-F114 | 180 | SFH350F Q62702-P963 377
ILD 621 GB Q68000-A8466-F114 | 180 | SFH350V Q62702-P264 377
ILQ 1 Q68000-A5974-F114 | 189 | SFH 435 Q62702-P984 324
ILQ2 Q68000-A4358-F114 | 189 | SFH 450 Q62702-P1034 382
ILQ5 Q68000-A7995-F114 | 189 | SFH 450V Q62702-P265 382
ILQ 30 Q68000-A4379-F114 | 195 | SFH 451V Q62702-P279 382
ILQ 55 Q68000-A4380-F114 | 195 | SFH452V Q62702-P281 382
ILQ74 Q68000-A6185-F114 | 189 | SFH551V Q62702-P287 390
ILQ 615 -1 Q68000-A8450-F114 | 162 | SFH 600 -0 Q68000-A7313 199
ILQ 615 -2 Q68000-A8451-F114 | 162 | SFH 600 -1 Q68000-A7314 199
ILQ 615 -3 Q68000-A8452-F114 | 162 | SFH 600 -2 Q68000-A7315 199
ILQ615-4 Q68000-A8453-F114 | 162 | SFH 600 -3 Q68000-A7316 199
ILQ 620 Q68000-A8454-F114 | 171 | SFH 601 -1 Q68000-A7318 208
ILQ 620 GB Q68000-A8479-F114 | 171 | SFH 601 -2 Q68000-A7319 208
ILQ 621 Q68000-A8455-F114 | 180 | SFH 601 -3 Q68000-A7320 208
ILQ 621 GB Q68000-A8456-F114 | 180 | SFH 601 -4 Q68000-A7321 208
IRL 80 A Q68000-A7851-F114 | 312 | SFH601 G-1 | Q68000-A7393 217
IRL 81 A Q68000-A8000-F114 | 315 | SFH601 G -2 | Q68000-A7188 217
LPT 80A Q68000-A7852-F114 | 318 | SFH601 G -3 | Q68000-A7187 217
LPT 85A Q68000-A8324-F114 | 321 | SFH601 G -4 | Q68000-A7772 217
Option 1 QXXXXX-XXXXX-X001| 42 | SFH 606 Q68000-A7827 218
Option 2 QXXXXX-XXXXX-X002| 42 | SFH 608 -2 Q68000-A8507 219
Option 3 QXXXXX-XXXXX-X003| 42 | SFH 608 -3 Q68000-A8508 219
Option 4 QXXXXX-XXXXX-X004| 42 | SFH 608 -4 Q68000-A8509 219
Option 5 QXXXXX-XXXXX-X005| 42 | SFH 609 -1 Q68000-A7189 222
Option 6 QXXXXX-XXXXX-X006| 42 | SFH609 -2 Q68000-A7252 222
Option 7 QXXXXX-XXXXX-X007| 42 | SFH 609 -3 Q68000-A7253 222
PO 40 A Q68000-A7199 41 | SFH610-1 Q62703-N75 223
PO 41 A Q68000-A6141 41 | SFH610-2 Q62703-N76 223
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Typenverzeichnis (alphanumerisch)

Typ Bestellnummer Seite | Typ Bestellnummer Seite
SFH 610 -3 QB2703-N77 223 | SFH 6011 Q68000-A4291 256
SFH 610 -4 Q62703-N78 223 | SFH6011 G | Q68000-A7847 256
SFH 611 -1 Q62703-N82 223 | SFH6016-1 | Q68000-A4381 257
SFH 611 -2 Q62703-N83 223 | SFH6016-2 | Q68000-A4382 257
SFH 611 -3 Q62703-N84 223 | SFH6016-3 | Q68000-A4383 257
SFH 611 -4 Q62703-N85 223 | SFH6016-4 | Q68000-A4384 257
SFH 615 -1 Q62703-N109 223 | SFH6106 -1 | Q68000-A7775-F114 | 258
SFH 615 -2 Q62703-N110 223 | SFH6106-2 | Q68000-A7776-F114 | 258
SFH 615 -3 Q62703-N111 223 | SFH6106-3 | Q68000-A7777-F114 | 258
SFH 615 -4 Q62703-N112 223 | SFH6106-4 | Q68000-A7778-F114 | 258
SFH617G -1 | Q62703-N127 230 | SFH 6135 Q62703-N135 264
SFH617G-2 | Q62703-N128 230 | SFH 6136 Q62703-N133 264
SFH617 G-3 | Q62703-N129 230 | SL 5500 Q68000-A5141 41
SFHE17 G -4 | Q62703-N120 230 | SL 5501 Q68000-A5133 41
SFH 618 -2 Q62703-N124 236 | 4N 25 Q68000-A5018 272
SFH 618 -3 Q62703-N125 236 |4N26 Q68000-A5017 272
SFH 618 -4 Q62703-N126 236 |4N27 Q68000-A5707 272
SFH 620 -1 Q62703-N115 233 |{4N28 Q62703-N26 272
SFH 620 -2 Q62703-N116 239 |4N32 Q62703-N51-F114 277
SFH 620 -3 Q62703-N117 239 |4N33 Q62703-N52-F114 277
SFH 630 Q62703-Q1842 245 |4N35 Q68000-A7302 281
SFH 631 Q62703-Q1843 246 |4N36 Q68000-A7303 281
SFH 650 Q62703-N158 247 [4NJ7 Q68000-A7304 281
SFH 651 Q62703-N159 250 6N 135 Q68000-A7961-F114 | 287
SFH 652 Q62703-N160 253 | 6N 136 Q68000-A5646-F114 | 287
SFH 750 Q62702-P1031 392 |6N137 Q68000-A886 295
SFH 750 V Q62702-P266 392 | 6N 138 Q68000-A6410 299
SFH 751 Q62702-P1032 392 {6N 139 Q68000-A6411 299
SFH752V Q62702-P284 392

SFH 900 -1 Q62702-P935 329

SFH 900 -2 Q62702-P141 329

SFH 900 -3 Q62702-P1088 329

SFH 900 -4 Q62702-P1087 329

SFH 905 -1 Q62702-P1117 336

SFH 905 -2 Q62702-P1118 336

SFH 910 Q62702-P866 343
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Bestellnummernverzeichnis (alphanumerisch)

Bestellnummer Typ Seite| Bestellnummer Typ Seite
C67079-A1000-A6 BRT 11 H 51 | Q62703-N50 CNY 17F-3 |68
C67079-A1000-A10 BRT 11 M 51 | Q62703-N51-F114 4N 32 277
C67079-A1001-A6 BRT 12 H 53 | Q62703-N52-F114 4 N33 277
C67079-A1001-A10 BRT 12M 53 | Q62703-N54 CNY 17 F-4 68
C67079-A1020-A6 BRT 21 H 55 | Q62703-N75 SFH 610 -1 223
C67079-A1020-A10 BRT21 M 55 | Q62703-N76 SFH610-2 | 223
C67079-A1021-A6 BRT 22 H 57 | Q62703-N77 SFH610-3 | 223
C67079-A1021-A10 BRT 22M 57 | Q62703-N78 SFH610-4 | 223
Q62702-P141 SFH 900 -2 329 | Q62703-N80-F114 IL 250 113
Q62702-P263 SFH 250 V 372 | Q62703-N82 SFH 611 -1 223
Q62702-P264 SFH 350 V 377 | Q62703-N83 SFH611-2 | 223
Q62702-P265 SFH 450 V 382 | Q62703-N84 SFH611-3 | 223
Q62702-P266 SFH 750 V 392 | Q62703-N85 SFH611-4 [223
Q62702-P279 SFH 451V 382 | Q62703-N86 CNY 17 -1 59
Q62702-P281 SFH 452 V 382 | Q62703-N87 CNY 17 -2 59
Q62702-P284 SFH 752V 392 | Q62703-N88 CNY 17 -3 59
Q62702-P287 SFH 551V 390 | Q62703-N89 CNY 17 -4 59
Q62702-P866 SFH 910 343 | Q62703-N95 CNY 17 GF-1| 78
Q62702-P935 SFH 900 -1 329 | Q62703-N96 CNY17GF-2| 78
Q62702-P963 SFH 350 F 377 | Q62703-N97 CNY 17GF-3| 78
Q62702-P984 SFH 435 324 | Q62703-N98 CNY 17 GF-4| 78
Q62702-P1012 SFH 250 372 | Q62703-N109 SFH 615 -1 223
Q62702-P1013 SFH 250 F 372 | Q62703-N110 SFH615-2 | 223
Q62702-P1031 SFH 750 392 | Q62703-N111 SFH615-3 | 223
Q62702-P1032 SFH 751 392 | Q62703-N112 SFH615-4 | 223
Q62702-P1033 SFH 350 377 | Q62703-N115 SFH 620 -1 239
Q62702-P1034 SFH 450 382 | Q62703-N116 SFH620-2 | 239
Q62702-P1087 SFH 900 -4 329 | Q62703-N117 SFH620-3 | 239
Q62702-P1088 SFH 900 -3 329 | Q62703-N120 SFH 617 G -4 | 230
Q62702-P1117 SFH 905 -1 336 | Q62703-N124 SFH618-2 | 236
Q62702-P1118 SFH 905 -2 336 | Q62703-N125 SFH618-3 | 236
Q62703-N21 CNY 17 F-2 68 | Q62703-N126 SFH618-4 | 236
Q62703-N26 4N 28 272 | Q62703-N127 SFH 617 G -1 230
Q62703-N27-F114 IL 30 88 | Q62703-N128 SFH 617 G -2 | 230
Q62703-N28 IL74 79 | Q62703-N129 SFH 617 G -3 | 230
Q62703-N29-F114 IL 55 88 | Q62703-N133 SFH 6136 264
Q62703-N48-F114 ILCT 6 135 | Q62703-N135 SFH 6135 264
Q62703-N49 CNY 17 F-1 68 | Q62703-N158 SFH 650 247
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Bestellnummernverzeichnis (alphanumerisch)

Bestellnummer Typ Seite| Bestellnummer Typ Seite
Q62703-N159 SFH 651 250 | Q68000-A6542-F114 ILD 610 -3 156
Q62703-N160 SFH 652 253 | Q68000-A7187 SFH 601 G -3 | 217
Q62703-Q1842 SFH 630 245 | Q68000-A7188 SFH 601G -2 | 217
Q62703-Q1843 SFH 631 246 | Q68000-A7189 SFH 609 -1 222
Q68000-A590 IL1 79 | Q68000-A7199 PO 40 A 41
Q68000-A886 6N 137 295 | Q68000-A7252 SFH 609 -2 222
Q68000-A879-F114 IL10 85 | Q68000-A7253 SFH 609 -3 222
Q68000-A4291 SFH 6011 256 | Q68000-A7302 4 N 35 281
Q68000-A4357-F114 ILD 2 141 | Q68000-A7303 4 N 36 281
Q68000-A4358-F114 ILQ 2 189 | Q68000-A7304 4N 37 281
Q68000-A4376-F114 IL 400 124 | Q68000-A7313 SFH 600 -0 199
Q68000-A4377-F114 ILD 30 147 | Q68000-A7314 SFH 600 -1 199
Q68000-A4378-F114 ILD 55 147 | Q68000-A7315 SFH 600 -2 199
Q68000-A4379-F114 ILQ 30 195 | Q68000-A7316 SFH 600 -3 199
Q68000-A4380-F114 ILQ 55 195 | Q68000-A7318 SFH 601 -1 208
Q68000-A4381 SFH 6016- 1 257 | Q68000-A7319 SFH 601 -2 208
Q68000-A4382 SFH 6016- 2 257 | Q68000-A7320 SFH601-3 | 208
Q68000-A4383 SFH 6016- 3 257 | Q68000-A7321 SFH 601 -4 208
Q68000-A4384 SFH 6016- 4 257 | Q68000-A7393 SFH 601 G -1| 217
Q68000-A4467-F114 ILD 610 -1 156 | Q68000-A7416 PO 44 A 41
Q68000-A4468-F114 ILD 610 -2 156 | Q68000-A7706-F114 IL205T 92
Q68000-A5017 4N 26 272 | Q68000-A7772 SFH 601G -4 | 217
Q68000-A5018 4N 25 272 | Q68000-A7775-F114 SFH 6106 -1 | 258
Q68000-A5133 SL 5501 41 | Q68000-A7776-F114 SFH 6106 -2 | 258
Q68000-A5141 SL 5500 41 | Q68000-A7777-F114 SFH 6106 -3 | 258
Q68000-A5646-F114 6 N 136 287 | Q68000-A7778-F114 SFH 6106 -4 | 258
Q68000-A5707 4N 27 272 | Q68000-A7811-F114 H11 AA1 113
Q68000-A5931 ILS 79 | Q68000-A7818-F114 ILD 610 -4 156
Q68000-A5972-F114 ILD 1 141 | Q68000-A7827 SFH 606 218
Q68000-A5973-F114 ILD 74 141 | Q68000-A7834-F114 IL 205 92
Q68000-A5974-F114 ILQ 1 189 | Q68000-A7835-F114 IL 206 92
Q68000-A6141 PO 41 A 41 | Q68000-A7836-F114 IL 207 92
Q68000-A6142 PO 42 A 41 | Q68000-A7837-F114 IL 211 97
Q68000-A6143 PO 43 A 41 | Q68000-A7838-F114 IL212 97
Q68000-A6185-F114 ILQ 74 189 | Q68000-A7839-F114 IL213 97
Q68000-A6410 6N 138 299 | Q68000-A7840-F114 IL 215 102
Q68000-A6411 6N 139 299 | Q68000-A7841-F114 IL 216 102
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Bestellnummernverzeichnis (alphanumerisch)

Bestelinummer Typ Seite| Bestelinummer Typ Seite
Q68000-A7842-F114 IL 217 102 | Q68000-A8461-F114 ILD 615 -2 162
Q68000-A7843-F114 IL 221 107 | Q68000-A8462-F114 ILD 615 -3 162
Q68000-A7844-F114 IL 222 107 | Q68000-A8463-F114 ILD 615 -4 162
Q68000-A7845-F114 IL 223 107 | Q68000-A8464-F114 ILD 620 171
Q68000-A7846-F114 IL 256 118 | Q68000-A8465-F114 ILD 621 180
Q68000-A7847 SFH 6011 G 256 | Q68000-A8466-F114 ILD621 GB | 180
Q68000-A7851-F114 IRL 80 A 312 | Q68000-A8476-F114 IL 410 127
Q68000-A7852-F114 LPT 80A 318 | Q68000-A8477-F114 IL 420 130
Q68000-A7927-F114 IL206 T 92 | Q68000-A8478-F114 ILD620GB | 171
Q68000-A7928-F114 IL207 T 92 | Q68000-A8479-F114 ILD620GB | 171
Q68000-A7929-F114 IL215T 102 | Q68000-A8489-F114 IL 428 133
Q68000-A7930-F114 IL216 T 102 | Q68000-A8507 SFH 608-2 219
Q68000-A7931-F114 L2171 102 | Q68000-A8508 SFH 608-3 219
Q68000-A7961-F114 6N 135 287 | Q68000-A8509 SFH 608-4 219
Q68000-A7995-F114 ILQ5 189 | QXXXXX-XXXXX-X001| Option 1 42
Q68000-A8000-F114 IRL 81 A 315 | QXXXXX-XXXXX-X002| Option 2 42
Q68000-A8024-F114 ILD5 141 | QXXXXX-XXXXX-X003| Option 3 42
Q68000-A8251-F114 L2117 97 | QXXXXX-XXXXX-X004| Option 4 42
Q68000-A8252-F114 L2127 97 | QXXXXX-XXXXX-X005| Option 5 42
Q68000-A8253-F114 IL213T 97 | QXXXXX-XXXXX-X006| Option 6 42
Q68000-A8254-F114 L2217 107 | QXXXXX-XXXXX-X007| Option7 42
Q68000-A8255-F114 L2227 107

Q68000-A8256-F114 L2237 107

Q68000-A8324-F114 LPT 85A 321

Q68000-A8325-F114 IL 11 85

Q68000-A8372-F114 IL256 T 118

Q68000-A8450-F114 ILQ 615 -1 162

Q68000-A8451-F114 ILQ 615 -2 162

Q68000-A8452-F114 ILQ 615 -3 162

Q68000-A8453-F114 ILQ 615 -4 162

Q68000-A8454-F114 ILQ 620 171

Q68000-A8455-F114 ILQ 621 180

Q68000-A8456-F114 ILQ 621 GB 180

Q68000-A8457-F114 ILD 250 151

Q68000-A8458-F114 ILD 251 151

Q68000-A8459-F114 ILD 252 151

Q68000-A8460-F114 ILD 615 -1 162
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Anschriftenverzeichnis




Siemens AG, Bereich Halbleiter
BalanstraBe 73, Postfach 8017 09, D-8000 Miinchen 80
= (089) 4144-0 52108-0sied FAX (089) 4144-2689

Siemens in lhrer Nahe

Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

Siemens AG

Salzufer 6-8

1000 Berlin 10

2 (030) 3939-1, Tx 18100-278
FAX (030) 3939-2630

Ttx 308190 = sieznb

Siemens AG

Schweriner StraBe 1
Postfach 7820

4800 Bielefeld 1

2 (0521) 291-0, ™ 932805
FAX (0521) 291-375

Siemens AG

Lahnweg 10

Postfach 1115

4000 Diisseldorf 1

2 (0211) 399-0, 0x) 21134401

FAX (0211) 3QQ-2508
FAX(U2711) 399-2500

Siemens AG

Rdédelheimer LandstraBe 5-9
Postfach 111733

6000 Frankfurt 1

2 (069) 797-0,Mx 414131-0
FAX (069) 797-2253

Siemens AG
HabsburgerstraBe 132
Postfach 1380

7800 Freiburg 1

@ (0761) 2712-0

Tx 772842

FAX (0761) 2712-234

Siemens AG

Lindenplatz 2

Postfach 105609

2000 Hamburg 1

2 (040) 282-1, T 215584-0
FAX (040) 282-2210

Siemens AG Hannover
Hildesheimer Str. 7
Postfach 110551

3014 Laatzen

@ (NE11Y Q77.0
& (UST11) O/ i-U,

FAX (0511) 877-27

=
bel

L kkk]
PACICH ]

©w

Siemens AG
Richard-Strauss-StraBe 76
Postfach 202109

8000 Miinchen

2 (089) 9221-4380

Tx1 529421-01

FAX (089) 9221-4390

Ttx 8985051

414

Siemens AG
Von-derTann-StraBe 30
Postfach 4844

8500 Niimberg 1

2 (0911) 654-0, ™x) 622251
FAX (0911) 654-4064

Siemens AG
Geschwister-Scholl-StraBe 24
Postfach 106026

7000 Stuttgart 10

@ (0711) 2076-0, 7% 723941-0
FAX (0711) 2076-3706

Siemens AG
Nicolaus-Otto-StraBe 4
Postfach 3606

7900 Uim 1

2 (0731) 499-0

% 712828
TX /12020

FAX (0731) 499-267

Siemens AG
Andreas-Grieser-Str. 30
Postfach 3280

8700 Wiirzburg 21

2 (0931) 801-0
68844

FAX (0931) 801-348



Siemens in Europa

Belgien

Siemens S.A.

chaussée de Charleroi 116
B-1060 Bruxelles

2 (02) 536-2111, Tx] 21347

Danemark

Siemens A/S

Borupvang 3

DK-2750 Ballerup

2 (02) 656565, Tx 35313

Finnland
Siemens Osakeyhtio

PL 8
SF-00101 Helsinki 10
2 (80) 1626-1, Tx/ 124465

Frankreich

Siemens S.A.

39/47, Bd. Ornano

F-93527 Saint-Denis CEDEX 2
2 (1) 49223100, Tx1 620853

Griechenland

Siemens AE

Paradissou & Artemidos
PO.B. 61011

GR-15110 Amaroussio

2 (01) 6864111, Tx1 216291

GroBbritannien

Siemens plc

Siemens House
Windmill Road
Sunbury-on-Thames
Middlesex TW 16 7HS

@ (09327) 85691, Tx1 8951091

Irland

Siemens Ltd.

Unit 8-11 Slaney Road
Dublin Industrial Estate
Finglas Road

Dublin 11

2 (01) 302855, Tx] 24129

Italien

Siemens Elettra S.p.A.

Via Fabio Filzi, 25/A
Casella Postale 10388
1-20100 Milano

@ (02) 67661, Tx 330261

Niederlande

Siemens Nederland NV.
Postb. 16068

NL-2500 BB Den Haag

@ (070) 782782, 1x 31373

Norwegen

Siemens A/S

Qstre Aker vei 90
Postboks 10, Veitvet
N-0518 Oslo 5

2 (02) 633000, Tx 78477

Osterreich

Siemens Aktiengeseiischail
Osterreich

Postfach 326

A-1031 Wien

2 (1) 71711-0, Ox 1372-10

415

Portugal

Siemens S.A.

Estrada Nacional 117, ao Km 2,6

Alfragide
P-2700 Amadora
2 (01) 4183311, Tx) 62957

Schweden

Siemens AB

Halsingegatan 40

Box 23141

S$-10435 Stockholm

2 (08) 7281000, Ix 19880

Schweiz
Siemens-Albis AG
FreilagerstraBe 28
CH-8047 Ziirich

@ (01) 495-3111, T 82378111

Spanien

Siemens S.A.

Orense, 2

Apartado 155

E-28080 Madrid

2 (01) 4552500, Tx1 27247

Turkei

ETMAS Elektrik Tesisati ve
Mihendislik A.S.

Meclisi Mebusan Caddesi 21
Findikli

PK. 1001 Karakoey
Istanbul

2 (01) 1510900, x 24233
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